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1. Eso$as situacijas analize Baltijas regiona (Primarais pétijums)

Vertibu k&zu analize ir svarigs instruments, kas Sodien tiek plasi izmantots Eiropas
Komisijas un OECD ietvaros ekonomikas analizé un planoSana. Vertibu kéde aptver visu
aktivitaSu kopumu, kas nepiecieSamas, lai no produkta koncepta izveidotu galaproduktu un
saistitos pakalpojumus. Sakotn€ji $§1 analize bija biznesa skolas disciplina, kas palidzgja
uznémumu vaditajiem pienemt labakus 1émumus, sistematizgjot operacijas un saprotot, kuras
aktivitates ir svarigakas.

Globalizacijas un specializacijas laikmeta starptautiskas vertibu kédes ir kluvuSas par
produktu raZoSanas procesu, kura iesaistiti uznémumi dazadas valstis, un §1s k&des ir zinaSanu
ietilpigakas un sarezgitakas neka jebkad agrak. Valdibu 1émumi, likumi, un tarifi ietekmé, kur
un ka notiek konkréta produkta radiSanas procesu posmi, un tadel ir svarigi izprast un analizet
§1s kompleksas un globalas k&des.

Vertibu kézu analize palidz valdibam saprast ekonomiku un veidot politiku, kas
netraucé, bet gan atbalsta uznémumu darbibu un izaugsmi. Uzpe€mumi, kas iesaistas
kompleksas un globalas vertibu k&des, var sasniegt ievérojamu algu un raziguma pieaugumu,
kas atspogulo zinaSanu un prasmju apmainu.

McKinsey pétijuma par pusvaditaju nozares vertibu kédém ir piedavati devini posmi
[Strategies to lead in the semiconductor world. Avots:
https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/strategies-to-lead-in-the-
semiconductor-world], kas apraksta $1s k&des no materialu sagades, 11dz mikroshému dizainam
un lidz galaprodukta izstradei (skat. 1.1. tabulu)

Sie soli ir svarigi, lai saprastu pusvaditaju industrijas sarezgitibu un tas ietekmi uz
globalo ekonomiku.

Tabula 1.1 Pusvaditaju vertibu kéde (McKinsey)

Elektronikas vértibu kéde

Plasaka pusvaditaju vertibu kede
Saura pusvaditaju vertibu kede
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Materials Capital IP & EDA Design Wafer Back end End product PCB (Printed | End product
equipment foundry Circuit
Board)
Materiali Kapitala Intelektualais Dizains Pamatnu “Back-end”, Gala Iespiedplates | Gala
iekartas ipasums un apstrades jeb produkts produkts
elektroniska raZotne pakartotie
dizaina procesi
automatizacija
Izmantojami Specializétas Patenti, Mikroshém | Pamatnu Iepakosana Komponenti, Iespiedplasu P&dgjais solis
izejmateriali iekartas, kas tehnologijas u dizaina apstrade, un testéSana: kuri montaza, kas vertibu kede,
un kimiskas nepiecieSsama | licencé$ana un izstrade, ieklaujot integréto nepiecieSami nepiecieSama | kur tiek
vielas s pusvaditaju dizaina riki, kas | kas ietver litografiju, ieriCu razotajs | ar daudzu komplekteti
pusvaditaju razosanas nepiecieSami shemu ierakstiSanu: (IDM) vai iespiedshému | elektronisko gala
izgatavoSanai | procesa mikroshému izveidi un integréto Arpakalpoju plasu iericu elektronikas
projektésanai funkcionali | iericu mi montazai izgatavoSanai | produkti
tates razotajs, vai pusvaditaju
parbaudi, ligum- montazai un
verifikaciju | razoSana test€Sanai
(OSAT)
Piemeéri
Silicija Litografijas Mikroprocesoru | Mikroproc Mikrosheému Mikrosheému Kondensatori, | Matesplates, Viedtalruni,
pamatnes, riki 1P, bloki, EDA esoru topologija uz iepako$ana, rezistori, grafiskas klépjdatori,
epitaksialas programmatii- dizains, pamatném gala integralas kartes, autovadibas
pamatnes ra, atminas digitaloun | razo$ana test€Sana, shémas u.c. industrialo moduli, rateri
(piem. GaN), intelektualais analogo kvalitates komponentes | kontrolieru
fotorezistori TpaSums shemu kontrole iespiedshemu
dizains plates

Seit svarigi uzsvért, ka papildus silicijam, kas ir vispla§ak izmantotais pusvaditaju
materials, ir ar1 citi populari materiali ar dazadam elektroniskajam un optiskajam ipasibam,




piem&ram, gallija arsenids (GaAs), kas ir zinams ar augstu elektronu kustigumu un tiek
izmantots atrgaitas elektronika un optoelektronika; gallija nitrids (GaN) ar augstu energijas
starojuma efektivitati, ko izmanto zilajas un baltas LED, 1azeros un jaudas elektronika; un cinka
oksids (ZnO), kas ir fotokatalitisks materials, un poliméru tehnologijas, kas lauj razot mazas,
elastigas un Ietas elektroniskas ierices, izmantojot dazadus organiskos vaditajus un
pusvaditajus, piem&ram, nanomaterialus un oglekla nanocaurules, kas piedava plasas
pielietojuma iespg&jas. Silicija karbids (SiC) ir populars materials bezvadu un jaudas
elektronikas tehnologijas. Fotonikas tehnologijas, kuras izmanto Sos materialus, kltst arvien
nozimigakas, pateicoties to sp&jai parveidot gaismu energija vai signalos, tadgjadi atverot
jaunas iesp€jas datu parraidei un apstradei.

Kapitala iekartas pusvaditaju razoSana ir loti dargas, un to izmantosana ietver sarezgitus
razoSanas procesus. Atskiriba no IT programmatiiras dizaina, pusvaditaju mikroshému dizains
ir saistits ar fizikalu materialu un elektronisko 1pasibu izpratni, ka ari ar kompleksu
mikroelektronikas tehnikas izmantoSanu. Pamatnu razoSanas un OSAT (Outsourced
Semiconductor Assembly and Test) procesi ir kritiski pusvaditaju razoSanas stadijas, kur notiek
mikroshému fiziska izgatavoSana un parbaude, kas prasa augstu precizitati un specialu
aprikojumu.

Turpmak pétijuma tiks izmantota augstak minétd posmu definicija, lai aprakstitu,
analiz€tu un novertetu Latvijas (ka ar1 Baltijas) kapacitati gan petnieciba un izglitiba, gan
industrija.

1.1. Pétniecibas, izglitibas, infrastruktiiras un intelektuala potenciala novertéjums

Saja pétijuma dala analizéta esosa zinatniska infrastruktiira un intelektualais potencials
pusvaditaju joma Baltijas valstis gan pétniecibas institlitos, gan augstskolas un novertéts to
pienesums pusvaditaju vertibu k&de. Identificéta trukstosa pétniecibas infrastruktiira katra
pusvaditaju vertibu keédes posma.

1.1.1. Baltijas valstu augstskolas ar pétijumiem pusvaditaju joma

Tika identificetas Baltijas valstu augstskolas, kuram ir p&tijumi pusvaditaju joma un
veikts esosSo studiju programmu vért&jums, iekartu uzskaite, ka art identificéts inzenieru un
pétnieku skaits Baltija. Lai sniegtu pilnveértigu parskatu, tika ieklauti arT p&tniecibas institiiti.

Sakotngji, lai identificétu p€tniecibas, izglitibas iestades, kuras ieklaut talaka p&tijuma
norisé, tika veikta interneta izpéte, zinatnisko datubazu ("SCOPUS", "Web of Science",
"arXiv.org" vai "ResearchGate", "QS World University Rankings", "Times Higher Education")
izpéte.

Tabula 1.2. Baltijas valstu pétniecibas/izglitibas iestades pusvaditaju nozaré

Valsts Iestade Struktiirvieniba ~ !)ufvadltajl_l nozares
pétniecibas / macibu virziens
Latvija Elektronikas un Integralo shému un sistému Jauktu analogo-digitalo
Datorzinatnu Institiits laboratorija (no 2024.g) mikroshému projekteSana
Latvija Latvijas Universitate Atomfizikas un spektroskopijas | Fotonika. Nodarbojas ar
instittits - Kvantu Optikas rezonatoru un fotonisku ¢ipu
Laboratorija pétiSanu
Latvija Latvijas Universitate Atomfizikas un spektroskopijas | Fotonika.
institiits
Latvija Latvijas Universitate Skaitliskas modelesanas Silicija monokristalu audz&sanas
institiits procesu model&Sana.
Latvija LU Cietvielu Fizikas Organisko materialu laboratorija | Fotonika. Gan materialu
institiits petnieciba, gan litografija.
Latvija LU Cietvielu Fizikas Plano kartinu laboratorija Platzonas pusvaditaju kristalisko
institiits materialu pétnieciba un
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Valsts Iestade Struktiirvieniba ~ !)ufvadltajl_l nozares
pétniecibas / macibu virziens
pusvaditaju iericu izstrade.
Caurspidigi vadosi parklajumi.
Latvija Elektronikas un Diskrétas signalu apstrades Cipu dizains un signalu apstrade
datorzinatnu institiits laboratorija
Latvija Rézeknes Tehnologiju Inzenieru fakultate Elektronika, iespiedplates.
Akadémija
Latvija Rigas Tehniska Biomedicinas inZenierzinatnu Pusvaditaju materialu un iericu
Universitate un nanotehnologiju institiits petnieciba.
Latvija Rigas Tehniska Lietiskas kimijas institiits Fotonika. Jaunu optisko
Universitate organisko materialu sintéze.
Latvija Rigas Tehniska Materialzinatnes un lietiskas Lazertehnologijas, Organiskie
universitate kimijas fakultates Tehniskas pusvaditaji.
fizikas institiits
Latvija Rigas Tehniska Mikrovilnu inZenierijas un Iespiedplasu (PCB) dizains un
universitate elektronikas institats izstrade.
Latvija Rigas Tehniska Telekomunikaciju institiits Fotonika, silicija fotonika. Cipu
Universitate dizains un test€Sana datu
parraides sisteémas (optiskie
starpsavienojumi,
telekomunikacijas).
Lietuva Kaunas Tehnologiju Poliméru kimijas un Fotonika. Jaunu optisko
universitate tehnologijas katedra organisko materialu sintéze.
Lietuva Vilnas Universitate Fizikalo un tehnologiju zinatnu | Fotonika. Darbibas ar lazeriem
centrs (FTMC) & un nanotehnologijam.
Optoelektronikas nodala
Igaunija Tallinas Tehnologiju Thomas Johann Seebeck K&zu dizains un programmeésana.
universitate Elektronikas katedra
Igaunija Tallinas Tehnologiju Datorsistému katedra VHDL un Verilog dizains,
universitate FPGA.
Igaunija Tartu universitate Plano kartinu tehnologijas Fotonika. Nodarbojas ar optisko
laboratorija litografiju.

Pamatojoties uz informaciju par Baltijas regiona augstskolu un pétniecibas iestazu
darbibas jomam pusvaditaju tehnologiju nozaré, var secinat, ka Baltijas valstis demonstré
parstavniecibu $aja joma. Fotonika izcelas ka daudzsoloSa joma, kas ietver optisko elementu
un fotonikas ¢ipu pétijumus, ka arT optisko litografiju. STjoma varétu klat par vienu no regiona
specigakajiem virzieniem, veicinot inovacijas un tehnologiju attistibu.

Latvija ir vérojama nozimiga aktivitate pusvaditaju materialu p&tnieciba, litografija un
¢ipu dizaina, kas liecina par potencialu pusvaditaju tehnologiju joma.

1.1.2. Baltijas valstu augstskolu esoso studiju programmu vértéjumu

Petijuma tika veidots parskats par identific€to Baltijas valstu augstskolu esoSo studiju
programmu vertgjumu, (skat. 1.3. tabulu) apkopojot $adu informaciju:
- Valsts

- Augstskolas nosaukums

- Programmas vai saistitas programmas nosaukums
- Programmas vai saistitas programmas veértéjums, noradot to pienesumu Latvijas
pusvaditaju vertibu keéde (pieméram, studentu apmaina, vieslektoru piesaiste utml.).

- Programmas nosléguma iegtistama kvalifikacija
- Studiju programmu absolventu skaits
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NepiecieSamas informacijas iegtiSanai tika sagatavotas elektroniskas anketas, kuras tika
izsttitas pétijjuma identificeétajam iestadém/institiitiem (skat. Pielikums Nr. 1: Akadémisko
iestazu aptauja). Papildus iegiitajai informacijai no aptaujatajiem iestazu parstavjiem, tikai
veikta interneta izpéte, analizgjot atlasito Baltijas valstu universitaSu un instititu, kuri
nodarbojas ar pusvaditaju nozares petijjumiem, majas lapas, gada gramatas un cita tieSsaiste
pieejama informacija. Majas lapas, gadagramatas tika mekleta informacija par: attiecigajam
macibu programmam, to absolventu skaitu ka ar to kvalifikaciju. Papildus, tika veikta interneta
izp€te, zinatnisko datubazu ("SCOPUS", "Web of Science", "arXiv.org" vai "ResearchGate",
"QS World University Rankings", "Times Higher Education") izp&te.

Tabula 1.3 Pusvaditaju nozarei noderigu macibu programmu uzskaite

Valsts,
Augstskolas Programmas vai Programmas vai saistitas Programmas Studiju
vai saistitas * programmas veértéjums, nosleguma programmu
e o Iss programmas apraksts - . . =
pétniecibas programmas noradot to pienesumu ieglistama absolventu
iestades nosaukums pusvaditaju vértibu kéde kvalifikacija skaits
nosaukums
Latvija, Rigas | Doktora studiju Studiju programma sagatavo Studiju programma tiesa Zinatnes doktora | Vidgji 3/
Tehniska programma specialistus fundamentalaja veida nekoncentréjas uz grads (Ph.D.) gada
Universitate “Telekomunikacij | un lietiskaja pusvaditaju tehnologijam.
as” telekomunikaciju inzenierija. | Bet, studiju laika tiek
Tas ietvaros ir iesp&ja apgiit apskatiti integrétas
padzilinatas zinasanas fotonikas pamati (studiju
telekomunikacijas, viet€jo un | kurss RDE718 Integrétas
starptautisko tiklu parvaldiba, | fotonikas pamati), optiskie
ka arf gt izpratni par savienojumi, pusvaditaju
nakotnes tehnologiskajiem materiali, to pielietojums
risinajumiem attistibai un fotonika un skiedru
ievieSanai Latvija. optiskajas sakaru sisteémas
(studiju kurss RDE603
Optiskas virzosas sistémas)
un to elementos,
komponentgs (studiju kurss
RDE601 Virzoso sistemu
elektrodinamika)
Latvija, Rigas | Magistra studiju Programma sniedz Studiju programma tiesa Inzenierzinatnu Vidgji 17/
Tehniska programma akadémisko izglitibu veida nekoncentréjas uz magistra grads gada
Universitate “Telekomunikacij | inzenierzinatnu nozares pusvaditaju tehnologijam. telekomunikacij
as” telekomunikaciju Bet, studiju laika, as (M.sc.ing.)
apaksnozar€ atbilstosi pieméram, studiju kursa
jaunakajam tendencém un RDE417 “Informacijas
sagatavo talakam studijam optiskas apstrades fizika”,
doktorantiira un patstavigai tiek apskatita vilnpvadu
pétniecibas un optika un pusvaditaju
profesionalajai darbibai materialu galvenie
vado$ajos telekomunikaciju parametri, pielietojums
uznémumos. fotonika.
Latvija, Rigas | Viedas Programma elektronikas Elektronu ierices Profesionalais Vidgji 10/
Tehniska elektronikas nozarg, sagatavojot Analogas un ciparu bakalaura grads gada
Universitate sistémas specialistus, kas izprot mikroshémas elektrozinatne /
nozares attistibas tendences Citi pamatpriekSmeti. elektronikas
un spgj stradat viedo inzenieris
elektronisko sistému analizes
un izstrades joma.
Latvija, Viedas Sagatavo plasa profila Ir ciparu sistémas Profesionalais Vidgji 10/
Latvijas elektronikas augstas kvalifikacijas projektésanas un FPGA magistra grads gada
Universitate sistémas elektronikas specialistus, kuri | kursi elektronika /
izprot nozares attistibas Ir integralo shemu vadosais
tendences pasaulé un spgj izstrades kursi elektronikas
stradat viedo elektronisko Ir signalapstrades kursi inzenieris
iekartu un sistemu
pétniecibas, izstrades,
uzstadiSanas, ekspluatacijas
un modernizacijas joma.
Latvija, Dabaszinatnu Doktora studiju programma Programma sagatavo Zinatnes doktora | 0
Latvijas (fizikas, piedava specializaciju specialistus, kas spgj grads zinatnes
Universitate astronomijas un astonas fizikas, astronomijas darboties tehnologiski doktors(-e) Jauna
mehanikas) vai mehanikas apak$nozar€s, | attistitos projektos, kas ir (Ph.D.) programma
gatavojot specialistus, kas svarigi pusvaditaju vertibu | dabaszinatn@s; (2021.g.) -
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Valsts,

Augstskolas Programmas vai Programmas vai saistitas Programmas Studiju
vai saistitas * programmas veértéjums, nosleguma programmu
D Iss programmas apraksts = . . =
pétniecibas programmas noradot to pienesumu ieglistama absolventu
iestades nosaukums pusvaditaju vértibu kéde kvalifikacija skaits
nosaukums
doktora studiju var stradat gan akadémiskaja, | k&dé. Ta piedava Zinatnes doktora | studiju
programma gan rupnieciskaja vide. starptautisku sadarbibu un grads zinatnes ilgums 3 gadi
ERASMUS+ apmainas doktors(-e)
iespg&jas. letilpst McKinsey | (Ph.D.)
vertibu posma 1;2;5-7. inZenierzinatnés
un tehnologijas
Latvija, *Kurss LU-DIP-b: | *Nav macibu programma, Kursi dod studentiem Bakalaura / Vidgji 30/
Elektronikas “Ievads digitalaja bet kurss. digitalo shemu Magistra grads gada
un projektesana”/ projektésanas prasmi, kuru | datorzinatng
datorzinatnu “Digitalo iekartu var pielietot gan darba ar
institiits projektésana” programmgjamiem
Latvija, *Kurss REA711: logiskiem masiviem, gan Bakalaura / Vidgji 20/
Elektronikas “Ciparu izstradaju Magistra gada
un elektronisko pielietojumspecifiskas inzenierzinatnu
datorzinatnu sistému digitalas integralshemas grads
institiits projektesanas (Cipus). elektronika
pamati izmantojot
HDL”
Latvija, *Kurss RTR710: *Nav macibu programma, Kurss dod advancétu Magistra Vidgji 10/
Elektronikas “Signalu apstrade bet kurss. ieskatu digitalo shemu inzenierzinatnu gada
un heterogénas projektésana un to grads
datorzinatnu sist€émas ar sadarbiba ar uz elektronika
institiits rekonfiguréjamie programmatiiru balstitam
m logiskiem apstrades paradigmam,
masiviem” t.sk. vien€ipu sistemu
konteksta. Kurss uzlabo
studentu sistémas
arhitektiiras kompetenci,
kas dod iesp&ju realizet
augstakas sarezgitibas
digitalas integralshémas,
pieméram, pielietojum-
specifiskus procesorus.
Lietuva, Lietiska kimija Programma koncentrégjas uz Programma sniedz Fizikas zinatnu Vidgji 15/
Kaunas inovativu produktu un nozimigu ieguldijumu bakalaura grads gada
Tehnologiju tehnologiju izstradi un pusvaditaju vértibu kedg,
universitate analizi, apvienojot kimisko attistot inovativus
tehnologiju procesu izpratni funkcionalus, hibridus,
ar ekonomiskajiem kompozitus un
aspektiem. nanomaterialus, kas ir
svarigi pusvaditaju
razoSanai. letilpst
McKinsey vértibu posma
4-6.
Lietuva, Ripnieciska Programma apvieno Absolventi var izstradat Tehnologisko Vidgji 16/
Kaunas biotehnologija zinasanas vairakas zinatnes biotehnologijas metodes, zinatnu gada
Tehnologiju un riipniecibas jomas, tostarp | kas ir butiskas pusvaditaju bakalaura grads
universitate bioproduktu razosana, vertibu kédei, jo Tpasi
biologiski aktivu energijas un materialu
savienojumu sintéz€ un razoSana. letilpst
bioprocesu inzenierija. McKinsey veértibu posma
5-7.
Lietuva, Kimijas Bakalaura programma Programma veicina jaunu Inzenierzinatnu Vidgji 5/
Kaunas tehnologijas un Kimiskas Tehnologijas un industrialo inovaciju bakalaura grads gada
Tehnologiju inzenierzinatnes InZenierija apvieno radiSanu, dizainu un
universitate teorétiskas zinasanas ar tehnologisko sistému
tehnologiskam prasmém, parvaldibu, kas ir svarigi
piedavajot specializacijas pusvaditaju razosanai.
neorganisko un organisko Tetilpst McKinsey veértibu
materidlu tehnologija. posma 4-6.
Lietuva, Lietiska kimija Programma koncentrégjas uz Programma sniedz Fizikas zinatnu Vidgji 20/
Kaunas inovativu produktu un nozimigu ieguldijumu magistra grads gada*
Tehnologiju tehnologiju izstradi un pusvaditaju veértibu kede,
universitate analizi, apvienojot kimisko attistot inovativus

tehnologiju procesu izpratni
ar ekonomiskajiem
aspektiem.

funkcionalus, hibridus,
kompozitus un
nanomaterialus, kas ir
svarigi pusvaditaju
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Valsts,

Augstskolas Programmas vai Programmas vai saistitas Programmas Studiju
vai saistitas * programmas veértéjums, nosleguma programmu
D Iss programmas apraksts = . . =
pétniecibas programmas noradot to pienesumu ieglistama absolventu
iestades nosaukums pusvaditaju vértibu kéde kvalifikacija skaits
nosaukums
razoSanai. letilpst
McKinsey veértibu posma
4-6.
Lietuva, Ripnieciska Programma apvieno Absolventi var izstradat Tehnologisko Vidgji 20/
Kaunas biotehnologija zinasanas vairakas zinatnes biotehnologijas metodes, zinatnu magistra | gada*
Tehnologiju un riipniecibas jomas, tostarp | kas ir butiskas pusvaditaju grads
universitate bioproduktu razosana, vertibu kédei, jo Tpasi
biologiski aktivu energijas un materialu
savienojumu sintéz€ un razoSana. letilpst
bioprocesu inzenierija. McKinsey veértibu posma
5-7.
Lietuva, Kimijas Macibu plans ir izstradats Sis programmas Inzenierzinatnu Vidgji 20/
Kaunas inzenierzinatnes sadarbiba ar lielakajiem absolventiem ir prasmes un | magistra grads gada*
Tehnologiju Kimijas uznémumiem zinasanas, lai sniegtu
universitate Lietuva, tiek iegiitas ieguldijumu izejvielu
zinaSanas un prasmes par apstrades un razosanas
produktu dizainu un posmos, kur kimiskajiem
procesiem, ka art procesiem un
tehnologisko sistému vadibu. | materialzinatnei ir
Nodrosina padzilinatu iz8kiro$a nozime. letilpst
izpratni par kimiskas McKinsey veértibu posma
tehnologijas procesiem un 4-6.
iekartam.
Lietuva, Fizika Tiek giitas pamatzinasanas Programma piedava Dabaszinatnu Vidgji 22/
Kaunas fizika, ir pieejami vairaki nozimigu ieguldijumu bakalaura grads gada*
Tehnologiju izveles kursi, kuros apgust pusvaditaju veértibu kede, fizika
universitate planu kartinu pagatavosanu, jo 1pasi ar mikro- un
strukturé$anu, raksturosanu. nanotehnologijam, kas ir
Programma koncentrgjas uz svarigas pusvaditaju
materialu pasibu uzlaboSanu, | materialu attistiba. Ta
iedzilinoties fundamentalaja piedava starptautisku
un pielietotaja fizika, sadarbibu un prakses
materialu struktiiras izpete, to | iespgjas, veicinot jaunu
uzlaboSanas un sintézes materialu izstradi un
metodes. lietosanu. Ietilpst
McKinsey veértibu posma
6-8.
Lietuva, Gaismas Gaismas inzenierijas studiju Programma sagatavo Tehnologiju Vidgji 53
Vilnas inzenierzinatnes' programma nodro$ina specialistus stradat ar zinatnu bakalaura
Universitate pamatzinaSanas fizika, kimija | lazeriem, lazeru bakalaura grads studiju
un matematika, ka ari tehnologijam, modernajam programmu
piemérotu izpratni par apgaismojuma, studentu/
materialu sint€zi un fotovoltisko, fotonikas un gada*
raksturoSanu, lazeru, pusvaditaju nozarém.
fotovoltisko un gaismu Tetilpst McKinsey veértibu
izstarojoso iericu darbibas posma 7-9, veicinot
principiem prasmes, kas
nepiecieSamas pusvaditaju
razosana.
Lietuva, Nanomaterialu Nanomateriali ir aizvien Programma sagatavo Fizikas zinatnu Vidgji 15
Vilnas kimija? svarigaks nanotehnologiju specialistus darbam magistra grads magistra
Universitate produkts, ko izmanto Kimiskajas laboratorijas, studiju
veselibas apripé, elektronika, | pé&tniecibas iestades vai programmu
kosmétika un citas jomas. komercstruktiiras, kas studentu/
Studenti iegtist dzilas nodarbojas ar augstam gada*
zinaSanas par jauniem tehnologijam. letilpst
nanomaterialiem, to sintézi, McKinsey veértibu posma
struktiiru un pielietojumu. 6-8, atbalstot
nanomaterialu izmantoSanu
pusvaditaju razosana.
Lietuva, Elektronikas un Kursi saistiba ar Programma ir nozimiga Inzenierzinatnu Vidgji 15
Vilnas telekomunikaciju nanoelektroniku, opto- posmos 7-9 McKinsey magistra grads magistra
Universitate tehnologijas® eletroniskam iericém vertibu k&de, nodrosinot studiju
telekomunikacijas. izglitibu, kas nepiecie$ama, programmu
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Valsts,

Augstskolas Programmas vai Programmas vai saistitas Programmas Studiju
vai saistitas * programmas veértéjums, nosleguma programmu
D Iss programmas apraksts = . . =
pétniecibas programmas noradot to pienesumu ieglistama absolventu
iestades nosaukums pusvaditaju vértibu kéde kvalifikacija skaits

nosaukums

Programma apvieno lai stradatu modernas studentu/

zinasanas par elektronikas un gada*

nanoelektroniku, telekomunikaciju jomas,

optoelektroniskam iericém sekmgjot pusvaditaju

un telekomunikacijam, razoSanu un attistibu.

gatavojot specialistus darbam

Sajas augsto tehnologiju

nozares.
Lietuva, Dzives un kimiska | Kursi: optiskie biosensori, Programma ir vérsta uz Fizikas zinatnu Vidgji 15
Vilnas fizika* Biosistému fotofizika un studentiem, kuri vElas ieglit | magistra grads magistra
Universitate tehnologijas, Digitala optika padzilinatas zinasanas studiju

un attélveidosana, pusvaditaju fotonika un programmu

Biofotonika. Programma nanotehnologijas, ietverot studentu/

piedava izglitibu, kas McKinsey vertibu kédes gada*

apvieno fizikas, kTmijas un posmus 6-8, sniedzot

dabas zinatnu zinasanas, apmacibu fizikas,

uzlabojot izpratni par materialu izstrades un

materialiem, to Ipasibam un raksturoSanas tehnikas

lietojumiem.
Lietuva, Fotonika un Si programma ir domata Programma ietilpst Tehnologiju Vidgji 15
Vilnas nanotehnologijas® studentiem, kuri vélas iegiit McKinsey vértibu kedes zinatnu magistra | magistra
Universitate padzilinatas zinasanas posmos 6-8, attistot grads studiju

pusvaditaju fotonika un prasmes, kas programmu

nanotehnologijas, apgustot nepiecieSamas pusvaditaju studentu/

organisko un neorganisko fotonikas un gada*

cieto vielu fizikas, raZzoSanas nanotehnologiju nozarés.

un raksturoSanas tehnika
Lietuva, Doktorantiiras Doktorantiiras studijas Vilpas | Doktorantliras programmas | Doktora grads Vidgji 8/
Vilnas studijas Fizika® Universitaté piedava ietilpst visos McKinsey gada
Universitate padzilinatu izglitibu un vertibu k&des posmos (1-

pétniecibu dazadas zinatnes 9), sekmgjot zinatnisko

nozargs, tostarp tehnologijas pétniecibu un inovaciju,

un inZenierzinatnés. kas ir svariga pusvaditaju

tehnologiju attistiba

Kursi: Cietvielu fizika;

Misdienu optika un

spektroskopija; Impulsu

optika; Kvantu optika;

Lazera starojuma

mijiedarbiba ar materiju;

Ultravioletas fotonikas

materiali; Platzonas

pusvaditaju optiska,

elektriska un strukturala

raksturoSana; Pusvaditaju

fotonika
Lietuva, Eurofotonika’ Starptautiska programma S1 programma ietilpst Erasmus Vidgji 16/
Vilnas koncentr&jas uz progresiviem | McKinsey vertibu kédes Mundus gada*
Universitate pétijumiem un lietiSkam posmos 7-9, nodrosinot kopigais

témam, kas veidos tuvakas izglitibu un prasmes, kas magistra grads

un talakas nakotnes nepiecieSamas, lai stradatu

zinatniskos mérkus fotonikas | augsto tehnologiju

joma ar starpdisciplinariem pusvaditaju un fotonikas

pielietojumiem. Piedalas 5 nozares.

Eiropas partneri (AMU

Marseille (France); KIT

Karlsruhe (Germany); the

Universities of Barcelona

(Spain); TAU Tampere

(Finland); Vilnius University

(Lithuania). Un 5 arpus

Eiropas valstis - Kina, ASV,

Etiopija, Australija un

Meksika
Igaunija, Materialzinatne Magistra programma, kas Programma piedava Zinatnu magistra | Vidgji 12/
Tartu un tehnologijas koncentr&jas jaunu materialu | teorétisko principu apguvi grads gada*
Universitate izstrade un komercializacija, materialu zinatng,
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Valsts,
Augstskolas Programmas vai Programmas vai saistitas Programmas Studiju
vai saistitas * programmas veértéjums, nosleguma programmu
D Iss programmas apraksts = . . =
pétniecibas programmas noradot to pienesumu ieglistama absolventu
iestades nosaukums pusvaditaju vértibu kéde kvalifikacija skaits
nosaukums
apvienojot materialu zinatnes | test€Sanas un p&tjjumu (Materialzinatne
studijas ar uznémgjdarbibas metodes, materialu izstradi | un tehnologija)
pamatu apguvi. Kursi saistiba | un dizainu. Studenti veic
ar sensoru izgatavosanu, izstrades projektus
materialu elektriskajam, sadarbiba ar zinatniskajam
optiskajam ipasibam laboratorijam. Absolventi
var stradat ka materialu
izstrades specialisti
razo$anas uzn€mumos un
pétniecibas iestades, uzsakt
uznéméjdarbibu materialu
joma vai turpinat studijas
doktorantiira. Ietilpst
McKinsey vertibu kédes
posmos 1-9
Igaunija, Komunikaciju Pé&tniecibas un macibu Magistra programma Magistra grads Vidgji 14/
Tallinas elektronika kompetences aptver sniedz absolventiem inzenierzinatnés | gada
Tehnologiju kognitivas elektronikas un prasmes un zinasanas, lai
universitate komunikaciju tehnologiju raditu, analiz&tu un attistitu
darbibas jomas. P&tniecibas inteligentas elektroniskas
un izstrades darbibas balstas sist€émas, izmantojot
un ir mijiedarbiba ar nozares elektriskos un fizikalos
interesém, tacu tas ir verstas principus, ka ar1
arT nakotng, sekojot elektroniku un
galvenajam attistibas komunikacijas
tendencém noraditajas tehnologijas. Elektronikas
darbibas jomas. inzenierija ir tieSi iesaistita
elektronisko komponentu
un sistému, kas ir
neatnemama pusvaditaju
vertibu kédes sastavdala,
projektésana, izstradé un
test€Sana.
Tetilpst McKinsey veértibu
k&des posmos 1-9
Igaunija, Informacijas un Studiju programmas Studiju ietvaros absolventi Elektronikas un Vidgji 4/
Tallinas komunikaciju vispargjais merkis ir sniegt apgis un padzilinas telekomunikacij gada
Tehnologiju tehnologijas padzilinatas zinasanas un specifiskas prasmes un u doktora grads
universitate pétnieciskas prasmes kompetences, kas
informacijas un nepiecieSamas patstavigu
komunikaciju tehnologiju pétijumu veikSanai
joma personam, kuras vai nu | izv€létaja informacijas un
turpina akadémisko karjeru, komunikaciju tehnologiju
vai vélas karjeras izaugsmi. joma. Ietilpst McKinsey
vertibu kédes posmos 7-9

*skaits aptuvens, rékinot, nemts publiski pieejamais studentu kopskaits studiju programmas

Baltijas valstis un Latvija ir izstradatas vairakas izglitibas programmas, kas ir butiskas
pusvaditaju tehnologiju attistiba. Sis programmas ir vérstas uz dazadam zinatnes un
inzenierzinatnu nozarém, piedavajot gan teoretisko zinasanu apgiiSanu, gan praktisko prasmju
attisttbu. Tabula 1.3. ietverto studiju programmu absolventu skaits ir aptuvens, dazam
augstskolam noradot virziena vai fakultates absolventu skaitu.

Rigas Tehniska Universitate piedava programmas, kas koncentréjas uz
elektrotehnikas un elektronikas inzenierzinatném, akcentgjot jaunu elektronisko ieri€u un
sisttmu izstradi, ka ar1 to praktisko pielietojumu dazadas nozar€s, ieskaitot pusvaditaju
tehnologijas.

Latvijas Universitate piedava programmas, kas koncentr&jas uz materialu ipasibu
uzlaboSanu, fundamentalo un lietiSko fiziku, ka arT materialu struktiiras izp&ti un sint€zes
metodem. Sis programmas ir svarigas pusvaditaju razo$anai un attistibai, sagatavojot nozaré
nepiecieSamos specialistus.
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Kaunas Tehnologiju universitate piedava programmas, kas koncentrgjas uz inovativu
produktu un tehnologiju izstradi un analizi, apvienojot kimisko tehnologiju procesu izpratni ar
ekonomiskajiem aspektiem. Universitates programmas ir nozimigas pusvaditaju vertibu kede,
attistot inovativus funkcionalus hibridus, kompozitus un nanomaterialus.

Vilpas Universitate piedava programmas, kas ir vérstas uz nanoelektroniku,
optoelektroniskam iericém un telekomunikacijam, sagatavojot specialistus darbam Sajas augsto
tehnologiju nozarés.

Tartu Universitate piedava programmas, kas apvieno materialu zinatni ar
uznémgéjdarbibas pamatiem, koncentr&joties jaunu materialu izstradi un komercializaciju. Sis
programmas veicina jaunu materialu un tehnologiju izstradi un lietoSanu, kas ir svarigas
pusvaditaju razosanai un attistibai.

Tallinas Tehnologiju universitate piedava programmas, kas ir verstas uz
elektroenergétiku un mehatroniku, integréjot jaunakas tehnologijas un inovacijas izstrade, kas
atbalsta pusvaditaju tehnologiju attistibu un praktisku pielietojumu razo$ana un produktu
dizaina.

Baltijas valstu universitaSu programmas piedava nozimigu ieguldijumu pusvaditaju
vertibu k&de, sekmgjot jaunu tehnologiju radisanu, dizainu, tehnologisko sistému parvaldibu
un jaunu materialu izstradi. Baltijas valstu universitaSu programmas ir nozimigas ne tikai
vietgja, bet ar1 starptautiska Itmeni, piedavajot studentiem iesp&ju specializeties pusvaditaju
tehnologiju apaksnozargs, kas ir specifiskas regionam un ar augstu petniecibas un inovaciju
potencialu. Balstoties uz analizi par Baltijas valstis un Latvija eso$ajam izglitibas programmam,
kas saistitas ar pusvaditaju tehnologijam, var izdarit $adus secinajumus:

Kapacitate: Baltijas regions piedava plasu klastu izglitibas programmu, kas aptver
dazadas pusvaditaju tehnologiju jomas, tostarp materialu zinatni, fotoniku, nanotehnologijas,
elektronikas un telekomunikacijas tehnologijas. Sis programmas tiek piedavatas vadosajas
augstskolas un p&tniecibas institlitos.

Spécigas Puses: Programmas piedava nozimigu ieguldijumu pusvaditaju vertibu kede,
attistot inovativus funkcionalus materialus, hibridus, kompozitus un nanomaterialus. Dazas
programmas, pieméram, "Light Engineering" un "Chemistry of Nanomaterials", ietver
starptautiskas apmainas iesp€jas, kas veicina starptautisko sadarbibu un zinaSanu apmainu.

Vajas puses: Trikst informacijas par absolventu skaitu un to, cik efektivi absolventi
tiek integréti darba tirgi un pusvaditaju industrija. Dazas programmas varétu bt
nepiecieSamas plasakas specializacijas vai fokuss uz konkrétam pusvaditaju tehnologiju
apaks$nozarém.

Iesp€jas: Veicinat starptautisko sadarbibu un apmainas programmas, lai paplasinatu
studentu un pétnieku redzesloku un sekmétu inovacijas. Uzlabot programmu saturu, lai atbilstu
jaunakajam industrijas tendenc€m un tehnologiju attistibai. lesaistit Baltijas uzn€mumus
pusvaditaju joma studiju programmu pilnveidg, ievieSot praktiskos aspektus studiju satura.

Draudi: Demografiskas situacijas raditais zemais studentu skaits vai zema programmas
popularitate vidusskolnieku vidi var radit nepietiekamu studentu skaitu studiju programmas
pusvaditaju joma pastavésanai. Strauja tehnologiju izaugsme var sekmét studiju programmu
novecosanu un absolventu nepiemérotibu darba tirgum.

Nakotnes virzieni Baltijas regiona pusvaditaju joma: Koncentréties uz jaunu
tehnologiju izstradi un pétniecibu, sekmgjot pusvaditaju materialu un tehnologiju attistibu.
Ipasi pieverst uzmanibu ieguldijumiem ¢ipu dizaina izstradg, kas prasa relativi nelielas finangu
investicijas, tacu nepiecieSams augsts intelektualais potencials, radot milzigu pievienoto
vertibu. Piem&ram, Elektronikas un datorzinatnu institiits (EDI), kas rada unikalus cipu
dizainus (P&c McKinsey veértibu k&des posmiem 3 un 4) un sadarbojas ar vadosajam Latvijas
Universitatém, instititiem un pat plasi pasaulé pazistamiem pusvaditaju industrijas
uznémumiem, parstavot akad@misko, lietiSko pétijumu un industrialo vidi. PaplaSinat
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sadarbibu ar nozari, lai nodroSinatu, ka izglitibas programmas ir ciesi saistitas ar realajam tirgus
un industrijas vajadzibam. Veicinat vidusskolénu informétibu un interesi par studijam ar
pusvaditajiem saistitas studiju programmas.

Galvenie izaicinajumi: Nemot véra daudzu valstu darba tirgus atvertibu, uznémejiem
un zinatniskam institicijam spét piesaistit un ieinteresét Baltijas valstu jaunos specialistus
spraiga konkurencg par studentiem un darbaspéku.

Iesp€jamie risinajumi: Aktivi veidot sadarbibu starp akadémiskajam iestadém un
industrijas uznémumiem, lai nodroSinatu, ka studiju programmas ir atbilstoSas nozares
vajadzibam. Intensivi palielinat jaunuznémumu un citu mazo un vid€jo uznémumu atbalstu,
kas potenciali varetu kliit par darba devéjiem absolventiem, gan izstradajot diplomdarbus, gan
ar1 radot uzn@muma pievienoto vertibu. Radit préme&Sanas un veicinasanas sistemu, lai
stimultu censonus veikt diplomdarbu izstradi razoSanas uzn€mumos.

1.1.3. Baltijas valstu augstskolu pétniecibas kapacitates novertéjums

Lai identific€tu esoSo inZenieru un p&tnieku ‘skaitu Latvija, Lietuva un Igaunija, kuriem
ir atbilstosas zinasanas Pusvaditaju tehnologiju un lietojumu joma, tika sagatavotas
elektroniskas anketas, kuras tika izsiititas petijuma identific€tajam iestadeém/institiitiem (skat.
1. pielikumu). Papildus tam, anketas noradito petnieku informacija tika papildus mekléta ar1
zinatniskajas un patentu lapas: veikta "SCOPUS", "Web of Science", "arXiv.org" un
"ResearchGate" datubazu izpete, lai identific€tu Baltijas p€tniecibas iestazu un augstskolu
petnieku publikacijas pusvaditaju joma. Ka ari, lai parliecinatos, ka ir apzinats pilnigs p&tjjuma
tveriens, tika pétitas p€tniecibas programmu tieSsaistes datu bazes, piemeéram, "QS World
University Rankings", "Times Higher Education”, u.c. Lai identificétu pusvaditaju jomas
patentus, tika izmantota Latvijas Patentu Valdes datu baze, Eiropas Patentu Biroja (EPO)
Eiropas un starptautiska datubaze, Pasaules Intelektuala IpaSuma Biroja (WIPO) datubaze,
"Google patent" meklétajs.

Tabula 1.4 Pusvaditaju nozares zinatniskas kapacitates novertéjums

LU Cietvielu
Fizikas Institiits

Mikro un nanoierices - 4

Organiskie materiali -
43

Silicijs - 21

Mikro un nanoierices - 8

Valsts, InZenieru un pétnieku skaits katra EsoSo publikaciju Pusvaditaju patentu portfelis
augstskolas, parstavetaja specializacija analize (pétijumu
pétniecibas jomas, skaits,
institiita publikacijas
nosaukums zinatniskas nozimibas
limenis)
Latvija, Organiskie materiali - 6 III-V pusvaditaji - 45 Patents NR RU2657497C1 - Metode

izlidzinasanas slana razo$anai, pamatojoties
uz retzemju elementu savienojumiem, un
organisko gaismas izstarojoso diodu
izgatavoSanas panémiens.

Patents NR WO2018208186A1 - Gaismas
izstarojosa diode ar izlidzinasanas slani,
pamatojoties uz retzemju elementu
savienojumiem.

Patents NR LV15056B - Indandiona
atvasinajumu MeSBI ietverosa tilpuma
heteroparejas fotojutiga kartina organiskiem
saules elementiem un gaismas sensoriem, tas
izgatavoSanas panémiens.

Patents NR LV14949A - Poléts nelinears
poliméru materials.

Patents NR LV14755A - Planu poliméra
kartinu ierobezotas virsmas laukuma
polarizgSanas ierice un panémiens.

Latvija, Rigas
Tehniska
Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Platjoslas optiskie raiduztvergji,
fotonika, optiskie mérfjumi — 1

Silicija raiditaji, optisko Cipu dizains —
1

Automatizétas fotonikas iekartu
test€Sanas procediras — 1

Optiskas komunikaciju
sistémas - 33

Bezvadu sensoru tikli -
21

Pasivie optiskie tikli - 17
Fotoniskas sistémas - 16

LV15766 WDM skiedru optiska
starpsavienojumu sist€ma ar rinka rezonatora
modulatoru energoefektivai datu parraidei
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Valsts,
augstskolas,
pétniecibas
institiita
nosaukums

InZenieru un pétnieku skaits katra
parstavetaja specializacija

EsoSo publikaciju
analize (pétijumu
jomas, skaits,
publikacijas
zinatniskas nozimibas
limenis)

Pusvaditaju patentu portfelis

Elektrisko iespiedplasu (PCB) dizains
un izstrade — 2

Integralo ¢ipu (analogo, digitalo)
dizains — 2

Pusvaditaju tehnologijas - 1

Haotisku signalu
sinhronizacija - 9
Frekvencu Modulacija -
6

Optiskas skiedras - 6
5G mobilie sakari - 5

Latvija, Rigas

Pusvaditaju materialu elektronu

Jaunu parklajumu

LV15569 B1, 2021, GAZES

Tehniska spektroskopija un mikroskopija - 4 pétTjumi - 10 DETEKTESANAS SENSORS,
Universitate, Biomediciniska IZMANTOJOT DIOZU OPTISKO
Biomedicinas Inzenierija - 9 STIMULACIJU GAS DETECTION
inzenierijas un Fotonika - 5 SENSOR USING DIODE OPTICAL
nanotehnologiju STIMULATION
institiits IONIZING RADIATION DOSIMETER
FOR MEASURING DOSE ABSORBED IN
NANOVOLUME.
LV 15577 B1, 2021,
PSRS 749285, 1976, Metode dislokaciju
noteik$anai pusvaditaju kristala
PSRS 1256613, 1983,
KF 2094907, 1997, Ierice strukturalo defektu
attelosanai
Latvija, Heterogénas viencipa sist€émas, Dzila macisanas - 15 EP3093992 - An input clocked comparator
Elektronikas un (HSoC, SoC, FPGA, sisteémas Lietu Internets (IoT) — circuit of an equivalent time sampling
datorzinatnu arhitektiira, iek§¢ipa komunikacija, 14 converter EP1701459 - Method for data
institiits paatrinataju izstrade neironu tiklu, Datorredze — 11 acquisition from multiple sources of analog
reallaika kontroles sistému un attelu Neironu fili - 9 signals
apstriildes kozltekstos,_heter(iger.la Maksligais intelekts — 6
apstrade, att€lu apstrade, reallaika
kontroles sistémas, iegultais Linux,
digitalo shému projektésana un
funkcionala verifikacija, VHDL) - 1
FPGA balstita prototipéSana — 6
Digitalo shému projektésana — 1
Digitalo / analogo shému projektésana
-1
Pielietojumspecifisku ¢ipu (ASIC)
projektésana un heterogénas vienéipa
sisteémas (HSoC, SoC, FPGA,
sist€émas arhitektira, ieks¢ipa
komunikacija, paatrinataju izstrade
pulsgjoso neironu tiklu un att€lu
apstrades kontekstos, heterogéna
apstrade, iegultais Linux, digitalo
shému projektésana un funkcionala
verifikacija, VHDL - 1
Igaunija, Materialu zinatne —1 plano kartinu Publikacijas no material Nav tematisku patentu

Tartu Universitate

tehnologijas — 3

Fizikala optika — 1
Sensoru Tehnologijas -3
Lazeru spektroskopija — 2

zinatnu departamenta:
Plano kartinu
tehnologijas — 20
Fizikala optika — 4
Sensoru Tehnologijas -3
Lazeru spektroskopija —
3

Lietuva,

Kaunas
Tehnologiju
universitates
Poliméru kimijas
un tehnologijas
katedra

Poliméru kimija un tehnologijas - 3
Materialzinatnes — 3

Optika un fotonika - 1

Polim&ru kimija un
tehnologijas - 60

Materialzinatnes — 54

Optika un fotonika - 33

Patents US20170355709A1 - Izgudrojums
aptver jaunus bicikliskus tilta [1,3]
oksazepina atvasinajumus, kuriem ir
uzlabotas fotohromas ipasibas, salidzinot ar
zinamajiem spiropiraniem, un kurus var
izmantot ka molekularos fotoslédzus.
Patents US10680180B2 - Sis izgudrojums
attiecas uz karbazola bazes veidotu
savienojumu, kas aizvietots ar difenilaminu
un ko izmanto ka organisko caurumu
vaditajus vai caurumu transportésanas
materialu optoelektroniska vai
fotoelektrokimiska iericg.
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Valsts,

InZenieru un pétnieku skaits katra

EsoSo publikaciju

Pusvaditaju patentu portfelis

zinatnu centrs

elektronika, nanomateriali un sensori
-2

Lazertehnologijas — 6

Plasmonika un nanofotonika — 1
Molekularo savienojumu fizika,
Fotoelektronika — 1
Nanotehnologijas — 1

Fizikalas tehnologijas - 1

Optoelektronika — 7
Elektroniskie procesi — 2
Funkctionalie materiali
un elektronika,
nanomateriali un sensori
-17

Lazertehnologijas —5
Plasmonika un
nanofotonika — 8
Nanotehnologijas —6
Fizikalas tehnologijas - 6

augstskolas, parstavetaja specializacija analize (pétijumu
pétniecibas jomas, skaits,
institiita publikacijas
nosaukums zinatniskas nozimibas
limenis)

Lietuva, Vilnas Optoelektronika — 5 Publikacijas no Patents EP3975224 — izgudrojums ir saistits
Fizikalo un Elektroniskie procesi — 1 Opotelektronikas ar mikroelektronisku IIT grupas nitridu
tehnologiju Funkctionalie materiali un departamenta: pusvaditaju komponensu veidosanu,

izmantojot lazer mikro apstradi ar ultraisiem
lazera impulsiem.

Lietuva,
Vilnas
Universitate

Jauni funkcionalie materiali un to
atvasinajumi — 6
Lazerfizika un pielietojumi -17

II1-V Pusvaditaji - 43;
Fotoluminiscence —30;
Femtosekudzu lazeri -

Optiskais frekvences parveidotajs balstits uz
III-grupas nitridu pusvaditajiem Eiropas
patentu ofiss , EP22182212.5, 30 Junijs

26; Optiska pumpésana -
24; Silicijs -21

2022. Patenta pieteikums

Balstoties uz pétijuma atlasito informaciju, Baltijas regiona pusvaditaju tehnologiju
jomas kapacitates, SVID analizi, nakotnes virzienu, galveno izaicinajumu un iesp&jamo
risinajumu izvertejums ir §ads:

Kapacitate: Baltijas regiona ir spéciga p&tniecibas baze, kas koncentrgjas uz dazadam
pusvaditaju tehnologijam, tostarp materialu zinatni, optiku un fotoniku, sensoru tehnologijam
un nanotehnologijam, Augstskolas un p&tniecibas institati, pieméram, Kaunas Tehnologiju
universitate, LU Atomfizikas un spektroskopijas institiits, Tartu Universitate, ir labi tehniski
aprikoti un nodroSina kvalitativu pétniecibu, inovaciju attistibu.

Stipras Puses: Baltijas regiona ir augsti kvalificéti specialisti un plass zinatnisko
pétijumu spektrs, kas ietver plasu klastu, no materialu sintézes lidz optoelektronikai, Notiek
daliba sadarbibas projektos ar industrijas uzp@mumiem, institiicijam, kas palidz attistit
praktiski pielietojamus risinagjumus un sekmé tehnologiju parnesi, Pastav patenti un inovativu
tehnologiju izstrade, kas atspogulo regiona spgjas radit jaunas idejas un risinajumus.

Vajas puses: Nepietickams kvalificetu specialistu skaits, kuri pec studijam izvélas
turpinat darbu Baltijas regiona, izvéloties darbu vai studijas arzemgs. Statistika liecina, ka par
studijam arzem&s doma vairak neka puse Latvijas jaunieSu. Lielaka dala no viniem labprat
macitos angliski runadjosajas valstis. [Vidusskoléni izglitibu arzemes vérte ka kvalitativaku,
Avots: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vidusskoleni-izglitibu-arzemes-verte-ka-
kvalitativaku.a24900/). Nepietickama industriala baze gala produktu razoSanai, kas ierobezo
tehnologiju komercializacijas potencialu.

Iesp€jas: Baltijas regions var izmantot eso$o zinatnisko un tehnologisko potencialu, lai
piesaistitu investicijas un stiprinatu savu poziciju globalaja tirgi. Potencials sadarboties starp
valstim un palielinat regiona nozimi pusvaditaju tehnologiju joma. Piesaistit cilvékresursus no
kaiminvalstim, (piem. Ukraina, Kazahstana, Gruzija u. c.) gan studentus, gan p&tniekus, gan
arT augsti kvalific@tus darbiniekus.

Draudi: Argjas ietekmes draudi, pieméram, svarstigs finanséjums, regulativas
izmainas un globala konkurence. Nestabils finans€jums var radit resursu trikumu, kas
nepiecieSams aprikojuma vai kvalificétu specialistu nodrosinasanai. Regulativas izmainas var
ierobezot veicamo pétijumu kopgjas izmaksas, piemeram, stajoties speka likumdosanai, kas ir
saistita ar vides droSibu un jauniem noteikumiem taja. Starptautiskie reguléjumi var ietekmét
izejmaterialu pieejamibu vai sadarbibas iesp&jas ar arvalstu iestadém. Paraléli pastav ari
ieksgjie draudi, pieméram, resursu pieSkirS§ana un sadalijums, macibu programmu
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«fleksibilitatey, izglitibas kvalitate, IP parvaldiba. Darbaspéka aizpliiSana uz citiem tirgiem,
tirgus izmainas, vides un ilgtsp€jas jautajumi un sabiedribas uztvere.

Tabula 1.5. tika apkopota informacija par augstskolu un pétniecibas iestazu sadarbibu
ar citam pétniecibas iestadeém, lai iegiitu ieskatu par sadarbibas tiklu. Informacija tika iegiita
no anketam (skat. Pielikums Nr. 1: Akadémisko iestazu aptauja), ka ar1 petot iestazu majaslapas
un pieejamo informaciju par sadarbibas projektiem.

Tabula 1.5 Latvijas augstskolu sadarbiba ar citam augstskolam un pétniecibas iestadém

Valsts, augstskolas, pétniecibas Universitates/ iestades Sz}da{blbas _
institiita nosaukums nosaukums iestades Sadarbibas apraksts
Valsts
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Kaunas Tehnologiju Lietuva P&tnieciba
Materialzinatnes un lietiskas kimijas Universitate
fakultate, LietiSkas kimijas institiits
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Yuan Ze University Taivana P&tnieciba
Materialzinatnes un lietiskas kimijas
fakultate, LietiSkas kimijas institiits
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Europractice Lielbritanija | Train-the-Trainer aktivitates ¢ipu
Materialzinatnes un lietiSkas kimijas izstrades jautajumos.
fakultate, LietiSkas kimijas institiits
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Kaunas Gediminas Lietuva Pieredzgjusie vieslektori integralo
Radioelektronikas institiits Universitate shému izstrades jautajumos
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Technical University of | Rumanija Sadarbiba EIT+ ietvaros-
Radioelektronikas institiits Cluj-Napoca Mikroelektronikas klastera
dibinasana, studentu apmaina
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Technische Universitdt | Vacija Konsultacijas, kopigo projektu
Radioelektronikas institiits Braunschweig iesniegSana, vieslekcijas
Latvija, Fizikas, matematikas un IKZ Berlin (Kristalu Vacija PostDoc, ligumdarbi, darbs kopgjos
optometrijas fakultate audzeSanas Institits) projektos
Latvija, Fizikas, matematikas un Fraunhofer ISG Vacija PostDoc
optometrijas fakultate
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Karaliskais Tehnologiju | Zviedrija Kopigi zinatniskie petijumi,
Elektronikas un Telekomunikaciju instittits (KTH) zinatnisko publikaciju izstrade,
fakultate petniecibas projektu pieteikSana
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Danijas Tehniska Danija Kopigi zinatniskie petijumi,
Elektronikas un Telekomunikaciju universitate (DTU) zinatnisko publikaciju izstrade,
fakultate petniecibas projektu pieteikSana
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Zhejiang University Kina Kopigi zinatniskie petfjumi
Elektronikas un Telekomunikaciju
fakultate
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Gentes Universitate Belgija P&tniecibas projektu pieteikSana
Elektronikas un Telekomunikaciju
fakultate
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Huazhong University of | Kina Kopigi zinatniskie petfjumi
Elektronikas un Telekomunikaciju Science and
fakultate Technology
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Calmersas Tehnologiju | Zviedrija Kopigi zinatniskie petijumi,
Elektronikas un Telekomunikaciju universitate zinatnisko publikaciju izstrade
fakultate
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Latvijas Universitates Latvija Kopigi zinatniskie petijumi,
Elektronikas un Telekomunikaciju Cietvielu fizikas zinatnisko publikaciju izstrade,
fakultate institiits (LU CFI) petniecibas projektu pieteikSana
Latvija, Rigas Tehniskas universitates Latvijas Universitates Latvija Kopigi zinatniskie petijumi,
Elektronikas un Telekomunikaciju Atomfizikas un zinatnisko publikaciju izstrade,
fakultate spektroskopijas institiits petniecibas projektu pieteikSana
(LU ASI)
Latvija, Latvijas Universitates Vilnas Universitate Lietuva Pétnieciba
Cietvielu Fizikas Institiits
Latvija, Latvijas Universitates Kaunas Tehnologiju Lietuva P&tnieciba
Cietvielu Fizikas Institiits universitate
Latvija, Latvijas Universitates Fizikas zinatnu un Lietuva P&tnieciba
Cietvielu Fizikas Institiits tehnologiju centrs
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Valsts, augstskolas, pétniecibas

Universitates/ iestades

Sadarbibas

R iestades Sadarbibas apraksts
institiita nosaukums nosaukums
Valsts

Latvija, Latvijas Universitates Nacionala Suna Jisjena | Kina P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits Universitate

Latvija, Latvijas Universitates Nacionala Cjinhua Kina P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits Universitate

Latvija, Latvijas Universitates Parizes Nanozinatnu Francija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits institits

Latvija, Latvijas Universitates Trojas Tehnologiju Francija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits universitate

Latvija, Latvijas Universitates Notingemas Lielbritanija | P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits Universitate

Latvija, Latvijas Universitates Jalija Maksimiliana Vacija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits Vircburgas Universitate

Latvija, Latvijas Universitates Bulgarijas Zinatnu Bulgarija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits akad@mijas Organiskas

kimijas institiits

Latvija, Latvijas Universitates Moldovas Tehniska Moldova P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits universitate

Latvija, Latvijas Universitates Tallinas Tehnologiska Igaunija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits universitate

Latvija, Latvijas Universitates Energijas Tehnologijas | Norvégija Pétnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits institits

Latvija, Latvijas Universitates RISE Zviedrija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits

Latvija, Latvijas Universitates Halmstades universitate | Zviedrija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits

Latvija, Latvijas Universitates Karaliskais Tehnologiju | Zviedrija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits instittits (KTH)

Latvija, Latvijas Universitates Navarras Universitate Spanija P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits

Latvija, Latvijas Universitates Fizikalas zinatnes un Lietuva P&tnieciba

Cietvielu Fizikas Institiits Tehnologijas centrs

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Infineon Vacija, Kopigi petniecibas projekti. EDI

institits Austrija izstrada pielietojumu realizacijas

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu NXP Niderlande | jaunam pusvaditaj-komponent&m.

institits

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu STMicroelectronics Francija,

institits Italija

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu IDEAS Norvégija Kopigi petniecibas projekti. EDI

institdits izstrada silicija intelektualo IpaSumu
infrasakrano att€lu apstrades
uzdevumu veikSanai. Parrunas par
intelektuala TpaSuma licencéSanu.

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Arquimea research Spanija Kopigi petniecibas projekti. EDI

institits izstrada silicija intelektualo IpaSumu

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Fridriha Aleksandra Vacija nakos$as paaudz kvantu sensora

institiits universitate kontroles un datu apstrades
nodro§inasanai, kamer partneri
nodarbojas ar kvantu sensora fiziku.

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Free Silicon Foundation | Italija Kopigas aktivitates atverto

institiits pusvaditaju ekosistémas

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Sorbonnas universitate | Francija nostiprinasanai Eiropa, t.sk. atveérto

institiits ¢ipu konferencu rikosana, atverta

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Sevilas universitate Spanija procesa izstrades r1ku izstrade /

institiits public€sana, atverto Cipu

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Grenobles universitate | Francija projekteSanas EDA riku izstrade,

institiits atverta silicija intelektuala Ipasuma
repozitorija izveide, Eiropas
Komisijas informésana, u.c.

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Rigas Tehniska Latvija Sadarbibas ligumi. RTU un LU

institdits universitate studenti stabili izvelas EDI ka savu

Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Latvijas Universitate Latvija prakses vietu, tai skaita art

institats

pusvaditaju joma, un ar1 kliist par
jaunajiem EDI darbiniekiem. EDI
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- . .o - adarbiba
Valsts, augstskolas, pétniecibas Universitates/ iestades S .d _blb s _
A iestades Sadarbibas apraksts
institiita nosaukums nosaukums
Valsts
darbinieki pasniedz RTU un LU ar
¢ipu dizainu saistttus kursus.
Latvija, Elektronikas un datorzinatnu Design & Reuse Francija EDI publice licencé$anai savu
institats intelektualo IpaSumu D&R datubazg,
kas palielina viencipu sistemu
projekteSanas produktivitati.

Latvijas augstskolu un pétniecibas iestazu sadarbibas tikli pusvaditaju nozaré ir
daudzveidigi un starptautiski. Rigas Tehniska universitate (RTU) un Latvijas Universitate (LU)
aktivi sadarbojas ar daudzam iestadeém, tostarp ar Kaunas Tehnologiju Universitati, Yuan Ze
Universitati, Europractice, Braunsveigas Tehnologiju universitate, Leibnicas Kristalu
audzeSanas institiitu (IKZ) Berlin€ un Fraunhofer institiitu. Tas veicina kopigu pétniecibu,
pieredzes apmainu un zinatnisko publikaciju izstradi.

Starptautiska sadarbiba ietver kopigus projektus, “Train-the-Trainer” (pasniedz&ju
apmacibas) aktivitates, pieredz&jusu vieslektoru piesaisti, ka arT mikroelektronikas klastera
dibinasanu un studentu apmainu. PostDoc ligumdarbi un kopigie zinatniskie p&tfjumi ar
partneriem no dazadam valstim veicina jaunu zinasanu un tehnologiju apmainu.

Elektronikas un Datorzinatnu instittits (EDI) ir spécigs sadarbibas partneris, kas veido
lietderigas sinergijas ar RTU un LU. EDI izstrada jaunas pusvaditaju komponentes un
intelektuala Tpasuma infrastruktiiru, veicinot atvérto pusvaditaju ekosisteémas attistibu Eiropa,
riko konferences, un veicina atverto Cipu projektéSanas riku izstradi. RTU un LU studenti
regulari izvélas EDI ka prakses vietu, un daudzi no viniem turpinat karjeru $aja institiita, kltstot
par EDI darbiniekiem. Tapat EDI specialisti pasniedz kursus, kas saistiti ar ¢ipu dizainu RTU
un LU.

Sada veida sadarbiba ir izskiro$a Latvijas zinatniskas un tehnologiskas kapacitates
stiprinaSana. Ta palidz veidot konkurétsp&jigu zinatnisko vidi un veicina augstas kvalitates
izglitibas nodro$inaSanu pusvaditdju nozaré, ka ari atbalsta jaunu talantu piesaisti un
profesionalo izaugsmi.

Galvenie izaicinajumi:
e NepiecieSamiba palielinat cilveékresursu kapacitati un uzlabot projektéSanas riku,
iekartu pieejamibu,
e Globalo ekonomisko un tehnologisko tendencu ietekmes mazinasana,
e Izglitibas finans€juma trukums.
Iespéjamie risinajumi:
e Veicinat izglitibas un apmacibas programmas, lai palielinatu kvalificéta darbaspeka
pieejamibu,
e Uzlabot sadarbibu starp akadémisko un industrialo sektoru, ka art starp valstim, lai
sekmétu zinasanu un tehnologiju apmainu,
o Strauji palielinat valsts finans€jumu zinatnes ietilpigas sferas. Ieinteresét talantus veidot
karjeru dzimten€. Finansiali atbalstit paSus censonus, uznpémumus un akadeémisko
personalu.

1.1.4. Baltijas valstu pusvaditaju jomas iekartu uzskaite un atbilstiba miisdienu
vajadzibam

Augstskolu un pétniecibas iestazu sp&ja nodrosinat nepiecieSamas iekartas petjjumiem
un inovacijam ir kritiska, saiknes uzturéSanai ar industriju. Baltijas augstskolu un pé&tniecibas
iestazu iekartu analize apkopota tabula (skat. Tabula 1.6 Latvijas augstskolu un p&tniecibas
iestazu pusvaditaju vertibu k&des iekartu saraksts), aptaujajot augstskolu parstavjus, ka ari
veicot publiski pieejamas informacijas iegtiSanu, t.sk. augstskolu un instittitu majaslapu izpéti,
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atvertas pieejas datubazu un ES projektu aprakstu. Pieejamo iekartu nosaukumi netiek tulkoti,
lai nodrosinatu iekartu precizu identifikaciju.

Tabula 1.6 Latvijas augstskolu un pétniecibas iestazu pusvaditdju vértibu kedes
iekartu saraksts

Valsts, Augstskolas
un pétniecibas Pieejamo iekartu saraksts Ierices Funkcija Pielietojums Izmantosanas Apraksts Saistitie procesi
institiita nosaukums
Latvija, LU CFI EBL (Elektronu staru litografija Mikrostruktiiru RaZoSana Izmanto mikro un nanoskopisko Elektronu staru
(EBL)) izveide struktiiru izveidoSanai litografija
Latvija, LU CFI Mask aligner (Litografija caur Litografijas procesi | RazoSana Izmanto mikroshému raZo$anai un Litografija, masku
masku) precizu masku izveidoSanai izgatavoSana
Latvija, LU CFI Laser writer Heidelberg (Lazera Mikrostruktiiru RaZoSana Izmanto precizu mikrostruktiiru Lazera litografija
rakstitajs Heidelberg) izveide izveidoSanai
Latvija, LU CFI Spin coater (Centrifugala parklajéja | Materialu uzklasana |RazoSana Izmanto, lai vienmérigi parklatu Centrifugala
(Spin Coater)) substratus ar $kidru materialu parklasana
Latvija, LU CFI Multifunctional Cluster tool Daudzfunkcionals RaZoSana Izmanto dazadu tehnologiju Daudzfunkcionala
(Multifunkcionals klastera procesé$ana kombing&$anai viena procesa apstrade
instruments)
Latvija, LU CFI Thermal evaporator in glove box Materialu uzklasana | RazoSana Izmanto materialu iztvaiko$anai Termiska
(Termiskais iztvaicétajs kontrol&ta vide iztvaikoSana

cimdoskapt)

Latvija, LU CFI

Fume hood (Fumésanas skapis)

Drosibas pasakumi

Visos posmos

Izmanto drosai kimisko vielu un gazu
manipulacijai

Drosibas pasakumi

Latvija, LU CFI

Ultrasonic cleaning unit

TiriSanas process

Pé&tnieciba un

Izmanto substratu un materialu

Ultraskanas tirisana

(Ultraskanas tiriSanas ierice) attistiba tiriSanai
Latvija, LU CFI Plasma asher (Plazmas pelnitajs) Virsmas apstrade RaZoSana Izmanto materialu virsmu attiriSanai | Plazmas apstrade
un aktiviz&Sanai
Latvija, LU CFI HMDS prime oven (HMDS Virsmas apstrade RaZoSana Izmanto virsmu apstradei pirms Virsmas
priekskarsésanas krasns) litografiska procesa modifikacija
Latvija, LU CFI Atomic layer deposition (ALD) Slanu nogulsnésana | RazoSana Izmanto precizu plévju augSanai ar Atomara slana
(Atomara slana nogulsnésanas atomara slana nogulsn&Sanas metodi | nogulsnésana
ierice (ALD))
Latvija, LU CFI Plasma enhanced chemical vapor Materialu RaZoSana Izmanto planu kartu veidosanai, PECVD procesi
deposition (PECVD) (Plazmas nogulsné$ana izmantojot plazmu, lai pastiprinatu
pastiprinatas kimiskas tvaika kimiskas tvaika nogulsnésanas
nogulsnésanas ierice (PECVD)) procesu
Latvija, LU CFI Metal organic chemical vapor Materialu RaZoSana Izmanto augstas kvalitates planu kartu | MOCVD procesi
deposition (MOCVD) (Metalu nogulsné$ana izveidei, izmantojot metalu organiskas
organisko kimisko tvaika savienojumu tvaikus
nogulsnésanas ierice (MOCVD))
Latvija, LU CFI Profilometer Dektak (Profilometrs | Virsmas mé&rfjumi Pé&tnieciba un Izmanto virsmas profilu precizai Virsmas
Dektak) attistiba mérisanai un analizei profilometrija
Latvija, LU CFI Profilometer Zygo (Profilometrs Virsmas mé&rfjumi Pé&tnieciba un Izmanto virsmas profilu un tekstiiras | Virsmas
Zygo) attistiba mérisanai profilometrija
Latvija, LU CFI Wire bonder (Vada savienotajs Elektronisko RaZoSana Izmanto, lai savienotu mikroshému ar | Mikroshému vadu
(Wire Bonder)) komponentu vadu savienoSana
savienoSana
Latvija, LU CFI Tunable femtosecond laser Preciza materialu Pé&tnieciba un Izmanto precizai materialu apstradei, | Optiskie pétijumi

(Regulgjams femtosekunzu lazers) |apstrade attistiba pétijumos un eksperimentos
Latvija, LU CFI Dry etching (Sausa kodinasana) Materialu RaZoSana Izmanto precizai materialu Sausa kodinasana
nonemsana nonemsanai bez Skidruma

izmantoS$anas

Latvija, LU ASI

Ar erbiju dopétas optiskas Skiedras

Frekvencu kemmes

Pé&tnieciba un

Izmanto, lai raditu frekvencu kemmi

Optiskas frekvencu

[AB1] femtosekunzu frekvencu radiSana attistiba ar optiskam $kiedram, kas dop&tas ar | kemmes sintéze
kemmes sintezators (Model erbiju
FC1500-250-WG , Menlo Systems,
Vacija). Rubidija piesatinajuma
spektroskopijas iekarta. (Ar erbija
dopétas optiskas skiedras
femtosekunzu frekvencu kemmes
sintezators)
Latvija, LU ASI elektrovérpsanas (electrospinning) | Materialu RaZoSana Izmanto, lai veidotu nanoskiedras, ko | Materialu sintéze
metode () nogulsné$ana var izmantot aktivu optisko elementu
veidoSana
Latvija, LU ASI plazmas elektrolitiskas oksidacijas | Virsmas apstrade RaZoSana Izmanto, lai veidotu mikro izméra Paraugu
metode () iedobumus, lai veidotos labaka sakere |sagatavoSana
starp parauga pamatni un uzklajamo
materialu
Latvija, Rigas Electron Emission Spectrometer Virsmas kimiska Materialu un Pusvaditaju materialu un Materialu
Tehniska Universitate, | (Elektronu emisijas spektrometri) sastava analize elementu analize, | mikroelektronikas struktiiru virsmas | raksturojums,

Biomedicinas
inzenierijas un

pétnieciba

kimiska sastava, aizliegtas zonas un

kvalitates kontrole
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Valsts, Augstskolas
un pétniecibas
institiita nosaukums

Pieejamo iekartu saraksts

Ierices Funkcija

Pielietojums

Izmantosanas Apraksts

Saistitie procesi

nanotehnologiju elektriska potenciala bezkontakta

institiits noteikSanai

Latvija, Rigas Ion Emission Spectrometer (Jonu Virsmas kimisko Kimisko elementu | Pusvaditaju materialu un Materialu
Tehniska Universitate, | emisijas spektrometrs) elementu analize analize, pétnieciba | mikroelektronikas struktiiru virsmas | raksturojums
Biomedicinas kimisko elementu noteikSana

inzenierijas un

nanotehnologiju

institiits

Latvija, Rigas Atomic and Kelvin Force Virsmas Nano-limena Pusvaditaju materialu un Virsmas
Tehniska Universitate, | Microscopy (Atomu sp&ku un morfologijas un virsmu pétnieciba, | mikroelektronikas struktiiru virsmas | raksturojums,

Biomedicinas
inzenierijas un
nanotehnologiju
institlts

Kelvina atomu spéku mikroskopija)

potenciala analize

materialu Tpasibu
izpéte

morfologijas un elektriska potenciala
noteikSana

defektu analize

Latvija, Rigas Infrared Spectroscopy (Infra- Kimisko saisu Kimisko Pusvaditaju materialu virsmas kimisko | Materialu
Tehniska Universitate, |sarkana spektroskopija) analize savienojumu saiSu identificSana pétnieciba, kvalitates
Biomedicinas analize, materialu kontrole
inzenierijas un sastava noteikSana
nanotehnologiju
institiits
Latvija, Latvijas HPC Computer Cluster (>500 CPU | Skaitliskas Lielu datu Izmantots procesu skaitliskai Datu analize,
Universitate, Fizikas, | cores) (HPC datorklasteris) model&Sanas procesi | apstrade, model&sanai, >500 CPU kodoli simulacija,
matematikas un kompleksu kompleksu aprékinu un lielu datu model&Sana
optometrijas fakultates simulaciju apjoma apstradei

veikSana
Latvija, Latvijas Laboratory Crystal Growth Kristalu audzgsanas | Kristalu Kristalu audze$anas procesu modelu | Materialu sintéze,
Universitate, Fizikas, [ Equipment (Laboratorijas kristalu | procesu modelésana |izaudz&sana validacija pétnieciba
matematikas un audzeSanas iekarta) pétnieciskiem
optometrijas fakultates nolukiem
Latvija, Rigas Perkin Elmer Lambda 650 Spektrofotometrija | Optiskas Augstas veiktspgjas UV/Vis Spektrala analize,
Tehniska Universitate, | Spectrometer spektroskopijas mérfjumiem dazadas jomas, tostarp materialu
RTU Materialzinatnes pielietojumi, kimija, materialu zinatn€ un biokimija | raksturojums
un lietiskas kimijas materialu analize
fakultate, Lietiskas
kimijas institlts
Latvija, Rigas QuantaMaster 40 Fluorescences Fluorescences Fluorescences mérfjumiem pétnieciba | Biokimiska analize,
Tehniska Universitate, | spectrofluorometer (Photon analize spektroskopijas un rapnieciskas lietosanas materialu
RTU Materialzinatnes | Technology International, Inc.) pielietojumi, raksturojums
un lietiskas kimijas biologisku

fakultate, Lietiskas
kimijas institlts

paraugu analize

Latvija, Rigas Keysight M8195A Arbitrary Signalu generésana | Elektronisko Patvaligu vilpu formu generésana Elektronikas dizains,
Tehniska Universitate, | Waveform Generator (AWG) signalu elektronikas testéSanai un analizei signalu apstrade
Elektronikas un (Keysight M8195A patvaligas vilnu generésana
Telekomunikaciju formas generators (AWG)) test€Sanas un
fakultate pétniecibas

noliikos
Latvija, Rigas Keysight DSAZ334A Digital Signal | Signalu analize Elektronisko Elektronisko signalu vilnpu formu Elektronikas
Tehniska Universitate, | Oscilloscope (DSO) (Keysight signalu novérosanai un analizei diagnostika, dizaina

Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

DSAZ334A Ciparu signalu
osciloskops (DSO))

noverosana un
analize

validacija

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Anritsu Pseudorandom Pulse
Generators MU181020B and
MU183040B (PPG) (Anritsu
pseidogadijuma impulsu generatori
MU181020B un MU183040B
(PPG))

Signalu generésana

Impulsu
generélana
testéSanas un
analizes nolakiem

Pseidogadijuma impulsu genergsana
sakaru sistému testéSanai

Sakaru sisteému
analize, kvalitates
kontrole

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,

Anritsu Error Detectors
MU181040B and MU183040B

Kludu noteik$ana

Kludu noteik$ana
datu parraides

Kludu noteik$ana sakaru sistémas

Sakaru sisteému
analize, klidu

Elektronikas un (ED) (Anritsu MU181040B un sistémas analize
Telekomunikaciju MU183040B kladu skaititaji (ED))

fakultate

Latvija, Rigas High Stability Electrical Signal Elektriska signala Precizu Izmanto augstas stabilitates elektrisko [ Elektronisko iericu
Tehniska Universitate, | Generator (Anritsu MG3693C) generéiana ar augstu | elektrosignalu nes&jsignalu, takts signalu vai testa parbaude un
Elektronikas un (Anritsu MG3693C augstas stabilitati generélana signalu generacijai mérfjumu tehnika
Telekomunikaciju stabilitates elektriska signala mérfjumiem un

fakultate generators) test€Sanai

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Optical Spectrum Analyzers 600
nm — 1700 nm Band (EXFO,
Advantest, Anritsu) (600 nm — 1700
nm joslas EXFO, Advantest un
Anritsu optiska spektra analizatori
(OSA))

Optisko signalu
analize noteiktas
joslas platibas

Optisko signalu
spektralas
Tpasibas analize

Izmanto optiska signala spektralaja
analizé

Optisko tiklu un
sistému diagnostika

25




Valsts, Augstskolas
un pétniecibas
institiita nosaukums

Pieejamo iekartu saraksts

Ierices Funkcija

Pielietojums

Izmantosanas Apraksts

Saistitie procesi

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Multifunctional Optical Chip
Testing Platform (Probe Station)
(Multifunkcionala optisko ¢ipu
test€Sanas platforma)

Optisko ¢ipu
test€Sana un analize

Optisko ¢ipu
testéSana un
analize

Pielietojama visa veida optisko un art
elektrisko ¢ipu testéSanai un
mérfjumiem

Optoelektronisko
komponentu
razoSana un
testéSana

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Laser and Broadband Light Sources
850 nm, 1310 nm, 1550 nm Band
(EXFO, Agilent, Cobrite, etc.) (850
nm, 1310 nm un 1550 nm joslas
lazera un platjoslas gaismas avoti
(EXFO, Agilent, Cobrite, u.c.))

Lazera un platjoslas
gaismas avotu
nodrosinasana
noteiktas joslas
platibas

Gaismas avotu
nodro$inasana
optiskajam
sisttmam

Izmanto optiska starojama generacijai
optisko ¢ipu mérfjumiem vai datu
parraidei, optisko komponensu
mérfjumiem

Optisko sakaru un
sensoru tehnologijas

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Wide Operation Band Optical PIN
and APD Photoreceivers (Plasas
darbibas joslas optiskie PIN un
APD fotouztvergji)

Optisko signalu
uztverSana dazadas
darbibas joslas
platibas

Optisko signalu
uztver§ana un
parveidoSana

Izmanto optiska starojama uztverSanai
un konvertacijai uz elektrisko signalu
talakai analizei

Optiskas sakaru
sistémas un
detektoru
tehnologijas

Latvija, Rigas
Tehniska Universitate,
Elektronikas un
Telekomunikaciju
fakultate

Various Types and Bands of
Focusing Optical Fibers (Dazada
tipa un darbibas joslas fokusgjosas
optiskas skiedras)

Fokusgjosas optiskas
skiedras dazadiem
mérkiem

Optiskas sakaru
un sensoru
tehnologiju
pielietojumi

Izmanto precizai optiska starojuma
ievadei optiskaja ¢ipa

Optisko sakaru tiklu
izveide un mérijjumu
iekartas

Latvija, Elektronikas
un Datorzinatnu
Institiits

Uz programmgjamiem logikas
masiviem (FPGA) balstitas
prototip&sanas plates digitalo shemu
projektesanai, pielietojumu
realizacijai un specializ&tu saskarnu
nodro§inasanai.

Prototip&Sanas
plates, kas balstitas
uz FPGA, digitalo
shému projektésanai

Digitalo shému
projektésana un
test€Sana

Izmanto, lai veidotu un testétu
digitalas shémas, nodrosinot
specializ&tas saskarnes

Elektronikas dizains,
integréto sheému
izstrade

Latvija, Elektronikas
un Datorzinatnu
Institiits

Superskaitlosanas serveris
pusvaditaju ¢ipu sintézes,
simulacijas un validacijas
uzdevumu risinasanai.

SuperskaitloSanas
serveris ¢ipu
sintézei, simulacijai
un validacijai

Pusvaditaju ¢ipu
izstrade un
parbaude

Izmanto pusvaditaju ¢ipu sintézes,
simulacijas un validacijas
uzdevumiem

Cipu dizains,
simulacija un
test€Sana

Latvija, Elektronikas
un Datorzinatnu
Institiits

Programmatiira digitalo shemu
projektesanais un risindgjumu
validacijai pielietojot
programmgjamos logikas masivus,
t.sk. Cadence (ka Europractice
projekta biedram), Vivado (Xilinx),
Quartus Prime (Altera), Modelsim
(Mentor).

Programmatiira
digitalo shemu
projektésanai un
validacijai,
izmantojot FPGA

Digitalo shému
izstrade un analize

Izmanto digitalo shému projektesanai
un validacijai, izmantojot FPGA

Shému projekt&sana,
simulacija un analize

iespeidplasu razosanas linija
(lim&3ana, kodinasana, urbsana,
pick-and-place masina, utt.)

- ¢ipu test€Sanai un prototipéSanai
nepiecieSama aparatira, t.sk.
signalu generatori, osciloskopi (arl
Ghz frekvenéu diapazonam),
logikas analizatori

Latvija, Elektronikas Infrasarkano sensoru kalibracijas Infrasarkano sensoru | Sensoru Izmanto infrasarkano sensoru Sensoru
un Datorzinatnu riks (DIAS Infrared Systems, kalibracijas riks kalibracija precizitates uzlabosanai tehnologijas,
Institits PYROTHERM CS 120) kalibracijas procesi
Latvija, Elektronikas | Aparatiira nepiecieSama Aparatiira Elektronikas Izmanto elektronikas komponentu un | Prototip&$ana,
un Datorzinatnu elektronikas un produktu elektronikas un izstrade un produktu prototipésanai, t.sk. PCB komponentu
Institits prototip&Sanai: produktu prototip&Sana izgatavoSanai un Cipu testéSanai razo$ana un

- profesionala maza méroga prototip&Sanai testéSana

Latvija, Elektronikas
un Datorzinatnu
Institiits

Uz programmgjamiem logikas
masiviem (FPGA) balstitas
prototip&sanas plates digitalo shemu
projektesanai, pielietojumu
realizacijai un specializ&tu saskarnu

Digitalo shemu
prototip&Sanas plate,
kas balstita uz
programmgjamiem
logikas masiviem

Digitalo shému
projektésana un
pielietojumu
izstrade

Izmanto, lai veidotu, testétu un
realiz€tu digitalas shémas, nodrosinot
specializ&tas saskarnes. Lauj
izstradatajiem veikt shému izmainas
programmgjamas logikas liment, atri

Elektronikas dizains,
shému
prototip&Sana,
integréto sisttmu
izstrade,

nodro$inasanai. testét un pielagot dizainus. izstradajumu

test€Sana un

optimizacija.

Latvijas augstskolas un pétniecibas iestadés atrodamas ierices parstav dazadus

pusvaditaju vertibu kédes posmus, tostarp materialu izstradi un sagatavosanu ar organisko
materialu attiritajiem un vakuuma iztvaiceéSanas kameram, razosanu ar litografijas iekartam un
tiram telpam, ka ari pétniecibu un attistibu ar elektronu mikroskopiem un spektrometriem. Sis
ierices atbalsta procesus, pieméram, pusvaditdju shému dizainu, izmantojot datorizetas
projektésanas (Computer-Aided Design - CAD) sist€mas, komponentu un sist€mu testésanu ar
osciloskopiem un spektrometriem, ka ar1 komponentu iepakoSanu ar lod@Sanas stacijam.
Tehnologijas ietver arT ierices elektronisko shému projektéSanai un testé$anai, kas atbalsta
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pusvaditaju shému dizainu un parbaudi. Tomér ir svarigi atzimét, ka triikst mérogoSanas
iesp€ju, un lai spétu nodro$inat lielaku p&tijjumu un komercializacijas sadarbibu ar industriju,
ir nepieciesams papildinat un atjaunot esosas ierices. ST atjauno$ana un papildinasana palidzétu
veicinat inovaciju pusvaditaju tehnologiju joma, precizu materialu un komponentu petjjumu
un izstradi, ka arT augsta [imena izpéti un attistibu, kas ir biitisks priekSnosacijums inovativu
produktu un risinajumu radiSanai pusvaditaju nozarg.

Veicot analizi, vislielakais iekartu skaits identificéts Vilnas Universitate. Detalizets
iekartu uzskaitijums Baltijas augstskolu un p&tniecibas institiitos apkopots 1.7 tabula.

Tabula 1.7 lekartu skaits Baltijas iestades
Valsts, Augstskolas un pétniecibas institiita nosaukums | Iekartu skaits

Igaunija, Tartu Universitate 10

Latvija, Elektronikas un Datorzinatnu Institiits 5

Latvija, Latvijas Universitate, Fizikas, matematikas un
optometrijas fakultates

Latvija, LU ASI 3
Latvija, LU CFI 18
Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Biomedicinas 4
inZenierijas un nanotehnologiju institats

Latvija, Rigas Tehniska Universitate, Elektronikas un 10
Telekomunikaciju fakultate

Latvija, Rigas Tehniska Universitate, RTU Materialzinatnes | 2
un lietiSkas kimijas fakultate, Lietiskas kimijas institiits

Lietuva, Kaunas Tehnologiju universitate 31
Lietuva, Vilnpas Universitate 112
Kopa 197

Igaunijas augstskolas un petniecibas iestadeés esoSas ierices piedava plasas
tehnologiskas iesp&jas pusvaditaju nozares attistibai. STs ierices lauj veikt materialu uzklasanu
un virsmu apstradi, kas ir butiski pusvaditaju razoSana. RazoSanas procesa izmantotas ierices
lauj izveidot precizas mikrostruktiras, kas ir nepiecieSamas pusvaditaju shému izveidei.
P&tniecibas un attistibas darba tiek izmantotas augstas precizitates analizes ierices, kas palidz
pétit materialus un to Tpasibas, ka arf ierices, kas lauj veidot loti planas materialu kartas. Tapat
ir pieejamas ierices virsmas 1IpaSibu mériSanai, kas ir svarigi, lai saprastu materialu
raksturojumu. Tehnologijas ietver arT ierices elektronisko shému projektésanai un testé$anai,
kas atbalsta pusvaditaju shemu dizainu un parbaudi.

Lietuva, augstskolas un ptniecibas iestades atrodamas ierices sniedz iesp&jas materialu
apstradei, virsmu tiriSanai un sagatavosanai, izmantojot dazadas tehnologijas, pieméram,
ultraskanas vannas un skabekla-plazmas substratu tiritajus. RazoSanas procesa tiek izmantotas
ar1 augstas precizitates litografijas sist€mas, ka arT materialu iztvaikoSanas ierices, kas lauj
precizi kontrolét materialu uzklaSanu un struktiiru izveidi. P&tniecibas un attistibas joma
Lietuva ir pieejamas iekartas optisko 1pasibu petijumiem, tostarp spektrometri un dazada veida
lazeri, kas lauj veikt detaliz€tus materialu un komponentu pétijumus. Tiek izmantotas ar ipaSas
nanolitografijas sisteémas, kas lauj izveidot precizas nanostruktiiras un mikrostruktiras, kas ir
butiskas pusvaditaju un nanotehnologiju nozaré. Lietuvas tehnologiskas iesp&jas ietver ari
iekartas paraugu sagatavosanai un test€Sanai, kas atbalsta pusvaditaju shému izstradi un analizi.
Abas valstis pusvaditaju tehnologiju attistiba liela nozime ir p&tniecibas un attistibas iericém,
kas lauj veikt detaliz€tus materialu analizes un testéSanas darbus, sekméjot jaunu materialu un
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tehnologiju izstradi un izpéti. lerices sniedz iesp&ju veikt augsta limena pétniecibu un ir
bitiskas, lai attistitu pusvaditaju nozari Igaunija un Lietuva.

Tabula 1.8 Igaunijas un Lietuvas augstskolu un pétniecibas iestazu iekartu saraksts

sagatavoSanai

Valsts, Augstskolas
un pétniecibas Pieejamo iekartu saraksts Ierices funkcija Pielietojums | Izmanto$anas apraksts Saistitie procesi

institiita nosaukums
Igaunija, Tartu Atomic layer deposition Slanu Razosana Izmanto nanometru biezu | Atomara slana
Universitate device; (Atomara slana nogulsnésanas ierice) nogulsnésana precizu plévju augSanai | nogulsné$ana (ALD)
Igaunija, Tartu Picosun R200 (Picosun R200) CVD procesi Razosana Izmanto metalisko un Kimiska tvaika
Universitate nemetalisko plévju nogulsné$ana (CVD)

sagatavoSanai

Igaunija, Tartu Chemical Vapor Deposition (Kimiska tvaika Materialu Razosana Izmanto metalisko un CVD procesi
Universitate nogulsnésana (Chemical Vapor Deposition)) nogulsnésana nemetalisko plévju

Igaunija, Tartu
Universitate

Preparing of metallic- and
nonmetallic films (Platjoslas baltais gaismas
kontinuums (380-2600 nm))[Vi2]

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
pétijumiem ar platjoslas
gaismas avotu

Optiskie mérijumi

Igaunija, Tartu
Universitate

SmartLab diffractometer (SmartLab
difraktometrs)

Materialu analize

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto kristalisko
struktliru un fazu
identifikacijai

Rentgenstaru difrakcija

measuring set based on
MPS150 (Cascade Microtech zond&Sanas stacija
MPS150)

Igaunija, Tartu X-ray fluorecent Kimiska analize Pétnieciba un | Izmanto elementara Rentgenstaru
Universitate spectrometer ZSX-400 (ZSX-400 attistiba sastava noteikSanai fluorences
rentgenfluorescences spektrometrs) spektroskopija
Igaunija, Tartu At the Cascade Elektriskie Testésana Izmanto pusvaditaju Elektriska un termiska
Universitate Microtech probe station merfjumi Tpasibu mérisanai zondé$ana

Igaunija, Tartu

Spectrosycopic ellipsometer

Virsmas analize

Pétnieciba un

Izmanto plévju biezuma

Elipsometrija

Universitate GES-5E (Spektroskopiskais elipsometrs GES- attistiba un optisko Tpasibu
5E) noteik$anai
Igaunija, Tartu Setup for electrical and optical gas sensor Sensoru testésana | Test€Sana Izmanto gazu sensoru Sensoru raksturo$ana
Universitate characterization. (Gazu sensoru elektrisko un efektivitates un jutiguma
optisko Tpasibu raksturo$anas iekarta) mérisanai
Igaunija, Tartu Setup for pulsed laser deposition of thin films Plano plévju Razosana Izmanto dazadu materialu | Lazera nogulsné$ana

Universitate (Pulséta lazera nogulsnésanas iekarta planam nogulsnésana plano plévju izveidei,

plévem) izmantojot puls€to lazeru
Lietuva, Kaunas Bruker micrOTOF-QIII spectrometer (Bruker Analize un Peétijumi un Izmanto, lai noteiktu Spektrometrija
Tehnologiju micrOTOF-QIII spektrometrs) kvalitates kontrole | attistiba, vielu sastavu un
universitate Kvalitates koncentraciju pusvaditaju

kontrole materialos

Lietuva, Kaunas KRATOS molecular beam epitaxy system for Materialu Razosana Izmanto GaAs (gallija Epitaksija
Tehnologiju GaAs with control (KRATOS molekularo uzklasana arsenida) plaksniSu
universitate plismu epitaksijas sisttma GaAs ar vadibu) izveidoSanai
Lietuva, Kaunas Electron beam lithography, electron microscope, | Mikrostruktiiru Razosana, Izmanto mikrostruktiiru | Litografija,
Tehnologiju energy dispersive spectroscopy (Elektronu staru | model&Sana un Kvalitates izveidei un to sastava Mikroskopija,
universitate litografija, elektronu mikroskops, energijas analize kontrole analizei Spektroskopija

dispersijas spektroskopija)
Lietuva, Kaunas 3D-Computed X-ray tomography system Ieksgjas struktiras | PEtljumi un Detalizéti izpéta Datortomografija
Tehnologiju Rayscan 250E (3D-datortomografijas sistéma vizualizacija attistiba, pusvaditaju ieksgjo
universitate Rayscan 250E) Kvalitates struktiiru

kontrole

Lietuva, Kaunas Bruker Avance III 700 instrument (Bruker Magnétiskas P&tijumi un Izmanto materialu NMR spektroskopija
Tehnologiju Avance I1I 700 instruments) rezonanses attistiba magngtiskas ipasibas
universitate spektroskopija pétisanai
Lietuva, Kaunas Bruker Avance III 400 instrument (Bruker Magnétiskas Peétijumi un Izmanto materialu NMR spektroskopija
Tehnologiju Avance I1I 400 instruments) rezonanses attistiba magngtiskas ipasibas
universitate spektroskopija pétisanai

Lietuva, Kaunas

Accelerated solvent extraction "ASE 350"

Kimisko vielu

Peétijumi un

Izmanto, lai no

Skidinataju ekstrakcija

substratiem

Tehnologiju TurboVap LV (Paatrinata skidinataju izdaliSana attistiba materialiem ekstrah&tu
universitate ekstrakcijas "ASE 350" TurboVap LV) kimiskas vielas
Lietuva, Kaunas Luminescence spectrometer Perkin Elmer LS-55 | Materialu optiskas | P&tjjumi un Analiz€ materialu Spektroskopija
Tehnologiju (Luminescences spektrometrs Perkin Elmer LS- |ipasibas attistiba luminescences ipasibas
universitate 55)
Lietuva, Kaunas Polarizing microscope (Olympus BX41) with Materialu Peétijumi un Izmanto, lai novertetu Mikroskopija,
Tehnologiju light source and hotstage (Polariz&joss mikroskopiska attistiba, kristalisko materialu Termiska analize
universitate mikroskops (Olympus BX41) ar gaismas avotu | analize Kvalitates optiskas un termiskas

un karsto skatuvi) kontrole pasibas
Lietuva, Kaunas Spin Coater SPS SPIN-150 (Centrb&dzes Pamatnes apstrade | Razo$ana Izmanto, lai uzklatu Centrbédzes
Tehnologiju parklajejs SPS SPIN-150) viendabigu materialu parklasana
universitate kartu uz pusvaditaju
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Valsts, Augstskolas
un pétniecibas
institiita nosaukums

Pieejamo iekartu saraksts

Ierices funkcija

Pielietojums

Izmanto$anas apraksts

Saistitie procesi

Lietuva, Kaunas Nanosecond laser flash photolysis measurement | Fotofizikalie Pétnieciba un | Izmanto Tslaicigu Fotolize, lazera
Tehnologiju system (Nanosekunzu lazera mirkla fotolizes mérfjumi attistiba stavoklu dinamikas mérfjumi

universitate mérTjumu sistéma) izpétei pusvaditajos

Lietuva, Kaunas Mask aligner MA-750 (Masku alineris MA-750) | Litografija Razosana Izmanto mikrostruktiiru | Fotolitografija,
Tehnologiju izveidei uz pusvaditaju mikrostruktiiru izveide
universitate virsmas

Lietuva, Kaunas Microwave plasma enhanced chemical vapor Materialu Razosana Izmanto pusvaditaju CVD procesi,
Tehnologiju deposition system (Mikrovilnu pastiprinatas nogulsné$ana slanu augSanai un materialu augSana
universitate kimiskas tvaiku nogulsné€Sanas sistéma) modifikacijai

Lietuva, Kaunas Atomic force microscope NT-206 (Atomspeku | Virsmas Pétnieciba un | Izmanto nanoizméru Nanoizmeru analize,
Tehnologiju mikroskops NT-206) raksturojums attistiba objektu un virsmu virsmas raksturojums
universitate topografijas noteikSanai

Lietuva, Kaunas Lloyd's mirror holographic lithography setup. Holografiska Razo$ana Izmanto precizu un Holografiska
Tehnologiju (Lloyd's spogula holografiskas litografijas litografija smalku mikrostruktiiru litografija,

universitate iekarta) veidosanai mikrostruktiru izveide
Lietuva, Kaunas vacuum evaporation unit (Vakuuma Materialu Razo$ana Izmanto dazadu plévju un | IztvaikoSana, plévju
Tehnologiju iztvaikoSanas iekarta) iztvaikoSana parklajumu veidoSanai veidoSana

universitate

Lietuva, Kaunas RF reactive ion etching system (RF reaktiva Jonu gravésana Razosana Izmanto pusvaditaju Jonu gravésana,
Tehnologiju jonu gravésanas sistéma) materialu gravésanai, mikrostruktiiru izveide
universitate veidojot mikrostruktaras

Lietuva, Kaunas ion etching system (Jonu gravéSanas sistéma) Materialu Razo$ana Izmanto virsmu un Jonu gravésana,
Tehnologiju gravésana struktiiru mikrogravésana
universitate mikrogravésanai

Lietuva, Kaunas UV laser (UV lazers) Materialu apstrade | RazoSana Izmanto materialu Lazergriesana, UV

Tehnologiju mikroapstradei un apstrade
universitate gravesanai
Lietuva, Kaunas Luminescence spectrometer FLS980 (Edinburgh | Materialu Pétnieciba un | Izmanto materialu Spektroskopija,
Tehnologiju instruments) (Luminescences spektrometrs raksturojums attistiba optiskas Tpasibas un luminescence
universitate FLS980 (Edinburgh instruments)) luminescences mérisanai
Lietuva, Kaunas Mask aligner and nanoimprint lithography Nanoimpresijas Razosana Izmanto nanoskalas Nanoimpresijas
Tehnologiju (Masku alineris un nanoimpresijas litografija) litografija mikrostruktiiru izveidei | litografija,
universitate mikrostruktiiru izveide
Lietuva, Kaunas Thermal eveporation system integrated into the |Materialu Razosana Izmanto tiru materialu IztvaikoSana
Tehnologiju glove-box (ermiskas iztvaikoS$anas sistéma, iztvaikoSana iztvaikoSanai aizsargata
universitate integréta cimdu kaste) vidé
Lietuva, Kaunas Universal optical spectroscopy and laser Spektroskopija un | P&tnieciba un | Izmanto materialu Optiska spektroskopija,
Tehnologiju microfabrications system (Universala optiska mikrofabrikacija | attistiba optisko Tpasibu mérisanai | lazeru mikrofabrikacija
universitate spektroskopija un lazeru mikrofabrikacijas un precizu mikrostruktiru

sistéma) izgatavoSanai
Lietuva, Kaunas Electron beam lithography, electron microscopy |Litografija un Razosana Izmanto mikro un Elektronu staru
Tehnologiju and surface analysis system e-LiNE plus (Raith, |virsmas analize nanoskopisko virsmu litografija, elektronu
universitate Germany, 2013) (Elektronu staru litografija, raksturo$anai un mikroskopija

elektronu mikroskopija un virsmas analizes mikrostruktiiru izveidei

sistéma e-LiNE plus (Raith, Vacija, 2013))
Lietuva, Kaunas Alignment and exposure system OAI Model 204 | Litografijas Razosana Izmanto mikrosheému Litografija,
Tehnologiju (SPS, Holand, 2014) (Novieto$anas un procesi izstradajumu izkartojuma ievieSana
universitate ekspozicijas sisttma OAI Model 204 (SPS, novieto$anai un apstradei

Holande, 2014))
Lietuva, Kaunas Langmuir-Blodgett bath (Langmuira-Blodzeta | Virsmas Pétnieciba un | Izmanto monomolekularu | Virsmas inzenierija,
Tehnologiju vanna) parklajumu attistiba kartu veidoSanai uz materialu zinatne
universitate izveide skidruma virsmas

Lietuva, Kaunas

Laser manufacturing and kinetic spectroscopy

Razo$ana un

Pé&tnieciba un

Izmanto, lai razotu lazeru

Lazeru tehnologija,

Tehnologiju system FemtoLab (R&D Altechna, Lithuania, spektroskopija attistiba komponentus un veiktu spektroskopija
universitate 2013) (Lazeru razo$anas un kin&tiskas kingtiskas

spektroskopijas sistéma FemtoLab (R&D spektroskopijas analizi

Altechna, Lietuva, 2013))
Lietuva, Kaunas Microstamps fabrication equipment MSM-1 Mikrostruktiiru Razosana Izmanto mikrostruktiru | Mikro un nanoimprinta
Tehnologiju (Mikrozimogu izgatavoSanas iekarta MSM-1) izveide un zZimogu izgatavoSanai | litografija
universitate
Lietuva, Kaunas Laser marking system RY-F30 (Lazeru Markésana Razosana Izmanto, lai mark&tu Lazergravésana,
Tehnologiju mark&Sanas sistéma RY-F30) dazadus materialus ar produktu mark&Sana
universitate lazeru
Lietuva, Kaunas Spectroscopic ellipsometer GES-5 (Semilab, Materialu Pétnieciba un | Izmanto, lai noteiktu Elipsometrija, optiska
Tehnologiju Hungary, 2013 ) (Spektroskopiskais elipsometrs | raksturojums attistiba materialu optiskas un raksturo$ana
universitate GES-5 (Semilab, Ungarija, 2013)) fizikalas ipasibas
Lietuva, Kaunas Laser ellipsometer Gaertner L-115 (Lazeru Materialu Pétnieciba un | Izmanto plano kartu un Elipsometrija, optiska
Tehnologiju elipsometrs Gaertner L-115) raksturojums attistiba parklajumu optiskas analize
universitate Tpasibu mérisanai
Lietuva, Vilnas The in-house equipment allows the formation of | Materialu Razosana Lauj veidot slanus no CVD procesi, termiska
Universitate the layers from solutions, thermal and vacuum | nogulsné$ana $kidumiem, termiskas un | iztvaikoSana

thermal evaporation and CVD plasma

vakuuma termiskas
iztvaikoSanas un CVD
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technology. (Ieks€ja aprikojuma slanu
veidoSanai)

plazmas tehnologijas
izmantoS$anai

Lietuva, Vilnas
Universitate

Thin-layer structure studies are performed using
optical and atomic force microscopes as well as
a small-angle X-ray spectrometer (Plano kartu
struktliras pétijumi)

Struktiiras analize

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto optisko un
atomspéku mikroskopiju,
ka arT mazo lenku
rentgenstaru
spektrometru

Mikroskopija,
rentgenstaru
spektroskopija

Lietuva, Vilnas
Universitate

Electrical and photoelectric properties are
investigated by TOF, CELIV and other
methods. (Elektrisko un fotoelektrisko Ipasibu
pétijumi)

Tpasibu analize

Pétnieciba un
attistiba

P&ta materialu elektriskas
un fotoelektriskas
pasibas, izmantojot TOF,
CELIV un citas metodes

Elektriskas un
fotoelektriskas Ipasibas

Lietuva, Vilnas Sample and device preparation. Fume hoods and | Paraugu Pétnieciba un | Izmanto fumé&Sanas Substratu tirisana,
Universitate all necessary equipment for cleaning of the sagatavoSana attistiba skapjus un citas iekartas | Skidumu sagatavoSana

substrates and preparation of the solutions, substratu tirTSanai un

glovebox for the sample preparation under inert $kidumu sagatavosanai,

atmosphere and equipment for the thermal glovebox paraugu

evaporation under vacuum. Complete setups for sagatavoSanai inerta

time of flight, double injection, space charge atmosfeéra un iekartas

limited current and charge carriers extraction by termiskai iztvaikoSanai

linearly increasing voltages techniques vakuuma apstaklos

(Nd:YAG laser, tuneable wavelength laser,

cryostats, memory oscilloscopes, etc.). Solar

simulator with two channels voltage-current

source meter for solar cells and field effect

characterisation. (Paraugu un iericu

sagatavosana)
Lietuva, Vilnas Thin-layer spray device (Plano kartu Materialu Razosana Izmanto plano kartu Plano kartu
Universitate smidzinasanas ierice) uzklasana uzklasanai uz substratiem | smidzinasana
Lietuva, Vilnas Programmable UV electron spectrometer for Materialu analize | P&tniecibaun |Izmanto organisko Elektronu
Universitate investigation of ionization potential of organic attistiba pusvaditaju slanu spektroskopija

semiconductor layer (Programmgjams UV jonizacijas potenciala

elektronu spektrometrs) izpétei
Lietuva, Vilnas Cylindrical photoreceptor testing equipment, Fotoreceptora Testésana Izmanto ladinu Fotoreceptora testé$ana
Universitate which examines charge transfer and test€Sana parvietoSanas un

photoreceptor cycling by simulating the
operation of a copying or printing device
(Cilindriska fotoreceptora testéSanas iekarta)

fotoreceptora cikl&sanas
pétijumiem, simulgjot
kopétaja vai printeru
darbibu

Lietuva, Vilnas
Universitate

A group-developed slow-electron counter used
to study the energy levels of organic
photoconductors and the electron emission
spectrum of a photoconductor (Grupas izstradata
Iéna elektronu skaititaja iekarta)

Materialu analize

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto organisko
fotoizvadi staru energijas
Iimenu un elektronu
emisijas spektra
pétijumiem

Fotoizvadstaru
spektroskopija

Lietuva, Vilnas

Light source characterization system with

Gaismas avota

Pétnieciba un

Ietver integréjoso sferu

Gaismas avota

Universitate integrating sphere (LabSphere), spectrometer analize attistiba (LabSphere), raksturo$ana
(Avantes), power supply (Keithley) and spektrometru (Avantes),
temperature control; (Gaismas avota baroSanas avotu
raksturo$anas sistéma) (Keithley) un
temperatiiras kontroli
Lietuva, Vilnas Pulsed power supply (Keithley) (Pulsgjoss Barosanas Pétnieciba un | Izmanto dazadu pétjjumu | Eksperimentala
Universitate barosanas avots (Keithley)) nodrosinajums attistiba veik§anai, nodrosinot baro$ana
precizu un reguléjamu
barosanu
Lietuva, Vilnas AvaSpec-ULS2048LTEC spectrometer Materialu analize | P&tniecibaun |Izmanto materialu Spektroskopija

Universitate

(Avantes) (AvaSpec-ULS2048LTEC
spektrometrs (Avantes))

attistiba

spektralas pasibas
noteikSanai

Lietuva, Vilnas
Universitate

Diffuse reflection measurement sphere
AvaSphere-50-LS-HAL-CAL (Avantes)
(Diffuzas atstaro$anas mérijumu sféra
AvaSphere-50-LS-HAL-CAL (Avantes))

Materialu analize

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto, lai méritu
materialu diffuzo
atstaroSanu

Optiska spektroskopija

Lietuva, Vilnas Calibration lamp (AvaLight-HAL-Mini Instrumentu Pétnieciba un | Izmanto optisko Instrumentu
Universitate (Avantes)) (Kalibrésanas lampa AvaLight-HAL- | kalibrésana attistiba instrumentu kalibréSanai | kalibréSana

Mini (Avantes))
Lietuva, Vilnas Optical setup for PL and quantum efficiency Fotoluminescences | Pétnieciba un | Izmanto, lai noteiktu Fotoluminescences
Universitate measurements (Optiska iekarta PL un kvantu merfjumi attistiba materialu mérfjumi

efektivitates merjjumiem) fotoluminescences un

kvantu efektivitati
Lietuva, Vilnas Liquid nitrogen cryostat (Cryo Industries) Paraugu Pétnieciba un | Izmanto, lai saglabatu Zemas temperatiiras
Universitate (Skidra slapekla krlostats (Cryo Industries)) temperatiiras attistiba zemas temperatiiras eksperimenti
kontrole paraugu analizei

Lietuva, Vilnas

Climate camera (Klimata kamera)

Vides simulacija

Pé&tnieciba un

Izmanto, lai simul&tu

Vides testésana

Universitate attistiba dazadas vides apstaklus
paraugu testéSanai
Lietuva, Vilnas CNC mill (Roland Modela 4 MDX-40) (CNC Materialu apstrade | Razo$ana Izmanto, lai veiktu CNC frézesana

Universitate

frézmasina (Roland Modela 4 MDX-40))

precizu materialu
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frézeéSanu un
prototipgsanu
Lietuva, Vilnas soldering station (Lod&Sanas stacija) Elektronisko Razosana Izmanto, lai lod&tu un Lodésana
Universitate komponentu montétu elektroniskos
montaza komponentus
Lietuva, Vilnas soldering oven. (Lod&sanas krasns) Elektronisko Razosana Izmanto, lai vienmérigi Lod&sanas procesi
Universitate komponentu lodétu plasakas
montaza elektroniskas ierices
Lietuva, Vilnas AIXTRON Ltd. CCS 3x2" metalorganinc Materialu Razosana Izmanto augstas MOCVD procesi
Universitate chemical vapor deposition reactor; nogulsnésana kvalitates plano kartu
(AIXTRON Ltd. CCS 3x2" metalorganiska izveidei, izmantojot
kimiska tvaika nogulsnéSanas reaktors) metalorganiskas kimiskas
tvaika nogulsnéSanas
procesu
Lietuva, Vilnas Reactive ion etching Oxford RIE - Plasmalab Gravésana Razosana Izmanto precizai Reaktiva jonu
Universitate System100; (Reaktivas jonu gravéSanas iekarta materialu nonemsanai, gravésana
Oxford RIE - Plasmalab System100) izmantojot plazmas
tehnologiju
Lietuva, Vilnas Rapid thermal annealing; (Atra termiska Materialu apstrade | RazoSana Izmanto, lai atri Termiska apstrade
Universitate apstrade) paaugstinatu materialu
temperatiiru, uzlabojot to
pasibas
Lietuva, Vilnas Clean room (80 m2); (Tira telpa (80 m2)) Razosanas vides Razosana Nodrosina kontrol&tu vidi | Tiras telpas tehnologija
Universitate nodrosinasana pusvaditaju razoSanas
procesiem
Lietuva, Vilnas Stencil lithography; (Sablonu litografija) Mikrostruktiiru Razosana Izmanto, lai izveidotu Sablonu litografija
Universitate izveide mikrostruktiiras,
izmantojot Sablonu
tehniku

Lietuva, Vilnas
Universitate

Fume hood; Distilled, deionized water station.
(Fumésanas skapis; Destilétas, deioniz&tas
tdens stacija)

Drosibas un
tiriSanas pasakumi

Visos posmos

Izmanto drosai kimisko
vielu un gazu
manipulacijai; nodro§ina
destil&tu, deioniz&tu
tdeni

Drosibas pasakumi,
tdens attirisana

Lietuva, Vilnas
Universitate

Distilled, deionized water station. (Destilétas,
deionizétas tidens stacija)

Tirisanas procesi

Visos posmos

Nodros$ina destilétu,
deioniz&tu Gdeni
laboratorijas vajadzibam

Udens attirisana,
tiriSanas process

Lietuva, Vilnas

CamScan Apollo 300 elektronic microscope

Materialu analize

Pé&tnieciba un

Izmanto materialu

Elektronu

Universitate with EDX (X-Max (Oxford Instr.) and EBIC attistiba mikrostruktiiras un mikroskopija, EDX
(Gatan) add-ons. (Elektronu mikroskops kimiska sastava analizei |analize
CamScan Apollo 300 ar EDX)
Lietuva, Vilnas Conductive coatings deposition setup Quarum | Materialu Razosana Izmanto vadoso Parklajumu izveide
Universitate Q150T. (VadoSo parklajumu uzklasanas iekarta |uzklaSana parklajumu izveidei uz
Quarum Q150T) paraugiem
Lietuva, Vilnas Hall measurement setup Ecopia HMS-3000. Elektriskas Pétnieciba un | Izmanto materialu Holla efekta mérijumi
Universitate (Hola mérijumu iekarta Ecopia HMS-3000) pasibas attistiba elektriskas pasibas
merisanai
Lietuva, Vilnas 4-probe testing setup Jandel with RM3000. (4- | Elektriskie Pétnieciba un | Izmanto elektriskas 4-probju mérisana
Universitate probju testeSanas iekarta Jandel ar RM3000) merfjumi attistiba pretestibas un citu
parametru mérisanai
Lietuva, Vilnas Mechanical polishing station Struers LaBoPol. | Materialu apstrade | RazoSana Izmanto materialu virsmu | Mehaniska pulé$ana

Universitate (Mekaniskas pulésanas stacija Struers LaBoPol) pulésanai un
sagatavoSanai
Lietuva, Vilnas Optical microscope Olympus BX51. (Optiskais | Materialu analize |P&tniecibaun |Izmanto materialu Optiska mikroskopija
Universitate mikroskops Olympus BX51) attistiba mikrostruktiiras
vizualizacijai
Lietuva, Vilnas Optical stereomicroscope Olympus. (Optiskais | Materialu analize | P&tniecibaun |Izmanto lielaka apjoma Stereomikroskopija

Universitate

stereomikroskops Olympus)

attistiba

paraugu vizualizacijai

Lietuva, Vilnas
Universitate

Pump-probe experimental set-up (picosecond
PL2143 EKSPLA laser, optical-parametric
generator PG401 EKSPLA).

(Pumpas-probes eksperimentala iekarta)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisku Tpasibu
pétijumiem ar
pikosekunzu lazeriem

Ierosinato stavoklu
pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

PL setup (Princeton Instr. Acton2300
monochromator with CCD camera, excitation —
405 nm cw laser or n-th harmonic of a
picosecond Nd:YAG laser). (PL iekarta
(Princeton Instr. Acton2300 monohromators ar
CCD kameru))

Materialu analize

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto
fotoluminescences
mérfjumiem ar 405 nm
pastavigo lazeru vai
pikosekunzu Nd:YAG
lazera n-tas harmonikas
izmanto$anu

Fotoluminescences
mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Optical poling setup (ns Nd:YAG laser).
(Optiskas orient&Sanas iekarta (ns Nd:YAG
lazers))

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optiskajai
materidlu orienté$anai,
izmantojot nanosekunzu
Nd:YAG lazeru

Optiska orienté$ana
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Lietuva, Vilnas Chemical lab for the organic layer preparation. | Materialu izstrade |RazoSana Nodrosina nepiecieSamo | Organisko slanu

Universitate

(Kimiska laboratorija organisko slanu
sagatavosanai)

infrastruktiiru organisko
slanu sagatavosSanai

izstrade

Lietuva, Vilnas
Universitate

Closed-cycle helium cooling system (10-300 K).
(Slegta cikla hélija dzes€$anas sistéma (10-300
K))

Temperatiiras
kontrole

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto zemu
temperatiiru

nodro§inasanai
eksperimentos

Zemas temperatiiras
pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Femtosecond KGW:Yb laser PHAROS
(6W@30KHz, 200 fs, 1030 nm, Light
Conversion); (Femtosekunzu KGW:Yb lazers
PHAROS)

Optiskas 1pasibas

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto optiskiem
pétijumiem ar
femtosekunzu lazeru

Femtosekunzu lazera
pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

2x optical parametric oscillators Orpheus (630—
2500 nm, Light Conversion); (2x optiskie
parametriskie oscilatori Orpheus)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Nodrosina mainamu vilnu
garumu diapazonu no 630
1idz 2500 nm

Optiskie pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

II-harmonics generator LYRA (Light
Conversion); (II-harmoniku generators LYRA)

Optiskas 1pasibas

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto, lai raditu otro
harmoniku gaismas
vilpiem

Optiskas 1pasibas

Lietuva, Vilnas
Universitate

Excitation wavelenghts: 310-2500 nm. ()

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
pétijumiem ar dazadiem
vilpu garumiem

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Pump-probe spectrometer HARPIA (Light
Conversion); (Pumpas-probes spektrometrs
HARPIA)

Optiskas 1pasibas

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto dinamiskajiem
optiskajiem pétijumiem

Optiskie pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Wide spectrum white light continuum probe
(380-2600 nm); ()

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
pétijumiem ar platjoslas
gaismas avotu

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Probe delay of up to 1.5 ns; (Probes aizkave lidz
1.5 ns)

Laika izskirtsp&ja

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto, lai noteiktu
optisko signalu aizkavi
laika

Laika izskirtsp&jas
mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Wide spectrum probe detection in UV-Vis-IR
(250-1200 nm) and IR (1100-2600 nm) regions;
Time-resolved: ~300 fs resolution. (Platjoslas
probes detektesana UV-Vis-IR (250-1200 nm)
un IR (1100-2600 nm) diapazonos)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto UV, redzama un
infrasarkana spektra
optisko Tpasibu
mérfjumiem

Optiskie mérijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Photoelectron (streak) camera Hamamatsu
C10627; PL detection range: 250-900 nm;
(Fotoelektronu (strik) kamera Hamamatsu
C10627)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto, lai detektétu
fotoelektronus

Fotoelektronu
detekteSana

Lietuva, Vilnas
Universitate

Temporal resolution: ~10 ps. Time-correlated
single photon counting module (TCSPC) Pico
Harp-300. Liquid nitrogen cryostat for low-
temperature measurements (77-300 K).
(Temporala izskirtsp&ja: ~10 ps)

Laika izskirtsp&jas
mérfjumi

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto, lai veiktu atrus
laika iz8kirtsp&jas
mérfjumus

Laika izskirtsp&jas
optiskie merjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

iCCD Andor New iStar DH340T camera
(spectral range 180-850 nm, temporal
resolution: 2.2 ns); (TCSPC modulis Pico Harp-
300)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto fotona
skaiti$anai, saistitu ar
laiku

Fotona skaitiSana

Lietuva, Vilnas Nd:YAG picosecond laser Ekspla PL2140 Optiskas ipaSibas | Pétniecibaun |Izmanto, lai raditu pulsus | Optiskie pétijumi
Universitate (1054, 532, 355, 266, 213 nm; pulse duration attistiba ar dazadiem vilnu

~25 ps, 10 Hz repetition rate); (Nd:YAG garumiem pikosekunzu

pikosekunzu lazers Ekspla PL2140) diapazona
Lietuva, Vilnas Nd:YAG optical parametric oscillator EKSPLA | Optiskas ipasibas | P&tnieciba un | Izmanto, lai raditu pulsus | Optiskie p&tijumi

Universitate

NT242 (210 — 2600 nm; pulse duration 6 ns, 1
kHz repetition rate); (Nd:YAG optiskais
parametriskais oscilators EKSPLA NT242)

attistiba

ar plasu vilnu garumu
diapazonu

Lietuva, Vilnas
Universitate

Closed-cycle helium cryostat Cryo Industries
204 N (8-350K); (Slegta cikla hélija kriostats
Cryo Industries 204 N)

Temperattiras
kontrole

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto, lai veiktu
eksperimentus zemas
temperaturas

Zemas temperatiiras
pétijumi

Lietuva, Vilnas

Multi-channel photonic analyzer Hamamatsu

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un

Izmanto, lai veiktu

Optiskie mérfjumi

Universitate PMA-12 (spectral range 200-950 nm) with an attistiba optiskos merijumus plasa

integrating sphere (Sphere Optics). (Dazkanalu spektrala diapazona

fotonu analizators Hamamatsu PMA-12)
Lietuva, Vilnas UV-ozone cleaner NOVASCAN PSDP-UV4T; | Virsmas tiriSana RazoSana Izmanto virsmu tiriSanai, | Virsmas apstrade
Universitate (UV-ozona tiritajs NOVASCAN PSDP-UV4T) izmantojot UV un ozonu
Lietuva, Vilnas Scales SARTORIUS AG CPA26P (weighing Preciza svérSana | RazoSana Izmanto materialu Materialu svérSanai
Universitate range 0.0002-21 g, step value 0.002 mg, precizai svérSanai

repeatability 0.004 mg); (Svari SARTORIUS laboratorija

AG CPA26P)
Lietuva, Vilnas Laurell WS-650 spin-coater; (Laurell WS-650 | Materialu Razosana Izmanto, lai vienmérigi Centrifugala
Universitate spin-coater) uzklasana parklatu substratus ar parklasana

skidru materialu

Lietuva, Vilnas Organic material purifier CreaPhys DSU-20; Materialu RaZoSana Izmanto organisko Organisko materialu
Universitate (Organisko materialu attiritajs CreaPhys DSU- | attiriSana materialu attiriSanai attiriSana

20)
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Lietuva, Vilnas
Universitate

Cyclic voltammetry device eDAQ Potentiostat
466; (Cikliskas voltammetrijas iekarta eDAQ
Potentiostat 466)

Elektroktmiska
analize

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto
elektrokimiskajiem
mérfjumiem un analizei

Cikliska voltammetrija

Lietuva, Vilnas

Mettler Toledo DSC 1 differential scanning

Materialu analize

Pé&tnieciba un

Izmanto materialu

Diferenciala skengjosa

Universitate calorimetry device; (Diferencialas skengjosas attistiba termiskas ipasibas kalorimetrija
kalorimetrijas iekarta Mettler Toledo DSC 1) mérisanai
Lietuva, Vilnas UV-VIS-NIR spectrometer Perkin Elmer Optiskas 1pasibas | P&tnieciba un | Izmanto absorbcijas, UV-VIS-NIR
Universitate Lambda 950 with integrating sphere (spectral attistiba caurlaidibas un spektroskopija
range 175 - 3300 nm). Absorption, atstaroSanas rezimos
transmittance and reflection measurement optisko Ipasibu mérisanai
modes. (UV-VIS-NIR spektrometrs Perkin
Elmer Lambda 950)
Lietuva, Vilnas Inert environment GLOVE-BOX system Materialu Razosana Nodrosina inertu vidi Materialu aizsardziba,
Universitate (mBraun) with integrated equipment: (Inerta aizsardziba materialu aizsardzibai no | inerta vide
vides GLOVE-BOX sistéma (mBraun) ar gaisa un mitruma,
integr&tu aprikojumu) izmantojot cimdskapi
Lietuva, Vilnas 8-source organic material vacuum evaporation | Materialu Razosana Izmanto organisko Materialu iztvaiko$ana,
Universitate chamber; (8-avotu organisko materialu vakuuma | uzklaSana materialu precizai
iztvaicéSanas kamera) iztvaikoS$anai
Lietuva, Vilnas 4-source metal vacuum evaporation chamber; Materialu Razosana Izmanto metalu precizai | Materialu iztvaikoSana
Universitate (4-avotu metala vakuuma iztvaicéSanas kamera) |uzklaSana iztvaikoS$anai
Lietuva, Vilnas Vacuum substrate transport chamber with an Materialu apstrade | Razo$ana Izmanto pamatnes Paraugu un pamatnes
Universitate automated manipulator; (Vakuuma substratu parvietosanai vakuuma parvadasana
parvadasanas kamera) apstaklos
Lietuva, Vilnas Automatic device encapsulation equipment; Ieri¢u montaza Razo$ana Izmanto iericu Ieri¢u hermetizéSana
Universitate (Automatiska iericu hermetizacijas ickarta) hermetiz&Sanai
Lietuva, Vilnas UV-A lamp (mBraun); (UV-A lampa (mBraun)) | Virsmas apstrade | RazoSana Izmanto virsmas UV apstrade
Universitate apstradei ar UV-A
gaismu
Lietuva, Vilnas UV-Ozone substrate cleaner (mBraun); (UV- Virsmas tiriSana RaZoSana Izmanto substratu UV-ozona tiriSana
Universitate ozona substratu tiritajs (mBraun)) tiriSanai ar UV un ozonu
Lietuva, Vilnas Spin-coater (mBraun); (Spin-coater (mBraun)) | Materialu Razo$ana Izmanto, lai vienmerigi Centrifugala
Universitate uzklasana parklatu pamatni ar parklasana
Skidru materialu
Lietuva, Vilnas Vacuum annealing furnace (Renggli); Materialu apstrade | Razo$ana Izmanto materialu Termiska apstrade
Universitate (Vakuuma iztur&8anas krasns (Renggli)) termiskai apstradei
vakuuma apstaklos
Lietuva, Vilnas Weighing scales (Mettler Toledo). (Svari Preciza svérSanai | Razo$ana Izmanto materialu Materialu svérSanai
Universitate (Mettler Toledo)) precizai svérSanai
laboratorija
Lietuva, Vilnas Oxygen-plasma substrate cleaner Zepto (Diener | Virsmas tiriSana Razo$ana Izmanto substratu Plazmas tiriSana

Universitate

electronic); (Skabekla-plazmas substratu tiritajs
Zepto (Diener electronic))

tiriSanai ar skabekla
plazmu

Lietuva, Vilnas
Universitate

Steady-state and time-resolved spectroscopy
equipment FLS980 (Edinburgh Instruments);
(Pastaviga un laika iz8kirta spektroskopijas
iekarta FLS980 (Edinburgh Instruments))

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
pétijumiem

Spektroskopija

Lietuva, Vilnas
Universitate

Fume hoods (Flores Valles); (Fumésanas skapis
(Flores Valles))

Drosibas pasakumi

Visos posmos

Nodrosina drosu vidi
Kimisku vielu
manipulacijai

Drosibas pasakumi

Lietuva, Vilnas

Distilled water station (Millipore); (Destiléta

Tirisanas procesi

Visos posmos

Nodrosina destilétu aideni

Udens attirisana

Universitate udens stacija (Millipore)) laboratorijas vajadzibam
Lietuva, Vilnas OLED device current-voltage and photometric | Elektriskas Pétnieciba un | Izmanto OLED iericu OLED analize
Universitate characteristics analyzer (Orb Optronix). (OLED |1pasibas attistiba elektrisko un
ierices stravas-sprieguma un fotometrisko fotometrisko Tpasibu
pasibu analizators (Orb Optronix)) analizei
Lietuva, Vilnas Femtosecond KGW:Yb laser PHAROS Optiskas ipaSibas | Pétniecibaun |Izmanto optiskiem Optiskie pétijumi
Universitate (6W@30KHz, 200 fs, 1030 nm, Light attistiba pétijumiem ar
Conversion); (Femtosekunzu KGW:Yb lazers femtosekunzu lazeru
PHAROS)
Lietuva, Vilnas Two optical parametric amplifiers Orpheus Optiskas 1pasibas | P&tnieciba un | Nodro§ina mainamu vilnu | Optiskie p&tfjumi
Universitate (630-2500 nm, Ligh Conversion); (Divi optiskie attistiba garumu diapazonu
parametriskie pastiprinataji Orpheus)
Lietuva, Vilnas Time-resolved monochromatic/polychromatic Optiskas ipaSibas | Pétniecibaun |Izmanto laika iz8kirtiem | Optiskie pétijumi
Universitate optical pump—probe (PP) setup (Laika izskirta attistiba optiskiem pétijumiem
monohromatiska/polihromatiska optiska iekarta)
Lietuva, Vilnas LITG setup (LITG iekarta) Optiskas ipa§ibas | P&tniecibaun |Izmanto luminiscences Luminiscences
Universitate attistiba petijumiem pétijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Luminescence up-conversion setup
(Luminescences upkonversijas iekarta)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto augstaka
energijas limena gaismas
radiSanai no zemaka
energijas limena gaismas

Augsup-parveidota
luminiscence
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Valsts, Augstskolas
un pétniecibas
institiita nosaukums

Pieejamo iekartu saraksts

Ierices funkcija

Pielietojums

Izmanto$anas apraksts

Saistitie procesi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Becker&Hickl Time-correlated single photon
counting (TCSPC) system (spectral range 200—
1700 nm, time resolution 200 ps) with Andor
Kymera 193i spectrometer; (Becker&Hickl
laika iz8kirta vienfotona skaitiSanas sisteéma)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
pétijumiem ar augstu
laika iz8kirtsp&ju

Laika iz8kirta
spektroskopija

Lietuva, Vilnas
Universitate

6-inch integrating sphere with BaSO4 coating
for absorption and reflection measurements; (6
collu integrgjosa sfera ar BaSO4 parklajumu)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto absorbcijas un
atstaro$anas mérijjumiem

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Avantes Avaspec-2048 StarLine spectrometer
(UV enhanced Si sensor); (Avantes Avaspec-
2048 StarLine spektrometrs)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
mérisanai UV diapazona

UV spektroskopija

Lietuva, Vilnas Closed—cycle helium cryostat (10 — 300 K) Temperatiras Pétnieciba un | Izmanto zemu Pétijumi zemas
Universitate (Slegta cikla hélija kriostats) kontrole attistiba temperatiiru temperatiiras
nodro§inaSanai
eksperimentos
Lietuva, Vilnas Liquid nitrogen cryostat (78 — 800 K); (Skidra | Temperatiiras Pétnieciba un | Izmanto zemu Pétijumi zemas
Universitate slapekla kriostats) kontrole attistiba temperatiiru temperatiiras
nodro$inasanai augstaka
temperatiiras diapazona
Lietuva, Vilnas Ultrasonic bath, pressurized nitrogen gas and Paraugu RaZoSana Izmanto dazadiem Paraugu sagatavo$ana
Universitate other accessories for sample preparation. sagatavoSana paraugu sagatavosanas

(Ultraskanas vanna, preséts slapekla gaze un citi
piederumi paraugu sagatavo$anai)

procesiem

Lietuva, Vilnas High power Nd:YAG (PL2143, EKSPLA), Optiskas 1pasibas | P&tnieciba un | Izmanto dazadu vilnu Optiskie pétijumi
Universitate Nd:YLF (PL2243, EKSPLA) lasers with attistiba garumu un impulsu

harmonics (1053, 527, 351, 266, 213 nm) and ilgumu radisanai

25 ps or 8 ps pulse durations, respectively.

(Jaudigs Nd:YAG lazers)
Lietuva, Vilnas Optical parametric generator PG401 (EKSPLA), | Optiskas TpaSibas | P&étnieciba un  |Izmanto mainama vilnu | Optiskie p&tTjumi
Universitate wavelength tunable in 400-2000 nm range. attistiba garuma staru radiSanai

(Optiskais parametriskais generators PG401)
Lietuva, Vilnas NL202 (EKSPLA) laser (1064, 532, 355) with 2 | Optiskas Tpasibas | P&tniecibaun | Izmanto ilgaka impulsu | Optiskie p&tijumi
Universitate ns pulse duration. (NL202 lazers) attistiba ilguma staru radiSanai
Lietuva, Vilnas Telecommunication 1550 nm single mode cw- | Optiskas Ipasibas | P&tnieciba un | Izmanto 1&nu procesu Optiskie pétijumi

Universitate

laser (Eblana Photonics Ltd) for monitoring of
slow processes (> 0.2 ns). (Telekomunikaciju
lazers)

attistiba

noveéroSanai

Lietuva, Vilnas
Universitate

High power 5 nanosecond Nd:YAG laser (1064,
532, 800, 1300 nm). (Jaudigs 5 nanosekunzu
Nd:YAG lazers)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optiskajiem
pétijumiem ar dazadiem
vilpu garumiem

Lazera pétijumi

Lietuva, Vilnas Precise temperature control CTI- Temperatiras Pétnieciba un | Izmanto eksperimentiem |Zemas temperatiiras
Universitate CRYOGENICS cryostat (80 - 800 K kontrole attistiba zemas temperatiiras pétijumi

temperature range). (Preciza temperatiiras

kontroles kriostats CTI-CRYOGENICS)
Lietuva, Vilnas Microwave generator (6,11 GHz), digital Elektroniskie Pétnieciba un | Izmanto mikrovilnu Mikrovilpu tehnologija
Universitate storage oscilloscopes (0.35, 6 GHz), merfjumi attistiba razo$anai un mérjjumiem

waveguides, ultrafast photodetectors (Thorlabs
DETO08 5 GHz bandwidth, Alphalas 2 GHz),
energy meters. (Mikrovilnu generators)

Lietuva, Vilnas
Universitate

Optical delay lines (from 10 ps to 12 ns; Standa,
Aerotech ACT115DL). (Optiskas aizkaves
Iinijas)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto optisko signalu
aizkavi

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Highland technology P400 digital delay and
pulse generator, <10 ps jitter, 1 ps resolution.
Delay generator PG-874. (Digitalais aizkaves un
impulsu generators)

Elektroniskie
mérfjumi

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto precizu
elektronisko signalu
generéSanai

Elektroniskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Integrating sphere 6 inch (AvaSphere-150), for
quantum efficiency measurements,
thermoelectrically cooled compact waveguide
spectrometer ASEQ Instruments LR1-T (200-
1100 nm). (Integr&josa sfera)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto kvantu
efektivitates mé&rfjumiem

Optiskie mérijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Broad wavelength imaging 500 cm focal length
two-port monochromator-spectrograph (185-
3000 nm) SOLAR TII MS520i with
thermoelectrically cooled silicon camera
(DHYANA400BSI V2 200-1100 nm) and
InGaAs camera (NIT, 900-1600 nm).
(Monohromators-spektrografs)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto plasa diapazona
optiskajiem mérijjumiem

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Xenon light source (Hamamatsu 75 W super
quiet xenon lamp with supply C12122-020-57-
C3) in 200-2000 nm range, monochromators
coupling (MDP-4, SOL SL100). (Ksenona
gaismas avots)

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto plasa spektra
gaismas avotu

Optiskie mérfjumi
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Valsts, Augstskolas
un pétniecibas
institiita nosaukums

Pieejamo iekartu saraksts

Ierices funkcija

Pielietojums

Izmanto$anas apraksts

Saistitie procesi

Universitate

microscope. (Paraugu puléSanas masina)

apstradei

Lietuva, Vilnas Sourcemeter (Keithley 2401), programmable Elektroniskie Pétnieciba un | Izmanto elektronisko Elektroniskie mérijumi
Universitate power supply HYELEC. (Barosanas avots) merfjumi attistiba iericu barosanai
Lietuva, Vilnas Sample polishing machine (UNIPOL-300), Materialu apstrade | Razo$ana Izmanto paraugu virsmu | Materialu apstrade

Lietuva, Vilnas
Universitate

Proprietary setup for investigation of functional
properties of LEDs and solar simulators: (Ipasi
izstradata iekarta LED un saules simulatoru
pétijumiem)

Funkcionalo
pasibu pétijumi

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto LED un saules
simulatoru ipasibu
analizei

LED un saules
simulatoru analize

Lietuva, Vilnas
Universitate

Programmable power supplies: up to 6 channels,
up to 56 V, 4 A (TTi QL564TP).
(Programmgjami baro$anas avoti)

Elektroniskie
mérfjumi

Pé&tnieciba un
attistiba

Izmanto LED un saules
simulatoru baro$anai

Elektroniskie mérijumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Available sensors: Avantes AvaSpec 2048
spectrometer with a cosine corrector and fiber
adapters, photodiodes, compact c-Si and a-Si
solar cells; (Sensori (spektrometri, fotodiodi))

Optiskas 1pasibas

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto optisko Tpasibu
un starojuma mérjjumiem

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Computer-controlled high-precision 2D stages
(Standa 8MT195 and 8MT295) enabling
irradiance and spectral irradiance measurements
within an area of up to 300 x 300 mm2;
(Datorizéti 2D skatuves)

Precizi mérijumi

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto, lai veiktu
precizus mérfjumus liela
platiba

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas
Universitate

Proprietary setup for characterization of
photovoltaic devices using laser-beam-induced
current (LBIC) technique (Ipasi izstradata
iekarta fotovoltaisko ieri¢u pétijjumiem)

Fotovoltaisko
iericu analize

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto fotovoltaisko
iericu Ipasibu analizei,
izmantojot LBIC tehniku

Fotovoltaisko ieri¢u
analize

Lietuva, Vilnas
Universitate

High precision 2D stages (Standa 8MT195 and
8MT295), which enable studying the area of up
to 300 x 300 mm?2 at 12.5 mm or larger step;
(Augstas precizitates 2D skatuves (Standa
8MT195 un 8MT295))

Precizi mérijumi

Pétnieciba un
attistiba

Izmanto, lai veiktu
precizus mérijumus liela
platiba

Optiskie mérfjumi

Lietuva, Vilnas

Illumination sources based on laser diodes.

Optiskas 1pasibas

Pé&tnieciba un

Izmanto dazadu optisko

Optiskie mérijumi

Universitate

nanolithography system (Pielagota regul&jama
vilnu garuma lazera 3D nanolitografijas sistéma)

nanostruktiiru izveidei ar
regul&jamu lazera vilnu
garumu

Universitate (Apgaismojuma avoti, balstiti uz lazera diodém) attistiba pétijumu veikSanai
Lietuva, Vilnas Multi-beam "NanoFactory"laser 3D 3D nanolitografija | Razo$ana Izmanto 3D 3D nanolitografija
Universitate nanolithography system (Dazstaru nanostruktiiru izveidei

"NanoFactory" lazera 3D nanolitografijas

sistéma)
Lietuva, Vilnas Modified wide working field "FemtoLab" laser |3D nanolitografija | RazoSana Izmanto precizai 3D 3D nanolitografija
Universitate 3D nanolithography system (Modificéta struktiiru izveidei

"FemtoLab" lazera 3D nanolitografijas sistéma)
Lietuva, Vilnas Custom made tunable wavelenght laser 3D 3D nanolitografija | Razo$ana Izmanto 3D 3D nanolitografija

Universitate

"Ember" 3D printeris)

objektu izveidei

Lietuva, Vilnas Olympus IX73 inverted motorized microscope | Materialu analize |P&tniecibaun |Izmanto materialu Mikroskopija
Universitate (Olympus IX73 invertéts motorizéts attistiba mikrostruktiiru analizei
mikroskops)
Lietuva, Vilnas "Asiga" "Pico2" 3D printer (Asiga "Pico2" 3D | 3D druka Razosana Izmanto dazadu 3D 3D druka
Universitate printeris) objektu, tostarp
mikrostruktiiru izveidei
Lietuva, Vilnas "Autodesk" "Ember" 3D printer (Autodesk 3D druka Razosana Izmanto precizu 3D 3D druka

Baltijas regiona pusvaditaju tehnologiju jomas infrastruktiiras un iekartu kapacitates,
stipros un vajos punktus, iespgjas, draudus (SVID analize) nakotnes virzienus, galvenos
izaicinajumus un iesp&jamos risinajumus var apkopot $adi:

Infrastruktiiras un iekartu kapacitate: Modernas un plasas laboratorijas un
pétniecibas iekartas, kas aptver spektru no nanotehnologijam lidz optoelektronikai. Pieejamiba
dazadiem lazeriem, spektrometriem un citam precizam meériSanas iekartam, kas lauj veikt
augstas izSkirtsp&jas petjjumus.

Stipras puses: Augstas precizitates iekartas, kas lauj veikt detaliz€tus materialu un
pusvaditaju izpetes darbus. Sp€ciga p€tniecibas un izstrades baze optoelektronikas un
mikroelektronikas jomas.

Vajas puses: Limitéts pieejamo iekartu klasts var ierobezot pétniecibas iesp€jas
specifiskas nozares. Nepietieckams finans€jums un atbalsts iekartu uzturéSanai. atjaunosanai un
modernizacijai. Butiski ir uzturet sertificétas iekartas un laboratorijas, kas regulari jaatjauno un
jakalibré atbilstosi ISO standartiem, jo tikai tdda aparatira un mériSanas metodika ir
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izmantojama rezultatiem, kas ir apstiprinati ar patiesu un derigu sertifikatu visa industrialas
razoSanas kede.

Draudi: Nerikojoties strauji, ir liels risks pazaud@t specigo pamatu, uz ka bazes talak
attistit nozari, salidzinot ar pasaulé aktualajam tendencém, kad notiek milzigs investiciju
pieaugums pusvaditaju tehnologijas. Veidot konkurgjosus virzienus Baltijas rajona ietveros,
radot nevajadzigu konkurenci piesakoties ES fondu lidzekliem, sadarbiba ar lielajiem arvalstu
partneriem.

Iespéjas: Iekartu modernizacija un atjaunoSana var palidz&ét palielinat pé&tniecibas
iesp€jas un sekmét jaunu tehnologiju attistibu. Sadarbiba ar riipniecibas partneriem var veicinat
jaunu tehnologisko risinajumu komercializaciju.

Nakotnes virzieni: Investet jaunas tehnologijas un iekartas, lai uzlabotu p&tniecibas un
izstrades iesp€jas. Veicinat starpnozaru pétijumus, izmantojot pieejamo infrastrukttru.

Galvenie izaicinajumi: NepiecieSamiba palielinat finansialo atbalstu infrastruktiiras
un iekartu atjaunoSanai. NepiecieSamiba stiprinat sadarbibu starp akadémisko un industrialo
sektoru.

Iesp€jamie risinajumi: Aktiva darbiba piesaistot finans€jumu no valsts un Eiropas
Savienibas fondiem. Partneribu veicinasana starp universitatém un privatajam uznémumiem,
lai stiprinatu petniecibas un komercializacijas iespgjas.

Kapitala iekartu joma pusvaditaju veértibu kédes ietvaros ir identificétas vairakas
augstskolas un pétniecibas iestades, kas aprikotas ar miisdienigam tehnologijam un iekartam.
Regiona ir pieejami tadi resursi ka modernas nanolitografijas un mikroskopijas sist€mas, kas ir
bitiski pusvaditaju materialu un iericu izstrade un pétijjumos.

Arl starptautiskas sadarbibas un apmainas programmas, pieméram, ERASMUS,
sekm@ zinasanu un tehnologiju parnesi. Tomer, lai nodrosinatu Latvijas un Baltijas regiona
konkurétsp&ju globalaja pusvaditaju industrija, ir svarigi turpinat investet jaunas tehnologijas,
atbalstit zinatniskos pétijjumus un attistit augsta limena izglitibas programmas. Tas ir butiski,
lai nodrosinatu regiona sp&ju piedavat inovativus risinajumus un uzlabotu ta tehnologisko bazi.

1. Materiali: Baltijas regiona, it Tpasi Latvijas, zinatniskie, p&tnieciskie un izglitibas
lidzekli pusvaditaju nozares veértibu kédes "Materialu" joma ir salidzinoSi attistiti.
Piem@ram, ir pieejami uzlaboti materialu mikroskopiskas analizes un optiskas 1paSibas
meérjjumu instrumenti, ka art iesp&jas izpétit organisko materialu fazu parejas un skidro
kristalu strukttiras. Ir pieejamas daudzveidigas plano kartinu uzklasanas metodes, kas
ir butisks stirakmens pusvaditaju tehnologijas, gan pétnieciba, gan ari razosana. Latvija
un Baltijas regiona mikroelektronisko materialu joma ir noteikta infrastruktiira un
zinatniskais potencials, kas ietver pusvaditaju materialu izpéti un izmantoSanu. Sie
komponenti ir svarigi inovativu pusvaditaju iericu izstrade un razoSana. Svarigi attistit
un moderniz&t zinatniskas un izglitibas iestades, investgjot jaunakajas tehnologijas un
veicinot starptautisko sadarbibu zinatnes un tehnologiju joma. Nemot véra globalas
tendences un augoso pieprasijumu péc mikroelektronisko materialu izp&tes, Latvijai un
Baltijas regionam ir iesp€ja stiprinat savu poziciju, paplasinot zinatnisko kompetenci
un izglitibas programmas $aja nozarg.

2. Kapitala iekartas: Sis posms ir salidzinosi atfistits, it Tpasi attieciba uz augstas
precizitates instrumentiem un specializ€tu aparattiru, kas nepiecieSama pusvaditaju
pétniecibai un izglitibai. Ir pieejamas modernas nanolitografijas sist€mas, precizas 2D
pozicionésanas stendi un dazadi lazeri, kas sniedz spécigu pamatu inovativu
pusvaditaju produktu izstradei un p&tniecibai.

3. Intelektualais ipaSums un EDA (IP and EDA): Baltijas valstim ir “fabless”
(bezrazotnu) dizaina un IP izstrades orientacija, ar aktivu sadarbibu ar vairak neka 500
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partneriem, tostarp lielakajiem &ipu uznémumiem Eiropa. S sadarbiba liecina par
nozares potencialu un sp&ju veidot intelektualo Tpasumu.

4. Dizains (Design): Latvija Latvijas Universitates EDI veic analogo-digitalo
mikroshému projektéSanu, specializeti risinajumi un mikrominiaturizéSana maksliga
intelekta paatrinaSanai, kvantu efektu pielietojumiem u.c., sist€mas uz ¢ipa (system-on-
chip), programmé&jamie logiskie masivi (FPGA). Augsti kvalificéti datorikas un
elektronikas specialisti no Latvijas augstskolam.

5. Pamatnu apstrades raZotne: Sis posms attiecas uz razo$anas uznémumiem nevis
izglitibas un pétniecibas iestadem.

6. “Back-end”, jeb pakartotie procesi: RTU Elektronikas un telekomunikaciju fakultate
specializgjas silicija fotonikas Cipu testéSana, 2023. gada ir sasniegusi divus pasaules
rekordus datu centru starpsavienojumu tehnologijas, izmantojot silicija fotonikas
mikrocipus.

7. Gala produkts (End Product): Attiecas uz razoSanas uznémumiem nevis izglitibas un
pétniecibas iestadém.

8. lespiedplates (PCB): Iespiedplasu projektéSana un izstrade notiek lielakaja dala
pétniecibas iestadés un izglitibas iestades, kas ir saistitas ar elektronikas macibu
programmam.

9. Gala produkts (End Product): Attiecas uz razoSanas uznémumiem nevis izglitibas un
pétniecibas iestadeém.

Kopuma, lai gan Baltijas regionam un Latvijai ir noteikti stiprie punkti, piem&ram,

materialu zinatne un kapitala iekartu pieejamiba, pastav jomas, kuras ir nepiecieSama turpmaka
attistiba un ieguldijumi, lai sekmé&tu nozares izaugsmi un globalo konkurétspgju.

1.1.5. Baltijas valstu augstskolu eso$as kapacitates kopsavilkums

Latvijas Universitate

Cilvekresursi: Latvijas Universitaté (LU) ir vairaki specialisti, kas strada pusvaditaju
un fotonikas joma. Darbibu veic Cietvielu Fizikas institiits, Atomfizikas un spektroskopijas
instittts, Skaitliskas model&Sanas institiits, un Elektronikas un datorzinatnu institiits, piedavajot
pétniecibu plasa spektra no fotonikas 11dz platzonas pusvaditaju materialiem.

Infrastruktara: LU ietilpst vairakas laboratorijas un pétnieciskas infrastruktiras,
piem&ram, Integralo shému un sistému laboratoriju, kas saks darboties no 2024. gada, un
Diskrétas signalu apstrades laboratoriju. Sis laboratorijas ir aprikotas ar nepiecie$amajiem
instrumentiem un tehnologijam, lai veiktu augstas kvalitates pétniecibu pusvaditaju un
fotonikas joma.

Pétniecibas jomas: LU veic pétniecibu dazadas jomas, tostarp jauktu analogo-digitalo
mikroshému projektéSana, silicija monokristalu audzeéSanas procesu modeleésana, fotonika,
platzonas pusvaditaju kristalisko materialu p&tnieciba un pusvaditaju iericu izstrade, ka ari
caurspidigu vadoSu parklajumu izstrade.

Izglhitiba: LU piedava dazadas izglitibas programmas, kas saistitas ar pusvaditaju
tehnologijam un fotoniku, nodroSinot studentiem iesp&ju apgiit $is nozares zinasanas un
prasmes.

Rigas Tehniska Universitate
Cilvekresursi: Rigas Tehniskaja Universitate ir plass specialistu klasts, kas darbojas
dazadas pusvaditaju (ieskaitot )fotonikas jomas. PieveérS uzmanibu jaunu organisko materialu
sintézei, lazertehnologijam, ka arT organisko pusvaditaju p&tniecibai.
Infrastruktira: Universitate ir vairakas struktOrvienibas, kuru darbiba veicina
pusvaditaju attistibu, tostarp Biomedicinas inzenierzinatnu un nanotehnologiju institats,
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LietiSkas kimijas institlits, Materialzinatnes un lietiskas kimijas fakultates Tehniskas fizikas
institiits, Mikrovilnu inZenierijas un elektronikas institiits, un Elektronikas Telekomunikaciju
Fakultate. Sis struktirvienibas nodro§ina spécigu zinatnisko bazi (par spiti triikstoSai
infrastruktiirai) gan pusvaditaju materialu un iericu pétniecibai.

Pétniectbas jomas: Universitate koncentrjas uz vairakam svarigdm pétniecibas
jomam. STs ietver elektronikas iespiedplasu izstradi, fotoniku, tostarp silicija fotoniku, un &ipu
dizainu un testéSanu datu parraides sist€émas.

Izglitiba: Rigas Tehniska Universitate piedava vairakas studiju programmas, kas
saistitas ar pusvaditaju tehnologijam, ieskaitot specializétus kursus un modulus, kas attiecas
tieSi uz pusvaditaju nozari.

Tartu Universitate (Igaunija)

Cilvekresursi: Tartu Universitaté ir vairaki specialisti pusvaditaju tehnologijas.
Piem&ram, Kaupo Kukli ir “Plano kartinu tehnologiju izp&tes” laboratorijas vaditajs, kas
koncentrgjas uz plano kartinu izpéti.

Infrastruktiira: Universitatei ir modernas iekartas, tostarp atomu slanu nogulsnésanas
iekarta un rentgenstaru fluorescences spektrometrs ZSX-400.

Izglitiba: Piedava izglitibas programmas, piem&ram, "Materials Science and
Technology" (Materialzinatne un tehnologijas) magistra programmu, kas ietver kursus par
sensoru izgatavoSanu un materialu elektriskajam un optiskajam 1pasibam.

Vilnas Universitate (Lietuva)

Cilvekresursi: Universitate lepojas ar plasu specialistu spektru pusvaditaju
tehnologijas, pieméram, Arlauskas Kestutis vada péttjumus par jaunam plano kartu veidosanas
tehnologijam un to ietekmi uz materialu energijas stavokliem.

Infrastruktiira: Universitaté ir pieejamas modernas iekartas pusvaditaju pétniecibai,
tostarp mikroelektronikas un fotonikas laboratorijas, kas aprikotas ar atomu spéka
mikroskopiem, elektronu litografijas sisttmam un citam augstas precizitates iekartam.

Starptautiska sadarbiba: Universitate sadarbojas ar vairakam starptautiskam
institlcijam, tostarp Swinburne University of Technology (Australija) un University of
Bordeaux (Francija), pusvaditaju tehnologiju izp&te.

Izglitiba: Piedava vairakas studiju programmas, pieméram, "Light Engineering"
bakalaura programmu un "Photonics and Nanotechnology" magistra programmu.

Kaunas Tehnologiju Universitate (Lietuva)

Cilvekresursi: Universitaté ir vairaki izcilie pétnieki, tostarp Juozas Vidas
Grazulevicius, kurs specializ€jas organisko pusvaditaju materialu sint€ze optoelektronikai.

Infrastruktiira: Universitatei ir pieejamas dazadas iekartas pusvaditaju pétniecibai,
tostarp spektrometri, mikroskopi un uzlabotas nanotehnologiju iekartas.

Starptautiska sadarbiba: Kaunas Tehnologiju Universitate sadarbojas ar Latvijas
Organisko sintézes institlitu pusvaditaju materialu petnieciba.

Izglitiba: Piedava vairakas programmas, kas saistitas ar pusvaditaju tehnologijam,
pieméram, "Applied Chemistry" bakalaura un magistra programmas, kuras koncentrgjas uz
funkcionalitati, kompozitu un nanomaterialu izpéti.

Baltijas regiona pusvaditaju tehnologiju jomas kapacitates, spécigo un vajo punktu,
iesp€ju, nakotnes virzienu, galveno izaicinajumu un iesp&€jamo risindgjumu izvertjums ir $ads:

Kapacitate: Baltijas regiona ir augsti kvalificeti specialisti pusvaditaju tehnologiju
joma, kas strada ar inovativiem projektiem, piem&ram, ¢ukstoSo galeriju modu rezonatoros un
in-vivo diftizas atstaroSana, ari silicija fotonikas Cipiem rinku datu parraidei sasniedzot
pasaules rekordus. Ir pieejama moderna infrastruktiira pusvaditaju p&tniecibai, tostarp augstas
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klases iekartas, pieméram, erbiju dopétas optiskas Skiedras femtosekunzu frekvencu kemmes
sintezatori.

Spécigas puses: Institiicijam ir izstradatas sadarbibas saites ar industriju, kas nodro§ina
zinaSanu apmainu un inovaciju. Skaidri definéti strat€giskie mérki un plani pusvaditaju
tehnologiju attistiba, pieméram, mikroelektronikas ¢ipu jomu un IP izstrade. Institlicijas ir
identificgjusas konkrétas niSas un specializacijas, pieméram, sensoru izstradi un bezraZotnu
dizainu.

Vajas puses: Kvalificétu specialistu skaits un specializacija nav pietieckami nopietnai
izaugsmei, kas apdraud attistibu un inovaciju pusvaditaju joma. Nepietickama attistiba
aizmuguréjas operacijas linija un gala produktu razoSana. NepiecieSamiba péc plasakas
sadarbibas un efektivakas regionalas un starptautiskas sadarbibas.

Iespé€jas: Piesaistit investicijas jaunu tehnologiju attistiSanai un procesu digitalizacijai.
Stiprinat regiona poziciju pusvaditaju nozar€, izmantojot esoSo zinatnisko potencialu un
starptautisko sadarbibu.

Draudi: Nespgjot radit nepiecieSamo specialistu skaitu, ka arl prakses vietas un
laboratorijas (kur nepiecieSsami ieguldijumi infrastruktiird), pieredzes giiSanai pusvaditaju
tehnologiju joma, ir draudi zaudgt studgjoso interesi iesaistities $aja studiju virziena.

Nakotnes virzieni Baltijas regiona pusvaditaju joma: Attistit sensoru izstrades nisu,
ka arT optoelektronikas jomu, sadarbojoties ar uznémumiem. Koncentréties uz inovativam
tehnologijam, pieméram, mikroelektronikas ¢ipiem un fotonikas Cipiem un bezrazotnu Cipu
dizain€Sanu. Palielinat informacijas apmainu un sadarbibu starp Baltijas valstim, lai veicinatu
progresu pusvaditaju nozaré.

Galvenie izaicinajumi: Cilvekresursu trikums un projekteSanas riku pieejamibas
problémas. NepiecieSamiba pielagoties mainigajai globalajai ekonomikai un tehnologiju
tendencém. Skaidras valsts politikas un finansiala atbalsta nepiecieSamiba nozares attistibai un
komercializacijai.

Iespéjamie risinajumi: Veicinat specialistu piesaisti un izglitibu, lai palielinatu
kvalificéta darbaspéka pieejamibu. Uzlabot sadarbibu starp akadémisko un industrialo sektoru,
sekmgjot tehnologiju parnesi un zinasanu apmainu. Palielinat valsts un privato sektoru
investicijas pusvaditaju tehnologiju attistiba, sekméjot jaunu tehnologiju un inovaciju izstradi,
iesaistot kvalific€tus specialistus - augstskolu absolventus.

Sis kopsavilkums atspogulo Baltijas regiona un Latvijas iesp&jas pusvaditaju nozarég,
identificgjot galvenos stipros un vajos punktus, iesp&jas un izaicinajumus, kas varétu ietekmét
regiona attistibu un konkurétsp&ju globalaja pusvaditaju tirga.

1.2. Latvijas pusvaditaju veértibu kédi parstavoso uznémumu izpéete

Tika identificéti 15 Latvija eso$i uznémumi, kuri darbojas pusvaditaju joma. Lai
analiz€tu uzn€mumu sniegumu pusvaditaju vértibu kéde, tika izmantoti aptauju un interviju
rezultati, kuri tika veikti ieprieks€ja petijuma posma (augstako izglitibas iestazu anketas —
jautajums par sadarbibu ar industriju). Paraléli tam, tika pétitas publiski pieejamas datubazes
"Photonics21" un "EPIC" platforma, ka ari aptaujati Latvijas pusvaditaju ekosisteémas
dalibnieki, lai identificétu uzn@mumus, kuri netika piefikseti ieprieksejos solos. Tika ar1 veikta
interneta resursu izp&te, meklgjot papildus uznémumus.

Katra uzp@muma analizei, lai defin€tu apgrozijumu, darbinieku skaitu,
produktu/pakalpojumu portfeli, tika izmantoti publiski pieejamie dati (Uznémumu Registrs),
ka armT maksas datubazes (Lursoft, CrediWeb & Kombo.lv), ka ari analiz€ta pieejama
informacija uzn@muma majaslapa.

Lai iegiitu informaciju par uznémuma mérkiem, investicijam un attistibas planiem, tika
veidotas dal&ji strukturétas ekspertu intervijas ar uznp€émuma parstavjiem (interviju skriptu skat.
Pielikums Nr. 3: Uzn€mumu interviju skripts). Intervijas tika parrunatas 4 t€mas:
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Uzn€muma nakotnes virzieni,

Baltijas regionalas stratégijas perspektiva,
Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadém,
Papildu ieskati (par pusvaditaju sferas attistibu).

Interviju transkripti tika analiz&ti, pielietojot kvantitativas kontentanalizes metodi, lai varétu:

e Noskaidrot un precizeét uzneémuma pakalpojumus/produktus, kuri saistiti ar pusvaditaju
vertibu kedi,

e Noskaidrot uznémuma galvenos izaicinajumus un vajadzibas tagad un nakamo 5-10
gadu laika, kuras saistitas ar pusvaditaju vertibu kedi,

e Noskaidrot uznémuma planotas investicijas un attistibas virzienus ar pusvaditaju
vertibu k&di saistitos produktos/pakalpojumos,

Papildus tam, tika pétitas uznémumu majaslapas, socialie tikli un citi interneta avoti, lai
ieglitu parskatu par uznémuma mérkiem. Rezultata iegiitie dati tika apkopoti tabula (skat.
Tabula 1.9 Latvijas uzn€mumu, kuri parstav pusvaditaju vertibu kédi, saraksts).
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Tabula 1.9 Latvijas uznémumu, kuri parstav pusvaditaju vértibu kédi, saraksts

. .. s Vieta Paredzamas uznémuma vajadzibas, planotas Uznémuma izaicinajumi, kurus pusvaditaju
Uznémuma nosaukums Ap_gl'_Ofl] ums, .€ Darbn}neku Produkta/pakalpoj uma.apraksts, pusvaditaju investicijas un attistibas virzieni pusvaditaju joma biis nepiecieSams risinat nakamajos 5-10
’ (pedejie 3 gadi) skaits patentu portfelis - I S . .
veértibu kéde joma nakamajiem 5-10 gadiem gados
AS "KEPP EU" 2022.g.-225 tikst. | 7 Iekartu izstrade, tehnologiju 1 - Materiali Tuvako 3 gadu laika plano ienemt silicija pamatnu, | Divas galvenas problémas — cilvéku piesaiste un
2021.g.-134 tiikst. izstrade, inovativu materialu 2 - Kapitala ar diametru 300 mm, tirgu un piegadat no 2 lidz investiciju piesaiste. Iesniegts pieteikums Eiropas
2020.g.-424 tikst. razoSana. Silicija tehnologijas - iekartas 6% no tirgus apjoma jaudas mikroelektronikas komisijai, lai finansétu lielu projektu un piesaistitu
vairak ka 20 autorapliecibas; 3 pamatnes. investicijas, lai uzbivétu razotni ar pirmajam 4
patenti Krievija kristalu audzesanas iekartam un ar gada
apgrozijumu 20 miljoni eiro. Ja finans€juma nebils,
jamekl@ alternativus finans€juma avotus.
SIA "BALTIC 2022.g.- 4,34 73 Spektrometriskas analizes iericu 2 - Kapitala Nav informacijas Kvalificéta darbaspéka triikums
SCIENTIFIC milj. izstrade un razo$ana, pamatojoties iekartas
INSTRUMENTS" 2021.g.- 4,12 uz pusvaditdju un scintilacijas
milj. starojuma detektoriem
2020.g.- 3,52
milj.
SIA "SIDRABE 2022.g.-504 tikst. | 28 Projekte un razo vakuuma 2 - Kapitala Nav informacijas Kvalificéta darbaspéka triikums
VACUUM" 2021.g.-1,50 milj. parklajumu sistémas un izstrada iekartas
2020.g.-928 tiikst. unikalas plano kartinu tehnologijas
AS "ALFA RPAR" 2022.g.- 3,52 152 Pusvaditaju un citu elektronisko 4 — Dizains Infrastruktiira biitu atjaunojama, un nepieciesams Likumdosanas stabilitate un nosacijumu
milj. iekartu razo$ana 5 - Pamatnu pielagot telpas. Vajadzigas investicijas plasakai “normalitate” investoriem; Izejvielu trikums -
2021.g.- 2,86 apstrades pusvaditaju razoSanas attistibai. Liela biznesa piegadataju izmainas; augstas energoresursu cenas;
milj. 2020.g.- razotne procesa komponentu nenoteiktiba. Investiciju trikums/ banku atbalsta; Kvalificgta
2,77 milj. personala trikums (nepiecieSamiba p&c 3000
specialistiem - vietgja augstskola Sobrid beidz 20
cilvéku gada)
AS "RD ALFA 2022.g.-1,18 milj. | 50 HiRel, RadHard un ITAR brivo 4 — Dizains; Lielakais projekts ir atrast jaunu Wafer foundry — Pariet uz jaunam tehnologijam, milzigas investicijas
MIKROELEKTRONIKAS | 2021.g.-1,48 milj. analogo Integralo Shému (IC) 7 - Gala kurs butu visértakais partneris lidz 10 miljoniem. Pareja uz lielako izvadu
DEPARTAMENTS" 2020.g.-649 tiikst. projektésana un razoSana produkts daudzumu, assembly 200+ lead package Sobrid
komercindustrijai, aviacijai un strada uz 24 kontakti- jeb kajinas.
aizsardzibai
SIA "UBIQUITI 2022.g.- 14,33 120 Marsrutétaji, komutatori, bezvadu 6 - “Back- Klut par vadoso Silicija ielejas uznémuma R&D IT Darbaspéka pieejamiba.
(LATVIA)" milj. piekluves punkti, end”, jeb centru Latvija ar labako inzenieru komandu un
2021.g.-12,25 videonovéro$anas sist€mas, datu pakartotie atpazistamako zimolu. Augt gan cilvéku skaita, gan
milj.. drosibas aizsardzibas serveri procesi projektu zina, radit vél jaunas darbavietas.
2020.g.-10,81
milj.
SIA "FIBER OPTICAL 2022.g.- 4,87 86 Skiedru optisko Ziroskopu razosana | 7 - Gala Optisko mikroshému tehnologijas atfistiba, militaro | Augstas tehnologiju attistibas izmaksas Eiropa,
SOLUTION" milj. un sistémas produkts lidz 8 | pusvaditaju ierices NATO un low-Earth orbitas konkurence no valstim, pieméram, Kinas, kuram ir
2021.g.- 3,06 - Iespiedplates | produkti zemakas razo$anas izmaksas, un gritibas ielauzties
milj.; labi nostiprinatos tirgos, kurus kontrol€ lielas
2020.g.- 3,37 kompanijas. ArT prasmigu inZenieru trikums un
milj. augstas izmaksas, lai algotu pieredzgjusus
profesionalus no arzemém
AS "SAF TEHNIKA" 2022.g.- 37 milj.; | 270 Mikrovilpu datu parraides iekartu, 7 - Gala Investicijas produktu izstradg, stabilizet Mainigie globalie apstakli
2021.g.- 29 milj.; meriericu un bezvadu sensoru produkts lidz 8 | apgrozijuma limeni, uzkrat materialu rezerves
2020.g.- 20 milj. razosana - Iespiedplates
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drogibas, lietu
interneta, viedas pilsétas un
mobilitates jomas

sensorika.

. .. s Vieta Paredzamas uznémuma vajadzibas, planotas Uznémuma izaicinajumi, kurus pusvaditaju
Uznémuma nosaukums Ap_gl'_Ofl] ums, ,€ Darbn}neku Produkta/pakalpoj uma.apraksts, pusvaditaju investicijas un attistibas virzieni pusvaditaju joma biis nepiecieSams risinat nakamajos 5-10
Ny (pedgejie 3 gadi) skaits patentu portfelis o g S . .
vértibu kéde joma nakamajiem 5-10 gadiem gados
SIA "VOLBURG" 2022.g.- 9 milj. 75 Montétu elektronikas iespiedplasu 8- "Volburg" razotni pilnveidot un pielagot ceturtas Kvalificéta darba speka trikums, robotizacija un
2021.g.- 6 milj.; (PCBA) un modulu razoSana Iespiedplates industrijas (Industry 4.0) principiem, iegadaties jaunako tehnologiju iegfisana
2020.g.- 3 milj. jaunas tehnologijas
AS "HANSAMATRIX" 2022.g.- 29,11 500-600 Prototip&Sana, indrustrializacija, 8- HansaMatrix strat€giskais mérkis uz 2027.gadu ir Kvalificéta darbaspéka trikums
milj. iespiedshému montaza, plastmasas | Iespiedplates dubultoties apgrozijuma un personala. Turpinas
2021.g.- 21,35 detalu spiedliesana, augstas investet tehnologijas, iekartas, robotizacija.
milj. precizitates materialu apstrade,
2020.g.- 21,38 pécpardosanas pakalpojumu
milj. remonti.
SIA "SMD BALTIC" 2022.g.- 11 milj. 113 Razo augstas tehnologijas — 8- Vajadziba péc sakartotas likumdoSanas. 100+ tukstosu eiro iesaldéti lidzekli par jau
2021.g.- 6 milj. elektroniskas plates un Iespiedplates piegadato produkciju uz Krieviju. Energoresursu
2020.g.- 6 milj. elektroniskos komponentus (gaze, elektriba) sadardzinajums, ta raditais finansu
slogs
SIA "WISEBERG Jauns uznémums, 7 Nodrosina pilnu EMS pakalpojumu | 8 - Attistiba un izaugsme. legiit komponensu tirgotajus | Izejmaterialu pieejamiba, kvalificéta darba speka
TECHNOLOGY" 2022.g.-0 klastu, sakot no prototipa izstradei Iespiedplates vai razotajus tie$a sadarbiba (zemaka cena), saprast | pieejamiba
beidzot ar iespiedplasu montazu un plasaku situaciju — gan no Latvijas, gan Eiropas
produktu iepakoSanu perspektivas. Planots ieiet Igaunijas tirgli, veidot
sadarbibas
SIA "MIKROTIKLS" 2022.g.- 334 milj. | 354 MikroTik RouterOS 8- Bitiski atjaunot produkcijas klastu, izmantojot Parravumi globalajas pusvaditaju, mikro¢ipu un citu
2021.g.- 374 milj. programmatiiras un RouterBOARD | Iespiedplates jaunakas paaudzes WiFi6 tehnologijas, ka ar razo$anai nepiecieSamo komponens$u piegazu kedes
2020.g.- 353 milj. marSrutétaju razosana 9 —gala paplasinat produktu portfeli ar jauniem LTE/5G un
produkts platjoslas optisko tiklu atbalsto§iem produktu
modeliem
SIA "OG SENSE" Jauns uznémums, | 4 OG sense tehnologija ir TRL 4-5. 9 - Gala Testet jaunas produkcijas prototipu sadarbiba CFI Finans€juma piesaiste, specialistu apmaciba un
2022.g.- 0 euro Nestrada ar pusvaditaju materialu produkts resursu, iegiit atgriezenisko saiti, optimizgt, tad jaunu tehnologisko iesp&ju attisti$ana.
bazi, bet izmanto §is tehnologijas - sakt izmantot arpakalpojumus. Vélak arT sensoru Sadarbiba un informacijas apmaina starp nozares
litografijas procesi, tirtelpu procesi. optimizacija un jaunu procesu integré$ana procesa. | dalibniekiem Baltijas Iimeni. Pusvaditaju jomas
Strada ar pamatném — wafers. popularizé$ana
Procesi ir tadi pasi ka CMOS
tehnologijas.
SIA "LATVIJAS 2022.g.- 165 milj. | 695 Izstrada digitalos risinajumus 9 - Gala Atfistit inovativu tehnologiju projektus vairakas Straujais energoresursu cenu l&ciens, inflacijas
MOBILAIS TELEFONS" 2021.g.- 159 milj. telekomunikaciju, dronu, produkts (caur | inovaciju vertikalés — transporta sistémas, dronu tempu kapums un geopolitiska situacija
2020.g.- 153 milj. aizsardzibas un sabiedribas piegadatajiem) | vadibas sistémas, pilsétas

Ka redzams, Baltijas valstis primari ir parstaveti 8. un 9. posms, ka iznémumi izcelas SIA "SIDRABE VACUUM", SIA "BALTIC
SCIENTIFIC INSTRUMENTS" un AS "KEPP EU", kuri attista tehnologijas un produkciju pirmajiem vértibu kédes posmiem. Ar1 verts izcelt AS
"ALFA RPAR" un AS "RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS", kuri turpina Latvija radit pusvaditaju dizainu un razot
produkciju, lai gan saskaras ar izteiktu darbaspéka triikumu, kas nepiecieSams, lai mérogotu raZzoSanu. Lai arT infrastruktiira ir novecojusi, salidzinot
ar globalajiem konkurentiem, ta ir pietiekama studentu un inZenieru apmacibai, lai celtu zinaSanu kapacitati.
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1.3. Baltijas pusvaditaju vertibu kédi parstavoso inovaciju & jaunuznémumu izpéte

Lai iegiitu pilnvertigu jaunuznémumu apkopojumu, tiks veikta izp&te vairakos posmos.
Sakotngji tiks izskatiti §1 pétjjuma iepriek$€jos uzdevumos iegiitie rezultati, lai identificétu
jaunuznémumus, kuri tika minéti interviju, interneta resursu un datubazu izpétes, vai anketu
rezultata. Tika apzinati ar1 biznesa inkubatoru un akseleratoru portfeli atrodamie
jaunuznémumi, kuri darbojas Baltija. Notika sazinasanas ar LIAA parstavjiem Baltijas valsts,
lai identificétu papildus potencialos inkubatorus un akseleratorus, vai arT pasus
jaunuznémumus. Tika arT veikta interneta izpete ("Google Advanced Keyword Search", u.c.).

Tika identificéti 6 uzne@mumi, kurus var definét ka jaunuznémumus (SIA "WISEBERG
TECHNOLOGY", SIA "OG SENSE", BPTI RF, UAB (2019), BROLIS DEFENCE GROUP,
BROLIS SENSOR TECHNOLOGY, SKUDO OU (2019)). Viens no izaicindjumiem, ar ko
saskaras jaunuznémumi pusvaditaju joma ir investiciju nepietickamiba: ka uzsvéra Testonica
parstavis intervija, Igaunijas uzn€mumi saskaras ar investoru nevélésanos investet pusvaditaju
nozaré, jo to neparzin, tas prasa augstas investicijas, un ir zinasanu ietilpigs process. Tadel liela
ceriba tiek likta uz augstskolu un pétniecibas kapacitates celSanu, gan jaunu talantu veidoSana
(kritisks punkts investoriem), gan ar1 jaunu tehnologiju izstrade, un finans€juma pieskirSana
Horizon un citos ES grantos/programmas. Igaunijas un Lietuvas veidotajos petijumos par
pusvaditaju nozares attistibu, saistiba ar jaunuznémumu ienaksanu var izsvert $adas stratégijas:

Lietuva

Stratégija un galvenie spélétaji: Lietuva ir koncentr&jusies uz mikroelektronikas un
pusvaditaju tehnologiju attistibu, izmantojot savas stipras puses optoelektronika un lazeru
tehnologijas. Galvenie sp€létaji ietver universitates, pétniecibas institlitus un privatkapitala
uzne€mumus, kas veido konsorcijus, lai gutu piekluvi Eiropas Savienibas Inovaciju un Zinatnes
Centru (ESIC) piedavatajiem resursiem.

Jaunu uzpémumu veidoSana: Lietuva ir pienémusi strat€giju, kas veicina jaunu
pusvaditaju un mikroelektronikas uznémumu izveidi. Tas ietver atbalstu jaunuznp@mumiem,
kuri raZo un projekte pusvaditajus, nodrosinot piekluvi ESIC tiklam, mentoru programmam un
finans€jumam. Lietuva arT uzsvéra nozimi izglitiba un apmaciba, lai sagatavotu kvalific€tus
specialistus $aja nozarg.

Igaunija

Stratégija un galvenie spélétaji: Igaunijas pieeja pusvaditaju nozarei ir vairak
orient€ta uz inovaciju un tehnologiju integraciju esoSajas nozar€s, pieméram, IKT un
elektronika. Galvenie sp€létaji ir tehnologiju uznémumi, jaunuznémumi un izglitibas iestades,
kas veicina inovativu risinajumu izstradi.

Jaunu uznémumu veidoSana: Igaunija uzsvars tiek likts uz tehnologiju un inovaciju
ekosistemas stiprinasanu. Valsts atbalsta startuolus un jaunuznémumus, nodrosinot piekluvi
finans€jumam, mentoru programmam un sadarbibu ar augstskolam un pé&tniecibas centriem.
IpaSa uzmaniba tiek pieversta ari izglitibai un apmacibai, lai veicinatu jaunu talantu attistibu
pusvaditaju un mikroelektronikas joma.

“Lietuvas Pusvaditaju nozares Parskats” [Lietuvos puslaidininkiy Sektoriaus apzvalga”,

Avots: https://mita.lrv.lt/uploads/mita/documents/files/Puslaidininkiu_apzvalga 2022.pdf ]
“Lietuvas Pusvaditaju nozares Parskats” [Lietuvos puslaidininkiy Sektoriaus apzvalga”,

Avots:

https://mita.lrv.It/uploads/mita/documents/files/Puslaidininkiu_apzvalga 2022.pdf |Baltijas

pusvaditaju vertibu k&di parstavoso inovaciju un jaunuznémumu izpéte tika veikta, rezultati

apkopoti tabula 1.10.
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Tabula 1.10 Atlasito Baltijas jaunuznémumu saraksts un apraksts

Valsts Uznémuma Apgrozijums | Darbinieku skaits, Investiciju apjomi un | Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada saistiba ar avoti apraksts, patentu portfelis pusvaditaju virzieni
(registracijas augstskolam vértibu kede
gads)
LV SIA 0€ 7 darbinieki; Eiropas fond Nodrosina pilnu EMS 8 - Iespiedplates | Eiropa; iegiit tieSu sadarbibu ar Nav informacijas
"Wiseberg nodro$ina praksi 3-4 pakalpojumu klastu, sakot no komponentu tirgotajiem vai pat
technology" Cehijas augstskolu prototipa izstradei beidzot ar razotajiem, lai samazinatu
(2022) elektronikas nozares iespiedplasu montazu un izmaksas un uzlabotu kvalitati, ka
studentiem produktu iepakoSanu. art atfistt pasu produktu izstradi
un raZo$anu
LV SIA "OG 0€ 4 darbinieki. Seedbed inkubators, Izstrada optisko gazu sensoru, 9 - Gala Sobrid fokusgjas pabeigt Uznémums izstrada optisko gazu
Sense" (2022) Sadarbojas ar LU EIT Food kas nosaka amonjaka limeni produkts prototipu. V&lak arT sensoru sensoru, kas nosaka amonjaka
Cietvielu fizikas gaisa optimizacija un jaunu procesu limeni gaisa. Unikala tehnologija
institiitu, Rigas integréSana. Iesp&jama sadarbiba ir radusies Latvijas Universitates
Tehnisko ar Tallinas Tehnisko univeristati, Cietvielu fizikas institata
universitati izmantojot Gray-Scale zinatniska projekta rezultata, kura
Elektronikz;s un Lithography ti_ka‘péﬁ‘ts dazadu Poliméru
datorzintnu pielietojums fotonika
institiitu
LT BPTIRF, nav 3 darbinieki; Baltic Eiropas Savienibas Galvenie produkti - platjoslas 4 - Dizains Prototipu izstrade, pilnveide lidz Inovativa zema troks$na
UAB (2019) informacijas, Institute of Fondi Investiciju RF un mm vilnu integralas produktiem pastiprinataja (LNA)
2021.g.-9 Advanced operativa programma shemas un hibrida komponenti. komercializacija, kas balstita uz
504 € Technology (BPTI) 2014-2020; prioritate Kompetence dazadas Eiropas galija arsenida (GaAs)

"P&tniecibas,
eksperimentalas
attistibas un inovacijas
veicinasana"

tehnologijas: CMOS; SiGe
BiCMOS; GaAs/GaN.

tehnologiju, izmantojot
pseidomorfas augstas elektronu
izkliedes tranzistorus (pHEMT) 1
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uz aparatiiru balstitus SifréSanas
pakalpojumus augsta limena
nisas tirgiem, pieméram,
kosmosa, kritiskas
infrastruktiiras un lietu
interneta joma.

Valsts Uznémuma Apgrozijums | Darbinieku skaits, Investiciju apjomi un | Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada saistiba ar avoti apraksts, patentu portfelis pusvaditaju virzieni
(registracijas augstskolam vertibu kede
gads)
LT Brolis 10 459 769 € 2 darbinieki Eiropas Komisija; Pusvaditaju iericu izstrade 5 - Pamatnu Pasaules mérogs Izstradati inovativi risinajumi,
defence LitCapital BROLIS, izmantojot apstrades piem&ram, uz GaSb lazera
group, UAB vismodernako III-V razotne diodém balstiti I joslas
(2019) pusvaditaju izgatavosanas infrasarkano staru pretpasakumu
metodi - molekulara staru kiila lidz (DIRCM) lazeri un pasaulé pirmi
epitaksiju (MBE). SWIR ieroCu noveérosanas sistéma
9 - Gala - S100U
produkts
LT Brolis sensor 369 050 € 56 darbinieki Finansgjuma Izstrada un razo nakamas 8- Pasaules mérogs. Planots Razo pasaulg pirmo ultra-plasa
technology, kampanas - 15 miljoni | paaudzes infrasarkano lazeru Iespiedplates izstradat In-vitro asins OEM un diapazona hibrido GaSb-Si
UAB (2019) €; Eiropas Investiciju sensoru sistémas rokas produktu v1 (2024) un fotonikas integréto lazeru.
banka (EIB) - 7,5 Lidz transdermalu produktu v1 (2025) Izveidoja pasaulé pirmos, uz
miljoni €, Eiropas lézem balgitgs, sensorus, kas
Garantiju fonds (EGF) 9 - Gala realizeti silicija fotonikas
produkts mikroshéma, kura izmérs ir
mazaks par 5 mm?
EE Skudo OU 118270 € 2 darbinieki ESA Eiropas kosmosa | Specializ&jas aparatiira balstitos 3- Eiropa. Uznémuma mérkis ir ar Eiropas Kosmosa agentiira (EKA)
(2019) agentiira, Igaunijas SifreSanas risinajumos, jo Tpasi Intelektualais savu tehnologiju radit revoliiciju ir noslégusi ligumu ar Skudo OU,
Biznesa Inkubatoru izmantojot "viss viena" FPGA Tpasums un kosmosa komunikaciju joma un lai izstradatu uz aparatiiru balstitu
centrs; an ESABIC mikroshémas. Piedava elektroniska 1pasi kiberdrosibas inovaciju end-to-end $ifréSanas un
Alumni padzilindtas kiberdrogibas un dizaina o joma autentifikacijas ris‘iné_jumu _
automatizacija satelitu datu parraidei, kas tiks

parbaudits kosmosa uz OPS-SAT
(LEO satelita)

Analizgjot jaunuzn@mumu sniegumu var secinat, ka Baltijas rajona trukst jaunu sp€létaju pusvaditaju loma. Viens no iemesliem, kuru

mingja Testonica Lab OU intervijas gaita bija investoru nevélésanas investét jaunuznémumos puvaditaju nozarg, liela riska un apjomiga kapitala
del. Papildus tam, tika uzsvérts, ka Igaunijas investori neparzin pusvaditaju vertibu k&des specifiku tik labi, ka informaciju un komunikaciju
tehnologiju nozari, kura Igaunija (bet ar1 pargjas Baltijas valstis) ir vEsturiski bijusi speciga. Ta ka tika identificéti tikai 6 jaunuznémumi, tika
papildus analizéti Baltijas uzn@mumi, kuri darbojas pusvaditaju nozaré€, lai veidotu pilnigu parskatu par §is nozares parstaveétajiem posmiem Latvija,
Lietuva un Igaunija (skat. tabulu 1.11.)
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Tabula 1.11 Atlasito Baltijas uznemumu saraksts un apraksts

Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni
(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede
gads) augstskolam

LV AS "KEPP 225000 € 7 darbinieki; Nacionalais Iekartu izveide, tehnologiju | 1 - Materiali Nakamo 2 gadu laika tiks | Izstrades Krievija sanéma 3 patentus, no

EU" (1970) sadarbiba ar attistibas plans izstrade, inovativu 2 - Kapitala pilnveidoti  dazi  tehnologijas | kuriem viens tika ieklauts 2011. gada
Latvijas 2020, Eiropas materialu ra¥o3ana. Silicija | iekartas elementi un izveidots kristalu | Krievijas Federacijas 100 labako
Universitates | Savienibas tehnologijas - vairak ka 20 audzeSanas iekartas s@rijveida | izgudrojumu saraksta un 2 reizes tika
Cietvielu struktirfondi; autorapliecibas; 3 patenti paraugs, balstoties uz esoSo | prezentéts starptautiskas zinatniskas
fizikas Kohgzijas fonds; Krievija prototipu. konferencgs, t‘_Slf' 2(2 EU PVS,E_C .
institditu Biropas Inovacijas EBZ (Electronl _Beam Zone Ha-mbu_rg: Ieiguta sihcua !(vahtate tika

process) monokristalu 200 un 300 | veiksmigi parbaudita ar Cohralska
Pad.ome‘:s uri MVU mm razoSana. metodi uznémuma Prolog Semicor,
izpildagentiira Ukraina un “Topsil Semiconductor
materials”, Polija, ka ar ar bez tigela
zonas kaus€Sanas metodi “IKZ”, Vacija
un “Topsil Semiconductor materials”,
Danija.

LV SIA "Baltic 4,34 milj. € 73 darbinieki, | ERAF, Latvijas Specializgjas 2 - Kapitala Vacija, Francija, Spanija, | Eksporta un inovacijas balva 2010.
scientific ERAF Investiciju un spektrometriskas analizes iekartas Protugale, Italija, Austrija, | kategorija "Inovativakais produkts"
instruments" projekts ar attistibas agentiira, | ieri¢u izstrade un razoSana, Somija, Belgija, Polija, Zviedrija,

(1994) RTU Nacionalais pamatojoties uz Lielbritanija, ASV, Indija

attistibas plans pusvaditaju un scintilacijas
2020 starojuma detektoriem

LV SIA "Sidrabe 504 183 € 28 darbinieki; | LIAA, ERAF, Projekt€ un razo vakuuma 2 - Kapitala ASV, Niderlande, Taivana, | Nav informacijas
Vacuum" Latvijas Nacionalais parklajumu sistémas un iekartas Japana, Vacija, Koreja, Kanada un
(1991, cietvielu attistibas plans izstrada unikalas plano citur
reorg.2018) fizikas 2020, SOLIDIFY | kartinu tehnologijas

institits,
RTU;
Tallinas
tehnologiju
universitate,
Latvijas
Universitate,
Latvijas
Biomedicinas

pétijumu un
studiju centrs
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Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni
(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede
gads) augstskolam
LV AS "Alfa 3,52 milj. € 152 5 projekti ERAF Projekte un razo 4 — Dizains Taivana, Koreja, Kina, Taizeme, 2021.gada uzsakta inovativu Hi-End
RPAR" darbinieki un Nacionalais mikroelektronikas 5 - Pamatnu Meksika audio pastiprinataju AS401 razosana.
(1959) attistibas plans komponentes un apstrades
2020 ietvaros pieliteojamas clektorniskas | razotne
ierices
LV AS "RD 1,18 milj. € 50 darbinieki Nacionalais HiRel, RadHard un ITAR 4 — Dizains; Latvija, Italija, ASV Uzpémumam izdevies veiksmigi
ALFA attistibas plans brivo analogo Integralo 7 - Gala izstradat un parbaudit aRD124A -
Mikroelektro 2020, Naciondlais | Sheému (IC) projektesana produkts ¢etrkarSo operacionalo pastiprinataju,
nikas attistibas plans un razosana parspgjot ASV razotdju ckvivalentus un
departaments 2027, Eiropas komercindustrijai, aviacijai demonstrgjot IZCIIP starojuma izturibu.
" (2002) Savienibas un aizsardzibai. Sis ,Sasrll?gum& kg ar galdamz-i_ESA
struktiirfondi sertifikacija, sola llel.u kome‘:‘rmal.o
panakumu kosmosa industrijas tirgt
LV SIA "Ubiquiti | 14 milj. € 120 Nav informacijas | Programmatiiras testé$ana 6 - “Back- ASV, pasaule Izveidota profesionala programmatiiras
(Latvia)" darbinieki (Latvija) end”, jeb test€Sanas komanda
(2014) pakartotie
procesi
LV SIA "Fiber 4875947 € 86 Vairaki projekti - Skiedru optisko Ziroskopu 7 - Gala Galvenie tirgi ES, ASV, Kanada Sanemts valsts aizsardzibas uznémuma
Optical darbinieki; Nacionalais raZoSana un sistémas. produkts lidz un Lielbritanija, izvairoties no nosaukums. Saka ar 4 darbiniekiem,
Solution" Komunikacija | attistibas plans 8- tirgiem, kas saistti ar tadam tagad tie ir 86 cilveki. Piegada
(2011) ar Rigas 2020, ERAF Iespiedplates valstim ka Kina un Vjetnama. produktus 20 valstim, sadarbojas ar
Tehnisko Uznémuma meérkis ir izstradat NASA.
Universitati ni$as pusvaditaju tehnologijas,
.. potenciali militaram vajadzibam,
par r-xllaglstru sadarbojoties ar valdibam, lai
studiju SR
| . nodro§inatu tirgus dalu.
praktikantiem
LV AS "SAF 37,26 milj. € 272 Nacionalais mikrovilpu datu parraides 7 - Gala Eiropa, ASV, Afrika, Azija, Raditi vairaki unikali produkti —
Tehnika" darbinieki, attistibas plans iekartu, mérieri¢u un produkts lidz Dienvidamerika u.c. nakamas paaudzes mikrovilnu datu
(1999) sadarbiba ar 2027, ERAF bezvadu sensoru razo$ana 8- parraides platforma Integra, pasaule
LU Iespiedplates mazakais mikrovilnu spektra analizators
Spectrum Compact un signala
generators SG Compact.
LV SIA "SMD 11833049 € 113 LIAA, ERAF Razo augstas tehnologijas 8- Latvija, Lietuva, Polija, Vacija, Nav informacijas
Baltic" (2017) darbinieki, projektu — elektroniskas plates un lespiedplates | Francija, Belgija, Kanada, ASV,
sadarbojas ar investicijas elektroniskos komponentus Afrika
Daugavpils
Tehnologiju
un tirisma
tehnikumu
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Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni
(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede
gads) augstskolam
LV SIA 9365921 € 75 darbinieki Nacionalais mont&tu elektronikas 8- Latvija, Vacija, Zviedrija, Nav informacijas
"Volburg" attistibas plans iespiedplasu (PCB) un Iespiedplates Norvégija, Danija, Somija un
(1996) 2020, ERAF modulu raZo$ana Lielbritanija
LV AS 29 milj. € 500-600 Eiropas Prototip&Sana, 8- Baltija, ES valstis un arpus ES Stratégiskie merki - tuvako 5 gadu laika
"HansaMatrix darbinieki; Investiciju banka indrustrializacija, Iespiedplates (6%) divkar$ot raZzo$anas apjomu.
"(1999) Organize (EIB) ir iespiedshemu montaza, Biznesa efektivitates asociacijas (BEA)
klases Ogres apstiprinajusi 10 plastmasas detalu at%inviba 2017-§ad5 ka efekfivam
Valsts miljonu € spiedliesana, augstas razosanas uznemumam
tehnikuma, ilgtermina precizitates materialu
sadarbiba ar kvazikapitala apstrade, pecpardosanas
RTU finansgjum pakalpojumu remonti.
LV SIA 334 milj. € 354 Nav informacijas Razo MikroTik RouterOS 9 - Gala ASV, Polija, Cehija, Indongzija, Eksporta un inovacijas balva 2022.
"Mikrotikls" darbinieki, programmatiiru un produkts AAE, Italija, Spanija, Vacija u.c. kategorija "Eksporta cempions". 2019.
(1996) mecenati LU, RouterBOARD gada sanéma Pasaules Intelektuala
RTU marsrutétajus Tpasuma organizacijas apbalvojumu par
intelektuala TpaSuma pielietojumu
uznémuma inovativu komercialo
stratégiju atbalstam
LV SIA "Latvijas | 165 milj. € 695 Nav informacijas Nav informacijas 9 - Gala Latvija; attistit inovativu Sanémis Latvijas Drosibas un
mobilais darbinieki; produkts tehnologiju projektus vairakas aizsardzibas industriju federacijas
telefons" sadarbiba ar inovaciju vertikal€s — transporta apbalvojumu divas nominacijas
(1994) Vidzemes sisteémas, dronu vadibas sistémas, par ievérojamiem sasniegumiem —
augstkolu, pilsétas sensorika. nominacija “Pétnieciba” sanemta balva
tehnologisks par LMT f“iMUGS” p.éﬁjuma rezultatu
atbalsts RTU Prezentﬁcuu, kategorl]é “Ekspons” B
o iegiita balva par aizsardzibas inovaciju
zinatkares 5G testa vidi Adazu militaraja baze.
centram.
LT Litalka- 3092272¢€ 116 Nav informacijas Projekte un razo 3- Nav informacijas Nav informacijas
Elektroni, darbinieki elektroniku pazistamiem Intelektualais
UAB (1994) elektronikas iekartu IpaSums un
razotajiem (puteklu sticgji, el-ekFroniské
velas mazgajamas maginas, | 4iZaina L
elektroinstrumenti un citi) Zl.ltomatlzacu
4 - Dizains
LT Lime nav 13 darbinieki; | ACT Venture Specializgjas uz lauka 4 - Dizains Lielbritanija, Eiropa, ASV, Kina "Secure 5G Platform", projekts sanémis
microsystems | informacijas, Vilniaus Capital; 3 piila programméjamo RF IET izcilibas un inovaciju balvu "IET
, UAB (2005) | 2021.g.- 663 Gedimino finans&juma (FPRF) raiduztvérgju, SDR Excellence and Innovation Awards
578 € technikos kampanas platformu un ekosisteémas 2023"
universitetas tehnologiju izstradé

nakamas paaudzes bezvadu
platjoslas sistemam
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Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni

(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede

gads) augstskolam
LT SI FEMTO, 514215€ 18 darbinieki Nav informacijas Specializgjas atrgaitas 4 - Dizains Nav informacijas Nav informacijas

UAB (2008) jaukto signalu, analogo, RF
un digitalo integralo shemu
projektésana un
konsultaciju sniegSana:

LT Vilniaus 6650 562 € 250 Nav informacijas Specializgjas pusvaditaju 6 - “Back- Lietuva, Italija, Skandinavijas nav informacijas

Ventos darbinieki ieridu razo$ana (diodes, end”, jeb valstis, Lielbritanija

puslaidininkia TRIACS, triastori) pakértQtie

i, UAB procesi

(1999)

LT Littelfuse LT, | 53 666 000 € 491 Nav informacijas Razo plasu un inovativu 7 - Gala Littelfuse ir globala kompanija,

UAB (1993) darbinieks drosinataju klastu, ka ar produkts; tirgus - Ziemelamerika, 2019 un 2020.gada sanemta General
dazadus automobilu 9 - Gala Dienvidamerika, Eiropa, Azija Motors piegadataju izcilibas balva
sensoru produktus, produkts
akumulatoru vadibas
ierices un akumulatoru
mini partraucgjus

LT HELLA 69 280 720 € 391darbinieks | Nav informacijas Specializgjas mehanisko 9 - Gala Vicija, Cehija, Niderlande Sanemts apbalvojums "Gada investicija

Lithuania, transportlidzeklu elektrisko | produkts 2018"

UAB (2017) un elektronisko iekartu
razoSana. Uznémuma
produktu portfelis ietver
inovativas apgaismes
sist€émas, augstas
veiktspgjas elektroniku

EE Tallinna 7 465 936 € 86 darbinieki, | ERDF 290904 € Izstrada, razo un piegada 2 - Kapitala Eiropa; Apvienotie Arabu 2022. gada TET Estel ieguva titulu

Elektrotehnik sadarbiba ar (10 granti); ESF dazadas jaudas iekartas Emirati; Kuba, Malaizija, Maroka | "Spécigakais Igaunija" un "Spécigakais

a Tehas vairakam 26289 €(1 parveidotaju iekartas un u.c. 5 gadu laika"

"Estel" AS skolam un grants) jaudas pusvaditajus.

(2000) augstskolam, Portfolio ir vairak neka 200

nodroSina veidu jaudas pusvaditaju
praktiskas ierices

studijas

profesionalu

uzraudziba

(Tallinas

Tehniska

universitate,

Materialu

Tehnologiju

Institats u.c.)
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Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni
(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede
gads) augstskolam
EE Testonica lab | 202 599 € 8 darbinieki, Eiropas Projekt€ un testé dazadus 3- Igaunija Testonica ir ieviesusi Embedded Virtual
oii (2005) Tallinas Regionalas elektronikas produktus, 2 Intelektualais Instrumentation tehnologiju, plasu
Tehnologiju attistibas fonds patenti. TpaSums un IEEE1687 atsauces standartu biblioteku
universitate, (ERAF), 151 elektroniska un pionierisku IC veselibas
Gracas 138.00 € dizaina monitorgSanas tehnologiju
Tehnologiju automatizacij
universitate, Z;_ Dizains
Tventes
Universitate,
Lundas
Universitate,
Hamm-
Lippstadt
Augstskola
EE MAS - 284 880 € 3 darbinieki Nav informacijas Mikroshému izstrade 4 — Dizains Igaunija, Somija Nav informacijas
MICRO lidz 7 - Gala
Analog produkts;
Systems Oy
(1984)
EE Testonica 202599 € 8 darbinieki; ERDF 201 518 € Sniedz PCBA testéSanas 6 - “Back- Igaunija, Danija, Vacija, Izraéla, Izgudrojusi un laidusi tirgi Iegulto
LAB OU Lund (2 granti) un mérisanas end”, jeb Zviedrija Virtualo Instrumentu tehnologiju,
(2005) Universitate pakalpojumus, JTAG pakartotie IEEE1687 etalonu etalonu biblioteku un
(Zviedrija), risingjumus un FPGA procesi novatoris:l‘m IC veselibas uzraudzibas
Tallinas izstrades projektus tehnologiju
Tehnologiska
universitate
(Igaunija),
High School
Hamm-
Lippstadt
(Vacija)
EE Eolane 64958016 € 350 Nav informacijas Specializgjas augstas 8- Igaunija un dazadas pasaules Sanemta EcoVadis sudraba medala
Tallinn darbinieki; kvalitates vidgja apjoma Iespiedplates; | valstis. Zalas energijas attistibas
(1996) sadarbojas ar razo3ana ar 6 SMT linijam, | 9 - Gala Jautajumi, uznémuma ilgtspgja,
vairakam selektivo lodesanu un 2 produkts produktu diversifikacija.
universitatém vilnu lod&$anas linijam Dienvidu tirgus eksporta
palielinaSana
EE Fineltec 2040 000 € 61 darbinieks | EAS 10 000 € Nodrosina Elektronikas 8- Igaunija, Somija, citas ES valstis Sanemta EcoVadis sudraba medala
Baltijas OU Razo8anas Pakalpojumus Iespiedplates;
(1993) (ERP), ietverot liguma 9 - Gala
razoSanu un montazas produkts
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Valsts Uznémuma Apgrozijums Darbinieku Investiciju Produktu/pakalpojumu Vieta Meérka tirgi un attistibas Uznémuma sasniegumi
nosaukums 2022. gada skaits, apjomi un avoti apraksts, patentu pusvaditaju virzieni
(registracijas saistiba ar portfelis vertibu kede
gads) augstskolam
pakalpojumus elektronikai,
elektro-mehanikai un vadu
komplektiem
EE GPV Estonia 190 827 315 € 834 Igaunijas Piedava sarezgitus 8- Igaunija, Kina, ES valstis, Indija, 2010. gada AS Enics Eesti sanéma
AS (2004) darbinieki; uznémgjdarbibas elektronikas, kabelu Iespiedplates; | Singapiira, ASV. Sekot nulles Igaunijas Kvalitates asociacijas ikgadgjo
Srilanka attistibas fonds montazas, mehatronikasun | 9 - Gala oglekla ambicijam un nodrosinat vadibas kvalitates balvu lielo uznémumu
nodroSina 500 €; Igaunijas korpusa saliksanas produkts piegades k&des noturibu kategorija. 2014. gada Igaunijas
izglitibu valsts fonds risinajumus, ieskaitot Izglttibas un pétniccibas ministrija_ .
maznodro$§ina | "Enterprise dizainu un inZenieriju, ka atzina ]_En_lcg EeSt_l ASar gad"‘ apmacibai
to gimenu Estonia" 99 271 € | arf testéSanu draudzigaka uznimuma titulu
bérniem (14 granti)
EE INCAP 31154 405€ 132 Uznémumu Specializgjas plasa 8- Igaunija, ASV, Latvija, Zviedrija, | Uznémgjdarbibas balva 2021. gada
Electronics darbinieki; attistibas fonds elektronikas razo$anas Iespiedplates; | Vacija, §Omija, Lielbritanija, kategorija "Arvalstu Investors".
Estonia OU Bakalaura (EAS), ESF pakalpojumu klasta, 9 - Gala Danija, Sveice Piedalijies kopuznémuma, kura rezultata
(2000) studiju 67 432 € (10 ieskaitot prototip&sanu un produkts tika raditas elektroniskas iekartas, kas
stipendijas granti); ERAF inzenieriju, datoriz&tu tika izr_nant_otaﬁ NASA_ M eness izp.étes
InZenierzinatn | 6835 €; Igaunijas drukato shému montazas karrle_ras, k‘a_arl Velcfr_laj is elektronikas
- . _ . _ . o . izglitibu visa Igaunija
u skola vai uznémgejdarbibas razo$anu, korpusu montazu
programmatiir | attistibas fonds
as izstradeun | 15000 €
programmesa
na
Informacijas
Tehnologiju
skola

Var secinat, ka pastav tematiska plaisa starp industriju un p&tniecibu. P&tnieciba biezi notiek jomas, kuras Latvija nav industrijas

parstavniecibas un otradi - zinatne nenodroSina industrijai nepiecieSamas kompetences un servisus, 1pasi tradicionalo pusvaditaju elektronikas
joma. 1.12. tabula pieejams apkopojums par Baltijas pusvaditaju k&des parstaveétu uznémumu investiciju un produktu/pakalpojumu un inovaciju
sasniegumiem — jaunuznémumi atziméti ar zalu krasu. Ir redzams, ka ir katastrofali zems jaunuznémumu skaits, kas liecina, ka dazadu pétijumu
rezultati ir nepietickami attistiti, tiem ir parak zems TRL (tehniskas gatavibas limenis), lai tos komercializétu. Tas atspogulojas misu tuvako
kaiminvalstu Lietuvas un Igaunijas ievérojami labakas pozicijas inovaciju reitinga, pretstata Latvijas 37. pozicija 132 valstu konkurence (Avots:
Global Innovation Index 2023, https://www.wipo.int/global innovation index/en/2023.
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Tabula 1.12 Baltijas valstu uznemumu parskats

Valsts Uzpémuma Apgrozijums Darbinieku skaits, | Investiciju apjomi un Produktu/pakalpojumu apraksts,
nosaukums 2022. gada saistiba ar avoti patentu portfelis
augstskolam
LV SIA "WISEBERG 0€ 7 darbinieki; Eiropas fondi Nodrosina pilnu EMS pakalpojumu klastu,
TECHNOLOGY" nodrosina praksi 3- sakot no prototipa izstradei beidzot ar
(Jaunuzp@mums) 4 Cehijas iespiedplasu montazu un produktu
augstskolu iepakoSanu.
elektronikas
nozares studentiem
LV SIA "OG SENSE" 0€ 4 darbinieki. Seedbed inkubators, Izstrada optisko gazu sensoru, kas nosaka
(Jaunuzp@mums) Sadarbojas ar LU EIT Food amonjaka limeni gaisa
Cietvielu fizikas
institiitu, Rigas
Tehnisko
universitati,
Elektronikas un
datorzinatnu
institlitu
LV AS "KEPP EU" 225000 € 7 darbinieki; Nacionalais attistibas Iekartu izveide, tehnologiju izstrade,
(1970) sadarbiba ar plans 2020, Eiropas inovativu materialu razoSana. Silicija
Latvijas Savienibas tehnologijas - vairak ka 20 autorapliecibas;
Universitates struktiirfondi; Kohézijas | 3 patenti Krievija
Cietvielu fizikas fonds; Eiropas
institiitu Inovacijas padomes un
MVU izpildagentiira
LV AS "RD ALFA 1,18 milj. € 50 darbinieki Nacionalais attistibas HiRel, RadHard un ITAR brivo analogo
MIKROELEKTRONI plans 2020, Nacionalais | Integralo Shému (IC) projektéSana un
KAS attTstibas plans 2027, razo$ana komercindustrijai, aviacijai un
DEPARTAMENTS" Eiropas Savienibas aizsardzibai.
struktiirfondi
LV AS ALFA RPAR 3,52 milj. € 152 darbinieki 5 projekti ERAF un projekte un razo mikroelektronikas
(1959) Nacionalais attistibas komponentes un pieliteojamas
plans 2020 ietvaros elektorniskas ierices
LV SIA "BALTIC 4,34 milj. € 73 darbinieki, ERAF, Latvijas specializgjas spektrometriskas analizes
SCIENTIFIC ERAF projekts ar Investiciju un attistibas iericu izstrade un razo$ana, pamatojoties uz
INSTRUMENTS" RTU agentiira, Nacionalais pusvaditaju un scintilacijas starojuma
(1994) attistibas plans 2020 detektoriem
LV SIA MIKROTIKLS 334 milj. € 354 darbinieki, Nav informacijas Razo MikroTik RouterOS programmatiru
(1996) mecenati LU, RTU un RouterBOARD marSrutétajus
LV AS 29 milj. € 500-600 darbinieki; | Eiropas Investiciju PrototipeSana, indrustrializacija,
"HANSAMATRIX" Organizg klases banka (EIB) ir iespiedshému montaza, plastmasas detalu
Ogres Valsts apstiprinajusi 10 spiedliesana, augstas precizitates materialu
tehnikuma, miljonu € ilgtermina apstrade, pecpardosanas pakalpojumu
sadarbiba ar RTU kvazikapitala remonti.
finans&jum
LV SIA "UBIQUITI 14 milj. € 120 darbinieki Nav informacijas Programmataras testeSana (Latvija)
(LATVIA)"
LV SIA "LATVIJAS 165 milj. € 695 darbinieki; Nav informacijas Nav informacijas
MOBILAIS sadarbiba ar
TELEFONS"(1994) Vidzemes
augstskolu,
tehnologisks
atbalsts RTU
zinatkares centram.
LV SIA "SMD BALTIC" 11833049 € 113 darbinieki, LIAA, ERAF projektu Razo augstas tehnologijas — elektroniskas
(2017) sadarbojas ar investicijas plates un elektroniskos komponentus
Daugavpils
Tehnologiju un
turisma tehnikumu
LV SIA "SIDRABE 504 183 € 28 darbinieki; LIAA, ERAF, Projekté un razo vakuuma parklajumu
VACUUM" Latvijas cievielu Nacionalais attistibas sistémas un izstrada unikalas plano kartinu
fizikas institiits, plans 2020, SOLIDIFY | tehnologijas
RTU; Tallinas
tehnologiju
universitate,
Latvijas
Universitate,
Latvijas
Biomedicinas
pétijumu un studiju
centrs
LV SIA "Fiber Optical 4875947 € 86 darbinieki; Vairaki projekti - Skiedru optisko Ziroskopu ra¥o§ana un

Solution"

Komunikacija ar
Rigas Tehnisko
Universitati par
magistru studiju
praktikantiem

Nacionalais attistibas
plans 2020, ERAF

sisteémas.
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Valsts Uzpémuma Apgrozijums Darbinieku skaits, | Investiciju apjomi un Produktu/pakalpojumu apraksts,
nosaukums 2022. gada saistiba ar avoti patentu portfelis
augstskolam
LV SIA "VOLBURG" 9365921 € 75 darbinieki Nacionalais attistibas montgtu elektronikas plasu (PCBA) un
plans 2020, ERAF modulu razo§ana
LV AS "SAF TEHNIKA" | 37,26 milj. € 272 darbinieki, Nacionalais attistibas mikrovilpu datu parraides iekartu,
sadarbiba ar LU plans 2027, ERAF mgarieri¢u un bezvadu sensoru razoSana
LT UAB "LIME nav 13 darbinieki; ACT Venture Capital; 3 | Specializ&jas uz lauka programmgjamo RF
MICROSYSTEMS" informacijas, Vilniaus Gedimino pula finans€juma (FPRF) raiduztvérju, SDR platformu un
(2005) 2021.g.- 663 technikos kampanas ekosistémas tehnologiju izstrade nakamas
578 € universitetas paaudzes bezvadu platjoslas sisttmam
LT BPTI RF, UAB nav 3 darbinieki; Baltic | Eiropas Savienibas Galvenie produkti - platjoslas RF un mm
(2019) informacijas, Institute of Fondi Investiciju vilpu integralas shémas un hibrida
(Jaunuzp@mums) 2021.g.-9504 | Advanced operativa programma komponenti. Kompetence dazadas
€ Technology (BPTI) | 2014-2020; prioritate tehnologijas: CMOS; SiGe BiCMOS;
"P&tniecibas, GaAs/GaN.
eksperimentalas
attTstibas un inovacijas
veicinasana"
LT SI FEMTO, UAB 514215 € 18 darbinieki Nav informacijas Specializgjas atrgaitas jaukto signalu,
(2008) analogo, RF un digitalo integralo shemu
projekt&Sana un konsultaciju snieg§ana:
LT BROLIS DEFENCE 10 459 769 € 2 darbinieki Eiropas Komisija; Pusvaditaju iericu izstrade BROLIS,
GROUP (2019) LitCapital izmantojot vismodernako III-V pusvaditaju
(Jaunuzp@mums) izgatavosanas metodi - molekulara staru
kila epitaksiju (MBE).
LT BROLIS SENSOR 369 050 € 56 darbinieki Finans€juma kampanas Izstrada un razo nakamas paaudzes
TECHNOLOGY - 15 miljoni €; Eiropas infrasarkano lazeru sensoru sistémas
(2019) Investiciju banka (EIB)
(Jaunuzp@mums) - 7,5 miljoni €, Eiropas
Garantiju fonds (EGF)
LT VILNIAUS VENTOS | 6 650 562 € 250 darbinieki Nav informacijas Specializgjas pusvaditaju ieri¢u razosana
PUSLAIDININKIAI (diodes, TRIACS, triastori)
(1999)
LT LITTELFUSE LT, 53 666 000 € 491 darbinieks Nav informacijas Razo plasu un inovativu dro§inataju klastu,
UAB (1993) ka arT dazadus automobilu sensoru
produktus, akumulatoru vadibas ierices un
akumulatoru mini partraucgjus
LT UAB HELLA 69 280 720 € 391darbinieks Nav informacijas Specializ&jas mehanisko transportlidzeklu
LITHUANIA (2017) elektrisko un elektronisko iekartu razo$ana.
Uznémuma produktu portfelis ietver
inovativas apgaismes sistémas, augstas
veiktspgjas elektroniku
LT LITALKA- 3092272€ 116 darbinieki Nav informacijas Projekte un razo elektroniku pazistamiem
ELEKTRONI UAB elektronikas iekartu razotajiem (puteklu
(1994) sticgji, velas mazgajamas masinas,
elektroinstrumenti un citi)
EE TALLINNA 7 465 936 € 86 darbinieki, ERDF 290904 € (10 Izstrada, razo un piegada dazadas jaudas
ELEKTROTEHNIK sadarbiba ar granti); ESF 26 289 € (1 | parveidotaju ickartas un jaudas
A TEHAS ESTEL vairakam skolam grants) pusvaditajus. Portfolio ir vairak neka 200
AS (2000) un augstskolam, veidu jaudas pusvaditaju ierices
nodro§ina
praktiskas studijas
profesionalu
uzraudziba
(Tallinas Tehniska
universitate,
Materialu
Tehnologiju
Institiits u.c.)
EE TESTONICA LAB 202599 € 8 darbinieki; Lund ERDF 201 518 € (2 Sniedz PCBA test€$anas un mérisanas
0oU (2005) Universitate granti) pakalpojumus, JTAG risinajumus un
(Zviedrija), FPGA izstrades projektus
Tallinas
Tehnologiska
universitate
(Igaunija), High
School Hamm-
Lippstadt (Vacija)
BB SKUDO OU (2019) 118 270 € 2 darbinieki ESA Eiropas kosmosa Specializgjas aparattira balstitos SifréSanas
(Jaunuzp@mums) agentiira, Igaunijas risindjumos, jo Ipasi izmantojot "viss
Biznesa Inkubatoru viena" FPGA mikroshémas. Piedava
centrs; an ESABIC padzilinatas kiberdrosibas un uz aparatiru
Alumni balstitus SifréSanas pakalpojumus augsta
Iimena niSas tirgiem, pieméram, kosmosa,
kritiskas infrastruktiiras un lietu interneta
joma.
EE EOLANE TALLINN 64958 016 € 350 darbinieki; Nav informacijas Specializgjas augstas kvalitates vidgja
(1996) sadarbojas ar apjoma razo$ana ar 6 SMT linijam,
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Valsts Uzpémuma Apgrozijums Darbinieku skaits, | Investiciju apjomi un Produktu/pakalpojumu apraksts,
nosaukums 2022. gada saistiba ar avoti patentu portfelis
augstskolam
vairakam selektivo lod&sanu un 2 vilpu lodésanas
universitatém linijam
EE FINELTEC 2 040 000 € 61 darbinieks EAS 10 000 € Nodrosina Elektronikas Razo$anas
BALTIJAS OU Pakalpojumus (ERP), ietverot liguma
(1993) razo$anu un montazas pakalpojumus
elektronikai, elektro-mehanikai un vadu
komplektiem
EE GPV ESTONIA AS 190 827 315 € 834 darbinieki; Igaunijas Piedava sarezgitus elektronikas, kabelu
(2004) Srilanka nodrosina uznémgjdarbibas montazas, mehatronikas un korpusa
izglitibu attTstibas fonds 500 €; salik8anas risinajumus, ieskaitot dizainu un
maznodro§inato Igaunijas valsts fonds inZenieriju, ka ar testéSanu
gimenu bérniem "Enterprise Estonia"
99 271 € (14 granti)
EE INCAP 31154405€ 132 darbinieki; Uzn@mumu attistibas Specializ&jas plasa elektronikas razoSanas
ELECTRONICS Bakalaura studiju fonds (EAS), ESF pakalpojumu klasta, ieskaitot prototipe$anu
ESTONIA OU (2000) stipendijas 67 432 € (10 granti); un inZenieriju, datorizeétu drukato shemu
InZenierzinatnu ERAF 6835 €; Igaunijas | montazas razo$anu, korpusu montazu
skola vai uznémgjdarbibas
programmatiiras attTstibas fonds 15000 €
izstrade un
programmgéSana
Informacijas
Tehnologiju skola
EE MAS - MICRO 284 880 € 3 darbinieki Nav informacijas Mikroshému izstrade
ANALOG
SYSTEMS OY
(1980)
EE TESTONICA LAB 202599 € 8 darbinieki, Eiropas Regionalas Projekte un test€ dazadus elektronikas
0oU (2005) Tallinas attistibas fonds (ERAF), | produktus, 2 patenti.
Tehnologiju 151 138.00 €
universitate, Gracas
Tehnologiju
universitate,
Tventes
Universitate,
Lundas
Universitate,
Hamm-Lippstadt
Augstskola

1.

Kopuma var secinat, ka Sobrid lielaka dala Baltijas uznémumu, kuri parstav pusvaditaju
vertibu k&di, darbojas jau ilgstosi (ir dibinati vairak ka 10 gadus atpakal) — tie uzn€mumi, kuri
neparstav 8. un 9. vertibas kézu posmu sadarbojas ar p&tniecibas iestadém tehnologiju attistiba,
bet pieejamas infrastruktiiras un specialistu dél saskaras ar izaicinajumiem konkurét globalaja
tirgli, un méerogot pakalpojumus. TieSi dizaina, materialu izp€tes un fabless (bezrazotnu)
pieejas ir tikuSas piemérotas Baltija. Ir skaidrs, ka nerisinot darbaspeka trikumu,
jaunuznémumiem biis arkartigi griiti ienakt tirgli un mérogot izaugsmi.

1.3.1. Lietuvas un Igaunijas pusvaditaju jaunuznémumu un inovaciju galvenas

problémas un izaicinajumi:

Ta ka petijuma gaita vairakas reizes tika secinats, ka sadarbiba Baltijas regionam valstu
starpa ir liela nozime ilgtermina pusvaditaju nozares strat€giska attistiba, ir svarigi apskatit
kaiminvalstu planus nakamajiem 5-10 gadiem. Lai giitu papildus ieskatus Lietuvas un Igaunijas
jaunuzn€mumu un inovaciju esos$aja situacija, tika apskatiti divi pedgjos 2 gados veikti petijumi:
“Dzilo tehnologiju attistibas alternativas trajektorijas un to ietekme uz Igauniju”
[Stivatehnoloogiate alternatiivsed arengutrajektoorid ja nende tdhendus Eestile), Avots:

https://arenguseire.ee/raportid/suvatehnoloogiate-alternatiivsed-arengutrajektoorid-ja-

nende-tahendus-eestile/ ]

“Lietuvas Pusvaditaju nozares Parskats” [Lietuvos puslaidininkiy Sektoriaus apzvalga”,

Avots:

https://mita.lrv.1t/uploads/mita/documents/files/Puslaidininkiu_apzvalga 2022.pdf ]
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Lietuva

Lietuvas petijuma tiek izceltas vairakas problémas, no kuram izteiktaka ir specialistu
trikums: Tas ietekmé& gan potencialo pusvaditaju ekosistemu izveidi, gan augsto tehnologiju
ripniecibas attistibu Lietuva. Pieméram, tikai apméram 120 studenti gada tiek sagatavoti
fizikas zinatn€s vienigaja Lietuvas universitate, kas ir nepietickami, nemot véra pieprasijumu,
pieméram, Lietuvas lazertehnologiju un optometrikas industrija. Papildus tam, p&tijums uzsver
zemas pievienotas vértibas radoSu produktu 1patsvaru - lielaka dala Lietuvas riipniecibas
neraZzo augstas pievienotas vertibas preces un nav atverta zinatnei, kav&jot inovacijas
pusvaditaju un mikroelektronikas nozar€s. Ir izcelti art izaicinajumi ar intelektuala ipaSuma
parvaldibas jautajumi: ir nepietickama izpratne par patentéSanas procesiem un to nozimi, ka
ar1 nelabvéliga vide privata biznesa un zinatnisko iestazu kopigiem projektiem (birokratija,
iepirkumu procediiru ierobezojumi, un parak liela valsts iestazu kontrole. Vert&jot atbalsta
instrumentu pieejamibu, tiek uzsverts nodoklu atvieglojumu triakums: Lietuva piem&rotas
nodoklu atlaides ir orienttas tikai uz pelnpu nesosu biznesu, nevis p€tnieciba un attistiba un
tadel pieejamiba pusvaditaju jomas jaunuznémumiem un jauniem virzieniem ir ierobezota.
Tiek minéts ar1 realizacijas tirgu trikums: Lietuva nav zindma ka uzticams
mikroelektronikas un Cipu piegadatajs, tadel tai trukst tieSu saiknu ar starptautiskajam cCipu
piegades kédem.

Lietuvas pusvaditaju nozares strat€gija nakamajiem 5-10 gadiem ietver vairakas
galvenas jomas: pétniecibu/akadémiju, valdibas politiku, privato sektoru un riipniecibu.
Stratégija ir uzsveérta nepiecieSamiba veicinat STEM (zinatne, tehnologijas, inzenierzinatne,
matematika) izglitibas interesi, lai sagatavotu kvalific€tus specialistus nozaré. Universitates un
zinatniskie instituti tieck mudinati stiprinat to kompetences un infrastruktiiru pusvaditaju
materialu, to apstrades un optoelektronikas jomas, veicinot inovacijas un augstas pievienotas
vertibas razoSanu.

Valdibas politika ir versta uz nozares ekosisteémas stiprinaSanu, veicinot starpnozaru
sadarbibu, izmantojot valsts atbalsta programmas un veicinot starptautisko sadarbibu. Privatais
sektors tiek mudinats ieguldit inovacijas un sadarboties ar zinatniskajam iestadém, lai kopigi
veicinatu tehnologisko attistibu un starptautisko konkurétspgju.

Industrijas aspekta Lietuva plano izcelties ka pasaules Itmena pusvaditaju MTEP
(materialu tehnologiju un elektronikas priekSmetu) centrs, veicinot fundamentalus zinatniskus
pétijumus un inovacijas pusvaditaju joma. Lietuvas lazertehnologiju sektors varétu spélét
nozimigu lomu, kliistot par galveno pusvaditaju razoSanai nepiecieSamo iekartas piegadataju.
Turklat Lietuva apsver iesp&ju klut par pusvaditaju razotaju, izmantojot dazadus modelus,
tostarp front-end un back-end razoSanu, ka ari bezrazotnu pusvaditaju razoSanas modeli.
Teltonika, tehnologiju uznémums Lietuva, plano lidz 2027. gadam sakt pusvaditaju razosanu,
izmantojot Taivanas tehnologiju. Sis projekts ietver 14 miljonu eiro vértu sadarbibas ligumu ar
Taivanas Industrialo Tehnologiju P&tniecibas Instittitu, ieskaitot 10 miljonu eiro atbalstu no
Taivanas Arlietu ministrijas.

Kopuma Lietuvas pusvaditaju nozares stratégija ir orientéta uz ilgtermina attistibu,
akcentgjot izglitibu, inovacijas, starptautisko sadarbibu un tehnologisko kompetenci, lai
nodroSinatu konkurétsp&ju un progresu $aja strauji augosaja nozaré.

Igaunija
Ka viena no Igaunijas augsto tehnologiju nozares galveno problémam un
izaicinagjumiem tiek mingta — tehnologiju attistiba: globala tendence ir uz miniaturizaciju un
jaudas palielinaSanu, bet pastav fizikali ierobeZojumi, pieméram, siltuma izvadiSana un
procesoru darba uzticamiba, tadel javeicina materialu inovacijas: Jaunie materiali un metodes,
ka arT atvertas arhitekttras, pieméram, RISC-V (atverta standarta instrukciju kopas arhitektura
(ISA), kas balstita uz visparatzitiem samazinatu instrukciju kopu datoru (RISC) principiem.),
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lai paaugstinatu energijas efektivitati un darbibas atrumu. Tiek uzsverts, ka Sobrid Igaunija ir
¢ipu raZosanas iespéju trilkkums: Igaunija Sobrid nav Cipu raZoSanas, un plaSa méroga Cipu
razosanas investicijas tiek uzskatitas par nepamatotam, nemot véra Igaunijas geopolitisko
stavokli un resursu nepieejamibu. P&tijuma ar1 tiek uzsverta nepietickama sadarbiba ar
kaiminvalstim pusvaditaju joma: Igaunija uzsver nepiecieSamibu sadarboties ar
kaiminvalstim, piem&ram, Lietuvu, kur tiek veiktas nozimigas investicijas pusvaditaju
tehnologiju attistiba. Cipu raZo$anas potencials neliela apjoma un specialas risindjumu
razoSana: Igaunijas eksperti uzsver Cipu razoSanas potencialu maza apjoma un specialo
risinajumu razo$ana, nemot véra Igaunijas specigo elektronikas razo$anas nozari.

Igaunijas pusvaditaju nozares strat€gija nakamajiem 5-10 gadiem koncentr&jas uz
pétniecibu, akadeémiju, valdibas politiku, privato sektoru un riipniecibu, un tas galvenais mérkis
ir veicinat inovacijas un tehnologisku attistibu. Strateégija ir ieklauts uzsvérums uz zinatnisko
pétniecibu un tehnologiju attistibu, atbalstot jauninajumus un tehnologisko kompetenci.

Valdibas politika ir versta uz nozares atbalstu un starpnozaru sadarbibu, veicinot
inovativu produktu izstradi un starptautisko sadarbibu. Privatais sektors tieck mudinats investet
inovacijas, attistit jaunas tehnologijas un veicinat sadarbibu ar akadémisko sektoru, lai
nodro$inatu tehnologiju pareju no pétniecibas lidz komercialai realizacijai. Uzsvars tiek likts
arT uz tehnologiskas izglitibas un prasmju attistibu, lai nodrosinatu kvalificétu darbaspeku
nozares vajadzibam.

Igaunijas industrijas strat€gija ietver specialo tehnologiju, pieméram, mikro un
nanoskaitloSanas, attistibu, koncentréjoties uz augstas pievienotas vértibas produktiem un
tehnologijam. Ta ietver ari planus par ilgtsp&jigu un inovativu tehnologiju attistibu, kas atbilst
globalajam tendencém un tirgus prasibam, ka arT nodroSina Igaunijas konkurétsp&ju
starptautiskaja Itmeni.

Igaunija tiek akcenteta mikroshému tehnologijas attistiSana, nevis masveida razosana.
Uzsvars tiek likts uz mazo sé€riju un specializ€tu risindjumu izstradi, izmantojot esosas
tehnologijas un zinasanas. Valdiba un akadémiskas institicijas atbalsta inovacijas un
petniecibu, bet liela méroga mikroshému razosana netiek uzskatita par ekonomiski izdevigu.

1.4. Kopsavilkums un apkopojums: Latvijas pusvaditaju nozares novertéjums

Baltijas regiona pusvaditaju nozares analize atklaj dinamisku un daudzpusigu ainu,
kura katrs vértibu kédes posms izcelas ar unikalam stiprajam un vajajam pusém. ST nodalas
mérkis ir apkopot vispargjas t€mas, kas izriet no petijuma iepriek$¢jo dalu rezultatiem,
akcentgjot Latvijas sp€jas un ar tam saistitas problémas. Latvijas vertibu kédes posmu
izvertejums apkopots tabula 1.13.

Tabula 1.13 Latvijas vértibu kédes posmu izvertéjums

Vertibu kedes

posms

Parskats / Apkopojums

Stipras puses

Vajas puses

1 - Materiali

Latvija ir specializ&jusies uzlabotu
materialu petnieciba, papildinot
globalo pusvaditaju ainavu ar
inovacijam, pieméram, ¢ukstoso
galeriju modu rezonatoriem.

Spéciga zinatniska baze,
pieméram, Rigas Tehniskas
Universitates materialu
zinatne, veicina inovativu
materialu attistibu.

Pareja no laboratorijas méroga
inovacijam uz komercialu
razosanu ir izaicinajums, triikst
liela méroga komercialas
razo$anas iesp&ju.

2 - Kapitala Modernas iekartas, piem&ram, Pieejamiba pasaules klases Nepieciesams stratégiskais

iekartas erbiju dopétas optiskas Skiedras un | iekartam un laboratorijam plans iekartu uzturé$anai un
femtosekunzu frekvencu kemmes, veicina augstas izskirtsp&jas paplasinasanai, trikst vietgjas
liecina par spécigu infrastruktiiru pétijumus un tehnologiju iekartu razoSanas nozares.
pusvaditaju petniecibai. attistibu.

3- Iesp&jama stratégiska izaugsme Lideribas iezimes Igaunija, Pieejamiba un ekspertize

Intelektualais | intelektuala JpaSuma un kas lautu veidot sadarbibu, bet | elektroniska dizaina
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Vergg:ni’(sedes Parskats / Apkopojums Stipras puses Vajas puses
TpaSums un elektroniskas dizaina Latvija triikst Sobrid gan automatizacijas riku
elektroniska automatizacijas jomas, ar petniecibas, gan industrijas izmantoSana ir ierobeZota, kas
dizaina akad@misko institliciju un nozares parstavnieciba. var kavét dizaina efektivitati un
automatizacija | Iideru partneribu. inovaciju.

4 - Dizains "Fabless" jeb bezrazotnu dizaina Dizaina inovacijas ir Dizaina nozares izaugsme ir
pieeja un sensoru izstrades atbalstitas ar specializ€tam ierobezota ar finans€juma un
specializacija ir balstita uz stipram | instittcijam (EDI & MMI) un | atbalsta struktiiru trakumu.
akad@miskam un industrialam augsta ITmena inZenierzinatnes
sadarbibam. prasmém, uznémumiem, kas

koncentrgjas uz sensoru
tehnologiju nisu.

5 - Pamatnu "Pamatnu RaZotnes" Latvija ir Potencials attistit nisu Ieguldijumi un tehnologiskas

apstrades senas tradicijas, jau daudzus gadu pamatnu razo$ana, izmantojot | sp&jas attistit pamatnu razotnes

raZotne desmitus tiek razotas mikrosh€mas | universitasu un instittitu operacijas ir nepietickamas
uz 3" un 4" silicija pamatném, gan petljumus, ka arT esoso regiona.
analogas gan arT integralas shémas. | infrastrukttiru izmantot jauno
Neskatoties uz to, ka, tehnologijas specialistu apmacibai.
ir novecojusas, no fundamentala
viedokla nekas nav mainjies. Sada
pieredze laus atri panakt iekaveto
un veikt modernu raZoSanu.

6 - “Back- Lai gan Sobrid triikst mérogojama P&tniecibas inovacijas var tikt | Regiona sp&ja apstradat

end”, jeb kapacitate, bet pastav nozimiga parnestas uz meérogotiem un visaptverosas back-end

pakartotie petniecibas darbiba ar plasu plasaka klasta procesiem, operacijas ir ierobezota del

procesi sadarbibas loku silicija fotonikas ienemot noteiktu nisu. specializetu iekartu trikuma.
test€Sanas un dizaina joma RTU.

7 - Gala Ir dalgja parstavnieciba ar dazam Augstas kvalitates Ierobezotas razoSanas méroga

produkts iestadem, kas lepojas ar uzlabotam | iespiedplasu (PCB) un darbibas jomas ietekm€ sp&ju
iespiedplasu (PCB) dizaina sp&jam. | komponentu izstrade, ko veic | apmierinat liela méroga tirgus

pétniecibas iestades, pieprastjumu.
pieméram, EDI.

8- Inovativi PCB dizaini, bet Inovativi iespiedplasu (PCB) | lerobeZotas razoSanas sp&jas un

Iespiedplates nepiecieSsama lielaka razoSana un dizaini un materiali, ko péta eksporta iesp&jas mazo apjomu
tirgus pieejamiba. regions, atbalsta nozares dg] ierobezo regiona sp&ju

progresu. konkurét globala meroga.

9 - Gala Spéciga gala produkta attistibas un | Sadarbiba ar originaliekartu Tirgus pieejamibas un eksporta

produkts montazas kompetence, ar razotajiem (OEM) un augstas | sp&ju ierobezojumi ietekmée
originaliekartu razotaja (OEM) kvalitates produkta attistiba sp&ju izplatit produktus globali.
sadarbibas piemériem. norada uz spécigu gala

produkta montazas spgju.

Materialu joma Baltijas regions ir izveidojis savu ni$u uzlabotu materialu p&tnieciba,
So nozari dominé akadémiskas institiicijas, pieméram, Tartu Universitate. Tomér pareja no
laboratorijas méroga inovacijam uz komercialu razoSanu joprojam ir izaicinajums. Ir skaidra
nepiecieSamiba aizpildit So plaisu ar investicijam, kas varétu palielinat razoSanu un veicinat
nozares attistibu un atpazistamibu globalaja pusvaditaju vértibu ke&des tirgt. Kapitala iekartu
pieejamiba ir nozimiga prieksrociba regionam. Miisdienigu un augstas veiktsp&jas iekartu,
pieejamiba, norada uz pamatu infrastruktiirai, kas sp&j atbalstit augstas izSkirtsp&jas p&tniecibu
un jaunako pusvaditaju tehnologiju attistibu. Lai gan regiona ir pieejamas pasaules klases
iekartas, kas veicina augstaka ltmena p&tniecibu, ir identificéta nepiecieSamiba péc strategiska
plana So iekartu uzturéSanai un paplasinasanai, ar ilgtermina skatu uz viet€jas iekartu razoSanas
nozares veicinasanu.

Intelektualais Tpasums un elektroniskas dizaina automatizacija (EDA) ir stratégiskas
izaugsmes jomas Baltijas pusvaditaju sektora. Akadémisko institliciju un nozares lideru
partneriba, kas detalizgti aprakstita uznémumu analizes dokumenta, ilustré regiona potencialu
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intelektuala PpaSuma attistiba. Ipasi jaizcel Kaunas Tehnologiju universitates veiktas iniciativas,
kas izvieto regionu intelektualaja kart€ caur patentiem un intelektuala ipasuma attistibu. Tomér
paliek iezim@ta nepiecieSamiba uzlabot piekluvi intelektualais TpaSuma un elektroniskas
dizaina automatizacijas (EDA) rikiem un ekspertizi to izmantoSana, kas ir izSkiro$i svarigi, lai
veicinatu dizaina efektivitati un inovaciju.

Dizaina spg€jas regiona tiek stiprinatas ar bezrazotnu (pusvaditaju dizains, nododot
razoSanu arpakalpojumam) pieeju, kas saskan ar globalajam tendencém un atspogulo Baltijas
regiona sp&ju pielagoties mainigajai tehnologiju tirgus ainavai. ST pieeja, kas balstita uz stipram
akadémiskam un industrialam sadarbibam, veicina inovacijas un zinasanu parnesi, kas ir
butiski, lai veicinatu tehnologisko progresu. Tomér dizaina nozares izaugsme ir ierobezota ar
ierobezotu finans€jumu un atbalsta strukttiram, kas nav tik attistitas ka vadosajas pusvaditaju
regionos.

Pamatnu apstrades razotnu ("Wafer Foundry") tradicijas ir senas, sakot no 1960ajiem
gadiem, kad Latvijas Universitates pasparné tika dibinata pusvaditaju fizikas laboratorija, kas
velak partapa Cietvielu fizikas institiita. Uz $is zinatniskas bazes pamata tolaik tika izveidota
pusvaditaju mikro€ipu razotne "ALFA", kas veica analogo un ciparu mikroshému razoSanu,
neskatoties uz to, ka §1s tehnologijas ir novecojusas, tomér fundamentalie pamati vél jo projam
ir speka, ko apliecina 31 uznémuma eksistence vél Sodien. Sis fundamentalas zinasanas ir loti
nozimigas, lai atjaunotu Latvijas pusvaditaju industriju augsta liment, specifiskas nozares nisas,
ka arT plasi iesaistit augstakas izglitibas sist€mas aprité. Tas prasa stratégisku planosanu un
koordingtas piiles, lai piesaistitu nepieciesamo finans€jumu un tehnologisko partneribu.

“Back-end”, jeb pakartoto procesu ierobezojumi Baltijas regiona ir pamatojami
neatbilstosa infrastruktiira, kas nelauj test€Sanas un dizaina procesus mérogot apméra, kads
bitu nepiecieSams, tacu pastav nozimiga pétniecibas darbiba, kas varétu novest pie inovativiem
risinajumiem. P&tniecibas inovacijas no akadémiskam iestadém varétu tikt parnestas uz
uzlabotiem back-end procesiem, kas atspogulo regiona sp&ju inovét un pielietot §1s inovacijas
praktiski. Lai gan pé€tniecibas inovacijas ir stipra puse, regiona sp&ja apstradat visaptverosas
back-end operacijas ir ierobezota dé] specializetu iekartu trikuma.

Iespiedplasu (PCB) komponentu gala produkta attistibas fokus€Sana liecina par augstas
precizitates komponentu attistibas potencialu, ar dazam institiicijam, kas lepojas ar uzlabotam
PCB dizaina sp&jam. Augstas kvalitates PCB komponentu izstrade, ko veic petniecibas iestades,
pieméram, EDI, ir Baltijas regiona stipra puse. Tomér regionam ir ierobezotas razoSanas
meéroga un darbibas jomas, kas ietekme sp&ju apmierinat liela meroga tirgus pieprasijumu.

Iespiedplasu (PCB) dizaina joma pétniecibas institlicijas ir izstradajusas inovativus
iespiedplasu (PCB) dizainus, tacu pastav nepiecieSamiba pec lielakas razoSanas un tirgus
pieejamibas. Inovativi PCB dizaini un materiali, ko p&ta regions, atbalsta nozares progresu.
Tomér ierobezotas razoSanas spgjas ierobezo regiona sp&ju konkurét globala meéroga, kas ar1
samazina eksporta iesp€jas — jo globalie lielie spéletaji sagaida sp&ju nodrosinat lielu razoSanas
apjomu, ja vien netiek atrasts niSas produkts.

Gala produkta attistibas un montazas joma regions ir stiprs, ar originaliekartu razotaju
(OEM) sadarbibas piem@riem uznémumu analizé. OEM sadarbiba un augstas kvalitates
produkta attistiba norada uz spécigu gala produkta montazas sp&ju. Tomér tirgus pieejamibas
un eksporta sp&ju ierobezojumi ietekme sp€ju izplatit produktus globali.

Secinot, Baltijas regiona pusvaditaju nozare ir uzkrajusi nozimigu zinatnisko potencialu
un inovaciju pamatu, tom&r saskaras ar izaicinajumiem S0 sasniegumu merogoS$ana un
komercializacija. Lai izmantotu $o potencialu, ir nepiecieSama koordin€ta pieeja, kas ietver
stratégisku planosanu, investicijas un sadarbibu starp akadémisko un industrialo sektoru.
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2. Pusvaditaju nozares globalas tendences (Sekundarais petijums)

Saja pétijuma nodala apkopota informacijas baze par pusvaditaju nozares attistibu
pasaulg, strat€gijam un labakajam praksém. Informacija apkopota, koncentr&joties uz
jaunuznémumu veicinasanu, sadarbibu ar pétniecibas institlicijam un universitatém, ka ari uz
ekosistemas veidoSanu pusvaditaju industrija. Tika veidota gadijumu izpéte (case studies),
tuvak analiz&jot 6 dazadus gadijumus (case studies), kas ilustré dazada veida labako praksi vai
pieredzi pusvaditaju nozares attistiba, apskatot Chips Act iesp&ju izmantoSanu (par pieméru
apskatot Purdue universitates & SkyWater gadijumu), lideribas sasniegSanu (Kardifas
universitate un IQE pls, IMEC, ASML un Lévenas universitate), vietgjas “pusvaditaju silicija
ielejas” izveide (Francija un Vacija), ickavéta atgiSana (Dienvidkoreja).

2.1. Pusvaditaju vertibu kédes globalo tenden¢u apkopojuma analize

Globala pusvaditaju vertibu k&de ir sarezgita, savstarpgji saistita ekosist€éma, kura katra
posma ir tai raksturigi tehniskie izaicinajumi. Sakotngja stadija jeb dizaina, p&tniecibas un
attistibas (R&D) fazé nakas saskarties ar pusvaditaju dizaina izaicinajumiem. InZenieri
saskaras ar sarezgitiem izaicinagjumiem, pieméram, nodrosinat optimalu veiktsp&ju pie zema
energijas patérina un kompakta izméra. So posmu sarezgi Intelektuala ipasuma (IP) tiesibas,
kur nepiecieSamas padzilinatas zinaSanas par licences ligumiem un atlidzibas maksam, lai
sanemtu atlauju integrét IP tiesibu turétaju tehnologijas pusvaditaju dizainos.

RazoSanas posma ir novérojami vairaki tehniskie izaicinajumi. Globalaja pusvaditaju
tikla katra fabrika specializéjas dazadas razoSanas procesu jomas. Nepartrauktas pusvaditaju
tehnologiju attistibas tendences pieprasa pareju uz jaunakajiem razoSanas procesiem.
Razotajiem tas nozimé regularus un nozimigus kapitala ieguldijumus, lai saglabatu
konkur€tsp&ju un efektivitati.

Piegades kéde un logistika, kas ir pusvaditaju vértibu kédes butiskas sastavdalas,
saskaras ar tehniskam griittbam globalas piegades kédes parvaldiba. Izejvielu iegiiSana,
transportéSana, parstrade un krajumu parvaldiba kliist par tehnisku izaicinajumu, it Tpasi nemot
vera geopolitiskus notikumus, tirdzniecibas neparedzamibu, lielo ekonomiku ieksgjas drosibas
intereses. Tehniski risinajumi, pieméram, padzilinata izpéte, piegades kédes optimizacijas
algoritmu izveide un analize, ir biitiski So sarezgljumu parvarésanai.

Testesanas un iepakosanas (Cipu montesana) joma kluist redzama tehniska sarezgitiba.
Stingri parbaudes protokoli, ietverot gan individualas komponentes, gan galaproduktus, rada
nepiecieSamibu pec augstas klases parbaudes metodologijas un kvalitates kontroles sisteémas.
Pusvaditaju iepakosanas tehnologijas atSkiras péc sarezgitibas atkariba no tehniskajam
specifikacijam, Cipu izm&riem un pusvaditaju tehnologiju bazes, ka rezultata Silicija
komponensu iepakosanas tehnologijas ir attistitakas liela apjoma razoSanas apjoma dél. Plasa
pusvaditaju pielietosana daudzas nozares sarezgl transportéSanu uz gala lietotaju tirgiem, jo
katram pusvaditaju veidam sakot no elektronikas precém lidz automobiliem un kosmosa
izpetes iekartam ir dazadas tehniskas prasibas atbilstosi nozarei un regul&josajai likumdosanai.
Tas padara atseviska veida pusvaditaju razotajus jutigus pret dazadiem riskiem, jo
parorientéSanas uz citam apakSnozarém prasa laiku.

Intelektualais ipaSums un licences ir svariga pusvaditaju nozares sastavdala, jo palidz
atrisinat tehniskos sarezgljumus un intelektuala paSuma stridus. To izpratne un ievérosana ir
sarezgita dazadu juridisko struktiiru konteksta. Lai gan tas lauj integrét citu uzpémumu
licencétas tehnologijas savos razosanas procesos, loti augsta juridisko procesu sarezgitiba prasa
ievérojamu laiku un kapacitati, lai Sos jautajumus atrisinatu.

Ar likumdoSanu, starptautiskajiem reguléjumiem un tiesibu aktiem saistitie
izaicinajumi ievie§ tehniskus ierobezojumus, it IpaSi eksporta kontroles un starptautiskas
tirdzniecibas regulaciju konteksta. Atbilstiba eksporta kontroles noteikumiem prasa globalas
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tirdzniecibas dinamikas, eksporta klasifikaciju un stingru tehnisko standartu izpratni. Covid-
19 uzliesmojums un geopolitiska spriedze ir paradijusi, cik viegli ir izjaukt pusvaditaju
piegades k&di. [W. Mohammad, A. Elomri, L. Kerbache, The Global Semiconductor Chip
Shortage: Causes, Implications, and Potential Remedies,IFAC-PapersOnLine, Volume 55,
Issue 10, 2022, Pages 476-483, Avots: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.439. ]

Kopuma, globalajai pusvaditaju veértibu kédei raksturigas sarezgitas tehnologiskas
problémas, kas rada nepiecieSamibu péc nepartrauktam tehnologiskajam inovacijam, plasa
stratégiska redz&juma un detaliz&tas izpratnes pusvaditaju nozaré un globalajos tirgus apstaklos.
Izaicinajumi, ar kuriem nakas saskarties katra posma, izcel tehnisko zinasanu nepiecieSamibu,
lai varétu veiksmigi orient€ties $aja dinamiskaja ekosisteéma.

Turpmak pétijuma apskatitas miisdienu tendences un izaicinajumiem katram posmam,
globali un Eiropas Savienibas limeni. Posmi apskatiti 1. nodalas “Esos$as situacijas analize
Baltijas regiona” 1.1. tabula.

Galvenie uznémumi globalas pusvaditaju ekosistémas konteksta ir redzami 2.1.attela.
[EU Chips Act to boost Europe’s technological prowess and strengthen economy, Avots:
https://think.ing.com/articles/eu-chips-act-to-strengthen-europes-economy/ ]
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Attéls 2.1 Galveno pusvaditaju uznémumu globala karte, 2020.gads

Eiropa izteiktie valstu lideri pusvaditaju joma ir Vacija, Niderlande un Sveice,
fokusgjoties uz integréto iericu razoSanu un aprikojumu (IDM). Lielaka dala no pusvaditaju
razoSana notiek Taivana, Japana, Dievidkoreja un ASV, jo tur §is tehnologijas ir attistijusas
vesturiski un $is valstis var nodrosinat pilnu ekosisttmu no izstrades un razoSanas Iidz
test€Sanai un iepakoSanai. Savukart pusvaditaju razoSanai nepiecieSamo augsti tehnologisko
aprikojumu razo Niderlandeé, ASV un Japana. Atte€la 2.1. var ar redz&t, ka ir daudzi lielie
pusvaditaju razotaji ir bez savam riipnicam jeb "Fabless". Tas lauj samazinat riskus, ka riipnicas
nebis noslogotas un kompanijas cietis zaudgjumus
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2.1.1. Posms 1. Materiali.

Mikroelektroniskajiem materialiem ir izSkiroSa nozime pusvaditaju riipnieciba, kas
kalpo ka elektronisko ieri¢u un integralo shému razo$anas elementi. Sie materiali ir ripigi
izpetiti un atlasiti to specifisko Tpasibu dél, lai nodroSinatu precizu pusvaditaju komponensu
darbibu. 2023. gada materialu un reagentu tirgus sasniedza gandriz 70 miljardi USD, ar
prognozetu izaugsmi Iidz 106 miljardiem 2030. gada [ Electronic Materials And Chemicals
Market Size Report 2023, Avots:  https://www.grandviewresearch.com/industry-
analysis/electronic-materials-and-chemicals-market)]

Galvenie mikroelektroniskie materiali ir:

. Pusvaditaju pamatnes ("Wafers/Substrates" no silicija, gallija arsenida, kvarca, utt.);
. Legéti materiali PN-pareju veido$anai (fosfors, bors, arséns utt.);

. Dielektriki (silicija oksids, silicija nitrids);

. Metali (vars, aluminijs, zelts);

. Organiski/neorganiski fotorezistu materiali;

. IepakoSanas materiali (poliméru Iimes, keramikas vai organiskas iespiedplates, utt.);
. Augstas tiribas reagenti.

Globalas tendences un izaicinajumi. Jau tika paradits, ka nav iesp&jams attistit visus
pusvaditaju vertibu ké€des posmus viena valsti. Jau pirmaja, materialu posma, ir redzama citu
valstu atkariba no noteikta materiala razotaja. Pieméram, 72% no globala fotorezistu materialu
tirgus pieder Japanas kompanijam Skatit 2.2. att€lu. [ The Necessity of Independent
Controllability of the Supply Chain: Enlightenment from Japan’s Semiconductor material
sanctions towards South Korea, Avots:
https://www.globalmarketmonitor.com/report_blog/400761-

The Necessity_of Independent Controllability of the Supply Chain__Enlightenment fro
m_Japan_s_Semiconductor material sanctions_towards_South Korea.html ].
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Attéls 2.2 Fotorezistu (gaismu jutigi materiali) materialu tirgus razotaju dalas.

ST materiala vértiba esot specifiskaja tehnologiska kompetencé. Materialu izveido$ana
tika ieguldits daudz resursu — cilvékresursu, zinasanu, ka ari ieguldijumi iekartds un
infrastrukttira. Japana ir atkariga no izejvielu piegadatajiem, bet §1 joma ir daudzveidigaka ,jo
tirgli ir daudz izejvielu piegadataju. Fotorezistu (gaismu jutigi materiali) piegade ir kritisks
kédes posms, jo 72% no tiem materialiem nak no Japanas. Tatad, dazadu apstaklu del
(piemé&ram, zemestrices) pastav deficita risks.
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Tomeér, mikroelektronisko materialu tirgus joprojam izskatas globali relativi izlidzinats,
salidzinot ar citiem k&des posmiem, ko var aplikot 2.3. attela [Strategies to lead in the
semiconductor world, Avots: https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-
insights/strategies-to-lead-in-the-semiconductor-world].
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Attels 2.3. Pusvaditaju kédes vertibas 9 posmu tirgus geografiskais sadalijums, %

Mikroelektronisko materialu tirgu atspogulo tresa un ceturta kolona, kuras redzams, ka
procentuali lielako tirgus dalu ienem daZzadas pasaules valstis, nevis globali lielakie tirgus
parstavji — ASV, Taivana, Kina utt.

Globalais elektronisko materialu izaicinajums tuvajai nakotnei saistits ar ASV-Kinas
tirgus karu, kura Eiropa ir iesaistita netiesa veida. 2023. gada augusta Kina ieviesa stingru
eksporta kontroli gallija un germanija pardoSanai [China just stopped exporting two minerals
the world’s chipmakers need, Avots: https://www.cnn.com/2023/09/21/economy/china-chip-
material-exports-drop-intl-hnk/index.html ], reag&jot uz ASV ieviesto eksporta kontroli ¢ipu
razo3anas iekartam. Sie divi minerali ir batiski augstas jaudas elektronikas (elektriskie auto un
saules elementu invertori), optoelektronisku komponentu razos$anai (gaismas diodes, lazeri,
fotouztvergji) un citai specifiskai elektronikai.

Papildus minétajam ASV-Kinas pusvaditaju karam, Eiropa pastav ierobezojumi, kas
saistiti ar dazu materialu lietoSanas ekologiskajam sekam. Piem&ram, no 2019. gada pastav
Indija fosfida (InP) lietoSanas limits Iidz 100 kg gada, peéc RoHS direktivas [ROHS Annex II
Dossier for Indium phosphide, Avots:
https://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS Pack 15/Final Results/Indiu
m_phosphide RoHS Dossier v3 final rev.pdf’]. 2019. gada izmantotais InP apjoms bija ~33
kg, bet biznesa attistibas tendences 2028. gada prognoze pieaugumu lidz pat 2000 kg/gada.
Tadgjadi, nostadot izveles prieksa - starp pusvaditaju ekonomikas izaugsmi Eiropa un i vides
aizsardzibu. Tiek izstradatas bistamo vielu efektivakas parstrades metodes, lai nodroSinatu
kompromisu starp abam pusém.
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2.1.2. Posms 2. Kapitala iekartas.

Saja kategorija ietilpst visas iekartas, kas nepiecieSsamas ¢ipu razo$anas procesiem: no
optiska mikroskopa, kas maksa 2-3 tukstosi eiro, 11dz ekstréma ultravioleta starojuma (EUV)
litografijas iekartai, kuras cena sasniedz 330 miljoni eiro (ASML to Ship First High-NA EUV
Tool This Year: $300 Million per Scanner: https://www.tomshardware.com/news/asml-to-
ship-first-high-na-euv-tool-this-year-dollar300-million-per-scanner). Pusvaditaju ekip&uma
globalais tirgus 2022. gada sasniedza 91 miljardus USD, ar prognozetu pieaugumu lidz 150
miljardiem 2028. gada [ Semiconductor Manufacturing Equipment Market, Avots:
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/semiconductor-manufacturing-
equipment-market-263678841.html ]. Galvenie paterétaji tam iekartam ir pusvaditaju razotnes,
jeb fabrikas. Tas ietver sevi gan IDM (integrated device manufacturer) biznesa modela
kompanijas ka Intel, Samsung Electronics, Infineon, kuras nodarbojas ar Cipu izstradi un
razoSanu, gan viena posma (pure-play) kompanijas, vai raZzoSanas pakalpojumu ( foundry), kas
piedava tikai ¢ipu razoSanas pakalpojumus (TSMC, Samsung Semiconductor, Vanguard, utt).
Lielaka dala So iekartu razoSanas uznémumu pieder ASV un Japana bazeétam kompanijam.
ASV tas ir: Applied Materials, KLA, LAM Research, Veeco. Japana tas ir: Nikon, Canon,
Tokyo Electron, SCREEN, Hitachi, ASMPT. Eiropa ar1 iepem ievérojamu tirgus dalu,
pateicoties ASML (Niderlande), EVG (Austrija), ASM (Niderlande), Aixtron (Vacija). ASML
atrodas unikala pozicija — vieniga kompanija pasaul&, kas razo EUV litografijas iekartas prieks
augstas veikstsp&jas (below 5 nm) tranzistoru tehnologijam, kas izmantotas visos miisdienu
viedtalrunos un datu centru serveros.

Covid-19 pandémijas izraisita Cipu deficita d€l, pusvaditaju razotnes uzsaka atru
paplasinasanu, kas loti pozitivi ietekméja iekartu razotaju biznesu. 2021.-2022. gada bija augsts
pieprasijumus péc Cipiem, ko sarezgija piegades k&des problémas . Uzreiz p&c pandémijas
krizes ASV-Kinas spriedze pusvaditaju tirgl pastiprinajas. Ka jau bija minéts, ASV aizliedza
augsta Itmena tehnologiju izmantoSanu Kinas HUAWEI un SMIC kompanijam (tagad
kompaniju saraksts ir ieverojami paplaSinats). Sakotngji tas bija saistits ar advanced node
tehnologijam (5-14 nm), ASML nedrikst&ja pardod EUV litografijas skenerus. Tagad, aizliegto
eksporta iekartu saraksts ir plasaks, ieskaitot legacy node (16-180 nm) razoSanas iekartas no
ASV, Niderlandes un Japanas aprikojuma razotajiem [Tech war: US alliance with Japan,
Netherlands to ban chip equipment exports to China may spur investment in South Korea,
Avots: https://finance.yahoo.com/news/tech-war-us-alliance-japan-
093000636.html?fr=sycsrp_catchall]. Lidz ar to istermina aprikojuma razotajiem bis
ien@mumu kritums, jo Kina ir liels pusvaditaju raZzotnpu daudzums. Pieméram, LAM Research
prognoze 2.5 miljardi USD zaud&jumus, jo tik pat lielu tirgu, ka Kina, atri aizvietot nav viegli
[ Lam Research expects $2.5bn revenue hit from China chip ban, Avots:
https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Lam-Research-expects-2.5bn-
revenue-hit-from-China-chip-ban]. Ilgtermina $ada stratégija sniegtu garantijas aizsardzibas
joma, ka arT tehnologisku prieksrocibu pusvaditaju razotném ASV, Taivana, Dienvidkoreja,
Japana un Eiropa.

Papildus globalais izaicinajums ir saistits ar pieauguSo iekartu sarezgitibu un
nepietiekoso specialistu skaitu, kas vajadzigi iekartu izstradei. Vajadzigi izglitoti specialisti ar
daudz nozaru zinaSanam: mehanikas, materialu, optikas, elektronikas. Globali vairakums skolu
absolventu, kas izv€las augstako izglitibu tehniskas nozarés, dod priekSroku datorzinatném un
programmeésanai. Ta ir svariga pozicija pusvaditaju vertibas kede, bet $1 nozare jau piesatinata
ar darbinieku pieejamibu [The global semiconductor talent shortage, Avots:
https://www?2.deloitte.com/us/en/pages/technology/articles/global-semiconductor-talent-
shortage.html].
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Eiropa redzama spéciga izaugsme pusvaditaju iekartu joma. ASML un citi razotaji cel
iekartu laboratorijas un fabrikas Azija, tuvu pie galvenajiem iekartu patérétajiem. ASML
litografijas skeneriem domingjosa pozicija tirgii prognozéta uz vairakiem gadiem [Can ASML
Holding NV Maintain its Dominant Position?, Avots: https://www.nasdaq.com/articles/can-
asml-holding-nv-maintain-its-dominant-position]. Lai sasniegtu ASV un Japanas iekartu
razotaju apjomus, Eiropas valstim jainveste iekartu izveides specialistu izglitiba. Latvijai ar1
pastav potencials ienakt pusvaditaju iekartu tirgii, sadarbojoties ar tadiem uznémumiem, ka
SIA "Sidrabe Vacuum" un AS "KEPP EU". Siem uznémumiem ir infrastruktiira un pieredze
vakuuma nogulsnéSanas iekartu un silicija krasnu razoSana, nepiecieSamie attistibas projekti
un sadarbiba ar universitatém pusvaditaju joma.

2.1.3. Posms 3. Intelektualais ipaSums un elektroniska dizaina automatizacijas
programmatiira.

Tranzistoru skaits viena mikroshéma sasniedz vairak neka 1 miljardu, tadél dizaina un
fotomasku izkartojuma izveides sarezgitiba pieaug eksponenciali. Elektroniskas projektésanas
automatizacijas (EDA) programmatiira palidz veidot hierarhiju no viena tranzistora lidz pilnam
modulim (piem&ram, SSD atminas klasterim) un viegli orientéties dizaina, lai izveidotu augstas
sarezgitibas skaitloSanas sistémas. Bezrazotnu (AMD, NVIDIA, Qualcomm) un IDM (Intel,
Samsung, Texas Instruments) uznémumi izmanto $adu programmatiru, lai raditu savus
produktus saskana ar pusvaditaju razotnu Process Design Kit (PDK). Uzn€mumi, izmantojot
So programmatiiru, veido ar1 IP blokus, kurus var licencét citiem uznémumiem (pieméram,
RISC-V mobilo procesoru arhitektiira). EDA pakotn@s ietilpst projekteéSana, simulacija, analize
un parbaude, fotomasku izstrade. EDA globalais tirgus sasniedza 11,2 miljardus USD 2023.
gada, un prognoze€ts sasniegt 25.6 miljardus USD lidz 2033. gadam [Electronic Design
Automation Software Market outlook (2023-2033), Avots:
https://www.factmr.com/report/electronic-design-automation-eda-tools-market ]. 2.4 atté€la
paradita iepirkumu tirgus dala pa pasaules regioniem.

8.6%
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(2023 - 2033)
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Attéls 2.4 Elektroniskas projektesanas automatizdacijas iegdades tirgus dalas

EDA izstradataji galvenokart ir ASV uzn€mumi: Synopsys, Cadence Design Systems,
Ansys. Mazaki parstavji no citam vietam ir Zuken (Japana), Altium (Australija), Siemens EDA
(Vacija). Prasibas, lai ieklutu EDA tirgi, ir augstas intelektualas sp&jas: tas prasa lielisku
pusvaditaju sisteémas limena zinasanu un izcilu programmesanas talantu apvienojumu. Tomér,
tam nav nepiecieSama tik darga infrastruktiira ka raZzojoSiem pusvaditaju uzp€mumiem.

Pusvaditaju nozare pastavigi attistas, un to raksturo pastavigi mainigas tehnologijas. Ar
katru attistibas posmu tiek ieviestas jaunas tehnologijas, kas izjauc tirgus lidzsvaru. Mezglu
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izmainas ietekmé mikroshému dizaina sarezgitibu, formas faktoru un IP pamata dizaina
arhitektiru. Rezultata vienkristalshemu sist€mas (SoC) izstradataji saskaras ar tehniskam
problémam, kas saistitas ar iericu integraciju un jaunu projektéSanas metodologiju izstradi. Ta
ka tehnologiju mezgli nepartraukti attistas, to izméri mainas, tadel ir nepiecieSamas izmainas
IP pamata dizaina arhitektira. Lai neatpaliktu no mainigajam tehnologijam, lielaka dala
pusvaditaju uznémumu uzlabo savus elektroniskas dizaina automatizacijas risinajumus, lai tie
atbilstu augos$ajam vajadzibam. ASV un Kinas pusvaditaju kars ietekmé ar1 EDA biznesu. ASV
Riipniecibas un dro§ibas birojs 12. augusta pazinoja par jaunu aizliegumu eksportét uz Kinu
pusvaditaju tehnologijas, tostarp 1pasu EDA programmatiru 3 nm un progresivaku
mikroshému razoSanai [The US bars China from accessing advanced chipmaking EDA
software, Avots: https://technode.com/2022/08/15/the-us-barrs-china-from-accessing-
advanced-chipmaking-eda-software/].

Aizliegta EDA programmatiira gate-all-around tipa lauka efekta tranzistoriem
(GAAFET) ir nakamas paaudzes pusvaditaju tehnologija, kas var palidzét mikroshémam
sasniegt augstaku frekvenci un mazaku energijas pat€rinu. Samsung ir sacis izmantot $o
tehnologiju, savukart Intel un TSMC plano sakto to izmantot nakotng. Tehnologija ir arT atsléga
2 nm mikroshému razo$ana. Aizliegumam Tstermina ir ierobezota ietekme uz Kinu, tacu tas
ierobezos Kinas attistibu progresiva mikroshému razosana. Saskana ar Kinas CCID Consulting
datiem, arvalstu uznémumi 2020. gada iene€ma 77% no EDA tirgus Kina. Tomér viet&jie EDA
pakalpojumu sniedz€ji, pieme&ram, Primarius Technologies, apgalvoja, ka vini ir "izveidojusi
galvenos rikus, kas var atbalstit progresivus procesa mezglus, pieméram, 7 nm, 5 nm un 3 nm",
saskana ar uzp@muma vietni [Primarius Technologies, Avots: https://www.primarius-
tech.com/en.php].

Eiropa galvenais izaicinajums ir uztur€t un attistit Siemens EDA biznesu. Tas saknojas
no Mentor Graphics, ko Siemens iegadajas 2015. gada. Kops ta laika Sim biznesam ir pozitivs
pieaugums, jo Siemens zinoja, ka 2022. gada EDA ienémumi pieauga par 20% salidzinajuma
ar iepriek$eja gada atbilstoSo periodu [Siemens DI software revenue up 14%, again led by EDA,
Avots:  https://schnitgercorp.com/2022/08/11/siemens-di-software-revenue-up-14-again-led-
by-eda/].

2.1.4. Posms 4. Dizains.

Mikroshému izstradatajiem ir 3 visparigi biznesa modeli: IDM, bezrazotnu un viena
posma kompanijas. IDM uznémumi (Intel, Samsung Electronics, Texas Instruments, Infineon,
Micron) veido mikrosh€ému dizainu un razo Cipus pasi savas riipnicas. Bezrazotnu uzn€mumi
(AMD, NVIDIA, Qualcomm, Apple) izstrada mikroshému dizainu, tacu tiem nepieder razotnes
un Cipu razoSana tiek pasitita ka arpakalpojums no viena posma razotném (TSMC, Global
Foundries, UMC, Samsung Foundry, SMIC). Tikai IDM un bezrazotnu uznémumi izstrada
dizainu. Dizainu var iedalit grupas péc lietojuma: logika, atmina, analogais un jauktais signals,
automobilu elektronika, militara un kosmosa, lieljaudas elektronika utt. 2.5. att€la redzams, ka
ASV, esot pionieri pusvaditaju joma, vesturiski dominé€ pusvaditaju dizaina, bet tendence
liecina, ka dominance pakapeniski samazinas par labu Azijas valstim [State of the U.S.
Semiconductor industry, Avots: https://www.semiconductors.org/wp-
content/uploads/2022/11/SIA_State-of-Industry-Report Nov-2022.pdf].
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Attéls 2.5. IDM/Bezrazotnu dizaina tirgus dala pa valstim

Saskana ar DataHorizzon Research datiem, pusvaditaju dizaina tirgus vértiba 2022.
gada tika noverteta 605 miljardu USD apméra, un sagaidams, ka lidz 2032. gadam ta sasniegs
1299 miljardus USD ar CAGR 8,0% [Semiconductor Market Size to Reach USD 1,299.6
Billion by 2032 CAGR: 8.0%. Report By DataHorizzon Research, Avots:
https://finance.yahoo.com/news/semiconductor-market-size-reach-usd-0030001 14.html].

Mikroshémas ir kluvuSas sarezgitakas un ir piecauguSas izstrades izmaksas, Tpasi
attieciba uz mikroshémam, kas izgatavotas uz vadosajiem razosanas mezgliem. Piemé&ram, 65
nm tehnologijas procesa dizaina izstrade 2006. gada izmaksaja 29 miljonus USD, bet 5 nm
procesa dizaina izstrade 2020. gada jau izmaksaja 542 miljonus USD [SIA/BCG report:
the  growing  challenge of  semiconductor  design  leadership, = Avots:
https://www.semiconductors.org/the-growing-challenge-of-semiconductor-design-
leadership/].

Misdienas ASV privatais sektors vairak iegulda dizaina pétnieciba un attistiba neka
jebkura cita regiona privatais sektors, tacu valdibas visa pasaul€ piedava ieveérojamus stimulus,
lai piesaistitu progresivu dizainu. Turklat relativais valsts atbalsta Itmenis p€tniecibai un
attistibai ASV atpaliek no citiem regioniem. Kopgjais pusvaditaju dizaina un pétniecibas un
attistibas patsvars, ko ASV finans€ no valsts ieguldijumiem ir 13%, salidzinot ar vidgji 30%
Kina, Eiropa, Taivana, Japana un Dienvidkoreja. Saskanojot ASV publiskos ieguldijumus
dizaina, pé€tnieciba un attistiba ar starptautiskajiem partneriem, tostarp tieSus stimulus,
piem&ram, nodoklu atlaides progresivam dizainam un pétniecibai un izstradei, ko veic ASV,
palidzes nodrosinat vienlidzigus konkurences apstaklus dizainam ASV salidzinajuma ar citiem
regioniem.

Vispargjs globals izaicinajums ir pusvaditaju dizaina talantu trukums, kas ASV un
Eiropa tiek risinats ar CHIPS Act programmam [The global semiconductor talent shortage,
Avots:  https://www?2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-
telecommunications/us-tmt-global-semiconductor-shortage-pov-v3.pdf]. Ir vérts atzimét, ka
Azijas valstis ar pusvaditdju ekonomiku §1 probléma tika risinata jau ieprieks, subsidgjot
tehniskas universitates un popularizgjot pusvaditaju inzenieru karjeru.

Eiropas dala globala pusvaditaju dizaina tirgt ir tikai 10%, kas ieklauj galvenokart
analogas un automobilu elektronikas razotajus (NXP, STMicroelectronics, Infineon). Lai
uzlabotu So situaciju, jaskatas jaunu pielietojumu virziena. Pasreiz€ja aktualaka pusvaditaju
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dizaina tendence ir maksliga intelekta (Al)mikroshémas. Lielakais uznémums $aja tirgus
nozar€ ir Nvidia [How Nvidia Built a Competitive Moat Around A.l. Chips:
https://www.nytimes.com/2023/08/21/technology/nvidia-ai-chips-gpu.html]. Vairak neka 10
gadu laika Nvidia ir izveidojusi gandriz neatnemamu vadoSo poziciju mikroshému razoSana,
kas spgj veikt sarezgitus Al uzdevumus ka att€lu, sejas un runas atpaziSana, ka ari teksta
generésana tadiem Al rikiem ka ChatGPT. Kadreizgjais nozares jaunpienacgjs, Nvidia, panaca
So domingjoso stavokli, fokusgjoties uz Al Cipu izstradi laikos, kad péc tiem nebija
pieprasijuma un pielagojot mikroshémas galvenas programmatiiras dalas, kas palidz Al
attistibai.

Jensens Huangs, Nvidia lidzdibinatajs un izpilddirektors, kops ta laika ir attistijis un
dazadojis Nvidia biznesu. Lai saglabatu savas Iiderpozicijas, uznémums klientiem piedavaja
pieeju specializétiem datoriem, skaitloSanas pakalpojumiem un citiem vinu izstradatajiem
rikiem. Tas ir parvertis Nvidia par universalu uznémumu, kur ir pieejams pilnigi viss Al
attistibai. Google, Amazon, Meta, IBM un citi ar1 razo Al mikroshémas, tacu Nvidia iekartas
veido vairak neka 70% no pardotajiem Al ¢ipiem un ienem vé&l lielakas pozicijas generativo
maksliga intelekta modelu apmaciba. Sogad Nvidia akcijas pieauga par vairak neka 200%, un
neto ienakumi pieauga par 1259% [NVIDIA Corporation (NVDA), Avots:
https://finance.yahoo.com/quote/NVDA/key-statistics?fr=sycsrp_catchall]. =~ Nvidia tirgus
kapitalizacija parsniedza 1 triljonu USD, kas ir salidzinams ar tadu milzi, ka Apple.

2.1.5. Posms 5. Pamatnu apstrades raZotne.

ST nodala ietver iztirzajumu par vietam, kur mikroshémas tiek izgatavotas: IDM un
viena posma razotnes. ST pusvaditaju vértibu kédes dala prasa vislielakas investicijas:
modernas pusvaditaju riipnicas izveide un uzlabosana maksa no 15 lidz 20 miljardiem USD
[How much does it cost to make a semiconductor fab?,  Avots:
https://www.csfusion.org/semiconductor/how-much-does-it-cost-to-make-a-semiconductor-
fab/]. Pusvaditaju razotnu ekspluatacijas izmaksas (Gidens, elektriba, materiali, iekartu
amortizacija utt.) ir loti augstas, tapec, lai saglabatu pelnu, razotném ir jadarbojas 24 stundas
diennaktt ar slodzi vairak par 70%. Militara un kosmosa elektronikas razosana ir izn€mums, jo
tur izmaksas ir mazak svarigs faktors.

Vésturiski mikroshému razo$ana tika parcelta uz Aziju zemaku izmaksu un tehniskas
izcilibas dgl, kas izriet no Azijas darba kultiiras (skat. att€lu 2.6). Pusvaditaju raZzo$anas tirgus
vertiba 2022. gada bija USD 88.92 miljardi, un tiek prognozeéts, ka tirgus apjoms 2023. gada
sasniegs USD 93.51 miljardu. Tapat tiek prognozets, ka lidz 203 1. gadam tirgus sasniegs vairak
neka USD 161.90 miljardus, pieaugot par 7.10% CAGR [Semiconductor Foundry Market to
Hit  US$ 161.90  Billion By 2031 |  Research  Analysis,  Avots:
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/09/22/2747782/0/en/Semiconductor-
Foundry-Market-to-Hit-US-161-90-Billion-By-2031-Research-Analysis.html].

Saskana ar IDC Semiconductor Manufacturing Services: 2022 Worldwide Foundry
Market: Vendor Ranking and Insight datiem, pasaules pusvaditaju raZotnu tirgus apjoms 2022.
gada pieauga par 27.9%, sasniedzot jaunu rekordaugstu Iimeni, gistot labumu no klientu
ilgtermina ligumiem (LTA), augstakam pusvaditaju razotnu cenam, procesu sarau$anas un
riipnicu paplaSinasanas.

IDC Azijas/Klusa okeana regiona pusvaditaju p&tniecibas nodalas vecakais pétniecibas
vaditajs Galens Zengs apstiprina: "RazoSanas nozarei ir galvena loma pusvaditaju piegades
kede. Visi 10 veiksmigakie pusvaditaju razoSanas uzn€mumi zinoja par iep€mumu pieaugumu
divciparu procentos 2022. gada. Tomér tirgus apstaklu izmainu dé| pasiitijumu parskatiSana
izraisTja strauju jaudas izmantoSanas kritumu pedgjos tris ceturkSnos" Piebilstot, ka tirg
joprojam ir stingrs pieprasijums p&c pusvaditajiem. P&c ¢ipu krajumu samazinasanas turpmaka
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pasiitijumu planoSana paries no negativas uz stabilu un konservativu. Kopa ar maksliga
intelekta uzplaukumu tas 1énam veicinas jaudas izmantoSanas atjaunosanos par 5—10%.

Starp 10 labakajiem pusvaditaju razotnu uzn€mumiem ir TSMC, Samsung Foundry,
UMC, GlobalFoundries, SMIC, HHGrace, PSMC, VIS, Tower, Nexchi. Vadosa pardevéeja
TSMC progresivie procesi turpinaja attistities, ta tirgus dalai pieaugot no 53.1% 2021. gada
lidz 55.5% 2022. gada. Pateicoties nesenajam pakapeniskajam pasiitijumu skaita pieaugumam
3/4/5 nm procesiem, TSMC tirgus dala ir palielinajusies. Sagaidams, ka 2023. gada pieaugs
veél vairak. Turklat Kinas razotaji aktivi attista vésturiskos procesus, 2022. gada palielinot
kopgjo tirgus dalu lidz 8.2%, salidzinot ar 7.4% 2021. gada, papildus to attiecigajam ien€mumu
pieaugumam par vairak neka 30%.

Noveérojumi, kas balstiti uz jaudas noslogojumu, liecina, ka bezrazotnu uznémumi bija
aktivi veidojusi krajumus lidz 2022. gada pirmajam pusgadam, un ilgtermina ligumu
parakstisana vél vairak veicinaja pusvaditaju razotnu cenu stabilitati un jaudas noslodzes Iidz
90% — 100%. Tomer, sakot ar 2022. gada otro pusgadu, piegades k&des darbibas kluva arvien
piesardzigakas, un bezraZotnu uzn€mumi samazinija pasitijumu apjomus [Worldwide
Semiconductor Foundry Market Grew 27.9% YoY in 2022, Projected to Decrease by 6.5%
YoY in 2023 due to Inventory Adjustments, IDC Finds, Avots
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerld=prAP50994023].
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Attéls 2.6. Pusvaditaju razosana péc pasaules regiona

Lidzigi ka ASV, ar1 Eiropa censas palielinat savu dalu mikroshému razosana piegades
k&des stabilitates un drosibas apsvérumu dél. Pieméram, Vacija nodrosinaja finans€jumu un
nodoklu atvieglojumus, lai piesaistitu pusvaditaju razotajus [Billions in German subsidies
secured for Intel and TSMC Fabs, Avots: https://www.tomshardware.com/news/intel-tsmc-
germany-fabs-subsidies]. Vacija ir apsolfjusi 22 miljardu USD stimulus mikroshému
razotajiem, tostarp Intel, TSMC un Wolfspeed, kas piekrita biivet jaunas pusvaditaju razotnes
Saja valsti. Tomér Vacijas 2024. gada federala budZeta apstiprinasana ir aizkavé&jusies
Federalas Konstitucionalas tiesas sprieduma dé&l, kura tika nolemts, ka neizmantoto lidzeklu
pardale no koronavirusa krizes uz Klimata un transformacijas fondu 2022. gada bija
antikonstitucionala. Vacijas valdiba bija planojusi izmantot $o fondu, lai subsidétu mikroshému
razoSanu, ka rezultata tika atlikta budzeta pabeig$ana un apstiprinasana.

Sis tiesas Iémums ir radijis zinamu neskaidribu par finans&jumu. Tomér gan federalas,
gan regionalas valdibas joprojam ir apnémusas atbalstit jauno razotnu izveidi, tap&c tas piekrita
finansét projektus. Sie 1émumi ir loti svarigi viet&jai Eiropas pusvaditaju piegades k&dei.



2.1.6. Posms 6. “Back-end” jeb pakartotie procesi.

Pie 1 posma pieder tehnologiskie procesi, kas ved no gatavas silicija pamatnes (5.
posms) lidz ¢ipam mont&tam korpusa, gatavam lodéSanai uz iespiedplates vai citas pamatnes.
Isuma, tie procesi ir pamatnes grieSana atseviskos Cipos, ¢ipu SkiroSana, ¢ipu savienoSana,
montéSana uz metaliska ramja, mikrokontaktu lodesana, optoelektronikas gadijuma ari
optiskas Skiedras pievienoSana, utt. P&c iepakoSanas notiek testéSana, kas parbauda cipu
kvalitati un atbilstibu specifikacijai, ka ar7 izturibas novertésana pielietoSanas videés (it Tpasi
svarigi automobilu, militariem un kosmosa Cipiem). Visi Sie procesi notiek specializetas
ripnicas, saucamas OSAT (no anglu Outsourced Assembly and Test). Ar OSAT uznémumiem
ligumus galvenokart slédz IDM un bezrazotnu uznémumi, pieméram, Intel, AMD un Nvidia,
un tie veic So uznémumu projektus. Piem&ram, pirms mikrosh€ému nosttiSanas klientiem, Intel
savas pamatnes piegada dazadiem OSAT montaZas un test€Sanas pakalpojumiem.

Vairakums Specializéto riipnicu geografiski atrodas turpat, kur razotnes izgatavo
nokomplektétas silicija pamatnes - Azija. Pamatojoties uz atvieglotu logistiku un zemajam
izmaksam. Lielako OSAT uzpémumu tirgus sadalfjumu var aplukot 2.7. attela [IDC:
Worldwide Semiconductor OSAT Market Grew 5.1% YoY in 2022, Growth Expected in 2024
Due to Accumulated Advanced OSAT Demand, Avots:
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerld=prAP51065123].

6.4% ¥
7.1%

m ASE = Amkor = JCET = TFME = PTl = Top6-10 m Others

Attéls 2.7. Vadoso OSAT tirgus sadalijums, 2022.gads

ASE Grupa (Advanced Semiconductor Engineering, Inc) ir dibinata Taivana, Amkor
(Amkor Technology, Inc.) Dienvidkoreja, JCET Grupa (JCET Group) Kina, PTI (Powertech
Technology Inc.) Taivana. Paredzams, ka OSAT tirgus apjoms pieaugs no 43.36 miljardiem
USD 2023. gada Iidz USD 64.01 miljardam Iidz 2028. gadam, un CAGR (salikta ikgad&ja
piecauguma likme) bus 8,10% [Market Size of OSAT Industry, Avots:
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/osat-market/market-size].

Pusvaditaju nozare ir augusi, un uzmanibas centra ir miniaturizacija un efektivitate, ko
sniedz uzlabotie tehnologiskie procesi (5 nm uz zemak). Sasniegumi un jauninajumi $aja joma
ir tiesi ietekm&jusi visus sekojosus vértibu k&des posmus. Elektronikas tehnologiju, tostarp
maksliga intelekta (Al) un makondatosanas (Cloud computing), straujo attistibu papildina liels
pieprasijums péc iepakotiem Cipiem ar lielu atrumu, zemu energijas pat€rinu un augstu
integraciju. Tadgjadi radot ievérojamus pardosanas apjomus. Tomér ieve€rojamais patérina
elektronikas pieprasijuma kritums un makonpakalpojumu pieprasijuma kritums ir negativi
ietekm@jis OSAT tirgu, izraisot daudzu OSAT riipnicu jaudas noslogojuma samazinasanos
2023. gada pirmaja pusé. Paredzams, ka iepakoSanas tehnologijas, pateicoties sarezgitas
elektronikas attistibai gan plasa patérina elektronikas, gan automobilu sektora, ka ari
pieprasijumam péc krajumu pielagosanas, nakamajos ceturk$nos nodroSinas mérenu OSAT
jaudas noslodzes atjaunoSanos. Turklat pieaugosa sarezgitiba pusvaditaju iepakos$anas un
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test€Sanas procesa, ko izraisa razo$anas tehnologisko procesu attistiba un miniaturizacijas
tendence, joprojam ir viens no galvenajiem izaicinoSajiem faktoriem pétita tirgus izaugsmei.
Turklat galveno pusvaditaju razotaju vertikala integracija iepakoSanas darbibas ir viens no
nozimigakajiem draudiem, ar ko saskaras globalais OSAT tirgus. Péd€jos gados razotnes un
integréto IDM ir sakusi attistit progresivus iepakoSanas tehnologijas ka dalu no savam
pamatkompetencém. Tas nozimé, ka dala no iepakoSanas procesiem tagad notiek uz silicija
pamatnes, pirms ta aiziet no razotnes un tiek griezta atseviskos ¢ipos OSAT uznémuma. Tas
bitiski ietekmé OSAT uzn@mumus, jo daudzi no tiem ir lieli speletaji ar lieliem izdevumiem..
Ja §1 tendence turpinasies, tas var ierobezot OSAT pardeveju dazadibu un kaitét to izaugsmei.
Ta ka OSAT razoSanas un testéSanas iekartas galvenokart esot daudz 1&takas par pusvaditaju
razotnu ekip&jumu, OSAT strada ar mazaku pelnu: 20-25% pret 40-45% pelnu razotnés
[Foundries Versus OSATSs, Avots: https://semiengineering.com/foundries-vs-osats/]. Kopuma
tas dod labakas iesp&jas jaunuznémumiem ienakt OSAT tirgi.

P&c automobilu ¢ipu krizes, Covid-19 pandémijas laika, Eiropa centas piesaistit liclus
OSAT speletajus izveidot riipnicas Eiropa. Pieméram, Amkor OSAT paplaSinasanas Portugale
[Amkor to support European semiconductor ecosystem, Avots
https://siliconsemiconductor.net/article/115609/Amkor to support European_ semiconductor
_ecosystem]. Amkor ir vairak neka 40 gadu pieredze automobilu joma, un tai ir IATF
sertifikacija septinas pasaules valstis.

Pateicoties razotnei Porto (Portugal€), Amkor ir unikala stavokli, lai palidzétu Eiropas
Savienibai tas virziba uz automobilu pusvaditaju regionalizaciju. Amkor ieguldfjumi
Portugales ripnica lauj tai atbalstit viet€jas piegades kédes atrumu. Kamér ES €ipu akts turpina
uznemt apgriezienus, Amkor ir gatavs palidzét ES autobiives nozares lideriem sava 50 000
kvadratmetru plasa IATF 16949 sertificéta Porto objekta. Amkor ir novirzijis sava globala
uzlabota iepakojuma apjomu un izcilibu tiesi vietéja Eiropas piegades kédeé. Amkor klienti, kas
veic uznémeéjdarbibu Eiropa (Infineon (Vacija), Global Foundries (ASV), STMicroelectronics
(Francija/Italija)), izmanto Portugales razotnes sniegtas stratégiskas prieksrocibas.

Eiropa esoSie pusvaditaju uzn@émumi ar1 cenSas veicinat pakalpojumu sniegSanu no
Kinas Eiropai. Piem&ram, Intel plani izveidot OSAT rupnicu Polija [Intel Plans Assembly and
Test Facility in Poland, Avots: https://www.intc.com/news-events/press-
releases/detail/1627/intel-plans-assembly-and-test-facility-in-poland].

Nemot vera plasas zinasanas un pieredzi optoelektronikas testéSana Latvija, Sobrid ir
labi apstakli nacionalo OSAT jaunuznémumu dibinasanai.

2.1.7. Posmi 7-9. Gala produkti

Posmi 7-9 aptver gatavu iepakotu Cipu integraciju elektronikas vertibu k&des gala
produktos: no viedtalruniem lidz lidmaSinam un kosmosa izpétes lidaparatiem. Paredzams, ka
tirgus pieaugs no 1078.3 miljardiem USD 2021. gada lidz USD 1201.1 2023. gada ar CAGR
5,5%. Turpmak, gaidams, ka tirgus sasniegs 1333,2 miljardus USD 2025. gada un 1713,6
miljardus USD 2030. gada.

Paredzams, ka visvairak elektronikas attistibu Iidz 2030.gadam ietekmés $adas nozares:

1. Maksligais intelekts. Pieejami visas datoriz€tas un savienotas sisteémas, maksliga
intelekta personigie asistenti uzlabos un transformés cilvéku dzivi jau tuvaja nakotné.

2. Viedas ierices. Viedas ierices ir viens no ievérojamakajiem elektronisko komponentu
lietojumiem jaunas jomas. Viedas ierices ietver uzlabotus sensorus, mikrokontrolierus
un citus komponentus energoefektivai veiktsp&jai un attalinatai darbibai, piemeram,
viedos ledusskapjus, puteklu siicgjus, gaisa attiritajus, sleédzenes utt.

3. Valkajamas tehnologijas/ierices. Musdienas redzamas viedas valkajamas ierices ir
atkarigas no sensoriem un uzlabotas elektronikas, lai uzraudzitu veselibu, izsekotu
sportoSanu, veiktu zvanus, atbildétu uz e-pastiem un paveiktu daudz ko citu.
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4. Papildinata realitate un virtuala realitate. Papildinatas realitates (AR) un virtualas
realitates (VR) lauks ir v&l viens jauns elektronisko komponentu lietojums, kas maina
veidu, ka mes pateréjam digitalo saturu, spél€jam spéles, rikojam sanaksmes utt.

5. Robotika. Ar katru gadu robotikas sasniegumi klust arvien spécigaki. Faktiski
McDonald's Sogad pat atklaja savu pilniba automatizeto restoranu Teksasa. Tatad visi
sasniegumi robotika ir saistiti ar 1pasi izstradatu elektronisko komponentu viedo
pielietojumu.

6. Medicinas pétijumi. Medicinas nozare klist arvien vairak digitalizéta, mudinot
vajadzibu péc modernakam elektroniskam iekartam. Tatad, visticamak, paradisies jauni
elektroniski komponenti, kas 1pasi sniedz ieguldijumu medicinas nozar€.

7. Digitalas drosibas attistiSana. DroSibas digitalizacija ir v€l viena populara un strauji
augosa joma, tostarp tadi aspekti ka datu privatums, kiberdrosiba un uzlabota fiziska
drosiba. Tapéc arvien lielaka uzmaniba tiks pieversta nepiecieSamibai péc uzlabotiem
elektroniskiem komponentiem, lai izveidotu labi aizsargatas sist€mas.

8. Ilgtspejigas sistemas. Ta ka efektivas un ilgtsp&jigas sist€mas kliist par prioritati,
elektroniskie komponenti turpinas klait efektivaki un patérét mazak energijas. Tuvakaja
nakotné€ var prognozét, ka viena komponente veiks 2-3 komponensu darbu daudz
mazaka izmera un vel efektivak.

Gala produktu vértibu kédes posmiem, tapat ka iepriek$ izskatitajiem vertibu ke&des
posmiem, galvenie izaicinajumi ir piegades k&zu ievainojamiba, geopolitiska situacija un
profesionalu darbinieku trikums. Nenoliedzams izaicinajums visiem posmiem ir ar1 inflacijas
raditie finansialie sarezgTjumi.

2.2. Pasaules vadoso izglitibas/pétniecibas instituitu identificeSana

Lai defin€tu pasaules vadosas izglitibas/petniecibas iestades, tika pétitas:

e Datubazes vai apkopojoSie pétijumi par pusvaditaju nozares labakajam izglitibas
iestadem.  Pieméram, Find the Best Engineering Schools, Avots:
https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools un QS
World University Rankings by Subject 2023: Electrical and Electronic Engineering,
Avots: https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2023/electrical-electronic-engineering.

e Datubazes, majas lapas un apkopojoSie pétijumi par pusvaditaju nozares p&tniecibas
centriem. Piem&ram, no IEEE Spectrum, Avots: https://spectrum.ieee.org/top-100-rd-
spenders vai https://semiengineering.com/

¢ Globalie pusvaditaju konsorciji, alianses, asociacijas. Pieméram, Accelerate Innovation,
Avots: https://www.inemi.org/ un About ESIA, Avots:
https://www.eusemiconductors.eu/esia/about-esia

Pusvaditaju nozares petijumu centri ir organizeti, paklauti un finanséti atskirigos veidos,
tie veic kritiski svarigas funkcijas. P€tniecibas institti ir kritiski pusvaditaju industrijas
attistibai, jo tie veic pamatpé&tniecibu un tehnologisko izstradi, kas ir svariga jaunam inovacijam
un nozares progresam. IMEC Belgija ir viens no vadoSajiem nanoelektronikas p&tniecibas
centriem pasaulg, kas ir veicis nozimigus pétijumus pusvaditaju mérogosanas joma, nodrosSinot
nozimigu ieguldijumu nakotnes tehnologiju attistiba. Fraunhofer Society Vacija ir pazistams
ka lietiskas pétniecibas institiits, kas veic plaSus pétijumus pusvaditaju tehnologiju joma,
palidzot industrijai ar inovativiem risinajumiem un jaunam tehnologijam. Semiconductor
Research Corporation (SRC) ASV ir vél viens svarigs spélétajs, kas veicina sadarbibu starp
akadémisko un industrialo sektoru, nodroSinot svarigu platformu zinasanu un tehnologiju
apmainai pusvaditaju p&tnieciba.

71



Inovaciju un P@tniecibas Atbalsts: Pusvaditaju industrijas attistibai nepiecieSams
stiprs atbalsts inovacijam un pétniecibai. Pieméri no dokumentiem, pieméram, IBM Izpéte,
MIT Linkolna laboratorija un IMEC, parada, ka spéciga p€tniecibas un izstrades baze ir butiska
veiksmigai attistibai. Tas ietver gan finansialu atbalstu, gan resursu pieejamibu jaunu
tehnologiju attistibai.

Starptautiska Sadarbiba: Efektivai pusvaditaju industrijas attistibai ir nepiecieSama
starptautiska sadarbiba. Semiconductor Research Corporation (SRC), ASV veic sadarbibu ar
vairak neka 100 universitatém un 25 uzn€émumiem nodrosSina globalu pétniecibas tiklu.

Finanséjuma Avotu Dazadiba: Veiksmigam organizacijam ir dazadi finanséjuma
avoti, tostarp valsts finanséjums, privatais sektors un starptautiski fondi, nodrosinot stabilu un
ilgtsp&jigu attistibu.

Tehnologiju un Zinasanu Parneses Veicinasana: Tehnologiju un zinasanu parneses
veicinasana starp universitatém, pétniecibas institlicijam un uznémumiem ir svariga, lai jaunie
uznémumi un p&tnieki varétu izmantot esosas zinasanas un tehnologijas inovacijam. Pieméram,
ka IMEC ilgstosi sadarbojas ar ASML. Biezi vien, p€tniecibas centri un miisdienigas razotnes
izvietotas tie$a universitasu tuvuma.

Infrastruktiiras Attistiba: Misdieniga infrastruktiira un resursi ir biitiski pusvaditaju
industrijas attistibai, ka to parada pieméri no IMEC un Fraunhofer.

Petijums ieklauj parskatu par 15 Pasaules vadoSiem pétniecibas instititiem, kuri
darbojas pusvaditaju joma. To apkopojums tabula 2.1.
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Tabula 2.1 Pasaules vadoso pétniecibas instititu apkopojums

Nr. | Nosaukums Valsts, Gada budZets Darbinieku, Apraksts, pakalpojumi Partneri, ievérojami klienti Komentari
‘Web lapa Galvena mitne pétnieku skaits
Izveidots (gads)

1 IBM izpéete ASV Kopgjais IBM 50,1 tikst Pirma starpdisciplinara pusvaditaju IBM (korporacijas dala) Lideriba CHIP akta
https://research.i | Olbanija, pétniecibas un (2022) programma Rapidus (Japana)
bm.com/ Nujorkas Stats attistibas budzets >3000 (2022) Pétniecibas partneriba ar Olbanijas
(1945.g.) 6,6 BILION USD universitati

(2022)

2 MIT Linkolna ASV 1,01 BILION USD 4140 (2022) Pusvaditaju izp&tes un razoSanas iekarta, | Aizsardzibas sektors. Aizsardzibas departamenta
laboratorija Leksingtona, (2022) 1700 (2022) kas atbalsta jaunu ieri¢u projektesanu, federali finanséts p&tniecibas un
https://www.ll.Lmi | Masacuseta izgatavoSanu un iepakoSanu Ievérojami blakusefekti attistibas centrs.
t.edu/about/facili Vairak ka 100 jaunuznémumu
ties/microelectro dazadas nozares.
nics-laboratory
(1951.g.)

3 Semiconductor ASV 76,2 MILION USD Kopgjais skaits | P&tniecibas projekti aparattiras un Konsorcija ir vairak neka divdesmit pieci Kops 1982. gada SRC ir
Research Darema, (2022) 125 (2022) programmatiiras kopprojektésana, uznémumi un valsts agentiiras ar vairak finansgjis vairak neka 2 miljardus
Corporation Ziemelkarolina jaunas arhitektiiras, k&€zu projektesana, neka simts universitatém, kas saskana ar ASV dolaru pétnieciba, izveidojis
(SRC) tranzistoros, atminas, starpsavienojumos | ligumu veic pétfjumus pusvaditaju darbaspéku,
https://www.src.o un materialos sponsorgjot vairak neka 12 000
rg/ absolventu, un pieskiris vairak
(1982.g.) neka 700 patentu

dalibuznémumiem.

4 IMEC Belgija Kop¢gjais Pétijumi nanoelektronikas un digitalo Vairak neka 600 pasaulé vadoSo nozares IMEC izveidojas KU Lévenas
www.imec- Lévena 846 MILION EUR pétnieku skaits tehnologiju joma. Pilnveidotu partneru un globala akadémiska tikla universitaté
int.com (2019) ienémumi no | 5500 (2022) pusvaditaju mérogoSana ekosistéma
(1984.g.) nozarém

5 Fraunhofer Vacija 3,0 BILION EUR 30,8 tikst. Vacijas pétniecibas organizacija ar 76 Pétnieciba un industrialie pasttijumi Pé&tniecibas organizacija, kuras
https://www.frau | Minhene (2022) — publiskais (2022) institlitiem izplatijas visa Vacija, katrs ietvaros ir 76 pétniecibas institlti
nhofer.de/ (galvena finansg&jums koncentr&joties uz dazadam lietiskas visa Vacija (un 5 centri ASV,
(1973.g.) mitne) 2,6 BILION EUR zinatnes jomam viens Singapiira un viens

(2022) — ienémumi Lielbritanija). Lielaka praktisko
no nozarém pétijumu organizacija Eiropa

5.1 | Fraunhofer Drézdene Vairak neka Centrs piedavas pilnu vertibu k&di P&ttjumi elektronikas un
IPMS (fotonisko 500 300 mm mikroelektronika, kas ir fotonikas mikrosisteémas, orient&ti
mikrosistéemu _ priek$noteikums augsto tehnologiju uz praktiskiem pielietojumiem
institiits) apmeram 140 Saksijas progresivas CMOS un pétijumiem nakotnes tehnologijam.

MILION EUR . o N _
__________________________________ e heterointegracijas centrs Tirtelpas (4000 m? 6. un 3.kl.afse (saskana e

5.2 | Fraunhofer Berline proje Vairak neka ar ISO 14644-1) un laboratorijas telpas 300mm pamatnu linija 3D

I1ZM-ASSID 230 vairak neka 80 apstrades un analizes pamatnes limena sistému

instrumentiem

integracijai
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Nr. | Nosaukums Valsts, Gada budZets Darbinieku, Apraksts, pakalpojumi Partneri, ievérojami klienti Komentari
‘Web lapa Galvena mitne pétnieku skaits
Izveidots (gads)

6 CEA- Leti Francija 330 MILION EUR 1900 pétnieku Viena no pasaulé lielakajam Intel, 11 000 m?2 tira telpa
https://www.leti- | Grenoble (2020) (2020) mikroelektronikas un nanotehnologiju Global Foundries, Portfeli 2760 patenti
cea.com/cea- (CEA- Leti lietisko pétfjumu organizacijam. IBM
tech/leti/english finansiali atbalsta u.c.

(1967.g.) valsts finansgjuma
agentiiras)

7 Integrativo Apvienota 29,9 MILION GBP Kopgjais skaits | Apvienot pusvaditaju un progresivu QE, SPTS Technologies, Microchip un 4320 kvm platiba
pusvaditaju Karaliste (34,4 miljoni eiro) 2000 (2023) materialu platformas, lai pétitu un Newport Wafer Fab
materialu centrs Svonsija pétniecibas un Nav pieejams izstradatu jaunas tehnologijas un
(CISM) inovaciju produktus
https://www.cism instruments
-swansea- (pabeigts
semiconductors.c 2022. gada)
o.uk/ Atbalsta Velsas
(2023.g.) valdiba 1,2 BILION

GBP (1,38 BILION
EUR)

8 Sveices Sveice Kopa: Kopa apméram | Jaunu pusvaditaju nanostruktiiru sintéze | CISCO, Logitech, Agilent Technologies EPFL Inovaciju parks ir izveidots
Federalais Lozanna 1,063 BCHF 6000 (2020) un to Ipasibu izpéte ripnieciskai sadarbibai
tehnologiju 1,10 BILION EUR Nav pieejams
institiits Lozanna (2020)

(EPFL)
Pusvaditaju
materialu
laboratorija
https://www.epfl.
ch/labs/Imsc/
(1969.g.)

9 Trento Italija 209,5 MILION Apméram 600 Fotonikas un nanotehnologiju instituta Bosch, Huawei, Airpim Kopigi pétniecibas projekti ar
Universitate Trento EUR (2022) profesoru un (IFN) Trento IFN UOS "Fotonika: ISSP UL
https://www.unit ~30 MILION EUR pétnieku (2022) | materiali, struktiiras un diagnostika"
n.it/en pétniecibas budzets pieder Nacionalajai p&tniecibas padomei
(1962.g.) (2022) (CNR).

10 | Trojas Francija 13,6 MILION EUR | Kopa 360 Pétijumi; Elektronu un fotonu Nav pieejams Kopigi pétniecibas projekti ar
Tehnologiju Troyes (2019) 183 doktoranti ieslodzijuma kombinacija miisdienu ISSP UL
universitate (2019) fotoni kajos komponentos
https://recherche
utt.fr/

(1994.2.)

11 | EuroNanoLab Francija Nav pieejams Nav pieejams; Jauna izklied@ta pétniecibas Partnerorganizacijas ASV, Japana, ISSP UL ir dala no EuroNanoLab

https://euronanol | Parize asociacija, kas infrastruktiira, kas sastav no vairak neka | Australija tikla

ab.eu/
(2018.g.)

parstav (2023):
14 valstis

15 mezgli

44 Tirtelpas

40 musdienigiem akadémiskiem
nenorazo$anas centriem visa Eiropa
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https://www.itri.
org.tw/english/
(1973.g.)

Nr. | Nosaukums Valsts, Gada budZets Darbinieku, Apraksts, pakalpojumi Partneri, ievérojami klienti Komentari
‘Web lapa Galvena mitne pétnieku skaits
Izveidots (gads)

12 | Savienojumu Apvienota ~500 MILION GBP | specializétais Izstradat inovativas jaunas materialu IQE plc Ambicijas pozicionét Kardifu par
pusvaditaju Karaliste (575 MILION personals 75 tehnologijas, kas laus izmantot plasu Kardifas universitate Apvienotas Karalistes un Eiropas
institiits Kardifa EUR) sakotngjais (2020) jaunu un toposu pielietojumu klastu lideri savienojumu pusvaditaju
https://www.card partneru razo$ana
iff.ac.uk/institute ieguldijums
-compound-
semiconductors
(2015.g.)

13 | Korejas zinatnes | Dienvidkoreja | 878 MILION USD 220 macibspeki | Izglitiba balstiti pusvaditaju Samsung Semiconductors departaments Pasreiz tiek veidots KAIST
un tehnologiju Daejeon (2021) un 350 studenti | pakalpojumi; pétijumi dazadas sadarbiba ar Samsung Electronics pusvaditaju pétniecibas un
institiits (KAIST) un pétnieki progresivas jomas kvalificéta darbaspéka attistibai attistibas centrs
https://www.kais (2021)
t.ac.kr/en/

(1971.g.)

14 | Kinas Zinatnu Kina Nav pieejams 680 darbinieki integrétas pétniecibas programmas, Nav pieejams ~ ir nodibinajis aptuveni 10
akadémijas Pekina 500 pétnieki pusvaditaju fizika, materiali un ierices augsto tehnologiju uznémumus
(CAS) (2022) lidz sistému integracijai
Pusvaditaju
institats (I0S)
http://english.se
mi.cas.cn/

(1960.g.)

15 | Riipniecisko Taivana 630 MILION USD Darbinieki, Kopigs pétijums TSMC ir ciesa saikne ar ITRI ITRI atverta laboratorija un
tehnologiju Dzuduna (2022) kopa 6000 Tehnologiju parnese inkubators ir veicinajusi jaunu
pétniecibas (2022) nozares un jaunuznémumu
institiits (ITRI) Filiales ASV, Eiropa un Japana izveidi, tostarp UMC un TSMC.

Pétniecibas institiitiem (jeb dazos gadijumos - centriem) ir kritiska nozime zina$anu un pieredzes radiSana un uzkrasana. Seit top
eksperimentalas iestrades, kuras veiksmes gadijumos tiek mérogotas razoSanas procesam. Savukart universitaSu studenti un doktoranti iegiist
vertigu praktisku pieredzi. P&tniecibas institlitu (centru) tuvums izglitibas procesam ir pieaugosi nozimigs.
Dazi piem@ri no savstarp&jam attiectbam p&tniecibai ar universitatém un industriju apskatita Biznesa situacijas (Case studies).

Universitates ir pusvaditaju industriju veidojoSais sp&ks, sniedzot pamatu inovacijam un tehnologiskajam progresam. Piemé&ram,
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ir pazistams ar savu materialzinatnes un inZenierzinatnu katedru, kas ir izstradajusi vairakus
zinojumus par ASV lideribu mikroelektronika, akcentgjot $1s nozares strat€gisko nozimi nacionalaja ekonomika. Turklat University of California,
Berkeley, ir izcelas ar saviem pétjjumiem nanotehnologiju un mikroelektronikas jomas, nodro§inot jaunas zinasanas un tehnologiju risinajumus
industrijai.
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Purdji universitate, lai varetu talak attistit savas lidera pozicijas inZeniertehnisko darbinieku un specialistu sagatavoSana, izveido cieSas
saiknes ar razojoSiem uznémumiem, razotni izveidojot universitates ciematina teritorija.

Universitates ir cieSi saistitas ar pétniecibas centriem, kuri dazreiz atrodas universitasu pasparné vai ar1 izveidojusies ka spin-off (pieméram,
IMEC no KU Lévenas universitate).

P&tfjuma analiz&ta informacija par pasaules universitateém, kuram ir bitiska loma pusvaditaju nozaré. Apkopojums tabula 2.2.

Tabula 2.2 Pasaules vadoso universitasu apkopojums

Nr. | Nosaukums Valsts Reitings Finanséjums/ Studentu, Ar pusvaditaju Komentari
Majas lapa QS budzets (gads) akad.personala mikroshémam nodarbojas
Dibinata (gads) (2024) skaits (gads) (struktiirvieniba)

1 Masacusetas Tehnologiju institats (MIT) | ASV #1 23,5 Bilion USD 11 856 (2023) Materialzinatnes un Sagatavoja zinojumu “ASV lideribas
https:/www.mit.edu/ Kembridza, (2023) 1069 (2022) inzenierzinatnu katedra parapliecinasana mikroelektronika”
(1861.g.) Masaciiseta

2 Kalifornijas Tehnologiju institiits ASV #15 4,6 Bilion 2397 (2022) Luisa pétniecibas grupa Pé&tijumi fotoniskas mikroshému joma
(Caltech) Pasadena, USD (2021) 300 (2016)
https://www.caltech.edu/ Kalifornija
(1891.g.)

3 Purdja universitate ASV #99 2,5 Bilion 52211 (2023) Pirma starpdisciplinara Partneriba ar SkyWater Technologies,
https://www.purdue.edu/ Rietumu Lafajeta, USD (2021) 2000 (2022) pusvaditaju gradu lai izveidotu 1,8 BILION USD
(1869) Indiana programma razotni universitates pilsétina;

Sadarbiba ar TSMC

4 Kembridzas Universitate Apvienota #2 9,3 Bilion GBP 24 450 (2020) Pusvaditaju fizikas grupa Piedalas IfM Engage konsorcija,
https://www.cam.ac.uk/ Karaliste 10,7 Bilion EUR 6170 (2020) Apvienotas Karalistes valdibas
(~1209.g.) Kembridza (2022. g. orient&josi) iniciativa pusvaditaju joma

5 Kardifas universitate Apvienota #154 604,2 Milion GBP 33 985 (2022) Salikto pusvaditaju institiits Salikto pusvaditaju specialisti
https://www.cardiff.ac.uk/ Karaliste 696,2 Milion EUR 3400 (2022)

(1883.2) Kardifa (2021-22)

6 Delftas Tehnologiju universitate Niderlande #47 893,7 Milion EUR 27079 (2022) Mikroelektronikas katedra Sadarbiba ar ARCNL un ASML
https://www.tudelft.nl/en/ Delfta (2022) 2527 (2022)

(1842.g)

7 KU Leévenas universitate Belgija #61 1,1 Bilion EUR 65200 (2022) Pusvaditaju ierices IMEC tika izveidots KU Leuven
https://www.kuleuven.be/ Lévena (2019) 1903 (2022) (lekcija/vingrinajumi) (1984.gada)
(1425.g)

8 Karlsriies Tehnologiju institits Vacija #119 1,13 Bilion EUR 22 373 (2022) Nanoelektronisko sistemu Sadarbiba ar Intel
https://www.Kkit.edu/english/ Karlrte (2022) 6106 (2022) institiits
(2009.g.)

9 TU Dreézdene Vacija #246 828,0 Milion EUR 32.4.(2019) Pusvaditaju un mikrosistému | Sadarbojas ar Fraunhofer (jauns
https://tu-dresden.de/ Drézdene (2021) 5751 (2019) institiits pétniecibas centrs Drézdeng)
(1828.g.)
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Nr. | Nosaukums Valsts Reitings Finanséjums/ Studentu, Ar pusvaditaju Komentari
Majas lapa QS budzets (gads) akad.personala mikroshémam nodarbojas
Dibinata (gads) (2024) skaits (gads) (struktiirvieniba)

10 Grenobles Alpu universitate (UGA) Francija #294 450 Milion EUR 60 000 (2020) UE Pilnveidotas pusvaditaju Sadarbiba ar STMicroelectronics
https://formations.univ-grenoble- Grenoble (2020) 3000 (2020) ierices
alpes.fr/en/index.html
(1339.2)

11 ETH Federalais tehnologiju institiits Sveice #7 1,9 Bilion CHF 24 534 (2021) Dazadas struktrvvienibas, Dazadas rupnieciskas partneribas,
Cirihe Cirihe (2,0 Bilion EUR) 6612 (2021) pieméram, pieméram, ABB
https://ethz.ch/en.html (2021) Mikroelektronikas dizaina
(1842.g) centrs, Integréto sistemu

laboratorija

12 KTH Karaliskais tehnologiju institats Zviedrija #73 5,4 Bilion SEK 13 500 (2019) Fotonikas vieniba, vaks ari Electrum Lab struktiira (dala no
https://www.kth.se/en Stokholma (Kista ) 470 Milion EUR 950 (2019) Pusvaditaji myfab tikla)
(1827.g) (2020)

13 Pekinas Tehnologiju institats Kina #340 Nav informacijas 26 959 (2022) Integréto shému zinatnes un Kopiga skolu un uznémumu
https://english.bit.edu.cn/ Pekina 3078 (2022) inzenierijas (ICSE) disciplina | apmacibas programma ar Kinas
(1940.g) nozares lideriem

14 Taivanas Nacionala universitate (NTU) Taivana #69 16 961 Milion NTD | 32974 (2021) Elektronikas inzenierzinatnu Starptautiska pusvaditaju programma
https://www.ntu.edu.tw/english/ Taipeja (537 Milion USD) 2029 (2021) institiits (GIEE)

(1928.2) (2021)

15 Seulas Nacionala universitate (SNU) Dienvidkoreja #41 1474 Bilion KRW 28 264 (2022) Elektrotehnikas un Sadarbiba ar Samsung;
https://en.snu.ac.kr/index.html Seula 1.12 BILION USD 2278 (2022) datortehnikas katedra Starpuniversitasu pusvaditaju
(1946.g) (2022) pétniecibas centrs

16 Tokijas Universitate Japana #28 280 Bilion JPY 28 133 (2022) Lietiskas elektronikas Sadarbiba ar TSMC (Taivana) kop$
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html Tokija 2,54 Bilion 3937 (2022) katedra, citas 2021. gada
(1877.g.) USD (2021) struktiirvienibas

Vairumam saraksta min€tam universitateém ir ilgstoSas saiknes ar uzn€mumiem un pétniecibas centriem, kas ir viens no veiksmigas
darboSanas pamatnoteikumiem. Lai apkopojums ietvertu maksimali objektivu izvértejumu, apkopojuma ietvertas ari izglitibas joma darbojosas
senas universitates ar gadsimtiem ilgam tradicijam, gan iepriekseja gadsimta dibinatas.
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2.3. Pasaules vadoSo uznémumu identificeSana

Uznémumu loma pusvaditaju industrija ir nenoliedzami svariga, jo tie nodroSina
inovaciju un tehnologisko attistibu praktisku realizaciju. Samsung Electronics, ka globals
elektronikas un pusvaditaju razoSanas Iideris, ir paradijis savu sp&ju ne tikai inovet, bet ari
veiksmigi ieviest jaunas tehnologijas tirgli. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
(TSMC) ir vel viens svarigs spélétajs, kas ka pasaules lielakais neatkarigais pusvaditaju
ligumrazotajs ir bitiski ietekméjis nozares attistibu un globalo pusvaditaju piegades kédi.

Nozimigas funkcijas pusvaditaju nozares attistiba ir:

Sadarbibas Veicina$ana: Sadarbiba starp uznp€émumiem un akadémiskajam iestadém
ir svariga. Pieméram, IMEC un KU L&évenas universitates gadijuma $ada sadarbiba ir nesis
labumu gan zinatniskas izpétes, gan komercialas izstrades zina. Sadarbiba veicina zinaSanu un
tehnologiju parnesi.

Ekosistemas VeidoSana: Lai veicinatu jaunuznémumu izaugsmi un inovaciju, ir
javeido atbalstoSa ekosisttma. Pieméri no dokumentiem, pieméram, ITRI Taivana, ir
veicindjusi jaunu nozaru un jaunuzp€mumu izveidi, izmantojot atvértas laboratorijas un
inkubatorus.

Veicot petijumu tika identificeti pasaules vadosie un/vai nozimigie uznémumi katra no
pusvaditaju  vertibas kédes posmiem Iidz gala paterétdja posmam  atbilstosi
McKinsey&Company pusvaditaju vertibu kédes aprakstam. Nemta veéra katra vertibu kédes
posma specifika un dazadi aspekti, pieméram, dizaina izstrades uznémumi var gan pasi razot
mikroshémas, vai arT razoSanu péc liguma nodot citam uznpémumam; pamatnes apstrades
razotnes izgatavo vai nu sava dizaina mikrosh&mas vai ari to dara ka ligumrazoSanu.

Japiezimé, ka uznémumi no dazadiem vértibu k&des posmiem ir loti atskirigi gan péc
apjoma, uzbiives un darbibas veida. Dazos posmos ir redzama jaunuznémumu klatbtitne, kamér
tradicionalos doming lieli un seni uzn€mumi.

Pastav netipiski uznémumi, kuri darbojas vairakos veértibu kédes posmos, pieméram,
lielakie mikroshému razotaji ir iesaistiti gan dizaina, raZzoSana un test€Sana/iepakoSana.
Petijumam noderigak bija skatit specializeétus uznémumus. Tika identificeti 29, kuri parstav
dazadas geografijas un kuru pieredze un iniciativas ir svarigi pétijjumam kopuma. Uznémumu
apraksti ar papildus informaciju ir apkopoti §1 petjjuma 2.3. tabula.
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Tabula 2.3 Pasaules vadoso uznemumu apkopojums

Nr | Nosaukums; AtraSanas Vertibu kédes posms; | Apgrozijums Darbinieku Apraksts Komentari
Majas lapa; vietas valsts, Jaunuznémums Pamatdarbibas pelna skaits
Dibinats (gads) galvena mitne (Ir/Nav)

1 Korporacija Japana 1 (materiali) 441,0 BILION JPY 9189 (2022) Razo silicija pamatnes un piegada Mitsubishi Materials Corporation un
SUMCO:; Tokija Razo silicija pamatnes | 2,97 BILION USDS pusvaditaju razotajiem visa pasaulé Sumitomo Metal Industries
https://www.sumcos (2. pasaulg); (2022) kopuznémums (1999)
i.com/english/ ; 109,6 BILION JPY
(1999.g.) nayv jaunuznémums 0,74 BILION USD

(2022)

2 Siltronic AG; Vacija 1 (materiali) 1,8 BILION EUR (2022) | 4117 (2021) Hipertira silicija pamatnu razotajs, miisdienu | GlobalWafers (Taivana) So uznémumu
https://www.siltroni | Minhene Razo hipertiras silicija | 615,4 MILION EUR mikro- un nanotehnologiju pamata neizdevas parnemt, regulators
c.com/en/ ; pamatnes(viens no 10 (2022) neapstiprinaja darjjumu
(1968.g.) vadosajiem

globalajiem
uznémumiem);
nav jaunuznémums

3 ASML; Niderlande 2 (kapitala iekartas) 21,2 Bilion EUR (2022) 39 086 (2022) | Specializgjas tadu fotolitografijas iekartu Sadarbojas ar IMEC
https://www.asml.co | Veldhovena Fotolitografijas 6,5 BILION EUR izstradé un razoSana, kuras izmanto datoru
m/; iekartas; (2022) mikroshému razosanai.)

(1984.g.)
nav jaunuznémums

4 Corporation ASV 2-3 3,2 BILION USD (2022) | 6500 (2022) Automatiskas parbaudes iekartas (ATE) Dibingja divi MIT beidzgji
Teradyne Inc.; Ziemelredinga, (kapitala iekartas, 868 Milion USD (2022) projektétajs un razotajs
https://www.teradyn | Masaclseta intelektualais
e.com/ ; ipasums un
(1960.g.) elektroniska dizaina

automatizacija)
Automatizacijas
iekartas, t.sk. robotika;
nav jaunuznémums

5 Synopsys; ASV 3 (intelektualais 5,1 BILION USD (2022) | 19000 (2022) | Koncentrgjas uz silicija dizainu un Aktivs M&A un geografiskas
https://www.synops Mountainvji, ipaSums un 978 MILION USD verifikaciju, silicija intelektualo IpaSumu un paplasinasanas joma

s.com/ ; Californija elektroniska dizaina (2022) programmatiiras dro$ibu un kvalitati
(1986.g.) automatizacija)
Elektroniskas
projektésanas
automatizacijas
uznémums;

nav jaunuznémums

79




Nr | Nosaukums; AtraSanas Vertibu kédes posms; | Apgrozijums Darbinieku Apraksts Komentari
Majas lapa; vietas valsts, Jaunuznémums Pamatdarbibas pelna skaits
Dibinats (gads) galvena mitne (Ir/Nav)

6 Altair; ASV 3 (intelektualais 572,2 Milion USD >2800 (2021) | Pusvaditaju dizaina risinajumi, lai optimiz&tu | Plasi izmantotie instrumenti
https://altair.com/ ; Troja, MiCigana | IpaSums un (2022) EDA dizainu, uzlabotu procesu no
(1985.g.) elektroniska dizaina -43,4 MILION USD projektésanas 1idz razo$anai, likvidétu

automatizacija) (2022) iteracijas un samazinatu laiku, kad tas nonak
Pusvaditaju dizains; tirgli
nav jaunuznémums

7 Dialog Japana 4 (dizains) Pirms iegades: 1850. gads Augsti integréts lietojumprogrammai Dialogs izmanto teiksmainu biznesa
Semiconductor, Tokija (Eiropa, dizains bez 1,57 BILION raksturigs standarta produkts (ASSP) un modeli, tau uztur savas testéSanas un
Renesas kops razotnes (fabless)); USD (2019) lietojumprogrammai specifiskas integralas fiziskas laboratorijas (Kirheima, Vacija)
2021. gada; Apvienota 301,4 Milion USD shémas (ASIC) jauktu signalu integralas
https://www.renesas. | Karaliste nayv jaunuznémums (2019) shémas (IC), optimiz&tas viedtalruniem,
com/eu/en/about/pro | Readinga skaitloSanai, lietu interneta iericem, LED
file ; cietvielu apgaismojumam (SSL) un
(1985.g.) viedajam. majas lietojumprogrammas

8 AMD; ASV 4 (dizains) 23,6 BILION USD 25000 (2022) | Izstrada datoru procesorus un ar tiem 20% pieder Siemens, lai atvieglotu
https://www.amd.co | Santaklara, (ASV, dizains bez (2022) saistitas tehnologijas biznesa un patérétaju Siemens ienakSanu ASV tirgl
m/en.html ; Kalifornija razotnes (fabless)) 1,36 BILION tirgiem
(1969.g.) USD (2022)

nav jaunuznémums

9 Taivanas Taivana 4-5 (dizains, pamatpu | 73,7 BILION USD 73.1(2022) Ligumrazo$anas un projektéSanas uznémums | Fiziskas infrastrukttiras plani ASV
pusvaditaju Hsincu apstrades raZotne) (2022) (Feniksa, Arizona un Japana, Vacija)
raZosanas Pusvaditaju
uznémums mikroshému razotne
(TSMC);
https:/www.tsmc.co nav jaunuzpémums
m/;

(1987.g.)

10 | SkyWater ASV 5 (pamatnu apstrades | 253,3 Milion USD 706 (2022) Amerikanu pusvaditaju inzenierijas un RazoSanas vieta (atrodas Purdjt
Technologies; Blumingtona, raZotne) (2022/2023) razoSanas lietuve, kas atrodas Blimingtona, universitates pilsétina)*
https:/www.skywat | MI LigumraZoSana Minesotas $tata. Ta ir vieniga ASV piederosa
ertechnology.com ; (razo$ana); silicija lietuve
(2017.g.)

ir jaunuznémums

11 | ST Sveice 5 (pamatnu apstrades | 16,1 BILION USD 51370(2022) | Lielakais Eiropas pusvaditaju francu-italieSu korporacijas izcelsme.
Mikroelektronics; Plan-les- Ouates | raZotne) (2022) ligumrazoSanas un projektéSanas uznémums Kotéts NYSE
https:/www.st.com/ Globalais integréto 4,44 BILION USD
content/st com/en.ht iericu razotajs (IDM); (2022)

ml ;
(1987.g.) nav jaunuznémums
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Nr | Nosaukums; AtraSanas Vertibu kédes posms; | Apgrozijums Darbinieku Apraksts Komentari
Majas lapa; vietas valsts, Jaunuznémums Pamatdarbibas pelna skaits
Dibinats (gads) galvena mitne (Ir/Nav)
12 | Infineon Vacija 5 (pamatnu apstrades | 14,2 BILION 56 200 (2022) | Lielakais Vacijas pusvaditaju razotajs. Viens | Kot&ts Frankfurtes birzas DAX indeksa
Technologies; Neibibergs raZotne) USD (2022) no 10 lielakajiem pusvaditaju razotajiem
https://www.infineo Globalais integréto 2.85 pasaulg.
n.com/ ; iericu razotajs (IDM); BILION USD (2022)
(1999.g.)
nav jaunuznémums
13 | ADLINK; Taivana 6 ("back-end", jeb 11,8 TWD >1600 Projekte un razo produktus iegultai 2014. gada iegadajas uznémumu Penta
https://www.adlinkt Taipeja pakartotie procesi) 0,37 BILION USD skaitlo$anai, test€Sanai un mériSanai, ka ari GmbH
ech.com/en/; Iepakojums un (2022) automatizacijas lietojumprogrammam
(1995.g.) testéSana; 4,3 TWD
140 MILION USD
nay jaunuznpémums (2022)
14 | Ibiden; Japana 7 (gala produkts) 417,6 BILION JPY 12 958 (2022) | Elektroniskas komponentes un keramika, 50% no Eiropas tirgus keramikas dalinu
https://www.ibiden.c | Gifu Sastavdalu razotajs 2,56 BILION USD klientiem, to skaita Apple Inc., Intel un filtriem dizeldzingjiem.
om/ 3 (pieméram, (2022) Groupe PSA
(1912.g.) pusvaditaju plasu un 72,4 BILION JPY
integréto sheému 440 MILION USD
iepako$ana); (2022)
nav jaunuznémums
15 | PCB Design Ltd.; Ungarija 7 (gala produkts) na. ~20 Neatkarigs profesionala dizaina uznémums, Risindjumi ietver sistémas dizainu,
https://pcbdesign.hu/ | Budapesta Pusvaditaju kas piedava produktu attistibas risinajumus, shému apkoposanu, pusvaditaju plasu
en/homepage/ ; iespiedplasu dizains; 80% pardosanas sakot no fundamentalam idejam lidz izkartojumu, IBIS modeléSanu un mazu
( nav pieejams) eksporta razoSanai seriju augstakas klases prototipu
ir jaunuznémums testeSanu.
16 | Beta LAYOUT Vacija 7 (gala produkts) Nav pieejams 120 Pusvaditaju plasu prototipi un nelielas sérijas | Biroji Irija, Francija un Amerikas
GmbH; Arbergena Eiropas tirgus lideris ar PCB-POOL ® zimolu, lazergriezti SMD Savienotajas Valsts.
https://eu.beta- pusvaditaju plasu Arne Hofmann, trafareti, klientam Ipasi augstas izskirtsp&jas
layout.com/ ; (PCB) pakalpojumu un | ekskluzivais akcionars prieksgjie paneli
(1989.g.) elektronikas
pakalpojumu joma;
ir jaunuznémums
17 | Bittele Electronics; | Kanada 8 (iespiedplates) 10,0 MILION USD 44 Pilnvertigs pusvaditaju plasu montazas Cenu atlaides
https://www.7pcb.co | Toronto Pusvaditaju (2022) uznémums prototipu un maza lidz vidgja
m/ ; iespiedplasu Nav pieejams apjoma pusvaditaju plaSu izgatavoSanas un
(2003.g.) izgatavoSana un montazas pakalpojumiem
montaza;

nav jaunuznémums
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(1886)

nav jaunuznémums

Nr | Nosaukums; AtraSanas Vertibu kédes posms; | Apgrozijums Darbinieku Apraksts Komentari
Majas lapa; vietas valsts, Jaunuznémums Pamatdarbibas pelna skaits
Dibinats (gads) galvena mitne (Ir/Nav)

18 | Fineline; Austrija 8 (iespiedplates) Nav zinams >350 Piegada virkni pusvaditaju plasu tehnologiju | Fineline GmbH un Aviv PCB &
https://www.fineline | Vine Pusvaditaju plasu un piegades kedes risinajumu Technologies apvienosanas rezultats
-global.com/ ; izgatavoSana un (pieder vienai personai) 80 PCB
(2007.g.) montaza; inzenieri

ir jaunuznémums

19 | SAMSUNG; Dienvidkoreja 9 (gala produkts) 233,13 BILION USD 270,3 tiikst. Pasaulg lielakais mobilo talrunu, viedtalrunu | Globalais tikls, citas aktivitates
https://www.samsun | Suvona Gala produkts (2022) (2022, un televizoru razotajs
g.com/us/ ; Mobilie talruni; 49,0 BILION USD elektronika) Ani citas darbibas pusvaditaju vertibas
(1938.g.) (2022) kedg, pieméram, razosana

nav jaunuznémums

20 | SIA DENSO TEN; Japana 9 (gala produkts) 439,3 BILION JPY 164 572 Auto elektronika, majas audio tehnika, Globalais tikls
https://www.denso- Kobe Autovadibas moduli 2,69 BILION USD mobilo sakaru radio
ten.com/ ; automasinam; (2022)

(1972.g.) 21,0 BILION JPY
nav jaunuznémums 130 MILION USD
(2022)

21 | Robert Bosh Vacija 9 (gala produkts) 88,2 BILION EUR 421 300 Mobilitate — savienota mobilitate, Globalais razosanas tikls, citas
GmbH; Gerlingena Autovadibas moduli (2022) Pétnieciba un | automatiz&ta mobilitate un speka piedzinas aktivitates
https://www.bosch.c automasinam; 3,8 BILION EUR (2002) | attistiba sistémas un elektrificéta mobilitate
om/ ; 85500

Apliikojot izveletos uznémumus McKinsey veértibu kéde, redzams, ka vairuma veértibu kédes posmu doming lielie uznémumi ar vismaz

desmitgadém ilgu vesturi un tradicijam. Tikai dazi posmi Skiet pieejami jauniesacgjiem, pieméram, dizains (Ipasi bezrazotnu), iespiedplates.

Ja elektroniska dizaina automatizacija koncentréta galvenokart ASV, tad pamatnu apstrades razotnes, un gala produkti atrodas dazadas

geografijas. Azijas razotaji doming ar liela apjoma vienveidigu produkciju.

82




2.3.1. Gadijumu izpéte: pusvaditaju pasaules pieredze

Petijuma tika veikta gadijumu izp&te (Case Studies), ar mérki paradit vairaku iesaistito
pusu mijiedarbibu, izvirzitos mérkus, resursus un rezultatus.

Uzsvars tika likts uz esoSo poziciju nostiprinaSanu, ka ar1 poziciju nostiprinaSanu un
aktivitatém liderpoziciju iegtSanai. Sekojosas 6 biznesa situacijas dod detalizétu informaciju
par vésturiskam pozicijam, planotam iniciativam un attistibam izvirzitu mérku sasniegSanai.

(1) Chips Act iesp€ju izmantoSana — Purdja universitate un SkyWater
Technologies

Purdji universitatei ir senas un valsti atzitas tradicijas inZenieru un specialistu
gatavoSana. Paredzot, ka nakamajos piecos gados ASV tiks uzbiivetas, iesp&jams, 13 jaunas
pusvaditaju ripnicas, tam vajadzés apméram 50 000 jaunus pusvaditdju inZenierus. Lai
nostiprinatu un paplasinatu savu Iideribu, ir izveidota ASV pirma starpdisciplinara pusvaditaju
gradu programma.

Pure-play silicija pusvaditaju razotajs SkyWater technologies, izvélas Purdja
Discovery Park rajonu, lai izbtivétu pusvaditaju razoSatni USD 1,8 miljardu apméra, kas piecu
gadu laika radis 750 darbavietas. SkyWater Technologies tiek minéts ka veiksmigs piemers
Baidena administracijas ieguldijumam infrastruktra.

Jau 2022.gada Purdji universitate uzsaka sadarbibu ar MediaTek Inc., vadoSo globalo
dizaina mikroshému razotaju bez ripnicas (fabless), lai atvértu uzn€muma pirmo pusvaditaju
mikroshému dizaina centru ASV Vidusrietumos, kas atradisies Purdji Discovery Parka rajona.
Universitate sadarbojas art ar TSMC pétnieciba un darbaspéka attistiba, ka art lidzdarbojas
Pusvaditaju pétniecibas korporacija (SRC), stradajot ar iepakoSanas pilnveidosanu, 50 reizes
samazinot laika paterinu no arhitekttiras projektéSanai lidz iepakoSanai.

(2) Lideriba — Kardifas Universitate un IQE pls (pirmais savienojumu pusvaditaju (CS
— Compound semiconductors) klasteris Eiropa)

Lai klutu par Eiropas lideri izveléta pusvaditdju nozares segmenta, Kardifas
universitate, Lielbritanijas pusvaditaju razotajs IQE PLS ar Velsas regiona finansialu atbalstu,
jau 2015.gada izveidoja ICS instititu - Savienojumu pusvaditaju centru, kas koncentr&jas uz
materialiem un komercialo attistibu.

ICS ir sanémis vairak neka £ 80 miljonus ieguldijumus sava jaunaja €ka un iekartas,
tostarp vairak neka £ 30 miljonu arju ieguldijumu. Papildus 1500 kvadratmetru tirajai telpai,
Ipasas raksturoSanas un gala apstrades zonas laus mums veikt CS pamatnu apstradi Iidz pat 8
collu diametra zem viena jumta un paplaSinat miisu nozares standarta pakalpojumu klastu. ICS
ir izveidojusi vismodernako 8 collu razosanas liniju blakus Translational Research Hub (TRH).

Sis projekts apvieno universitates sniegto izglitibu, p&tfjumus ar industrijas vajadzibam,
stiprinot regiona ekonomiku.

(3) Francija — Grenoble Uni Alps — CEA-Leti — ST Microelectronics — Francijas silicija
ieleja

Francijas silicija ieleja (Grenobl€) ir mitne Grenobles Alpu universitatei, petniecibas
centrs CEA-Leti, ka ir Francijas globals mikroshému nozares razotajs ST ST Microelectronics,
kur§ 2023.gada vasara uzsaka jaunas riipnicas celtniecibu (Grenoblg) ar kop&jam izmaksam 7,5
miljardi EUR (Francijas valdiba subsidé 2,9 miljardus EUR.).

Regions ir pievilcigs arT jaunuznémumiem. Soitec (Euronext Paris), pasaules lideris
inovativu pusvaditaju materialu projektéSana un razosana, un Grenobles Alpu universitate ar
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tas instititu Universitaire de Technologie 1 (IUT1), pazino par tris gadu partneribas liguma
parakstiSanu, lai stiprinatu sadarbibu starp abam struktiram un izstradatu izcilibas celu
mikroelektronikas profesijam. 2023.gada planoti 2 miljardi EUR investiciju nozares
jaunuzn€mumos regiona.

(4) Silicija Saksija — Franhofer, Drézdenes TU

Saksija (regiona Vacija, Drézdene) veidojas ka nozimigs centrs pusvaditaju nozar¢ kur
izvietojas augstskolas, p&tniecibas centri un $o regionu izvélas globali mikroshému razotaji.
Pieméram, TSMC ienak Silicija Saksija ar 10 miljardu EUR mikroshému riipnicu (2023).
Bosch, Infineon, GlobalFoundries , X-FAB un SAW Components, Free State jau Saksija
nodroSina pasaulé lielako pusvaditaju razotaju blivumu. Vacijas valdiba ir pieskirusi Intel
subsidijas 9,9 miljardu eiro apméra ( kopa investicijas 30 miljardi EUR ) - divas mikroshému
razoSanas ripnicas Magdeburga, Saksija-Anhalte (2023).

Divas Fraunhofer vienibas Drézdené plano izveidot jaunu p@tniecibas centru.
Fraunhofer IPMS un Fraunhofer [IZM-ASSID apvieno savas kompetences un izveido Saksijas
pilnveidoto CMOS un Heterointegracijas centru . Centrs piedavas pilnu vértibu kédi 300 mm
mikroelektronika, kas ir priekSnoteikums augsto tehnologiju p&tjjumiem nakotnes tehnologiju
joma.

Infineon Technologies AG (Vacijas globals mikroshému razotajs) Saksija uzsak jaunas
razotnes celtniecibu (Drézdene). Ar investicijas apjomiwm — 5 miljardi EUR, jauna razotne ir
lielakais investiciju projekts Infineon vésture (2023).

(5) Lideriba ES un pasaule — KU Lévenas Universitate - IMEC — ASML

Benilukss pusvaditaju klastera pirmsakumi mekl&jami jau 80-jos gados. KU Lévenas
universitate ka spin-off izveidojas IMEC, globali atzits vadoSs p&tniecibas centrs (ar kuru
sadarbojas ar1 Latvijas pétnieki). IMEC ilgstosi sadarbojas ar Niderlandes pusvaditaju iekartu
un tehnologiju razotaju ASML.

Sis vienibas geografiski attistas (filiales, partneribas) un ir radijuias pamatu atzitai
Eiropas un globalai Iideribai.

Padzilinas ar1 So vienibu sadarbiba, pieméram ASML parakstijis MoU ar IMEC par
jaunako iekartu planotaja jaunaja IMEC tirtelpa (1.5 miljardu EUR investicijas Chips Act
ietvaros).

KU Leévenas universitati jau ceturto gadu Reuters nosauc par inovativako universitati
Eiropa. IMEC ir viens no vadoSajiem pé&tniecibas centriem nozar€ ar 4 miljardiem EUR vértam
pilotlinijam, bet ASML, vienigais uznémums pasaulé, kam pieder tehnologija mikroshemu
razoSanai no silicija pamatném.

(6) Lideriba — atgit iekaveéto — Dienvidkoreja

Dienvidkoreja mikroshému pasaules tirgii dominé atminu segmenta, tomér neliela
klatbiitne par€jos pusvaditagju mikroshemu segmentos, 1pasi jaunajos strauji augosos
(Maksligais intelekts, optiskas diskrétas).

Lai situaciju mainitu, Dienvidkorejas vadiba noteikusi K-pusvaditaju stratégiju, ar 450
miljardiem USD investiciju planu (Iidz 20230.gadam), nodoklu atvieglojumus 260 miljardiem
USD apjoma (piecu gadu laika) ar noteiktiem m&ramiem uzdevumiem.

Izveletam 8 universitaSu grupam (5 universitates un 3 koalicijas) izdaliti 42.4 miljoni
USD, lai ¢etru gadu perioda katru gadu sagatavotu vairak ka 400 augstas veiktsp€jas specialistu.
UniversitaSu uzdevums bis ar1 paplaSinat pétjjumus par maksliga intelekta mikroshémam un
nakamas paaudzes pusvaditaju tehnologijam.

Plans aptver dazada veida pusvaditaju nozares uznémumu attistibu (arl ar privata
kapitala lidzdalibu): fabless, foundry (pamatpu razoSanu) un pakoSanu, ieskaitot
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jaunuzpeémumu veidoSanu. Pieméram, 2021. gada privatie kapitala fondi nozares
jayunuzn€mumos investgjusi 6.4 miljardus USD.

Biznesa situacija: CHIP Act iesp€ju izmantosana — Purdji universitate
SkyWater Technologies

Purdja Universitate E Kursi :

Galvenie fakti PURDUE Pirma starpdisciplinara pusvaditaju gradu

Dibinata : 1869.g. UNIVERSITY. programma.

Studenti: 50 100 (2022.g.)

Akadémiskais darbinieki : 2000 (2022g.) Pusvaditaju gradu programma (SDP), Purdue

gradu un akreditacijas dokumentu kopa,

Purdjd InZenierzinatnu koledza paredzéta magistriem un bakalauriem.

Pusvaditaju specialistu ieprasijums SkyWater Technologies skywater
=

“Lai apmierinatu pieaugosas prasibas péc - Dibinats: 2017.gada

pusvaditaju specialistiem (nakamajos piecos - HQ: Blimingtona , Minesota

gados ASV tiks uzbiveétas, iespéjams, - lenémumi: 213 MUSD (2022)

13 jaunas pusvaditaju ripnicas); tam vajadzés Pure-play silicija pusvaditaju razotajs.

Tehnologija-ka-pakalpojums novatori,
nodroSina uznémumiem iespéju kopigi radit
nakotnes tehnologijas dazadas kategorijas,

apméram 50 000 jaunus pusvaditaju
inZenierus” apgalvo Marks Lundstroms,

engtroFe_hnikas un datorikas profesors, Purdji tostarp jaukta signala CMOS, ROIC, rad-hard

universitate. IC, jaudas diskrétiem , MEMS,
supravadosajiem IC, fotoniku, oglekla

Purdj, viena no lieldkajam inZenierzinatnu nanocaurulém un starpposeriem.

skolam ASV, péc Lundstroma teikta censas

izcelties ar savu «tvérumu un mérogu" . Partneriba ar Purdju Universitati

SkyWater Tehnologija izvélas Purdji Discovery
- o Park rajonu, lai izblvétu pusvaditaju raZzosatni
Cits aktivitates : USD 1,8 miljardu apméra, kas piecu gadu laika
2022. gada junija Purdjd uzsaka sadarbibu ar radis 750 darbavietas.

MgdlaTe_k Inc., Yad_gso globf:\lo_dlzama ) Spéja veikt tik lielas investicijas Jauj SkyWater
mikroshému raZotaju bez rupnicas (fabless), lai Technologies, Purdja Universitates un Indianas
atvértu uznémuma pirmo pusvaditaju Stata kopigi pilini, lai veiksmigi iegitu
mikroshému dizaina centru ASV federalos finansu stimulus dotaciju veida, ka
Vidusrietumos, kas atradisies Purdji Discovery tas noteikts CHIPS likumdoZana.

Parka rajona.

2023.gada junija, Purdjd un TSMC (Taivana)

paplasina partneribu pusvaditaju izpété un Rezultati :

darbaspéka attistiba.

Purdja darbojas ka Ilidzvaditajs Pusvaditaju SkyWater Technologies tiek minéts ka
pétijumu korporacijas (SRC) Neviendabigas veiksmigs piemérs Baidena administracijas
integracijas iepakojuma pétijumu centra (SRC ieguldijumam infrastruktara.

CHIRP), kas ir vienigais uzlabotais iepakosanas

centrs SRC portfeli. 2021. gada 12. aprili prezidents D%o Baidens
Purdue pétniecibas mérkis ir Jaut 50 reizes pacéla SkyWater Technologies veidoto silicija
samazinat sistémas realizacijas laiku no pamatni, paskaidrojot , ka mikroshémas ir
arhitektiras projektésanas lidz iepakoSanai. infrastruktiras veids.
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Biznesa situacija: Lideriba — Kardifas Universitate un IQE Plc - pirmais
savienojumu pusvaditaju (CS — Compound semiconductors) klasteris Eiropa

Kardifas Universitate Kursi :

Galvenie fakti - Savienojumu pusvaditaju izgatavosana
Dibinats : 1883 - Savienojumu Pusvaditaju fotonikas teorija
Studenti: 33 985 (2022.g.) un koncepti

Akadémiskais darbinieki : 3400 (2022.g.) - Savienojumu pusvaditaju lietojumi

Savienojumu Pusvaditaju institits (/CS — specifiskas fotonikas integralas shémas

Institute for Compound Semiconductors)

Fokuss pusvaditaju nozare Savienojumu pusvaditaju institiits ( ICS)
Ambicija - pasaules klases savienojumu
pusvaditaju izpéte un maza méroga razosanas
iekarta. ICS, kas ir pieejams visiem uz atvértas
piekluves pamata, nodroSina platformu raZosanai

Savienojumu pusvaditaju institita merkis ir
pozicionét Kardifu par Eiropas lideri

savienojumu pusvaditaju pétijumos, uz pamatném ar diametru lidz 200 mm, kur
nodrosinot platformu, kura pétnieki un nozare zinatnieki un nozare strada kopa, lai sagatavotu
strada kopa. projektus parnesanai raZzoSanas vidé.

Aprikojuma ietilpst MCS8 manuala parklajuma
sistema, MA8 Gen4 masku izlidzinatajs, SD12 un

VTzija_ir_!(érdifas Universitate Ifé !(,Iﬂt_par AD12 mitras apstrades sistemas un HMxSquare 9
dibinataju un galveno partneri pirma fotomasku tiritajs, PlasmaEtch PE-75 plazmas
savienojumu pusvaditaju klastera attistiba apstrades sistema un ADT 7900 pamatnu

grieSanas zagis.

Eiropa.

[@BlEF  Institute for Compound
DNVIHIR Semiconductors

AUALIGEIY  Sefydliad Lled-ddargludyddion
(@Y Cyfansawdd

IQE PLC ir Lielbritanijas pusvaditajs IFQB
uznémums dibinats 1988. gada Kardifa,

Velsa, kas razo epitaksialas pamatnes plasam
tehnologiju lietojumu klastam bezvadu,
optoelektroniskam, elektroniskam un saules
energijas iericém.

Institats (ICS) tika izveidots ka Kardifas

Nesen aktivitates :

Dala no Kardifas Universitates jaunas 300
miljonus marcinu vértas inovaciju pilsétinas, ta Universitates un IQE kopéjs projekts, kas tika
apweiﬁos progr_esnil.Js peE”umUS: t(?hnologlju izveidots 2015. gad3, lai izveidotu Savienojumu
nodosanu, uznémeéjdarbibas attistibu un pusvaditaju centru, kas koncentréjas uz
studentu uznémumus. materialiem un komercialo attistibu.

ICS ir sanémis vairak neka £ 80 miljonus

ieguldijumus sava jaunaja €ka un iekartas,

tostarp vairak neka £ 30 miljonu aréju Rezultati :

ieguldijumu. Papildus 1500 kvadratmetru

tirajai telpai, pasas raksturoSanas un gala ICS bija dibinatajs un galvenais partneris
apstrades zonas Jaus mums veikt CS pamatnu CSconnected , pirmaja savienojumu
apstradi lidz pat 8 collu diametra zem viena pusvaditaju klasteri Eiropa.

jumta un paplasinat masu nozares standarta

pakalpojumu klastu. ICS ir izveidojusi vy g .
vismoderniko 8 collu rasoganas liniiu blakus razosanu, papildinot citus klastera partnerus ar
) zinaSanam un spéju parvérst akadémisko

Translational Research Hub (TRH). izcilibu I1dz praktiskam, raZzojamam iericém un
integrétam apakssistéemam.

InstitOts nodroSina maza un vidéja apjoma
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Biznesa situacija: Francija — Grenoble Uni Alps — CEA-Leti — ST Microelectronics

Grenobles Universitates Alpi U C_A
Dibinats : 1834 A

i Université
Studenti: 65 _189 (2021-2022) RISl Alpes
Akad.personals 3000 (2021)

Pusvaditaju laboratorija

Kursi:

Pieméram,

- Fotonika un pusvaditaji

- Pusvadtaju fizika

- Uzlabotie CMOS — fizikalie procesi un
procesu integracija

Nesen dinamika (2023)

Vispievilcigakais darijums bija 2 miljardu eiro
finanseéjums, tostarp 850 miljonu eiro
pamatkapita, ko septembri piesaistija zemu
oglekla emisiju akumulatoru uznémums
Verkor , lai 2025. gada izveidotu milzigu
ripnicu masveida razosSanai.
Jaunuznémumi: Aledia piesaistija 120
miljonus ASV dolaru savai mikroekrana
tehnologijai; GreenWaves 20 miljonus dolaru
par savu dizaina pusvaditaju uznémumu bez
razotnes (fabless); Aptuveni 19 miljoni USD
par kvantu skaitlosanas tehnologiju; un
Renaissance Fusion piesaistija $ 19 miljonus
kodolsintézes pétijumiem.

Francijas nacionala banka Bpifrance ir
padarijusi $adu darijumu un plasakas publiskas
pétniecibas komercializacijas veicinasanu par
sava plasaka 3,5 miljardu eiro dzilo
tehnologiju investiciju plana pilaru.

Soitec (Euronext Paris), pasaules lideris
inovativu pusvaditaju materialu projektésana
un raZoSana, un Grenobles Alpu universitate
ar tas institltu Universitaire de Technologie 1
(IUT1), pazino par tris gadu partneribas liguma
parakstiSanu, lai stiprinatu sadarbibu starp
abam struktlram un izstradatu izcilibas celu
mikroelektronikas profesijam.

CEA-Leti _

- dibinats 1967 @ leti

- Péetijumu instituts -

- Elektronika un IT

- 315 Meur budzZets

- Atrasanas vieta — Grenoble, biroji ASV
(Silicija ieleja), Japana (Tokija)

- 330+ rupnieciskie partneri

- 2760 patentu portfolio

- 74+ jaunuznémumi izveidoti ( t.sk. ST-
Microelectronics (1972))

- 11 000 m2 Tirtelpa

ST Microelectronics

- lenémumi— 10 B "l
Jauna pusvaditaju ripnica Francija ar
STMicroelectronics un GlobalFoundries
(2023. gada jlnijs ) :

- Kopéjas projektu izmaksas — 7,5 BEur

- 40% (2,9 BEur — francu valdibas subsidija)

Tehnologija izmantos par 130 MW mazak neka
lidzigas rapnicas . Udens patérin$ - par 60%
mazaks. Sis projekts palielinas Eiropas
mikroshému razosanas jaudu par 6%.

Ambicijas / mérkis :

Francijas silicija ieleja — cieSas saites starp
akadémiskas aprindam un biznesu

Rezultati :

STMicroelectronics (ST) ir viens no pasaulé
lielakajiem un ievérojamakiem pusvaditaju
uznémumiem; tas konkuré ar Texas Instruments,
lai kJGtu par labako analogo mikroshému raZzotaju.
ST raZo daudzu veidu diskrétas ierices (pieméram,
tranzistorus un diodes) un integralas shémas (IC),
tostarp mikrokontrollerus, atminas mikroshémas
un lietojumprogrammam raksturigas IC. Tas tiek
pardots razotajiem telekomunikaciju, datoru, plasa
patérina elektronikas, ripniecibas un automobilu

tirgos. Klientu vida ir Alcatel-Lucent, Bosch,
Hewlett-Packard un Nokia. STMicroelectronics

lielako dalu pardosanu veic arpus Eiropas.
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Biznesa situacija: Silicija Saksija — Fraunhofer, Drézdenes TU

Drézdenes Tehniska TECHNISCHE
Universitate (TU) UNIVERSITAT
Galvenie fakti DRESDEN
Dibinata : 1828

Studenti: 32,4 th (2019)

Akadémiskais darbinieki : 5751 (2019)

Pusvaditaju un mikrosistému institdts

Kursi :

Organiskie pusvaditaji un lietiskas studijas
organiskaja elektronika

Teorétiskias un praktiskas zinasanas par
mikroelektronikas tehniskajam proceddram,
mikrosistému tehnologijam, tehnisko optiku,
ka art nepiecieSamajiem materialiem un
komponentém

Attiecibas ar Fraunhoferu

Gadu gaita dazadi sadarbibu projekti ir
realizéti sadarbiba Drézdenes TU un
Fraunhofer.

Piemeéram, tris Fraunhofera institati IVI, IWS
un IWU Drézdené kopa ar Drézdenes TU
izveido «LietiSko pétijumu dizaina
laboratoriju», kas pieejama pétniekiem.
DesignlLab, kas atrodas Saksijas Stata
galvaspilséta, sadarbiba ar visiem Fraunhofera
institdtiem visa valsti veiks dizaina izpéti,
planojot nakotné (2023. gada) paplasinat So
darbu ari starptautiska limenr.

Fraunhofera Keramikas tehnologiju un sistemu
instithts IKTS, Vieglsvara inZenierijas un
poliméru tehnologiju institats ILK (Drézdenes
TU) un Korejas Materialzinatnes institlts KIMS
atver kopigu materialu pétniecibas centru
Cangvon3, Dienvidkoreja ( 2019).

Dréezdenes Tehniska universitate un
Fraunhofera fotoniskas mikrosistéemu instittts
IPMS ir panakusi konkrétas vienoSanas par
zinatnisko sadarbibu ar vairakam Taipejas un
Hsincu (Taivana) universitatém.

~Z Fraunhofer

Fraunhofer IPMS un Fraunhofer 1IZM-ASSID
apvieno savas kompetences un izveido Saksijas
pilnveidoto CMOS un Heterointegracijas centru .
Centrs piedavas pilnu vértibu kédi 300 mm
mikroelektronika, kas ir priekSnoteikums augsto
tehnologiju pétijumiem nakotnes tehnologiju
joma.

Ar aptuveni 140 miljonu eiro investiciju apjomu
tirutelpu iekartas, Fraunhofer IPMS ir unikala
pozicija Vacija lietiSko pétijjumu joma par moderno
300 mm pamatnu nozares standartu CMOS
razosanas sakuma (front-end). Fraunhofer 1ZM-
ASSID papildina Sis zinaSanas ar novatoriskam
iepakojuma un sistému integracijas tehnologijam.
Nanoelectronic Technologies CNT centrs ir
Fraunhofera fotonisko mikrosistému IPMS
institdta biznesa vieniba. Tas veic lietiskos
pétifjumus par 300 mm plaksném mikroshému
razotajiem, piegadatajiem, ieriCu razotajiem un
pétniecibas un attistibas partneriem. Klientu
pasttijumu apstradei ir pieejamas 4000 m?
tirtelpas 6. un 3. klasé (atbilstosi ISO 14644-1), ka
arT laboratorijas telpas ar vairak neka 80 apstrades
un analttikas instrumentiem.

Fraunhofer

Infenion Saksija .
Infineon Technologies AG (Infmeon
uzsak jaunas razotnes celtniecibu

Drézdené. Ar investicijas apjom 5 BEur, jauna
razotne ir lielakais investiciju projekts Infineon
vésture (2023).

V on der Leyen : “Mums Eiropa vajag vairak sadu
projektu, jo pieprasijums péc mikroshémam
turpinas strauji pieaugt. .. saskana ar Eiropas
mikroshému likumu (Chip Act) jaizveido spécigaku
un noturigaku Eiropu digitalaja joma (43 BEur
investicijas ir iezimétas nakamajiem gadiem) .

Rezultati vai saistita informacija:

Saksija veidojas ka nozimigs centrs pusvaditaju
nozare.

Pieméram, TSMC ienak Silicija Saksija ar ar 10 BEur
mikroshému rlpnicu (2023).

Bosch, Infineon, GlobalFoundries , X-FAB un SAW
Components, Free State jau Saksija nodrosSina
pasaulé lielako pusvaditaju razotaju blivumu.
Vacijas valdiba ir pieskirusi Intel subsidijas 9,9
miljardu eiro apmeéra ( kopa investicijas 30 BEur ) -
divas mikroshému razosanas rpnicas
Magdeburga, Saksija-Anhalté (2023).
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Biznesa situacija: lideriba — atgut iekavéeto — Dienvidkoreja

Fakti

Dienvidkorejas pusvaditaju ripnieciba, kas
veido gandriz 20% no valsts iekSzemes
kopprodukta (IKP), ir Joti koncentréta atminas
pusvaditaju segmenta, kas rezultéjas 56,9 %
no globala atminas pusvaditaju tirgus. Maza
ietekme uz citiem segmentiem, pieméram,
logiska, analoga un optiska diskréta, kur
Dienvidkorejas tirgus dala ir mazaka par 3%.

Koordinacija un finanséjums

Ir izvélétas piecas universitates un tris
universitasu koalicijas, kas Sogad kopuma
sanems 54 miljardus vonu (42,4 miljonus ASV
dolaru) pusvaditaju talantu veicinasanai,
otrdien pazinoja lzgltitibas ministrija.

Ta dévétajam pusvaditaju specializétajam
universitatém turpmako Cetru gadu laika katru
gadu bUs jasagatavo vairak neka 400 augstas
veiktspéjas bakalaura limena pusvaditaju
nozares absolventu, jo valsts censas novérst
darbaspéka trukumu pusvaditaju nozare.

Universitates tika izvélétas publiskaja
konkursa, kas notika 2023.gada sakuma.
Seulas metropoles apgabala, kas ietver Seulu,
Inéonu un Kjongi, tika izvélétas Sadas
universitates: Seulas Nacionala universitate,
Sungkyunkwan universitate un koalicija, kura
ietilpst Myongji universitate un Hoseo
universitate.

AMBICIJAS

Prezidents Juns (Yoon) ir noradijis
nepiecieSamibu veicinat sadarbibu starp publisko
un privato sektoru, lai uzvarétu globalaja
pusvaditaju sacensiba, nosaucot to par
visaptverosu "industrialo karu".

Dienvidkorejas valdibas K-pusvaditaju stratégija
ir Ildz 2030. gadam izveidot pasaulé labako
pusvaditaju piegades kédi ar 450 BUSD investiciju
planu. Valdiba ir ari pazinojusi par gandriz 260
miljardu dolaru nodoklu atlaidém pusvaditaju
iekartam un pétniecibas un attistibas
finanséjumam (5 gadu laika).

Pasreizéjie centieni:

Korejas universitates pieliek lielas pules, lai
paplasinatu pétijumus par maksliga intelekta
mikroshémam un nakamas paaudzes
pusvaditaju tehnologijam.

Nozares uzturéSanai péc 10 gadiem bus
nepiecieSami vismaz 270 000 cilvéku
(specialistu).

Planotais rezultats: No katras universitates
Katrai universitatei vai koalicijai katru gadu bus
jasagatavo vismaz 50 bakalaura llmena
pusvaditaju absolventi, vienlaikus izmantojot
fondu, lai izstradatu specializétas pusvaditaju
macibu programmas un izglitibas
programmas. Kopa iniciativa dos vairak ka 400
augsti kvalificetu specialistu gada.

REDZEJUMS:
.
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ey
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Chungeheongnam-do Chungcheongnam-do
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n
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wistase

- Research Center
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[ Government’s Investment Plan ]

- Furiosa, Rebellions, ...
- OpenEdge, Mobilint, ...

Government-Industry-Academia Ecosystem I

1) Heavy R&D and Regulatory Support, 2) Manpower Training, 3) Fabless, Foundry, Packaging Company Support

LIELIE UZNEMUMI
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Biznesa situacija: Lideriba ES un pasaulé — KU Léevenas Universitate — IMEC

- ASML

KU Lévenas universitate

Galvenie fakti

Dibinata: 1834

Studenti: 65 189 (2022)

Akadém. darbinieki : 11 534 (2022)

Pusvaditaju laboratorija

Kursi ( pieméri):
- Pusvaditaju ierices
- Pusvaditaju fizika

- Pusvaditaju materialu fizika
- Organiskie pusvaditaji

IMEC ;
- izveidots 1984. gads @ec

- Atdalijas no KU Lévenas Universitates
(spin-off)

- Fokuss uz nanotehnologiju un digitalo
tehnologiju inovacijas nodrosinasanu

- unikala infrastruktira, kas ietver 2,5 miljardus
eiro vértu 300 mm pusvaditaju pilotliniju

- vairak neka 5500 ekspertu zinatnieku no vairak

neka 96 valstim
- vairak neka 600 pasaules vadoSo nozares
partneru ekosistéma un globals akadémiskais

tikls

- 2008. gada IMEC izveidoja savu pirmo aizjlras

attistibas centru Hsincu, Taivanas Silicija ieleja.

specializéjas fotonika un augstas veiktspéjas

skaitloSana sadarbiba ar Osceola apgabalu

NeoCity, Florida.

2019. gada IMEC USA izveidoja vél vienu

pétniecibas un attistibas biroju netalu no

Kalifornijas Universitates Bérklija Sanfrancisko lica

apgabala.

IMEC ir arf citi biroji visa pasaulg, tostarp Indija,

Tokija, Sanfrancisko un Sanhaja. Sie biroji

lielakoties veic saskarnes funkcijas ar vietéjiem

tirgiem. Lielaka dala pétniecibas un izstrades

notiek Eiropa, bet ASV un Taivana daudz mazaka

meéra.

IMEC ir veic nozimigu ieguldijumu ES mikroshému

akta ietvaros, pieméram, 1,5 BEur investicijas

jauna Tirtelpa. ASML jau ir apnémies Lévena

instalét pilnu savu vismodernako riku komplektu.

IMEC un KU Lévena

ITEC ir IMEC un KU Leuvenas universitates
starpdisciplinara pétniecibas grupa, kas
galvenokart koncentréjas uz izglitibas
tehnologijam un konkrétak uz digitalo
tehnologiju izstradi, izstradi un novértésanu
personalizétai un sadarbigai apmacibai.

KU Levena un IMEC ir vienojusies finansét lidz
50 doktorantdras stipendiju vietam zinatné un

ses =

(2023).

-Asz/ilkl)-inéta 1984 ASM L

- Galvena mitne: Veldhovena , Niderlande

- lenémumi: 21,2 BEur (2022)

- 2011. gada ASML bija 67 procenti no litografijas
iekartu pasaules pardosanas apjoma

ASML specializéjas tadu fotolitografijas iekartu

izstradé un razosana, kuras izmanto datoru

mikroshému razosanai.

Veésturiski ASML ir |oti ciesi sadarbojies ar IMEC, lai

pétitu, izstradatu un komercializétu savus rikus.

2023. gada parakstits MoU par pusvaditaju

pétniecibas un ilgtspé&jigas inovacijas atbalstu

Eiropa

Ambicijas / mérkis :

Eiropas un globala lideriba pusvaditaju nozaré.

Rezultati :

- KU Lévena jau ceturto gadu tiek atzita par
inovativako universitati Eiropa (Reuters 2023);
2022. gada 150 MEur ienakumiem no
patentiem.

- IMEC ir kluvis par vienu no pasaulé
nozimigakajiem neatkarigajiem elektronikas
pétniecibas un attistibas centriem.
PilotrazoSanas Iinijas atrodas aptuveni 4
miljardu eiro kompleksas pusvaditaju razoSanas
iekartas.

- ASML, vienigais uznémums pasaulé, kam pieder
tehnologija mikroshému razosanai no silicija
pamatném
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3. Detalizetas stratégijas un ricibas plana izstrade

3.1. Latvijas un globalas pusvaditaju vertibu kédes salidzinasana

Darba uzdevuma izpildes laika tika petiti un analizéti Latvijas pusvaditaju nozares vides
trikumi, iesp&jas un priekslikumi nozares attistibai, papildus pievértéSot uzmanibu jomam, ka
vertibu k&des, izglitiba, pétniecibas un inovaciju joma, un pieejamie atbalsta instrumenti. Tika
izpétita informaciju darba uzdevuma 2.1. un 2.2. sadalas, salidzinot Latvija esoSo pusvaditaju
vertibu k&di ar globalo veértibu kédi, ietverot arT jomas attistibai nepiecieSamos izglitibas un
pétniecibas posmus, ka arT prototipu izstradi. Lai salidzinatu Latvija esoSo pusvaditaju vertibu
kedi ar globalo vertibu k&di tika izmantots M. Portera "Pieci konkurences speki" modelis un
struktiira, kas ietver piecus butiskus konkurétsp&jas spekus. Darba uzdevuma tika izmantotas
salidzino$as analizes metodes, "benchmark" principi. Tika veikta vertibu k&zu salidzinasana,
identificgjot Latvijas stipras un vajas puses, iesp&jas un draudus (SVID analize) apskatot
pusvaditaju vertibas kédes attistibas posmus un noveértgjot Latvijas potencialu. Analiz€ tika
izmantoti pusvaditaju kédes posmi péc McKinsey klasifikacijas, nosakot kopa devinus
pusvaditaju veértibas k&€des posmus (skat. 1.1. tabulu).

Globalas pusvaditaju vertibu kédes novertéjums (skatit 2.1 petijjumu)

Atsaucoties uz 2.1.pétijumu kopuma globalajai pusvaditaju vertibu kédei raksturigas
sarezgitas tehnologiskas problémas, prasot nepartrauktu tehnologisko inovaciju, stratégisku
redz&jumu un nians€tu izpratni gan par nozarei specifiskajiem, gan globalajiem tehniskajiem
apstakliem. Globalais izaicinajums ir saistits ar iekartu sarezgitibu un nepietiekoso specialistu
skaitu, kas vajadzigi iekartu izstradei. Vajadzigi izglitoti specialisti ar daudz nozaru zinasanam:
mehanikas, materialu, optikas, elektronikas/programmeéSanas inZenieri, un tt. Ar
nepartrauktam pusvaditaju tehnologijas attistibas tendenceém pareja uz jaunakajiem razoSanas
procesiem prasa nozimigus kapitala ieguldijumus, rada tehniskus izaicinajumus, lai saglabatu
konkur€tsp&ju un operativu efektivitati.

Latvijas pusvaditaju vertibu kédes novertejums (skatit 1.5. Kopsavilkums un
apkopojums: Latvijas pusvaditaju nozares noveértejums)

Kopuma, Latvijas stipras puses pusvaditaju vertibu k&d€ esot galvenokart sarezgitu
galaproduktu raZoana, pieméram, tikla mar§rutétaji. Sadiem produktiem ir nepiecie$amas
augstakas klases intelektualas spgjas, kas ir pamata tam, ka Latvija var izaudzet
inzeniertehniskos talantus augsto tehnologiju mikroelektronisko sistému izstradajumiem.
Papildus, Latvijas izglitibas iestazu stipras puses pusvaditaju vértibu kédé ir fundamentala
materialzinatne, uzlabotas optoelektroniskas testéSanas iesp&jas. Piem&ram, RTU pétnieki
nesen sasniedza pasaules atruma rekordu optiskaja datu parraid€, izmantojot silicija fotonikas
modulatoru mikrocipus.

3.1.1. M. Portera “Piecu konkurences speku” metodes pielietojums

1. Konkurentu ienak$ana: tika novertétas jaunienacéju spéjas uzsakt darbibu, ka
ar1 strukturalas barjeras, kas viniem ir japarvar. Globalas pusvaditaju vértibu kédes
regulativi izaicinajumi ievie§ tehniskus ierobeZojumus, it 1paSi eksporta kontroles un
starptautiskas tirdzniecibas regulaciju konteksta. Tirgus ir piesatinats ar globaliem spéletajiem,
kas nosaka tirgus, piegadataju, pirc€ju varu, kas nerosina jaunienacu rasanos, tiesi
likumdoSanas, parakas konkurences un konkurentu varas rezultata. Nelabvéligus
priekSnoteikumus jaunienac€jiem rada globalas tirdzniecibas dinamikas prasibas, eksporta
klasifikaciju un stingru standartu tehnisko izpratni. Covid-19 uzliesmojums un geopolitiska
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spriedze ir paradijusi, cik viegli ir izjaukt pusvaditaju piegades kédi. TestéSanas un iepakosanas
(¢ipu mont&sana) joma kliist redzama tehniska sarezgitiba. Stingri parbaudes protokoli, ietverot
gan individualos komponentus, gan galaproduktus, pieprasa augstas klases parbaudes
metodologijas un kvalitates kontroles sist€émas. Tomer jaunie sp&letaji klaist arvien popularaki
tirgll, un Xiaomi ir lielisks piemeérs. Pazistams galvenokart ar saviem viedtalruniem, Xiaomi ir
guvis ievérojamu progresu $aja nozar€. Turklat tehnologiju giganti, pieméram, Google un Meta,
virzas uz prieksu virtualaja un paplasinataja realitate, kas klust par arvien nozimigakiem kopgja
tirgus komponentiem. Tadgjadi konkurence plasa patérina elektronikas tirgt saasinas, un jau
esoSie un toposie spelétaji sacensas par tirgus dalu un patérétaju uzmanibu. Latvijas pusvaditaju
nozares parstavjiem (industrijas parstavjiem un augstakas izglitibas un pé&tniecibas iestadem)
ir potencials veiksmigi ieklauties globalaja pusvaditaju piegades keéde. Latvija darbojas virkne
uznémumu, kas strada pusvaditaju materialu, raZzoSanas iekartu, test€Sanas un iepakoSanas
joma. Sis piegades kédes dalas prasa mérenus finanu ieguldfjumus, atskiriba no pusvaditaju
mikroshému lielapjoma razoSanas. Nemot véra pasreizgjo geopolitisko situaciju, ir vérojama
tendence pusvaditaju razoSanu parcelt uz Eiropu, kas dod iesp&ju Latvijas uznémumiem
palielinat tirgus dalu.

2. Aizvietotaju draudi: Tika novertéts jaunu produktu ar parakam
raksturiezimém spéja aizvietot esoSo(-s) produktu(-s) vai pakalpojumu(-s). Pusvaditaju
tirgu liela méra ietekmé vairaki gala tirgi, piem&ram, automobilu, plasa patérina elektronikas,
telekomunikaciju un rapniecisko iekartu tirgi. Vesturiski pusvaditaju tirgii ir bijis augsta un
zema ien@mumu pieauguma cikls, galvenokart pieprasijuma svarstibu del.

Pedgejo divdesmit gadu laika pusvaditaju tirgus dala ir ievérojami novirzijusies no
Amerikas un Eiropas valstim uz Azijas valstim, jo $ajas valstis ir palielinajusies elektronisko
iekartu razoSana. PaSlaik Kina joprojam ir lielaka pusvaditaju patérétaja citu valstu vida.
Integréto shému tirgus veido vairak neka 80% no pusvaditaju tirgus ienémumiem, un logiskas
integralas shémas veido lielako dalu ien€mumu S$aja tirgli. Pareja, ko atbalsta Eiropas
mikroshému akts, atver iespgjas vietgjiem pusvaditaju uzn€mumiem augt un kompensét Kinas
komponentus. Lai gan $T neparprotami ir iespgja, tai ir jalauj ES uzn€émumiem laiks tehnologiju
apguvei un razoSanas palielinasanai, atbalstot ar ipaSu fondu palidzibu. Probléma ir saistita ar
augstakam Kinas aizstaj€ju izmaksam un griito ekonomisko situaciju kopuma. Pieméram,
augsto tehnologiju jaunizveidotie uznémumi Sogad varétu nodrosinat tikai 18,5 miljonus eiro,
salidzinot ar 92 miljoniem 2022. gada un 245 miljoniem 2021. gada. Ieprieks tika noraditas
Latvijas stipras puses pusvaditaju vertibu kédé galvenokart sarezgitu galaproduktu razosana,
pieméram, tikla mar$rutétaji. Sadiem produktiem ir nepiecieSamas augstakas klases
intelektualas sp€jas, kas ir pamata tam, ka Latvija var izaudz€t inZeniertehniskos talantus
augsto tehnologiju mikroelektronisko sistému izstradajumiem.

3. Pircéju kauleSanas vara: Tika novertets pircéju salidzinosais speks un skaits.
Saskana ar izpétito informaciju, Fortune Business Insights sava zinojuma “Pusvaditaju tirgus
prognoze 2023.-2029. gadam” norada, ka pusvaditaju tirgus apjoms pieaugs no USD 573,44
miljardiem 2022. gada Iidz USD 1380,79 miljardiem 2029. gada ar CAGR 12,2% laikposma
no 2022. Iidz 2029. gadam. Tirgus izaugsme ir saistita ar picaugoSo patérina elektronikas
patérinu, kur 2022. gada plasa patérina elektronikas tirgus saskaras ar nelielu sarukumu
galvenokart viedtalrunu tirgus piesatinajuma un skaitloSanas iericu pieprasijuma pieauguma
d&l, salidzinot ar iepriek$&jo gadu. Sis tirgus kritums bija saistits arT ar ekonomikas lejupslidi,
inflacijas picaugumu un energijas cenu pieaugumu, kas veicindja paterétaju izdevumu
samazinasanos majas izklaides aprikojuma iegadei. Galvenie patérétaji ir pusvaditaju razotnes,
jeb fabi: IDM (integrated device manufacturer) biznesa modela kompanijas, tadas ka Intel,
Samsung Electronics, Infineon; un viena posma kompanijas, vai razoSanas pakalpojumu
kompanijas, kas piedava Cipu razoSanas pakalpojumus (TSMC, Samsung Semiconductor,
Vanguard, un t.t.). Lielaka §1 biznesa dala pieder ASV un Japanas kompanijam. Pie §is
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kategorijas pieder visas iekartas, nepiecieSamas Cipu razoSanas procesiem: no optiska
mikroskopa, kas maksa 2-3 tiikstosi eiro, [idz ekstréma ultravioléta (EUV) litografijas iekartai,
kuras cena sasniedz 330 miljoni eiro. Latvija, nemot véra potenciala tirgus apmérus (potencialo
pircgju skaits un paterina apjoms), nevar konkurét globalaja tirgt, ka ar1 pusvaditaju vertibas
kede ir slegta, tirgt esoSie speletaji ienem tirgus galvenas dalas globali.

4. Piegadataju kauleSanas vara: Tika noveérteta Latvijas konkuréjoS$o uznémumu
konkurétspéjas speks. Apskatot pusvaditaju nozari no to razosanas iekartu skatupunkta, tiek
prognozets, ka Iidz 2030. gadam $1 konkréta pusvaditaju tirgus dala pieaugs Iidz gandriz 172
mljrd. USD, vid&ji pieaugot par 6% gada sakot ar 2023. gadu. ST tirgus izaugsmi galvenokart
veicina strauja tehnologiska attistiba kopa ar patérétaju pieaugoso savstarpgji savienoto iekartu
(attalinata kontrole, iekartu darbibas novérosana u.c.) pienemsanu, pieaugoso pieprasijumu péc
pusvaditdjiem un no ta izrietoSo razoSanas iekartu izplatibu, ka ari pieaugoSo pusvaditaju
izmantoSanu elektroauto razoSana. Raugoties uz iekartu tipu, pusvaditaju razoSanas iekartu
tirgus ir segmentets front-end un back-end iekartu tipos. 2022. gada front-end iekartu segments
veidoja lielako pasaules pusvaditaju razoSanas iekartu tirgus dalu. Savukart, raugoties uz
komponentiem, pusvaditaju razo$anas iekartu tirgus ir sadalits atminas, logikas, analogas,
mikroprocesoros (MPU), optiskas ieric€s, diskrétas ierices, mikrokontrolleru blokos (MCU),
sensoros un digitalajos signalu procesoros (DSP). 2022. gada atminu segments aiznéma lielako
pasaules pusvaditaju razoSanas iekartu tirgus dalu. Kopuma, vadoSie uznémumi pusvaditaju
tirgl ka tada — gan razoSanas iekartu segmenta, gan pusvaditaju raZoSanas segmenta — ir bazeti
Japana, ASV, Niderland@ un Taivana.

Sadzives elektronikas tirgus spélétajus, kur domin€ labi zinami uznémumi, tostarp
Apple, Samsung, Huawei un Sony. Sie uznémumi ienem domingjodu stavokli dazadas
produktu kategorijas, piemeram, viedtalrunos, televizoros, sadzives tehnika un sp&lu konsolgs.

Mikroelektronisko materialu tirgus joprojam izskatas globali relativi izlidzinats,
salidzinot ar citiem kédes posmiem. Globalais elektronisko materialu izaicinajums tuvajai
nakotnei saistits ar ASV-Kinas tirgus karu (kura Eiropa arf tiek iesaistita). 2023. gada Augusta
Kina ievadija stingru eksporta kontroli gallija un germanija pardoSanai, ka atbildi uz ASV
eksporta kontroli ¢ipu razoSanas iekartam. Mikroelektroniskajiem materialiem ir izSkiroSa
nozime pusvaditaju riipnieciba, kas kalpo ka elektronisko iericu un integralo shemu razosanas
elementi. Sie materiali ir ripigi izstradati un atlasiti to specifisko Ipasibu dél, lai nodroginatu
precizu pusvaditaju komponentu darbibu. 2023. gada elektronisko materialu un reaktivu tirgus
sasniedza gandriz 70 miljardi USD, ar prognozetu pieaugumu lidz 106 miljardiem 2030 gada.

Ka tika noradits 1.4 pétijjuma sadala, Latvija ir speciga pusvaditaju galaproduktu
razotaju klatbiitne. Ka piem&rus minot:

1. MikroTik, tikla iekartu razotajs. len€mumi 379 miljoni eiro (2022), globalie konkurenti
ir tadi milZzi ka Cisco Routers, Huawei un IBM.
2. SAF Tehnika, mikrovilnu parraides sistému razotajs. lenémumi 34 miljoni EUR (2022).
HansaMatrix, lietu interneta aparattiras razotajs. leneémumi 28,9 miljoni EUR (2022).
4. Ka tika noradits 1.4 petijuma kopsavilkuma, Latvijas uznémumiem, kas strada pamata
pusvaditaju vertibu k&de var ieskaitit:
5. "Kepp EU", silicija pamatnes un to razoSanas iekartu izstradatajs. len€mumi < 5 miljoni

EUR. Pasaules silicija pamatnu tirgus ir 20 miljardi USD (2022).

6. Sidrabe: lepémumi 8,2 miljoni EUR. Konkurenti: Applied Materials, ASM, Edwards

Vacuum. Globalais §adu iekartu tirgus ir 18,9 miljardi USD (2021).

7. RD Alfa, ¢ipu iepakoSana un testéSana. lenémumi 15,8 miljoni EUR.

Konkurenti: ASE, Amkor, JCET. Globalais testu un montazas tirgus ir 44,5 miljardi
USD (2022). Seit japiebilst, ka sadarbiba ar RTU testéSanas zinasanam un pieredzi &ipu
testéSanas joma varétu izveidot stipru izaugsmi tirgd.
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93



5. Cina esoSo spélétaju vida: Tika noveértéta Latvijas konkuréjoSo uznémumu
konkurétspejas speks. Kopuma globala pusvaditaju vertibas kéde ir slégta, ar domingjoSiem
tirgus spélétajiem, kas kontrol€ lielako globalo tirgus dalu. Konkurences intensitati globali var
vertet, ka loti intensivu. Ir nepiecieSami lieli ieguldijumi razoSanas iekartas, lai ienaktu tirgd,
tirgus ir piesatinats un reguléts regulam, gan tirgus spélétaju prasibam, ka rezultata, tirgu
nosaka to spélétaji nevis konkurences apstakli, inovaciju potencials, vai pretimnakosa
likumdoSana, valsts atbalsts. Ka lielakie $k&rsli jauniem konkurentiem ir lielas investicijas
iekartas un nepiecieSamiba, izveidot attiecibas, atpazistamibu piegades kéde. Globalie spéleta;ji
var piedavat augstakas kvalitates produktus, bet liela dala no vinu uznéméjdarbibas ir saistitas
ar masveida produkciju; tas nozimé, ka ir vajadzigas razotnes, un tapec speletaji saja tirgii spgj
stradat ar augstam fiks€tajam izmaksam. Taja pasa laika globalo vértibas kézu spélétaju del
cenas ir paklautas ievérojamam spiedienam.

Fokusgrupas diskusija: Lai nodroSinatu ilgtsp€jiba balstitus priekslikumus, darba
uzdevuma istenoSanas laika tika organizéta fokusgrupas diskusija, lai informé&tu visus
ekosisteémas parstavjus, ieinteresétas puses par 3.1. " Latvijas un globalas pusvaditaju vertibu
kédes salidzinaSana" darba uzdevuma rezultatiem, ka ar1 tika veidota diskusija, lai iegiitu
viedoklus, priekslikumu strat€gijas izstradei. Uz fokusgrupu tika aicinati gan industrijas, gan
akadémijas, NVO un valdibas parstavji. Fokusgrupa norisinajas 13.12.2023, tieSsaiste, MS
Teams videé. Pilns fokusgrupas apskats pieejams pielikumos (skat. Pielikums Nr. 9: Fokusa
grupas jautajumu un komentaru kopsavilkums). Fokusgrupas laika tika apskatita izpéetita
informacija par veikto darba uzdevumu, Portera 5 speku analizes rezultatu, un tika veidota
diskusija, lai noteiktu Fokusgrupas skatijumu uz Latvijas iespg€jam pusvaditaju vertibas k&de,
galvenos izaicinajumus, iesp&jas jaunienacgjiem (startup/spinoff) uzsakt darbibu pusvaditaju
vertibas kede, ka arT tika diskutéti galvenie priekSnosacijumi, lai Latvija (uzne€mumi, izglitibas
iestades, citas organizacijas) spetu attistoties globala pusvaditaju veértibas kede.

o Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka ir javeic investicijas ilgtermina darbibam,
ieskaitot kapacitates stiprinaSana, talantu piesaiste, kas sniegs atguvumu ilgtermina,
attistot gan zinatnes potencialu, gan iesp&jas jauniem produktiem, servisiem.

e Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka Latvija industrija ir specializéti
uznémumi, kas veic vértibas kédeé vajadzigos pakalpojumus, iekaitot, kas veic
nepiecieSamos mérijumus, tacu Sadam darbibam ir nepiecieSamas dargas merierices un
uznémumiem ir jaatbilst standartiem, kurus nosaka pasutitajs un tirgus specifika.

e Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka vislabak ir investét virzienos, kur Sodien
vél nav liela konkurence, ka, pieméram, fotonika, vai mikrofluidika, tur kur Sobrid ir
briva vieta tirgii, un biis pieprasijums p&c produktiem starptautiski.

e Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka Latvijai ir jafokus€jas fotonika, kas ir
jauna nozare, kur arzemju partneri, ka pieméram IMEC mekleé ar1 $aja regiona
sadarbibas partnerus. RTU jau veic faktisku sadarbibu ar IMEC ¢ipu testeéSana. Ja runa
par test€Sanu, tad ir loti liels pieprasijums no arzemju industrijas péc Cipu testéSanas
datu parraidei datu centros lielo valodas modelu vajadzibam. RTU zinatnieki strada pie
rinku rezonatoru modulatoriem, kas ir tehnologija kura Intel un Nvidia ir ieguldijusi
loti nozimigus lidzeklus.

e Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka Latvijai ir jainveste jomas, kur ir
mikroshémas ar lielu pievienoto vertibu, ka arl jaunajiem virzieniem ir javeido
tehnologijas ar augstu pievienoto vértibu saistiba ar lielu pieprasijumu tirga.

e Fokusgrupas diskusijas laika tika noradits, ka Latvijas sp€létajiem ir jaskatas, nevis
Baltijas, bet pasaules tirgi, ar Eiropas tirgus Sobrid nav pietiekami liels un lai darbotos
joma ir jabit finansiali pamatotai uznémuma darbibai.
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Izvértejot gan izpetitos, datus, iegiitos rezultatus, ieklaujot fokusgrupas diskusijas

rezultatus tika izstradati priekslikumi:

1. Strategija ir jaietver aktivitates, kas verstas uz pusvaditdju jomas kapacitates
stiprinaSanu ilgtermina, attistot talantu piesaistes, noturéSanas programmas, jaunas
macibu programmas un zinasanas tie$i pusvaditaju joma, ka ar1 liekot uzsvaru uz
nozares izpratnes veicinaSanu un prasmju apguvi.

2. Kapacitates stiprinasana un kompetencu celSana ir svarigas ilgtermina strategiskas
aktivitates, kas nesis rezultatu p&c noteikta laika, tacu bez nakotnes talantiem,
zinasanam un kvalificéta, izcila cilvékkapitala resursa attistiba nav iesp&jama.

3. Stratégija ir javeido caur "Nisas" atrasanu, skatoties iesp&jas produktiem, tehnologijam,
vai pakalpojumiem ar augstu vienas vienibas vertibu un augoSu tirgu, kur§ nav
piesatinats.

4. Strategija ir javeido uz esoSo stipro puSu un sadarbibu izmantoSanu, ka testé$ana,
fotonika, dizains, kur fotonika ir jauna nozare, kur ir stabili arzemju partneri, vieglaka
tirgus situacija, nav pieprasiti standarti un tirgus vél nav piesatinats.

5. Ir nepiecieSams piesaistit investicijas test€Sanas un dizaina infrastruktiira, nodroSinot
laboratorijas darbibas un to papildinasana ar iepakoSanas iekartam Latvija.

3.2. Detalizétas stratégijas un ricibas plana izstrade

Saja pétfjuma nodala tika izstradata detalizéta stratégiju un ricibas plans Latvijas
pusvaditaju razoSanas nozarei no pétniecibas viedokla, zinasanu aspekta, tehnologiskajam
iespéjam un no eso§as sakaru tehnologiju nozares viedokla. Saja nodala tika apkopots
augstskolu un uznémumu parstavju interviju laika iegtiti ieskati par Baltijas valstu stratégiju un
nakotnes attistibas virzieniem. Uznémumu un augstskolu skatijumu par Baltijas pusvaditaju
stratégiju nakamajiem 5-10 gadiem ieguva veicot dal&ji strukturStas ekspertu intervijas.
Intervijas ar uzn@muma parstavjiem un augstskolam tika veiktas laika posma no 2023. gada 16.
oktobra, Iidz 2023. gada 16. decembrim. Intervijas tika veiktas gan tieSsaisté (MS Teams &
ZOOM platformas), ka ar1 klatiené (ierakstot sarunas digitali), un péc tam apstradatas, lai
veidotu transkriptus, un pielietojot kvalitativas kontentanalizes metodi analiz€tas, lai iegiitu
parskatu par katras organizacijas un iestades nakotnes virzieniem, mijiedarbibu starp
augstskolam/pétniecibas iestadém, ka ar Baltijas pusvaditaju regionalo stratégiju. Interviju
skriptu var atrast pielikumos (skat. Pielikums Nr. 2: Augstskolu un pétniecibas iestazu interviju
skripts, Pielikums Nr. 3: Uznémumu interviju skripts).

3.2.1. Augstskolu interviju rezultati: Baltijas attistibas virzieni

Saja apaksnodala apkopota informacija par augstskolas parstavju skatfjumu uz
nakotnes attistibas virzieniem pusvaditaju nozaré, gan Baltijas regiona, gan izsverot Latvijas
attistibas virzienus.

Rézeknes Tehnologiju akadémija (RTA)

Iestades nakotnes virzieni: RTA galvenais fokuss ir praktisku lietu, piem&ram,
sensoru, izgatavoSana. Augstskola plano sadarboties ar uzneémumiem Daugavpili un Rézekné
optoelektronikas joma.

Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: RTA uzsver sensoru izgatavosanu ka nisu,
kura Baltijas valstim biitu jakoncentr&jas. Regionala sadarbiba tiek redz&ta sensoru nozarée, ar
vesturiskam partneribam ar Vacijas un Bulgarijas augstskolam, ka arT ar Tartu energgtikas
institiitu.

Iestades mijiedarbiba ar uzpémumiem: RTA sadarbojas ar uznémumiem, kas
izstrada sensorus Daugavpili un optoelektroniku Rézekn&. Tiek prognozeéts, ka nakamajos
desmit gados regiona picaugs interese par sensoriem ka pasaules tendence.
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Papildu ieskats: RTA redz cilvékresursu trikumu ka galveno izaicinajumu regiona. Ir gritibas
atrast un piesaistit pietiekami daudz kvalificétu specialistu.

Elektronikas un datorzinatnu instituts (LU EDI)

Iestades nakotnes virzieni: EDI plano kliit par atpazistamu centru mikroelektronikas
¢ipu joma Eiropa. Vini plano attistit sadarbibu ar fotonikas ¢ipu jomu, turpinat attistit savas
Eiropas Free Open source Silicija ekosistemas dalai.

Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: EDI uzsver vajadzibu péc lielakas
informacijas apmainas un komunikacijas starp Baltijas valstim, lai panaktu progresu
pusvaditaju nozaré. Vini atzimé, ka sadarbiba starp Baltijas valstim ir pamata orientéta uz
“fabless” (bezrazotnu) dizainu un IP izstradi.

Iestades mijiedarbiba ar uznémumiem: EDI aktivi sadarbojas ar vairak neka 500
partneriem, tostarp lielakajiem Cipu uzp€mumiem Eiropa un SME (maziem un vidgjiem
uzpémumiem). Vini plano sadarboties ar augstakas izglitibas iestadém un industriju
tehnologiju parnese.

Papildu ieskats: EDI identificé cilv€kresursu trukumu un projektéSanas riku
pieejamibu ka galvenos izaicinajumus pusvaditaju vertibu kédes attistiba Baltijas regiona. Vini
uzsveéra vajadzibu piesaistit arzemju specialistus un izstradat efektivaku strat€giju no valsts
puses.

Latvijas Universitates Cietvielu Fizikas institiits (LU CFI)

Iestades Nakotnes Virzieni: LU CFI strat€giskais plans ir versts uz petniecibu fotonika,
sensoru un materialu attistibu, raksturoSanu, modeléSanu un sint€zi, jaunu funkcionalu
materialu radiSanu, to skaita pusvaditaju. Instititam ir kompetences radiacijas ietekmes uz
materialiem pétnieciba, tai skaita pusvaditajiem. Institiita viena no specializacijam ir organisko
pusvaditaju un fotonikas materialu p&tnieciba, piedavajot dzilas tradicijas materialu sint€z€ un
attistiba. Uzsverta pusvaditaju ripniecibas nozimigums, ari razoS$anas un p&tniecibas inovacijas,
jaunu konceptu ar zemu TRL Itmeni testé$ana tai skaita pusvaditaju iericém.

Skatijums uz Baltijas Regionalo Stratégiju: LU CFI atzist Baltijas regiona nozimi
pusvaditaju tehnologiju attistiba un aicina uz ciesaku sadarbibu starp regiona valstim. Ieteikts
domat par specializaciju Baltijas m&roga.

Iestades Mijiedarbiba ar Uznémumiem: LU CFI sadarbojas ar dazadiem uznémumiem,
tostarp ar ripniecibas partneriem pusvaditaju tehnologiju izstradé un izmantosana. Institiits
veicina sadarbibu ar uzp€mumiem, lai nodroSinatu tehnologiju pielietojumu praksé un
veicinatu zinasanu parnesi no teorijas uz praksi.

Papildu Ieskats: Institlits saskata vajadzibu péc koordingtas strat€gijas un investicijam
nozares attistibai, ka ar1 specializ€tu p@tniecibas centru, test€Sanas centru un pilotliniju
attistibas un stiprinaSanas. LU CFI izcel specialistu un kvalificétas darbaspeka truikumu ka
bitisku izaicinajumu nozares attistiba, kuru nepiecieSams risinat gan piesaistot arvalstu
studentus, gan popularizéjot STEM Latvijas skolas, gan nodrosSinot pietickamu skaitu labu
STEM skolotaju.

Rigas Tehniskas universitates Elektronikas un telekomunikaciju fakultate (RTU ETF)
Iestades nakotnes virzieni: RTU ETF koncentr&jas uz optisko raiduztvergju attistisanu,
kas balstas uz pusvaditaju tehnologijam. Vinu stratégiskais mérkis nakamajiem pieciem
gadiem ir veidot vadoSo pusvaditaju Cipu testéSanas laboratoriju Eiropa, attistit pilna cikla
optiskos radiouztveérgjus un radit jaunus studiju kursus, kas studentiem sniegtu zinasanas par
pusvaditaju ¢ipu dizainu un izstradi.
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Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: RTU ETF uzsver sadarbibu Baltijas
valstu starpa pusvaditaju nozaré, akcentgjot nepiecieSamibu péc skaidras nozares
specializacijas un nisu definésanas katra valsti. Tas palidzetu Baltijas valstim panakt sinergiju
un uzlabotu starptautisko atpazistamibu, veicinot nozares kopgjo attistibu regiona.

Iestades mijiedarbiba ar uznémumiem: RTU ETF aktivi sadarbojas ar vairakiem
uznémumiem, tostarp SIA Mikrotikls, SAF Tehnika un Latvijas Mobilais telefons, sniedzot
ekspertizi pusvaditaju &ipu testé$ana un integracija. ST sadarbiba veicina gan tehnologisko
attistibu, gan industrialo un akadémisko partneribu stiprinasanu.

Papildu ieskats: RTU ETF identificé trikumu investicijas un garantijas no valdibas
puses, likumdos$anas jautajumos un nepiecieSamibu attistit starptautisko sadarbibu un piesaistit
investicijas ka galvenos izaicinajumus pusvaditaju vertibu kédes attistiba Baltijas regiona.
Fakultate arT uzsver vajadzibu veidot spécigu Baltijas valstu t€lu ka uzticamu un profesionalu
partneri pusvaditaju nozare.

Rigas Tehniskas universitates Biomedicinas inZenierzinatnu un nanotehnologiju
institits

Iestades nakotnes virzieni: RTU koncentr&jas uz materialu virsmas analizes metodém,
seviski cietvielu virsmu pétijumiem, un plano attistit jaunas tehnologijas un metodes $aja joma.
RTU ir iesaistijusies vairakos Eiropas projektos, kuru mérkis ir jaunu kondensatoru izstrade un
mikrostruktu vakuuma tehnologiju attistiba.

Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: RTU uzsver nepiecieSamibu pielagoties
tirgus prasibam un uzskata, ka Baltijas valstim biitu jakoncentr&jas uz individuali pielagotu
produktu razoSanu, ka art uz modularu un mobilo razoSanas iekartu izstradi.

Iestades mijiedarbiba ar uznémumiem: RTU sadarbojas ar dazadiem uznémumiem,
piem&ram, “Alfa” un citiem uznémumiem, kuri versas pie universitates ar ligumiem izmerit
materialus vai veikt citas specifiskas analizes. Sadarbiba ar Siem uzn€mumiem nodroSina
praktisku ieguldijumu tehnologiju attistiba un p&tnieciba.

Papildu ieskats: RTU identificé trikumu specialistu sagatavoSana un uzskata, ka biitu
nepiecieSams veicinat sadarbibu un kvalifikacijas celSanu gan macibspekiem, gan studentiem.
RTU izce] ar1 nepiecieSamibu p&c valsts [imena investicijam un politiskas atbalsta, lai sekmé&tu
pusvaditaju tehnologiju attistibu Baltijas regiona.

Rigas Tehniskas universitates LietiSkas kimijas institiits

Iestades nakotnes virzieni: RTU koncentr&jas uz pusvaditaju jomas attistibu, ipasu
uzmanibu pievérSot kvantu fotonu un organiskajiem pusvaditajiem, kas tiek izmantoti gaismu
izstarojosas diodes un saules baterijas. Universitate plano stiprinat savu kapacitati $aja joma,
attistot sadarbibu ar partneriem un veicot ieguldijumus attiecigajas tehnologijas.

Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: RTU uzskata, ka Baltijas valstim butu
jakoncentrgjas uz niSu produktu un inovativu risindjumu izstradi pusvaditaju joma. Tas ietver
gan jaunuzp@mumu attistibu, gan intelektuala ipaSuma tiesibu pardoSanu lielakiem
uznémumiem.

Iestades mijiedarbiba ar uznémumiem: RTU sadarbojas ar dazadiem uznémumiem,
bet pasreizgja situacija $1 sadarbiba ir vairak akadémiska un pé&tnieciska. Universitate plano
turpinat So sadarbibu, veicinot zinatnisko darbu un izglitibas programmu attistibu.

Papildu ieskats: RTU saskata nepiecieSamibu péc strukturalas pieejas pusvaditaju
nozares attistibai Baltijas regiona, sakot no universitasu Iimena un iesaistot studentus $aja joma.
Universitate uzsver ar1 nepiecieSamibu p&c kvalificéta darbaspéka sagatavoSanas un pieaugosa
pieprasijuma péc $SIm zinaSanam.

97



Rigas Tehniskas universitates Mikrovilnu inZenierijas un elektronikas instituts

Iestades nakotnes virzieni: Koncentr&jas uz pusvaditaju dizaina un integralo shému
izstradi. Plano attistit un pilnveidot izglitibas kursus S$aja joma, piesaistot studentus un
doktorantus p&tniecibai un Cipu izstradei. Katedra uzsver vajadzibu p&c atbilstoSa finans€juma,
lai paplasinatu savas pé€tnieciskas iesp&jas un pilnveidotu esosas tehnologijas.

Skatijums uz Baltijas regionalo stratégiju: Katedra atzist, ka sadarbiba Baltijas
valstu starpa ir butiska, lai attistitu pusvaditaju nozari. Sadarbibas virzieni varétu ietvert kopigu
projektu iesniegSanu, piekluves nodrosinasanu nepiecieSamajiem resursiem un ekspertizi, ka
ar1 iesp&jamo partneribu ar citam valstim, pieme&ram, Taivanu.

Iestades mijiedarblba ar uznémumiem: Katedra sadarbojas ar dazadiem
uznémumiem, tostarp ar tadiem, kas nodarbojas ar &ipu dizaina izstradi un elektroniku. ST
sadarbiba palidz uzlabot izglitibas procesu, sniedzot studentiem praktisku pieredzi un iesp&ju
stradat pie realiem projektiem.

Papildu ieskats: Lielakais izaicinajums, ar ko saskaras katedra, ir finanséjuma trikums.
Tas ierobezo iesp€jas izstradat jaunus projektus un pilnveidot izglitibas programmas. Tapat
pastav nepiecieSamiba péc plasakas valsts atbalsta un politiskas ieinteresétibas pusvaditaju
nozares attistiba Baltijas regiona.

Apkopojot interviju rezultatus, var izdarit $adus galvenos secinajumus:
e Uzsvars uz izglitibas programmu attistibu, kas atbilstu industrialajam vajadzibam,
sekmgjot prasmju attistibu un pétniecisko darbu.
o Strateégiska nozares specializacija un niSu defin€Sana ir svariga sinergijas un
starptautiskas atpazistamibas veicinasanai.
o Bitiska ir starptautiska sadarbiba un investiciju piesaiste, lai sekmé&tu pusvaditaju
vertibu k&des attistibu.

3.2.2. Uznémumu interviju rezultati: Baltijas attistibas virzieni

Intervijas ar uzn@émuma parstavjiem un augstskolam tika veiktas laika posma no 2023.
gada 16. oktobra, Iidz 2023. gada 16. decembrim. Intervijas tika veiktas gan tieSsaisté (MS
Teams & ZOOM platformas), ka arT klatien€ (ierakstot sarunas digitali), un pec tam apstradatas,
lai veidotu transkriptus, un pielietojot kvalitativas kontentanalizes metodi analizetas, lai
definétu atbildes.

SIA “WISEBERG TECHNOLOGY” (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva:

e Wiseberg uzskata, ka ir svarigi attistit pusvaditaju vértibu kédes komponentu razoSanu
Eiropa, lai nebuitu atkariba no treSajam valstim, it Tpasi Kinas. Uznémums pauz viedokli,
ka Baltijas valstim vajadz€tu attistit razoSanu plasa spektra, nesadalot fokuséSanos tikai
uz specifiskam ni§am, lai mazinatu riskus un politisko atkaribu.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

e Investicijas ir galvenais faktors razoSanas attistiba, un tiek uzsverts, ka jaapzinas
komponensu tirgus Eiropa. Wiseberg aicina uz sadarbibu, pérkot komponentes no
vietgjiem razotajiem, lai veicinatu jaunu razotnu atveérSanu un mazinatu atkaribu no
importa.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

e Paglaik uzp@émumam ir sadarbiba galvenokart ar Latvijas klientiem, kuri eksporté uz

citam Eiropas valstim un pasauli, un ir plani paplasinat sadarbibas ar Igaunijas tirgu.
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Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

e Wiseberg paslaik sadarbojas ar Cehijas universitati, nodroginot prakses vietas
studentiem. Uzne€mums ir atverts sadarbibai ar izglitibas iestadém un uztur kontaktus
ar darbiniekiem, kuri ir sakusi stradat péc prakses vai izglitibas iestazu absolvéSanas.
Uznémums uzskata, ka $ada veida sadarbiba ir biitiska, lai studenti giitu realo darba
pieredzi un izpratni par industrijas prasibam.

Papildu ieskati:

e Wiseberg saskata iesp&jamus izaicinajumus pusvaditaju razoSana, tostarp nepietickamu
pieredzi Eiropa un materialu pieejamibu. Ir ar izteikta vajadziba p&c strat€gijas un
investiciju piesaistes, lai veicinatu nozares attistibu. Uznémums uzskata, ka ir jasak ar
kritiski svarigam komponenteém un pakapeniski japaplasina razoSanas joma, lai panaktu
ne tikai atkaribu no importa, bet ar veicinatu eksportu.

Testonica Lab OU (Igaunija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no Testonica viedokla:

o Uznémums uzskata, ka Baltijas valstim jaattistas tadas pusvaditaju vertibu k&des nisas,
kas lauj sakt ar vienkarsakiem produktiem un pariet uz sarezgitakiem. Pieméram, sakt
ar funkciju blokiem, kas vélak tiks integréti gatavos ¢ipos.

e Vini redz, ka Baltijas valstu konkurences priekSrocibas varétu biit saistitas ar
uznémumiem, kas razo pusvaditajus péc Padomju Savienibas sabrukuma, vai tadiem,
kas dibinati ka bizness vai universitates projekti.

o Ipasi perspektiva nisa ir saistita ar maksligo intelektu un kiberdrosibu, kura Baltijas
valstis var€tu izmantot savu esoSo spécigo sektoru, pieméram, NATO kiberdroSibas
biroju Tallina un akadémiskas pétijumu grupas, kas strada pie kiberdrosibas aparatiras,
ieskaitot Cipus.

Testonica sadarbibas stratégijas pusvaditaju sektora:

e Uznémums paredz, ka svarigi ir veidot tikloSanas pasakumus, lai veicinatu sadarbibu
starp interesentiem, un ka mazam grupam ar dazadam kompetence€m varétu bit liela
nozime jauna sektora attistiba.

e Vini uzsver, ka svarigi ir sadarboties ar lielakiem uznémumiem ES ietvaru programmu
ietvaros, lai glitu pé€tniecibas un attistibas sadarbibu, kas var€tu but sakumpunkts
komercialam sadarbibam.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

e Testonica ir piedalijusies sadarbibas, kas nav tiesi saistitas ar Cipu attistibu, bet ir
veicinajusi citu uznémumu darbibu. Vini ir darbojusies ka dala no plasakiem projektiem,
piem&ram, Horizon projektos, sadarbiba ar arvalstu partneriem.

Sadarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

o Testonica ilgstoSi sadarbojas ar Tallinas Tehniskas universitates (TalTech) p&tniekiem,
jo uznemums tika dibinats ka izvestspeks no §is universitates. Uzn€mums ir izvietots
Tehnopola teritorija, kas atrodas TalTech kampusa. ST tuviba ir veicinajusi sadarbibu,
kura PhD studenti varétu praktiski piemé&rot savus pétijumus un aizstavét savas
promocijas darbus. Uzn€mumam ir ar1 plaSs akadémiskais tikls Eiropa, kas ietver
sadarbibu ar dazadam universitatém Vacija, Italija, Niderlandg, Belgija un Zviedrija.

Papildu ieskati un izaicinajumi:

e Galvenais izaicinajums ir, ka uznémeéjdarbibas vide Baltijas valstis vél nav gatava
pusvaditaju nozares attistibai. Investori nav gatavi ieguldit pusvaditaju nozarg, jo trikst
gan ekspertizes, gan nepieciesamo saiknu, kas palidzetu start-up uznémumiem izdzivot
pasiem saviem spekiem.
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e Viens no risinajumiem ir universitasu aktivitasu parveido$ana darbojosos uznémumiem,
izmantojot pétniecibas grantus un projektus, kas finanséti no ES fondiem.

AS "KEPP EU" (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no KEPP EU viedokla:

e Uznémums ir veiksmigi iesaistijies silicija razosanas tehnologijas. Nodarbojas ar
silicija monokristalu audzesanu pusvaditaju industrijas vajadzibam, izmantojot unikalu,
pasu izstradatu audz&sanas tehnologiju.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

e Nemot véra Baltijas valstu ekonomiku mazo izméru, loti svarigi ir kopigi koordinét
investicijas projektos, lai veértibu k&deé neveidotos dublésanas, 1pasi, ja runa ir par lielam
investicijam.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

e Notiek sadarbiba ar LU CFI, SMI (Skaitliskas model&sanas institiits). Sadarbiba ar EDI
(Elektronikas un datorikas institiits) notika 2015.-2016. gada, bet turpmak nav
attistijusies. Peédeja laika cenSamies nodibinat kontaktus ar RTU (Rigas tehnisko
universitati). Mes nesadarbojamies ar augstskolam Baltijas valstis arpus Latvijas.
Eiropa sadarbojamies ar uzpémumu “Fraunhoffer CSP” un Minhenes Tehnisko
universitati.

Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

e Sadarbiba ar SMI (Skaitliskas modeléSanas institiits) stradajam ar monokristalu
augSanas laika notiekoSo procesu modeléSanu, notiek efektiva sadarbiba ar LU CFI,
pasi attieciba uz rezultatu apstradi, attistibas virzienu parrunam un jaunu metodiku
izstradi. Ar EDI (Elektronikas un datorzinatnu institiits) tika veikts darbu kopums, lai
apstradatu procesa video attelus ar vadibas signalu generésanu kristala augSanas atruma
reguléSanai.

Papildu ieskati un izaicinajumi:

e Ir divas galvenas problémas — cilvéku piesaiste un investiciju piesaiste. Augsto
tehnologiju uznémumu vertibas strukttra nekustama Ipasuma izmaksas ir aptuveni 10%.
Tas noteikti nav pietickama garantija jaunu nozaru radiSanai. NepiecieSams banku
"projektu" finansgjums, ko drosi vien sedz valsts vai lidzigas garantijas, bet sakotngji
kaut kas budzeta subsidiju vai aizdevumu veida, ar finans€jumu balstoties uz Eiropas
ekspertu atzinumiem. Riska finans€jums var but pienemams, lai organiz&tu iericu
montazu, tacu misu gadijuma, ja bizness ir dzil§ B2B , tas ir nelietderigi.

AS "HansaMatrix" (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no AS HansaMatrix viedokla:

e Uznémums uzsver nepieciesamibu izvEleties prioritates un méginat sarazot Eiropas
valsts Itmen1 vajadzigas komponentes pasiem, lai nodroSinatu neatkaribu un drosibu.
Lai gan HansaMatrix netiekas tieSi ar kritiskam nozarém, tas aizsardzibas nozares
fokuss ir biitisks, jo 1paSi nemot veéra pieredzi pandémijas laika, kad MikroTik
pasiitjumi nodroSinaja nepiecieSamas iekartas attalinatam darbam.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

e Uznémuma ieskata Eiropa vajadzétu mérkét iniciativas uz konkrétam vajadzibam,
piem&ram, veselibas un aizsardzibas sektoru. Baltijas uzp@mumiem ir svarigi
pieklauties vadosam iniciativam, jo regiona triikst resursu, lai uznemtos vadosu lomu.
NepiecieSama ir arT kvalificéta darbaspeka attistiba, jo paslaik ir triikums darbiniekiem
ar adekvatam matematikas zinasanam.
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Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

o HansaMatrix iesaistas sadarbiba, kuru atbalsta vacu eksperts Dieter Weiss, un ir dala
no asociacijas, kas lobe EMS nozares aktualas t€mas Brisele. Ta ka razosanas
kompetence Eiropa ir gandriz izzudusi, HansaMatrix pérk plates no Azijas raZotajiem
un tikai specifiskiem gadijumiem - no Italijas vai Lielbritanijas.

Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

o HansaMatrix uzsver sadarbibu ar izglitibas iestadém, piemeéram, RTU, un
nepiecieSamibu veidot izglitibas programmas, kas motivé jaunieSus macities eksaktas
zinatnes. Uznémums ir cinijies, lai sakot no 2025. gada tiktu ieviests eksamens
eksaktajas zinatn€s, lai nodroSinatu visparigas zinaSanas. HansaMatrix ari veido
ieksg€jas apmacibas klases sadarbiba ar Ogres Valsts tehnikumu.

Papildu ieskati un izaicinajumi:

o Kovalificéta darbaspéka trukums ir nozimigs izaicinajums, ar kuru sastopas uznémumes,
lai sasniegtu vélamo poziciju pusvaditaju veértibu kéde Baltijas regionam. Uznémums
uzskata, ka svarigi ir veidot pamatus, sakot ar “majas darbiem”, kas palidz&tu nozarei
augt un attistities.

AS "RD Alfa Mikroelektronikas Departaments' (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no RD Alfa viedokla:

e Uznémums RD Alfa strada pusvaditaju dizaina, iesainoSanas un testéSanas (Backend)
joma, kas ir McKinsey veértibu k&des dala. Ir plani attistit Sos virzienus talak, bet kara
sakums ir izbeidzis sadarbibu ar galveno silicija pamatnu razotaju, tapec tick meklétas
alternativas. RD Alfa ir apzinajies, ka Eiropa ir maz silicija pamatnu razotaju, kas
nespé&j nodrosinat mazo apjomu pieprasijumu, un pastav bazas par intelektuala ipaSuma
aizsardzibu sadarbiba ar Kinas uznémumiem, 1pasi militarajiem projektiem.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

e Uznémums ierosina veidot mikroelektronikas klasteri, kuras dazadu iericu
apsaimniekoSanu vartu veikt kopigi, jo katram atseviski ir griti uzturét dublétas
iekartas un nodro$inat nepiecieSamo energiju. Ir svarigi sakartot intelektuala Tpasuma
jautajumus un finans€Sanas pieejamibu.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

o RD Alfa sadarbojas ar klientiem no Baltijas valstim, galvenokart no industrijas sektora.
Piemé&ram, sadarbiba ar Baltic Scientific Instruments ir neliela, bet nodroSina
kvalitativus risinajumus. BSI tiek uzskatits par bitisku partneri, lai gan tai trikst
cilvekresursu, 1pasi sadarbibai ar Eiropas Kosmosa agenttiru (ESA).

Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

o RD Alfa ir sadarbojies ar CFI materialu zinatnes joma, veicot Skérsgriezuma analizes.
Uznémums ir méginajis sadarboties ar Arménijas zinatniekiem fotodetektoru projekta,
bet saskaras ar problémam, apvienojot teoriju ar praksi. RD Alfa atzist, ka Latvija trikst
kvalificétu specialistu, kas radijis problémas ar jaunu darbinieku piesaisti un
saglabasanu.

Papildu ieskati un izaicinajumi:

e Lai sasniegtu vElamo poziciju pusvaditaju veértibu kédeé, RD Alfa saskaras ar
izaicinagjumiem, kas saistiti ar pareju uz jaunam tehnologijam un nepiecieSamibu péc
lielam investicijam. Uznémums redz klasteru veidoSanu ka iesp&jamo veiksmigas
sadarbibas modeli regiona. Tapat RD Alfa norada, ka Chip-Act Eiropa sak sanemt realu

- we—

atbalstu, bet Latvija §1s iniciativas ir novélotas.
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SIA “OG Sense” (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no OG Sense viedokla:

e OG Sense uzskata, ka viena no nisam, uz kuram Baltijas valstim jafokusgjas, ir
polim&ru tehnologijas, kur Latvijas Universitate (LU) un Rigas Tehniska universitate
(RTU) jau veic pétniecibu. Lai gan Latvija ir paris uznp@mumi, kas strada ar litija-
neobata, silicija un polim&ru tehnologijam, to ir par maz gan razosanai, gan p&tniecibai.
OG Sense redz iespgjas sadarbibai Latvija un atzimé Lietuvas fotonikas centru ka
starptautiski atzitu vietu, ar kuru véletos vairak sadarboties.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

e OG Sense izce] nepiecieSamibu péc lielakas sadarbibas un informacijas apmainas starp
nozares dalibniekiem Baltijas Iimeni. Joprojam ir neskaidriba par to, kas notiek Igaunija
un Lietuva, it Tpasi attieciba uz specialistiem un uzpémumiem.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

e Uznémums potenciali apsver sadarbibu ar Tallinas Tehnisko Universitati (TalTech) un

izsaka sajutu, ka litografija Lietuvai un Igaunijai var€tu biit vairak kompetencu.
Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

e OG Sense sadarbojas ar LU CFI, no kura arT ir nakusi uzn€muma lidzdibinataji un
eksperti, un nedaudz art ar RTU. Uzn@mums norada, ka ir laba sadarbiba ar LU, kas var
nodros$inat materialus, ar OSI, kas var palidzét sintezet, un ar EDI. OG Sense, ka start-
up, skatas péc resursu pieejamibas un vajadzibam.

Papildu ieskati un izaicinajumi:

e OG Sense saskata finanséjumu ka vienmer esoSu izaicinajumu un atzist, ka specialistu
trikums ietekmé sp&ju uzrakstit kvalitativus projektu pieteikumus. Tapat trukst iekartu,
kas nepiecieSamas specialistiem. OG Sense izsaka viedokli, ka biitu nepiecieSami viens
vai maksimums tris lieli centri, kas p&titu un attistitu mikro-nano elektroniku Baltijas
regiona, lai izvairitos no iekartu dublésanas un nodro$inatu kopigu darbibu un zinasanu
apmainu nozaré.

SIA “Fiber Optical Solution” (Latvija)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no Optical Fiber Solutions viedokla:

e Uznémums ir 2011. gada dibinats un specializ&jas optisko ziroskopu un sist€emu
razo$ana, veicot visas procesu fazes iek$€ji. Vini ir vieni no nedaudzajiem pasaules
uznémumiem, kas to dara. Optical Fiber Solutions ir sanémis Latvijas valdibas atbalstu
razotnei, kas razo specifiskas ¢ipu veidus vinu produktiem.

Baltijas valstu sadarbibas stratégijas:

o Uznémums pauz bazas, ka Baltijas valstim bis griiti konkurét ar tadam valstim ka Kina
vai ASV pusvaditaju joma, nemot vera to, ka tehnologijas ir attistitas daudzus gadus un
prasa ievérojamas investicijas. Vini norada, ka varbit iesp&jama konkurétspéja tikai loti
specifiskas nisas, pieméram, militarajos pusvaditagjos NATO, bet ir nepiecieSama
valdibu starpa diskusija par So iesp&ju.

Esosa regionala sadarbiba vai partneriba:

e Optical Fiber Solutions ir klienti Baltijas valstis, ka ar1 sadarbojas ar uznpémumiem
Latvija, pieméram, Daugavpili, un partneriem Igaunija. Vinu biznesa darbibas ir stingri
kontrolétas no Latvijas valdibas puses.

Mijiedarbiba ar pétniecibas un izglitibas iestadem:

e Uznémumam triikkst specifisku vienoSanos ar izglitibas iestadém, un vini ir runajusi ar
Rigas Tehnisko universitati, bet nav sanémusi atbildi. Studenti, Skiet, v€las virzities
vairak zinatniskaja virziena. Daudzi aizbrauc stradat uz Eiropu. Optical Fiber Solutions
norada, ka inZenieru komandu algas Latvija ir zemas, un ta ir probléma.
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Papildu ieskati un izaicinajumi:

o Uznémums norada, ka, lai sasniegtu vélamo poziciju pusvaditaju vertibu kéde Baltijas
regionam, ir nepiecieSamas valdibas diskusijas ar citu ES valstu valdibam par
iesp&jamo daliSanos pelna. Bez sadas diskusijas investicijas var nebiit efektivas. Optical
Fiber Solutions ar ierosina valdibai veidot fondu, kas palidz&tu jaunajiem inZenieriem.

Teltonika UAB (Lietuva)
Baltijas regionalas stratégijas perspektiva no Teltonika viedokla:

e Teltonika plano uzsakt pusvaditaju Cipu razoSanas nozari Lietuva. Uzpémums ir
noslédzis tehnologiju sadarbibas ligumu ar Taivanas Ripnieciskas tehnologijas
pétniecibas instititu (ITRI), kas lauj Teltonikai iegiit licences pusvaditaju Cipu
razosanas tehnologijam un iekartam, kuras izstradajis ITRI.

o Teltonika pusvaditaju projekts sastav no Cetriem apakSprojektiem: dizaina centrs, 8
collu Wafer FAB (pusvaditaju pamatnu razotne), iepakoSanas un test€Sanas riipnica, ka
ar1 jaudas modula montazas un test€Sanas riipnica. Pusvaditaju cipu montazas,
test€Sanas un razo$anas komplekss biis dala no Teltonika High-Tech Hill tehnologiju
parka Vilna, kur tiek istenoti desmitiem projektu, lai izveidotu pilnu elektronikas
razoSanas vertibu k&di.

« Paglaik tiek pabeigta pusvaditaju &ipu projekta pirma faze - izpétes darbs. Saja fazé tika
novertéti visi nepiecieSamie resursi un celvezi Teltonika pusvaditaju projekta
stenoSanai Lietuva.

e Nakama faze paredz licences nepiecie$amajam tehnologijam no ITRI uz Teltonika,
detalizétu planu izstradi Siem projektiem un buvatlauju iegiiSanu. Tas var€tu prasit
aptuveni paris gadus Iidz 2025. gada beigam. Tomer sikaka informacija ir ieklauta ka
konfidenciala tehnologiju sadarbibas Iiguma, tap&c to nevar atklat.

Galvenie secinajumi, analiz€jot uznémumu intervijas ir:

e Jakoncentr&jas uz kadu konkrétu niSu un inovativu risinajumu izstradi, pieméram,
sensoru tehnologijas un optoelektronika, izvairoties no parlieku konkurences
piesatinatam jomam.

e Bitiska ir sadarbiba ar izglitibas iestadém un pétniecibu, lai nodrosinatu tehnologiju
parnesi un attistibu.

e NepiecieSams efektivi izmantot pieejamos finanSu resursus un identificét jaunus
finans€juma avotus.

3.2.3. Nakotnes stratégija un attistibas plans

Apkopojot interviju rezultatus par Baltijas regiona nakotnes strat€giju pusvaditaju
nozaré nakamajiem 5-10 gadiem, izcelas vairaki galvenie virzieni gan uzp@émumiem, gan
izglitibas un pétniecibas iestadém, gan abu grupu kopigai darbibai:

o Lai panaktu veiksmigu pusvaditaju nozares attistibu Baltija, butiski ir veidot cieSu
sadarbibu starp uzp@mumiem un izglitibas iestadém, defingjot skaidru niSu un
specializaciju, un piesaistot nepiecieSamos finanSu resursus.

o Inovaciju atbalsts, kvalificéta darbaspeka pieejamiba un pastaviga sadarbiba regionala
un starptautiska Itmen ir galvenas priekSnosacijumi mérku sasniegSanai.

e Jaizvairas no parak plasa fokusa un jakoncentréjas uz konkrétam tehnologijam, kur
Baltijas valstim ir vai varétu but konkurétspg&jigas prieksrocibas.

Uznémumiem ir svarigi izveleties specializacijas jomas, kas sp€ nodroSinat
konkur€tsp&ju un inovaciju — sensoru izstrade, optoelektronika, un mikroelektronika ir dazas
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no tam. Tapat tiek uzsverta nepiecieSamiba veidot sadarbibu ar izglitibas iestadeém, lai sekmétu
tehnologiju parnesi. Ir butiski saglabat un piesaistit kvalificetu darbaspeku, ka ari veidot
spécigu Baltijas valstu telu ka uzticamu un profesionalu partneri pusvaditaju nozar€, vienlaikus
attistot sadarbibu ar Eiropas Savienibas valstim un izmantojot ES finans€juma iespgjas.

Izglitibas un pétniecibas iestadém ieteicams pieversties specialistu sagatavosanai, kas
atbilst nozares prasibam, veicinot sadarbibu un kvalifikacijas celSanu. Tapat svariga ir
koordinéta strat€gija nozares attistibai, kas iesaista studentus un macibspekus, stiprina
sadarbibu ar industrijas partneriem un veicina tehnologiju pielietojumu praks€. Papildus
ieteikumi iestadém ir specializ€tu ptniecibas centru un pilotliniju attistiba, investiciju piesaiste
un jaunu, funkcionalu materialu radiSana.

Kopigajam secinajumam var pievienot, ka Baltijas valstim ir jaattistas niSas, kas
piedava progresivas un adaptivas tehnologijas — ka piem&ram, maksliga intelekta un
kiberdrosibas tehnologiju attistiba, kas varétu izmantot regiona spécigas puses. Jauzsver ari
integréta pieeja pusvaditaju vertibu k&des attistiba, kas veicinatu sadarbibu gan regionala, gan
starptautiska Itmeni, lai izmantotu kopigas resursus un izvairitos no iekartu un zinaSanu
dublesanas. Tapat jasekmé kopigas investiciju strat€gijas izstrade un japieveérS uzmaniba
kvalificeta darbaspéka piesaistei un sagatavosanai, lai nodroSinatu nozares ilgtsp&jigu attistibu
un inovacijas.

To iesp&jams turpinat attistibu virzienos, kas saistiti ar test€Sanu, dizainu un iepakoSanu,
nakotné paplasinot Iidz pilotlinijas un prototip&Sanas izveidei un raZzoSanas atbalstam - tas ir ka
priekSnosacijums cilvéku kapitala izveidei un potencials investiciju piesaistei nozares attistibai.
Tas vargtu sekmét tehnologiju parnesi no pétniecibas uz praktisko pielietojumu un veicinat
regiona konkurétsp&ju $aja augsto tehnologiju nozaré. Sads pieaugums un daudzveidiba
pusvaditaju tehnologiju p&tnieciba un izglitiba Baltijas regiona norada uz nozares attistibas
potencialu un sp&ju piedavat jaunas izaugsmes iesp&jas. Tadgjadi Baltijas regions varétu ienemt
nisas vietu Eiropas un pasaules pusvaditaju tehnologiju nozares kartg.

Zemak attéla (skat. 3.1. att€lu) ir pétijuma autoru izstradata un izvirzita Latvijas
stratégija pusvaditdju nozares attistibai, nemot vera ieprieksgjas nodalas secinajumus.
Strat€gija paredz pusvaditaju jomas kapacitates stiprinasanu ilgtermina, veicinot talantu
piesaisti un noturéSanu, izveidojot jaunas macibu programmas un palielinot izpratni par nozari.
Uzsvars tiek likts uz kompetencu celSanu un sadarbibu starp akadémisko un ripniecisko
sektoru, ka arT nisu identific€Sanu produktiem un tehnologijam ar augstu pievienoto veértibu un
nesatinatiem tirgiem.
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2024-2026 2026-2029 2025-2028 2026-2029 2029-2035

P P =2 % %, %
Y 7 = 7 % 7 7
7 7 - 7 7 7
&g 7 7 - 7 el 7 7
1. Dizains 2. Testesana 3. IepakoSana 4. Pilotlinijas 5. Prototipesana 6. RaZoSana
Testesanas &_Dﬂizaina la'bOEatorija RTU Teste3anas & dizaina Silicija fotonikas pilotlinijas Attistit pilotliniju «Fabless» (bezraZotnu) piceja
(sakotngji silicija & poliméru fotonika, laboratorijas (RTU sadarbiba ar CFI & infrastruktiiru, lai un &ipu izstradé un razodana —
augot talak ar citam platformam, papildinasana ar IMEC), poliméru fotonikas ~ sniegtu prototipgsanas un nakotng analogo &ipu
piem@ram, kvantu fotonikas ierices), iepakosanas ickartam pilotliija (CFI) pakalpojumus razo$ana (sadarbiba ar Latvijas
sadarbiba ar EDI & CFI. ¢ipu razotajiem)
Macibu programmas: *  CMOS elektronikas tehnologijas procesi ) Optoeleik_t}’opik_avs dizai_rls . .
Nepieciesamas pusvaditju inFenieru «  Pusvaditiju ra¥oSanas iekrtu biive C Pusvadltaj. u iericu te.stesar}a un 1epakosana .
apmacibam, lai ilgtermina «  Analogas un digitalas elektronikas dizains Pusvaditaju uzlabotie pielietojumi (kvantu sakari,
attistitu industriju. aizsardziba, maksligais intelekts u.c.)
Cipu D S Valde: Padome: * Dizaina pakalpoivumi.un riki: nodrosina specializétus fii;ajtla pakalpojum}ls )
N « RTU « IMEC » Kompetencu cel$ana: uzsvars uz nozares izpratnes veicinasanu un prasmju apguvi.
Kompetencu Centrs « CFI . KTH » Specializgta ekspertize: piedava piekluvi specialam zinaSanam un pakalpojumiem.
(JEDI - Joint Endeavor for Design and Integration) EDI . LMT » ZinaSanu apmaina: Centrs veicina pieredzes un labako praksu apmainu.
Pakapeniska citu organizaciju ieklausana, «  MikroTik » ikroTik « Izglitibas darbiba: isteno izglitibas programmas, veicinot daudzveidigu talantu
kuras sniegs ekspertizi un resursus centram. IKIOB! MikroTi attistibu

Attéls 3.1 Latvijas pusvaditaju attistibas stratégija

Strat€gija paredz&tas aktivitates, kas ietver dizainu, test€Sanu, iepakosanu un pilotliniju
izveido$anu, pasi uzsverot silicija un poliméru fotonikas nozari. Saja joma jau pastav
sadarbiba ar Elektronikas un datorikas instittitu (EDI) un Cietvielu fizikas institiitu (CFI), un ir
planots So sadarbibu paplasinat, lai veicinatu jaunu un inovativu produktu radiSanu. Lidztekus
tam tiek planots papildinat test€Sanas un dizaina laboratorijas ar iepakoSanas iekartam, kas
atbalstis jaunuzn€mumu un eso$o uznémumu attistibu Latvija.

Macibu programmas ir izvirzitas ka centrals elements stratégija, kas nepiecieSamas
pusvaditaju inZenieru apmacibai un industriju ilgtermina attistibai. Tas ietvers kursus par
CMOS elektronikas tehnologiju procesiem, pusvaditaju razosanas iekartu buivi, analogas un
digitalas elektronikas dizainu, ka ar1 optoelektronikas dizainu un pusvaditaju uzlabotajiem
pielietojumiem, piem&ram, kvantu sakariem un maksliga intelekta tehnologijam.

Latvija svarigi izveidot Cipu Dizaina un Testé$anas Kompetenéu Centru (JEDI - Joint
Endeavor for Design and Integration), kas pakapeniski ieklaus citas organizacijas, sniedzot
ekspertizi un resursus centra attistibai. Valdes un padomes sastava ir ieklauti parstavji no RTU,
imec, CFI, MikroTik un citam organizacijam. Strat€gija paredz papildu investiciju piesaisti
test€Sanas un dizaina infrastruktiira, kas lautu nodroSinat laboratoriju darbibu un papildinasanu
ar iepakoSanas iekartam Latvija, tadejadi sekméjot nozares attistibu un inovaciju potencialu.

Latvijas augstskolu studiju programmu izp&te liecina, ka situacija fundamentalas
pusvaditaju fizikas joma ir labvéliga. Studentiem ir pieejamas studijas par cietvielu fiziku,
lietisko ktmiju, elektronisko signalu analizi, nanotehnologijam un citam jomam. Ari masinbiive
tiek uzskatita par spécigu nozares dalu. Tom&r, manami triikst lietiSki orientétu kursu par
pusvaditaju tehnologijam, ka arT elektronikas un optoelektronikas dizaina kursi nav pietickami
attistiti. Lai atbalstitu pusvaditaju industrijas attistibu Latvija, biitu v€lamas $adas macibu
programmas:

e (CMOS elektronikas tehnologijas procesi,
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Pusvaditaju razoSanas iekartu biive, pieméram, uznpémumiem ka Sidrabe un
Kepp EU,

Analogas un digitalas elektronikas dizains,

Optoelektronikas dizains,

Pusvaditaju iericu testéSana un iepakoSana,

Pusvaditaju uzlaboti pielietojumi, ka kvantu sakari, aizsardziba, maksligais
intelekts.

NepiecieSama darbaspeka izglitoSanai biitu jaapsver §adi priekslikumi:

Macibspéeku nosiitiSana apmacibas, lai iegiitu zinaSanas aktualajas pusvaditaju
nozar€s, pieméram, More-Than-Moore tehnologijas, kvantu aprékinos, augstas
jaudas mikroelektronika, maksligais intelekts.

Attalinatu izglitibas platformu izmantoSana macibspeku kvalifikacijas celSanai,
piem&ram, izmantojot resursus ka semi.org un edx.org.

Vieslektoru piesaistiSana no vado$am pusvaditaju nozares augstskolam un
iestadem.

Jaunu kursu un studiju programmu izstradei:

Pusvaditaju pamatzinaSanu paplasinaSana, tostarp CMOS pamati un
elektronikas/fotonikas VLSI dizaina kursi, kas jasak sniegt no pamatiem.
Izveleties perspektivas tehnologijas jauniem kursiem, kas var€tu stiprinat
Latvijas konkur&tsp€ju globala [imen.

Veicinat sadarbibu ar Latvijas uznémumiem no pusvaditaju ke&des, lai
studentiem butu skaidra izpratne par nakotnes karjeras iesp&jam.

Infrastruktiras triikumi, kas butiski ietekme Latvijas pusvaditaju nozares attistibu, un
jasniedz priekSlikumi to noverSanai. Vajadzibas gadijuma japaplasina sadarbiba ar vadoSiem
uznémumiem, pieméram, IMEC Belgija, lai kvalificétu personalu un ieviestu jaunus studiju
priekS§metus un programmas.

TrukstoSajai infrastruktirai:

Jauzlabo apstakli pusvaditaju razoSanas iekartu razotajiem, pieméram, Sidrabe
un KeppEU, kas sp€ kalpot ka piegadataji ne tikai vietgjiem, bet ari
starptautiskiem tirgiem, nemot véra pieaugoSo pieprasijumu no pusvaditaju
razotném.

Pusvaditaju raZzotnu attistiba, ieguldot pilotlinijas, lai viet€jie un jaunie
uzpémumi, ka arl augstskolas var€tu prototipét un sagatavot produktus
meérogosanai.

Iesainosanas jeb backend razotnu, pieméram, OSAT (Outsourced Assembly and
Test) attistiba, izmantojot Latvijas kompetenci Cipu testéSana, lai veicinatu
OSAT biznesa attistibu.

Sadi infrastruktiiras ieguldijumi bis bitiski jaunu talantu izglito$anai un
nozares attistibai.

3.3. Latvijas ekonomiskos un konkurétspéjas ieguvumu prognozes

Sociali ekonomiskas analizes meérkis ir prognozét Latvijas ekonomiskos un
konkurétsp&jas ieguvumus no pusvaditaju strat€gijas realizacijas 10 gadu perspektiva (tostarp
ieklaujot analizi par augsti kvalificétu ekspertu pieejamibu, infrastruktiiras ietekmi uz
inovativo produktu attistibu, investicijam noteikt projekta izdevigumu no sabiedribas viedokla.
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Sociali ekonomiska analize tiek veikta laika periodam no 2024. gada sakuma lidz 2034.
gada beigam (kopa 11 gadi), taja ieskaitot projekta sakotn&jas fazes realizacijas terminu 1 gads
(no 2024. gada sakuma Iidz 2024. gada beigam) un projekta dzives ciklu 10 gadi (no 2025.
gada sakuma lidz 2034. gada beigam). Sociali ekonomiska analize tiek veikta salidzinamajas
2023. gada cenas.

Analize tiek izmantota diskontétas naudas plismas metode, diskontéSana izmantojot
realo socialo diskonta likmi 5.00% apmeéra (saskana ar Finansu Ministrijas un Eiropas
Komisijas  sagatavotajam  izmaksu un  ieguvumu  analizes  vadlinijam  Avots:
https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes).

Sociali ekonomiska analizé izmantota vid&ji sverta pievienotas vertibas nodokla likme
15.90% apméra, minimala un progresiva iedzivotaju ien€émuma nodokla likmes attiecigi
20.00 %un 23.00% apmera visa aprékinu perioda, ka ar1 darba devéja un darba némgja valsts
socialas apdroSinasanas obligato iemaksu likmes attiecigi 23.59% un 10.50%.

Lai noteiktu potencialo ekonomisko ieguvumus no stratégijas ieviesanas, tika veikta
zinatnisko darbu izpéte, nosakot ekonomiskos ieguvumus, kuri ir piemérojami katra attiecigaja
gadijuma. Zinatnisko darbu izpéte tika veikta sekojoSajas datu bazeés: “Google Scholar”,
“JSTOR”, “ScienceDirect” un “EBSCO”. Ekonomikas datu ieguve tika veikta no attiecigaja
datubazeém, kuras ir noraditas pie izmantotajiem datiem pie katra socialekonomiska ieguvuma.
Datu analize tika veikta MS Excel programma, balstoties uz prognozetajiem datiem no finansu
modela par katru attistibas scenariju. Silicija fotonu pusvaditaju laboratorijas un poliméru
pusvaditaju razoSanas pilotlinijas ievieSanas gadijjuma tika kvantificéti Cetri galvenie
socialekonomiskie ieguvumu. Katra socialekonomiska ieguvuma izklasts apkopots zemak.

3.3.1. Ienémumi no ieturéta IIN un VSAOI jaunu darba vietu izveides rezultata

Ien@mumi no ieturéta IIN un VSAOI jaunu darba vietu izveides rezultata ieguvumu
aprékina, kas rodas no papildus iekaséta iedzivotaju ienakumu nodokla un valsts socialas
apdroSinasanas obligatajam iemaksam jaunu darba vietu izveides rezultata, izmantoto
pien@émumu apkopojums skatams 3.1.tabula.

Tabula 3.1 IIN, VSAOI ieguvumu aprékina izmantoto pienémumu apkopojums

Parametrs | Vertiba | Avots

Testesanas un dizaina laboratorija un poliméru fotonikas pusvaditaju razosanas pilotlinija (turpmak
tekstd attiecigi — laboratorija un pilotlinija)

Jaunas tie$as darba vietas | 59 Rigas Tehniskas Universitates un Latvijas Universitates
Cietvielu Fizikas Institita aprékins par nepiecieSamo
darbinieku skaitu darbibas nodro§inasanai.

Sekundarais efekts wuz | 3.00 2017. gada pétijums "MULTIPLIER EFFECTS OF
nodarbinatibu LATVIAN RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
2007-2013" (Elita Benga, Juris Hazners, Zaiga
Mikelsone), tabula Nr. 2.; 2015. gada pétijums
"Employment Growth in Europe: The Roles of
Innovation, Local Job Multipliers and Institutions
(Maarten Goos, Jozef Konings, Marieke Vandeweyer),
tabula Nr. 3.; Eiropas Komisijas darba dokuments, 2022.
gads, "A Chips Act for Europe", 84. lpp. (saite:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-
8799-2022-ADD-2/en/pdf)

Kopgjais jauno darba vietu | 177 Aprekins, nemot vera sekundaro efektu.
skaits
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Bruto algu aprekins tika izmantots no laboratorijas un pilotlinijas finanSu analizes
sadalas, nemot véra arl atalgojuma izmaksu pieaugumu, un proporcionali tika piemérots
sekundarais efekts. leguvumi tiek giiti perioda 2025.-2034. gads.

No bruto algas tika aprékinata IIN dala. Laboratorijas un pilotlinijas kopgjie planotie
nediskontétie papildus ienémumi no ieturéta iedzivotaju ienakuma nodokla visam projekta
laika periodam ir EUR 15,073,110.

No bruto algas tika aprékinata VSAOI dala, kopa gan darba devéja, gan darba némgja.
Laboratorijas un pilotlinijas kopgjie planotie nediskontétie papildus ienémumi no valsts
socialas apdroSinaSanas obligatajam iemaksam visam projekta laika periodam ir EUR
33,112,456.

Saja gadijuma tiek vértsti socialekonomiskie ieguvumi visai ekonomikai, tadel netiek
nemts véra nodoklu sadalijums starp pasvaldibas un valsts budzetiem.

3.3.2. Ieguvumino PVN, IIN un VSAOI ienémumiem ekonomiskas izaugsmes
izpetes un attistibas ieguldijumu un biivniecibas pieauguma rezultata

Ieguvumu aprékinam, kas rodas no papildus iekaséta pievienotas vértibas (koeficients)
nodokla, iedzivotaju ienakumu nodokla un valsts socialas apdro$inaSanas obligatajam
iemaksam ekonomiskas izaugsmes rezultata no projekta realiz€Sanas, izmantotie pienémumi
apkopoti 3.2. tabula.

Tabula 3.2 PVN, IIN, VSAOI ieguvumu aprékind izmantoto pienémumu apkopojums

Parametrs Vertiba Avots
Ieguldijumu pétnieciba un attistiba | EUR Rigas Tehniskas Universitates un
(kapitala un tieSie izdevumi, iznemot | 39,882,090 | Latvijas  Universitates Cietvielu
darbinieku algas) fizikas institita aprékins  par
nepiecieSamajiem ieguldijumiem
pétnieciba un attistiba.
Vidgjais sekundarais efekts uz IKP | 6.5075 2021. gada pétijums "Generic and
izaugsmi no ieguldijumiem pé&tnieciba 21775 public R&D fiscal policies: An
un attistiba, 1. - 6. gads ] empirical assessment for OECD
1.0475 Countries" (Giovanna Ciaffi, Matteo
11375 Deleidi), tabula Nr. 1.
0.8050
0.2700
Potencialais IKP pieaugums perioda | EUR Aprekins, nemot véra sekundaro
no 2025. — 2034. gadam no | 437,916,263 | efektu.
ieguldijumiem pé&tnieciba un attistiba
Ieguldijumu &kas biivnieciba EUR Rigas Tehniskas Universitates un
16,500,000 | Latvijas Universitates Cietvielu
fizikas  institita aprékins par
nepiecieSamajiem ieguldijumiem
¢kas biivnieciba.
Vidgjais sekundarais efekts uz IKP | 0.9275 2021. gada pétijums "Generic and
izaugsmi no ieguldijumiem 01275 public R&D fiscal policies: An
biivnieciba, 1. - 6. gads ) empirical assessment for OECD
0.0625
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Parametrs Vertiba Avots
0.0600 Countries" (Giovanna Ciaffi, Matteo

Deleidi), tabula Nr. 2.

Potencialais IKP pieaugums perioda | EUR Aprekins, nemot véra sekundaro

no 2025. — 2034. gadam no | 19,428,750 | efektu.

ieguldijumiem buvnieciba

Darbaspéka izmaksu dala no IKP 60.9% ANO Eiropas Ekonomikas komisijas
dati par 2020. gadu.

Darba speka izmaksas no IKP | EUR Aprekins, nemot véra potencialo IKP

picauguma 278,523,113 | pieaugumu un darbaspeka izmaksu
dalu no IKP.

Atbilstosi vairakiem petijumiem tiek pienemts, ka projekta veiktie ieguldijumi veidos
sekundaro efektu uz valsts iek§zemes kopproduktu, kopsumma potencialais IKP picaugums ir
EUR 457,345,013 laika perioda no 2025. Iidz 2034. gadam. Ieguvums no IKP picauguma tiek
aprékinats PVN, IIN un VSAOI izteiksm&. PVN ieguvums ir 15.9% potenciala IKP pieauguma
jeb EUR 69,628,686. Lai aprékinatu IIN ieguvumu, tika noteikta darbaspéku izmaksu dala no
IKP piecauguma un no tas tika aprékinats [IN. Kopsumma tie ir EUR 40,339,540 laika perioda
no 2025. lidz 2034. gadam. No IKP darbaspéka izmaksu dalas tika aprékinats ari VSAOI
ieguvums valsts budzeta perioda no 2025. lidz 2034. gadam, kas kopsumma sastada EUR
94,948,529.

Kopégjie planotie nediskontétie papildus ienémumi no iekas€ta pievienotas veértibas
nodokla, iedzivotaju ienakuma nodokla un valsts socialas apdroSinasanas obligatajam iemaksa
ekonomiskas izaugsmes rezultata no projekta realizacijas ir EUR 204,916,755.

3.3.3. Ieguvumino PVN, IIN un VSAOI nodoklu ienémumiem no apmacito
studentu nodarbinatibas sektora

Rigas Tehniska Universitate un Latvijas Universitates Cietvielu fizikas institiits
projekta ietvaros plano papildinat savas macibu programmas ar kursiem pusvaditaju joma, ka
rezultata sagatavojot augsti kvalificEtus §is jomas specialistus. Planots, ka Sie specialisti
sakotngji tiktu nodarbinati turpat universitates, §1 projekta ietvaros. Specialistu skaits tiek
definéts, nemot véra iesp&jamo specialistu skaitu, nemot veéra paredzeto iekartu un darba vietu
noslodzi, studentu interesi un macibspeku skaitu. Tacu sasniedzot esoSo projektu
nodarbinatibas kapacitati un nozarei attistoties, Sie specialisti tiktu nodarbinati citviet nozaré.

Tabula 3.3 nodoklu ienémumi no apmdcito studentu nodarbinatibas sektora

Parametrs Vertiba Avots

Apmacito un nodarbinato | 21 Rigas Tehniskas Universitate plano

inZenieru skaits arpus RTU silicija sagatavot 3 inZenierus katru gadu,

pusvaditaju laboratorijas perioda no 2025. lidz 2034. gadam, no
kuriem 21 ir planots nodarbinat citviet
nozare.

Nozaré nodarbinato inzenieru | EUR Aprekins, nemot véra §1 briza potencialo

bruto algas $aja perioda 5,299,935 algu Iimeni un to korig€jot péc
prognozetas algu inflacijas.

Apmacito un nodarbinato | 85 Rigas Tehniskas Universitate plano

zinatnisko asistentu skaits arpus sagatavot 6 specialistus 2025. gada, 8

RTU silicija pusvaditaju specialistus  2026. gada un 10

laboratorijas specialistus sakot no 2027. lidz 2034.
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gadam, no kuriem 85
nodarbinat citviet nozaré€.

ir planots

Nozaré nodarbinato
bruto algas $aja perioda

specialistu

EUR
18,475,531

Apréekins, nemot véra §1 briza potencialo
algu Iimeni un to korig€jot péc
prognozetas algu inflacijas.

Apmacito un nodarbinato | 31 Latvijas Universitates Cietvielu fizikas

inZenieru skaits arpus LU poliméru institlits plano sagatavot 5 inZenierus

fotonu  pusvaditaju  razoSanas katru gadu, perioda no 2027. lidz 2034.

pilotlinijas gadam, no kuriem 31 ir planots
nodarbinat citviet nozarg.

Nozaré nodarbinato inzenieru | EUR Apréekins, nemot véra §1 briza potencialo

bruto algas $aja perioda 8,169,168 algu ltmeni un to korig€jot péc

prognozetas algu inflacijas.

Saja gadijuma ieguvums tick aprékinats ka samaksata IIN un VSAOI izteiksmé valstij.
Nodarbinato RTU inzenieru un specialistu bruto algas tiek pienemtas attiecigi EUR 4,000 un
EUR 3,000 pirms algu inflacijas izmainam. Nodarbinato LU CFO sagatavoto inZenieru algas
pienemtas EUR 4,500 ménesi pirms algu inflacijas izmainam.

Kopsumma inzenieru un specialistu bruto algas perioda no 2025. lidz 2034. gadam ir
planotas EUR 31,944,633 apméra. No kuram valstij samaksatais IIN sastada EUR 5,498,796.
Tacu samaksatais darba némeéja un darba devéja VSAOI sastada EUR 10,899,926.

3.3.4. leguvumi no ar€jo tieSo investiciju piesaistes un to ietekmes uz IKP un
nodoklu ienémumiem

Valstij veicot butiskas izp&tes un attistibas investicijas gan cilvekkapitala, gan
pamatlidzeklos, ta bitiski uzlabos savu t€lu arvalstu investoru acis, tada veida piesaistot

papildus investicijas gan $ai, gan citam ar $o saistitam nozarém.

Tabula 3.4 leguvumi no arejo tieso investiciju piesaistes un to ietekmes uz IKP un nodoklu

Parametrs Vertiba Avots
Izpétes un attistibas | 0.74% Tiek pienemts, ka izp&tes un attistibas izdevumi
izdevumi, % no IKP ka % no IKP nemainisies visa analizes perioda un

saglabasies 2021. gada [imen.

RTU wun LU CFI|EUR Balstoties uz RTU un LU CFI aplési, perioda no
ieguldijumi izpét€ un | 86,394,592 | 2024. Iidz 2034. gadam $§1 projekta ietvaros tiek
attisttba 81 projekta planoti ieguldijumi tirtelpu izbiive, iekartu iegade
ietvaros, EURm un izpétes procesa.
Latvijas izp&tes un | 0.012 — | Aprékins. Tiek planots, ka Latvijas izp&tes un
attistibas izdevumu | 0.047 p.p. attistibas izdevumi ka % no IKP S$aja perioda
pieaugums, pieaugs par 0.005 Iidz 0.052 procentpunktiem,
procentpunkti atkariba no konkréta gada.
Argjo tieSo ieguldijumu | 124% 2014. gada pétijums “Foreign Direct Investment
pieaugums atkariba no 1 and Growth: EU, EMU, and Transition
p.p. pieauguma izpéetes Economies”, Tabula Nr. 4.
un attistibas
izdevumiem pret IKP,
20 gadu perioda
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Parametrs Vértiba Avots

Kumulativais 0.20% - | Aprekins. Tiek planots, ka argjas tiesas investicijas
picauguma efekts uz | 1.30% Latvija no 2025. lidz 2034. gadam pieaugs par
argjam tieSajam 0.20% l1dz 1.30%, atkariba no konkréta gada.
investicijam Latvija, %

Kopgjais argjo tieSo | EUR Aprekins. Planots, ka Latvija aras tiesas
investiciju apjoma | 186,100,792 | investicijas projekta rezultata piecaugs par EUR
pieaugums Latvija, 186,100,792 miljoniem perioda no 2025. gada lidz
projekta rezultata 2034. gadam.

Sakotngji tiek aprekinats Latvijas IKP perioda no 2024. gada lidz 2034. gadam,
balstoties uz Centralas Statistikas Parvaldes datiem un Latvijas Bankas prognozém. Prognozets,
ka Latvijas IKP 2025. gada pieaugs par 3.6% un turpmakajos gados par 2.0%. Aprékinos
pienemts, ka izp&tes un attistibas izdevumi ka procents no IKP paliks nemainigi salidzinajuma
ar 2021. gada datiem — 0.740%.

Balstoties uz RTU un LU CFI planotajiem ieguldijumiem izpé&t€ un attisttba EUR
86,394,592 apmera perioda no 2024. [idz 2034. gadam, izp&tes un attistibas izdevumi ka % no
IKP pieaugs robezas no 0.745% Iidz 0.792% atkariba no konkréta gada.

Atsaucoties uz petijumu, 1 procentpunkta pieaugums izpé€tes un attistibas izmaksas laus
palielinat argjas tiesas investicijas Latvija par 124% 20 gadu perioda. Lidz ar to ar&jas tiesas
investicijas Latvija varétu pieaugt par EUR 186,100,792 attiecigaja perioda.

3.3.5. Kyvalitativie socialekonomiskie ieguvumi / zaudéjumi

Papildus izmaksu — ieguvumu noteiktajiem kvantitativajiem sociali ekonomiskajiem
ieguvumiem sabiedriba giis arT Sadus kvalitativus ieguvumus / zaud&umus, kuri sociali
ekonomiskaja analize netika izverteti naudas izteiksme:

e leguvumi nacionalajai drosibai. [lgtermina attistot globali stratégiski svarigu jomu,
kura ienem biitisku lomu miisdienu piegazu un ikdiena lietojamo produktu razoSanas
kede, laus uzlabot Latvijas nacionalo drosibu. Citu valstu uzn€mumiem palaujoties uz
Latvija attistito kompetenci pusvaditaju joma, §is valstis klust stratégiski ieinteresétas,
lai Latvija pusvaditaju joma turpinatu attistities un nenotiktu neparedz€ti parravumi
piegades.

e Jeguvumi no ekosistemas attistibas. Uzsakot pusvaditaju jomas attistibu Latvija,
pieaugs gan ar $o jomu, gan citam saistita uznémejdarbiba, veidojot jaunuznémumus
nozar€ ar augstu pievienoto vertibu.

e Jeguvumi no nekustama IpaSuma vertibas pieauguma. Realizgjot projektu, tiks
nodroSinati nosacijumi projekta realizacijas apkartné esoSo Ipasumu tirgus veértibas
pieaugumam, ka ar darfjumu skaita pieaugumam ar blakus teritorijas esoSajiem
nekustamajiem Tpasumiem. Tiks palielinata citu regionu, ka arT arvalstu iedzivotaju
velme parcelties uz Rigas pilsétu.

e Zaudeéjumi projekta 1stenoSanas laika. Projekta TstenoSanas laika (ta buvniecibas
fazes laika) ta apkartné biis vérojama paaugstinata kravas transporta kustiba. Paredzams,
ka buivniecibas faze projekta istenosanas vieta biis vérojami ari trokSna un SEG emisiju
pieaugums.
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3.3.6. ENPV un ERR aprékins

Ekonomiska ienesiguma norma (ERR) meéra projekta rentabilitati un dod iesp&ju
salidzinat projekta ekonomisko atdevi ar kapitala zaud@to iesp&ju izmaksam. Ja ERR parsniedz
realo socialo diskonta likmi (t.i. 5.00%), tad projekts ir ekonomiski izdevigs sabiedribai.

Ekonomiska neto pasreizgja veértiba (ENPV) méra projekta ekonomisko izdevigumu
absoluta izteiksmé. ENPV ir jabiit > 0, lai projekts biitu akceptejams un izdevigs no sabiedribas
viedokla.

leguvumu un izmaksu attieciba sastdv no projekta  diskont€tajiem
socialekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupitajam izmaksam un projekta atlikuSas vertibas ta
dzives cikla beigas, attieciba pret projekta diskonteto izmaksu summu, kas sastav no projekta
investiciju izmaksam un projekta papildu izmaksam projekta dzives cikla laika.

Ja ieguvumu un izmaksu attieciba ir lielaka par 1, tad projekta laika raditie ien@émumi
un ieguvumi (finansialie un socialekonomiskie) parsniedz izmaksas un zaud&umus
(finansialos un socialekonomiskos).

Raditaju aprekina netiek nemts véra projekta finanséSanas avoti un to struktiira.

Projekta sociali ekonomiskas analizes raditaji:

Tabula 3.5 leguvumi no projekta, nemot véra socialekonomisko aspektu

Raditaja nosaukums Vertiba
Ekonomiska neto paSreizéja vertiba (ENPV) 180,891,507 EUR
Ekonomiska ienesiguma norma (ERR) 199.36%
Ieguvumu un izmaksu attieciba (B/C) 3.52

Aprekina tika ieklauti tikai tie socialekonomiskie ieguvumi, kas ir attiecinami gan uz
valsts budZetu, gan Rigas pasvaldibas budzetu.

Sociali ekonomiskas analizes rezultata tika noteikts projekta istenoSanas gadijuma
ENPV bis pozitivs, ERR parsniegs 5% un ieguvumu/izmaksu attieciba parsniegs 1. No ta var
secinat, ka projekts ir sabiedribai izdevigs.

3.4. FinanSu modela un finanséjuma avotu izstrade

Saja nodala tika izstradats finanSu modelis un identificét finanséjuma avoti plana
sasniegSanai. Sis process ietver detaliz€tu planu, kas paredz pieejamo finanSu resursu
apzinaSanu un to efektivu izmantosanu, lai atbalstitu nozares attistibu piecu gadu laika posma.

3.4.1. FinanSu analizes veik§ana izmantotie principi

Finan$u raditaju analizes mérkis ir parliecinaties par projekta dzivotsp&ju un
ekonomisko pamatotibu.

Analizg tiek izmantota diskontétas naudas pliismas metode.

FinanSu analize tiek veikta laika periodam no 2024. gada sakuma lidz 2034. gada
beigam (kopa 11 gadi), taja ieskaitot projekta realizacijas terminu 1 gadi (no 2024. gada
sakuma l1dz 2024. gada beigam) un projekta dzives ciklu 10 gadi (no 2025. gada sakuma lidz
2034. gada beigam).

FinanSu aprékiniem tika izmantota reala finansiala diskonta likme 4.00% apméra
(saskana ar Finansu Ministrijas un Eiropas Komisijas sagatavotajam izmaksu un ieguvumu
analizes  vadlinijam  (Makroekonomiskie  pienémumi un  prognozes,  Avots:
https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes)).
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Projekts ir ien@mumus giistoss projekts, kur ietvaros tiks realizéta projekta biivnieciba,
telpu pielago3ana un iekartu iegade. ST projekta ietvaros planots giit ienémumus no pétniecibas
projektu realizacijas, test€Sanas un razoSanas projektiem sadarbiba ar nozares uznémumiem,
ka ar silicija fotonu testéSanas laboratorijas nomas.

Prognozes tika izmantotas sekojosi makroekonomiskie pienémumi (skat. 3.6. tabulu),
saskana ar FinanSu Ministrijas noteiktajam makroekonomisko pien€mumu un prognozu
skaitliskajam vertibam no 04.07.2023 [Makroekonomiskie pien€mumi un prognozes, Avots:
https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes).

Tabula 3.6 Makroekonomiskie pienémumi un prognozes

Gads Patérina cenu izmainas Bruto darba algas izmainas
2024 2.20% 5.20%
2025 2.50% 2.40%
2026 2.30% 2.60%
2027 2.00% 2.80%
2028-2034 2.00% 2.10%

FinanSu analizg izmantota faktiska darba dev€ja valsts socialas apdros$inasanas obligato
iemaksu likme 23.59% apmeéra un faktiska darba néméja valsts socialas apdroSinasanas
obligato iemaksu likme 10.50% apméra visa aprékinu perioda. Aprekinos tika pienemta
faktiska iedzivotaja ienakuma likme atkariba no ienémumu limena, 20.00% gada ienakumiem
lidz EUR 20,004 un 23.00% ienakumiem sakot no EUR 20,004.

3.4.2. Nekustama IpaSuma attistiSana

Viens no pamatnosacijumiem strat€gijas ievieSanai ir piemérotu telpu izblive un
pielagoSana. Projekta ietvaros ir planots izbuveét €ku ar sekojoSajam platibam péc to
izmantoSanas veida:

Tabula 3.7 Nepieciesamo telpu platibu apkopojums

Telpu veids Pater} a CeN 1 A vots
izmainas

NepiecieSamo telpu platiba silicija fotonu 200 Zinatnieku sniegta
pusvaditaju laboratorijai, m? informacija
NepiecieSamo telpu platiba  poliméru Zinatnieku sniegta
fotonikas pusvaditaju pilotlinijai, m? 300 informacija

p Ju p jat, y
Papildus nepiecieSamas tirtelpas attistibai, 500 Zinatnieku sniegta
m? informacija
Tirtelpas kopa, m? 1000 Aprékins
NepiecieSamas atbalsta telpas, m? 1 000 Aprekins
Papildus telpas macibam, ofisam, citiem 2 000 Universitasu sniegta
mérkiem, m? informacija
Telpu platiba kopa, m? 10 000 Aprékins

Aprekinos pienemts, ka €kas biivniecibas projekteSana sakas 2024. gada un
noslédzas 2025. gada, €kas biivniecibas periodam ilgstot no 2025. gada lidz 2027.
gadam, kad @&ka biitu nodota ekspluatacija un pielagota §1 projekta vajadzibam.

Tirtelpa ir jebkura noteikta, slégta telpa, kura tiek veikti pasakumi, lai
samazinatu dalinu piesarnojumu un kontrolétu citus vides parametrus, pieméram,
temperatiiru, mitrumu un spiedienu. Galvena sastavdala ir augstas efektivitates
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dalipu gaisa (HEPA) filtrs, ko izmanto, lai notvertu dalinas, kuru izmérs ir 0,3
mikroni un lielakas. Viss gaiss, kuru piegada tirajai telpai, tiek filtréts caur HEPA
filtriem, un dazos gadifjumos, kad ir nepiecieSama augstaka tiribas pakape, tiek
izmantoti 1paSi mazu dalinu gaisa (ULPA) filtri [Clean room projektéSana, Avots
http://www.arrowmedical.lv/laboratorijas-mebeles/par-mu/].

Paredzets, ka jaunas €kas biivnieciba atbilstosi tirtelpu klases vajadzibam izmaksatu
EUR [16 500 000], tacu tirtelpu izveide Saja €ka izmaksatu vél papildus EUR [10 000 000].

3.4.3. Testesanas, dizaina, iepakoSanas un prototipéSanas laboratorijas finansu
analize

Projekta veiktie ieguldijumi

Test€Sanas un dizaina test€Sanas laboratorijas izveidei ir nepieciesamas kopsumma 400
m? telpas, no kuram 200 m? sastada tirtelpas un 200 m? atbalsta telpas. Ta ka tiek planots, ka
jaunas €kas biivnieciba noslégsies 2027. gada, Rigas Tehniska universitate plano jau Sobrid
izveidot tirtelpas Rigas Tehniskas Universitates telpas, lai laboratoriju varétu izveidot péc
iesp€jas atrak. Pienemts, ka esoSo telpu pielagoSana laboratorijas vajadzibam varétu notikt
2024. gada laika, Iidz ar to 2025. gada tiek planota laboratorijas atklaSana.

Kopsumma laboratorijas izveidei nepiecieSamais ieguldijjums iekartas sastada EUR
8,500,000, kam papildus nepieciesams ieguldijums EUR 2,400,000 esos$o universitates telpu
pielagoSanai laboratorijas vajadzibam.

Projekta darbibas ienémumi

Laboratorijas planotie ienémumi tiek daliti tr1s kategorijas — ienémumi no pusvaditaju
test€Sanas, ienémumi no laboratorijas nomas un ien€mumi no pétniecibas projektiem.

Ien@mumi no pusvaditaju testéSanas veidosies piesaistot argjos klientus (uznémumus,
pétniecibas iestades, u.c.), kam biis nepiecieSams jau izstradatu un sarazotu pusvaditaju
testeSanu. Balstoties uz ieprieks minétajiem ieguldijumiem iekartas, laboratorija tiks izveidotas
divas test€Sanas stacijas, kuras testéSanas un petniecibas noliikos tiks nodarbinatas viena maina.
Pienemts, ka vid€jais test€Sanas ilgums vienam pusvaditagjam ir 30 stundas. Lidz ar to
maksimala testéSanas kapacitate laboratorijai gada biitu 139 pusvaditaji. Vid€ja cena par viena
pusvaditaja test€Sanu sastada EUR 8,000. Tiek planots, ka maksimala test€Sanas noslodze
sastada 95.0% no maksimalas kapacitates, sakot no 2028. gada. Lidz tam laboratorijas noslodze
pienemta 50.0%, 70.0% un 80.0% no maksimalas kapacitates attiecigi 2025., 2026. un 2027.
gada.

Izveidojot $adu laboratoriju, universitates pétnieki spés piedalities augstaka limena
pétijumos, tados ka Horizon. Planots, ka vid&ji gada petnieki piedalisies divos pétijumos lidz
2031. gadam un turpmakajos gados piedalisies vidgji tr1s $ados pétijumos gada, no katra vidgji
gada sanemot EUR 200,000 iene@mumos.

Papildus testéSanas laboratorija tiks iznomata ar1 p&tniekiem no citam pétniecibas
iestadém, vai uznémumiem, lai nodroginatu lielaku tas noslodzi. Saja gadfjuma pienemts, ka
nomas ien€mumi no vienas mainas sastaditu EUR 1,200 un nomas noslodze 2025. gada biitu
35.0% no brivas kapacitates, katru gadu noslodzei picaugot par 5 procentpunktiem. Sajos
aprékinos pienemts, ka nomai pieejama ar1 otra maina.

Papildus ienémumi, ko laboratorija plano generét ir no mikroCipu dizaina
pakalpojumiem, tos nodroginot uznémumiem. Sajos aprékinos §adi ienémumi nav pienemti dél
plasas variacijas ien€mumos no viena projekta un to neregularitates.
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Projekta darbibas izmaksas

Laboratorija tiks nodarbinati pilna laika zinatnieki, inZenieri un zinatniskie asistenti,
kuri nodrosinas pusvaditaju test€Sanu, pétijumu izpildi un rezultatu apkoposanu. Zemak tabula
apkopots nepiecieSamo darbinieku skaits pa gadiem un to bruto algas ménest:

Tabula 3.8 Testéesanas un dizaina laboratorijai nepieciesamais darbinieku skaits pa gadiem

Gads Zinatnieku skaits InZenieru skaits Zmatnlsko. asistentu

skaits

2025. gads 2 2 3

2026. gads 2 5 6

2027. gads 2 7 8

2028. — 2034. gads 3 9 9

Bruto alga (EUR/ 5,000 4,000 3,000

men.)

Ka papildus izdevumi laboratorijas ikdienas darbibas nodro§inasanai ir nepiecieSami
pakalpojumu ligumi par iekartu uzturéSanu un remontu. Planots, ka visu iekartu uzturéSana
izmaksas EUR 200,000 gada, sakot no 2027., jo pienemts, ka pirmo divus gadus iekartam bis
garantija un bezmaksas to apkalpoSana. Papildus ir nepiecieSama programmatiira iekartam, ka
ari pétijumu veikanai un dizainam. Sadas izmaksas tiek prognozétas EUR 120,000 apméra
gada.

Projekta ietvaros ar1 planoti izdevumi atbalsta personalam, telpu uzturéSanai un citam
izmaksam, kuri apkopti sadala "Atbalsta funkcijas un citas starp projektiem nedalamas
izmaksas" taja ieklaujot arT izmaksas no poliméru fotonu pusvaditaju razoSanas pilotlinijas.

3.4.4. Poliméru fotonikas pusvaditaju raZoSanas pilotlinijas finanSu analize

Projekta veiktie ieguldijumi

RazosSanas pilotlinijai ir nepiecieSamas telpas ar kop€jo platibu 600 m2, no kuram 300
m?2 ir tirtelpas un 300 m2 ir atbalsta telpas. RazoSanas pilotliniju ir planots atklat 2027. gada
lidz ar jaunas €kas nodosanu ekspluatacija. Kopgjas nepiecieSamas investicijas iekartam
razoSanas pilotlinijai ir EUR 7,000,000.

Projekta darbibas ienémumi

Ien@mumi tiks giti no pusvaditaju razoSanas p&c pasiitijuma, ka arT no dalibas
starptautiskos p&tniecibas projektos.

Ar $o pilotliniju klientiem (uzn€mumiem, pétniecibas iestadém, u.c.) tiks piedavats
razot poliméru fotonu pusvaditajus mazos apjomos, kas laus saprast potencialo razo$anas planu
veidojot razotni liela apjoma raZoSanai. RazoSana tiks planota vienas mainas ietvaros, pienemot,
ka viena pusvaditaja razoSanai vidgji tiks pateréta 21 stunda, 11dz ar to sasniedzot potencialo
razoSanas kapacitati 101 pusvaditajs gada. Vidéja cena par viena pusvaditdja razoSanu ir
planota EUR 19,118, kas tika rekinata balstoties uz salidzinamiem piedavajumiem no
uznémumiem un pétniecibas iestadém - Lonix, Smart Photonics, Fraunhofer HHI un
TU/Eindhoven. Vidgja razoSanas Iinijas noslodze 2027. gada ir planota 50.0% apméra no
maksimalas kapacitates. NakoSaja gada tai sasniedzot 70.0%, 2029. gada 80.0% un
turpmakajos gados 95.0% no maksimalas kapacitates.
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Ar So razoSanas pilotliniju, pétnieki arT spés piedalities augstaka limena p&tniecibas
projektos, tados ka Horizon. Planots, ka péc pilotlinijas ievieSanas, petnieki spes videji gada
piedalities 2 S$ados projektos, no katra petijuma vid€ji ienémumos sanemot EUR
200,000.Pienemts, ka sakot ar 2032. gadu, p&tnieki sp&s piedalities jau tris sados projektos.

Lidzigi ka teste€Sanas laboratorija, ar1 Seit petnieki potenciali var€s izstradat jaunus
pusvaditaju dizainus klientiem projektu ietvaros. Ari $aja gadijuma ien@émumi no $1 nav
prognozeti dé] plasas ienémumu amplitiidas un griti prognozgjamiem pasitijumu apjomiem.

Atbalsta funkcijas un citas starp projektiem nedalamas izmaksas

Atbalsta funkciju darbaspeka izmaksas

Lai nodroSinatu test€Sanas laboratorijas un razoSanas pilotlinijas darbibu, abiem
virzieniem ir nepiecieSams atbalsta personals, kur§ koncentrésies uz ikdienas darbu planoSanu,
administrativa un saimnieciska darba veikSanu.

Saimnieciskajai darbibai biis nepiecieSami divi augstaka Itmena vaditaji — direktors un
saimnieciska darba vaditajs. Direktoram jabit ar pieredzi pusvaditaju joma, tacu saimnieciska
darba vaditajam jabiit ar pieredzi tirtelpu uzturé$ana. Sada limena vaditajiem ménesa bruto
atalgojums ir planots EUR 4,370.

Direktoram ir planoti divi vietnieki — viens, kur§ stradas ar test€Sanas laboratoriju, un
otrs, kur§ stradas ar razoSanas pilotliniju. Planots, ka razoSanas pilotlinijas vietnieks tiks
pienemts darba tikai sakot no 2027. gada. Sada limena specialistiem bruto atalgojums ir planots
EUR 2,770 ménesl.

Katram novirzieniem biis nepiecieSams ar1 klientu attiecibu vaditajs, kurs parstaves
universitates un atbalstis zinatniekus klientu piesaisté. Klientu attiecibu vaditajs razoSanas
pilotlinijai tiks piesaistits sakot ar 2027. gadu. Bruto atalgojums $ada Iimena vaditajiem ir
planots EUR 2,770 ménesl.

Saimnieciska darba vaditajam ir nepiecieSams asistents, kur§ saks darbu testéSanas
laboratorijas pielagotajas telpas un péc tam turpinas jaunaja €ka. Sakot ar 2027. gada, telpam
paplaSinoties un pilotlinijai uzsakot darbu, biis nepiecieSams ar1 otrs saimnieciska darba
vaditaja asistents. Sai pozicijai bruto atalgojums ir planots EUR 2,770 ménes.

Ofisa darba nodroSinaSanai tiks piesaistits ari biroja vaditdjs ar bruto ménesa
atalgojumu EUR 2,770.

Universitates saistiba ar test€Sanas laboratorijas un razoSanas pilotlinijas izveidi plano
izveidot vairakus macibu kursus eso$o programmu ietvaros, lidz ar to biis nepiecieSami ari
izglitibas studiju kursu darba vaditaji. Viens no tiem darbu uzsaks 2025. gada, tacu otrs 2027.
gada, kad tiks atklata razoSanas pilotlinija. Bruto atalgojums Siem vaditajiem planots EUR
2,770 ménesl. Studiju programmu vaditajiem katram arT planots asistents ar bruto atalgojumu
EUR 1,453 ménesl.

Lidz ar jaunas €kas nodoSanu ekspluatacija, ir planots uzsakt darba attiecibas ar diviem
saimnieciska darba specialistiem, ar ménesa bruto atalgojumu EUR 1,453.

Citas starp projektiem nedalamas izmaksas

Iekartu darbiba ir gana energointensiva, Iidz ar to aprékinos tiek paredz&ti maksajumi
par komunalajiem pakalpojumiem. Atsaucoties uz pusvaditdju razoSanas energo resursu
patérinu 2.18 kWh uz m2 [Power consumption of semiconductor fabs in Taiwan, Avots:
https://doi.org/10.1016/S0360-5442(03)00008-2,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544203000082] Saja gadijuma
tiek pienemts divas reizes mazaks paterins jeb 1.09 kWh uz m2, jo $aja gadijjuma izmantotas
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iekartas ir ar biitiski mazaku razibu. Tiek pienemts, ka vid€ja energo resursu cena $aja perioda
biis EUR 100 par MWh.

Telpu uzturésanai paredzetie izdevumi 2025. un 2026. gada ir pienemti EUR 24,000
gada, p&c jauno telpu izbiives pieaugot lidz EUR 120,000 gada.

Tirtelpu apmeklgjumam un laboratorijas darbibas nodroSinasanai ir nepiecieSami
paligmateriali, kuru kopg€jie izdevumi testéSanas laboratorijai 2025. un 2026. gada sastadis
EUR 2,000 ménest, tacu péc jauna €kas uzbiivéSanas So materialu izdevumi sastadis EUR
10,000 meénesi.

FNPV(K) un FRR(K) aprekins

FNPV(K) ir finansiala neto pasreiz&ja vertiba (kapitala) jeb finansialais kapitala neto
tagadnes ienesigums. Sis raditajs ir diskontéto naudas pliismu, kas rodas projekta Istenotajam,
realizgjot projektu, kopsumma.

Projekts ir izdevigs projekta Tstenotajam tada gadijuma, ja FNPV(K) raditajs ir pozitivs
—t.1. diskont@tas ienakosas naudas pliismas parsniedz izejosas. Ja FNPV(K) raditajs ir negativs,
tas nozimé, ka investiciju ieguldijumi un investiciju uzturéSanas izmaksas parsniedz projekta
finanSu ien€mumus.

FRR(K) apzimé finansialo rentabilitati pasu kapitalam. Raditajs ir diskonta likme, pie
kuras FNPV(K) ir nulle, t.i. projekta kopgja diskonteta ienakosa naudas pliisma ir vienada ar
projekta kopgjo diskontgto izejoso naudas plismu.

Raditaju aprékina netiek nemti véra projekta finanséSanas avoti un to strukttira. Tabula
zemak ir atspogulota projekta finansiala rentabilitate pasu kapitalam:

Tabula 3.9 Projekta ienesigums, nenemot véra socialekonomiskos ieguvumus

Raditaja nosaukums Vertiba
Finansialais kapitala neto tagadnes ienesigums (FNPVKk) -22,186,749 EUR
FinanSu ieks$eja kapitala pelnas norma (FRRKk) -10.32%

Kopsavilkums par aprékiniem ir pieejams 4. pielikuma.

Nemot véra projekta strat€gisko merki, Sis projekts ir jaskata kopa ar ta ietekmi uz
ekonomiku, ka arT janem veéra kvalitativie socialekonomiskie ieguvumi un zaud€jumi. Tie
ieklauj arT nacionalas droSibas stiprinaSanu un ar€jo tieSo ieguldijumu pieaugumu, kuru
ietekme uz ekonomiku netika kvantificéta.

3.5. Attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu priekslikumu izstrade

Balstoties uz 3.4. nodalas rezultatiem, tika izstradati pusvaditaju jomas attistibai
nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu pamatoti priekSlikumi. Lai izstradatu pusvaditaju
jomas attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu pamatotus priekSlikumus, sakotngji
tika apskatitas (TOP 5 Innovation scoreboard regioni/valstis), talak tika identificéti esoSie
atbalsta instrumenti Latvija, ka ar citas attistitas ES dalibvalstis. Apzinoties esoSos finansu
instrumentus, tie tika analizéti péc faktoriem, ka instrumenta pieejamiba, finanSu apjoms,
instrumenta noteikumi, planotais sasniedzamais rezultats, kas tika salidzinats nosakot labako
praksi Latvijai, ka arT izstradajot priekSlikumus Latvijas situacijai, nosakot nepiecieSamo
atbalsta instrumentus, to pamatotas izmaksas.
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3.5.1. Valsts, regionu (NUTS 2 limenis) atbalsta instrumentu salidzinajums.

Tika salidzinati gan valsts, gan regionu (NUTS 2 limenis) atbalsta instrumenti, ieskaitot
atbalsta instrumentu parvaldibu, izmaksu struktiiru. Identificgjot esoSos atbalsta instrumentus
tika salidzinati esoSie instrumenti, to atbalsta tvérums ar identificétam vajadzibam balstoties
uz strat€giju un ricibas planu, ka ari balstoties uz 2.3.4.punktu tika izstradats pusvaditaju jomas
attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu pamatots priekslikums nosakot
nepiecieSamos atbalsta instrumentu apjomus, atbalsta virzienus, aktivitates Latvijas konteksta.
P&tfjuma ietvaros tika izmantota virkne datu griezumu un informacijas avotu, lai sniegtu
iespgjami objektivu skatljumu uz petijuma apskatito valstu ekonomisko situaciju, Eiropas
Savienibas fondu u.c. finanSu instrumentu apguvi, valsts atbalstu zinatnei un inovacijam, ka art
sniegtu ieskatu dazados pozitivas prakses pieméros, kas saistiti ar pusvaditaju nozari plasaka
Eiropas Savienibas konteksta. Detalizéta informacija par TOP Eiropas savienibas Valstim,
skatit Pielikums Nr. 8: ES fondu apskats.
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Attéls 3.2 Eiropas Savienibas inovaciju reitinga dati par 2022, avots: hitps.//research-and-
innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-
scoreboard_en

Petijuma tika apskatits AtveseloSanas un noturibas mehanismu (ANM) zinojumi, apskatot
finanSu apmeru katrai valstij atvéléts pieskirt mehanisma ietvaros, balstoties uz 2021. gada 12.
februara Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas Regulu Nr. 2021/241. Katrai no valstim,
ANM ietvaros, bija iespgja sanemt finansialu atbalstu $adam jomam:

1) Zala pareja (Green transition);

2) Gudra, ilgtsp€jiga un ieklaujosa izaugsme (Smart, sustainable and inclusive growth);

3) Sabiedribas un teritoriala kohé&zija (Social and territorial cohesion),

4) Veselibas un ekonomikas, sabiedribas un institucionala noturiba (Health and economic,

social and institutional resilience);

5) Digitala transformacija (Digital transformation);

6) Nakamas paaudzes politikas veidoSana (Policies for the next generation).

3.5.2. Valsts, regionu labo praksu salidzinajums.

Tika izpétitas TOP Scoreboiard valstis un to aktivitates pusvaditaju un to saistitajos
virzienos, tika identificéti labie prakses pieméri ES dalibvalstis, skatoties no finansu piesaistes
pusvaditaju jomas attistibai. Ta piemé&ram tika izpétits Eiropas Savienibas 2023. gada 21.
septembra “European Chips Act” (ECA), kas nosaka ka tiesi planots pusvaditaju virzienu
attistit un veicinat pusvaditaju un ¢ipu razoSanu un talaku izp&ti gan razoSanas, gan pétniecibas,
gan talakas attistibas veicinasanai. “Chips for Europe Initiative” ka ietvaros planots veicinat
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Eiropas tehnologisko Iideribu caur zinasanu parneses aktivitatém, parvarot SkérSlus starp
izp@tes un inovaciju darbibam un industrialajam vajadzibam. Planots, ka pirmaja pilara tiks
paredzéets atbalsts 3,3 miljardu EUR apméra. Otrais pilars ir veidots ar mérki veicinat privato
un publisko ieguldijumu razoSana piesaisti. Eiropas Komisija noteikusi, ka valsts atbalstu var
pieskirt pirmreiz&jiem panakumiem saskana ar Ligumu par Eiropas Savienibas darbibu. Tresais
pilars ir veidots ka koordinacijas mehanisms starp Eiropas Komisiju un ES dalibvalstim, lai
veicinatu sadarbibu starp dalibvalstim un wuzraudzibu pusvaditaju piegadi, noteiktu
pieprasijumu p&c tiem un paredzetu ka pusvaditaju, ta detalu pusvaditaju razoSana trikumu.
Vairak var uzzinat Seit — (Digital sovereignty: European Chips Act enters into force today -
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23 4518).

virziti dalibvalstu atbalstam, lai veicinatu Eiropa razotu pusvaditaju attistibu. Kopuma
56 uzpémumi no 14 dalibvalstim var@s pieteikties uz finans€jumu 68 projektu
realizé$ana. Sis 14 dalibvalstis ir Austrija, Cehija, Somija, Francija, Vacija, Griekija,
Irija, Malta, Niderlande, Polija, Rumanija, Slovakija un Spanija. EK norada, ka ta cer
uz privatajiem ieguldijumiem pusvaditaju joma 13,7 miljardu EUR lidz 2032. gadam.
Vairak var uzzinat Seit — (Brussels approves €8 billion in new subsidies for Made In
Europe semiconductors - https://www.euronews.com/business/2023/06/08/brussels-
approves-8-billion-in-new-subsidies-for-made-in-europe-semiconductors).

Tomer neraugoties uz to, ka gan ES Iimena atbalsts, gan art dalibvalstu l[imena atbalsts
(ipasi lielajas ES dalibvalstis) ir ievérojams un tas merojams miljardos EUR, ne
vienmer izdodas veiksmigi ieviest planotos pasakumus. Par to liecina Spanijas valdibas
piemérs no 2022. gada vasaras, kad tika publicéts zinojums, ka valdibas planoto 12
miljardu USD atbalstu neizdodas veiksmigi realiz&t, jo uznémumi labpratak izvélas
veicinat un attistit pusvaditdju razoSanu tadas valstis ka Vacija, kur jau ir visa
nepiecieSama infrastruktiira $aja joma. Vairak var uzzinat Seit — (Spain Short on Takers
for $12 Billion in Semiconductor Subsidies -
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-02/spain-short-on-takers-for-12-
billion-in-semiconductor-subsidies?srnd=economics-vp ).

Savukart, raugoties no Vacijas skatupunkta, pusvaditaju attistiba tiek veicinata loti
strauji un ta ir veiksmigi sp&jusi piesaistit interesi gan no Eiropas Savieniba bazetiem
uznémumiem, gan no uznémumiem, kas bazeti arpus Eiropas kontinenta. Ka pausts
“Financial Times” 2023. gada 12. maija publikacija, Vacijas valdiba ir veiksmigi
piesaistijusi tadu uznémumu ka “Intel”, “Wolfspeed” un “Infenion” ieguldijumus
pusvaditaju joma tieSi Vacija, uzn€mumiem un valdibai rodot iesp&ju vienoties par
jaunu pusvaditaju riipnicu izbuvi. Papildu tam, pastav iesp&ja, ka pasaules vadosais
pusvaditaju razotajs “TSMC” no Taivanas, driz pievienosies tris iepriekSminétajiem
uznémumiem. Vairak var uzzinat Seit — (Germany’s new chip factories: a bet on the
future or waste of money? - https://www.ft.com/content/512fda84-4317-4cca-951c-
b80b58f4b530).

Parejot no ES un dalibvalstu prizmas uz konkrétu uznémumu prizmu, ir jasak ar 2022.
gada pavasari izskan€juSo informaciju, ka “Intel” izvelgjas Vaciju ka vietu, kur veidot
un attistit pusvaditaju razoSanu, sperot pirmos solus planoto 88 miljardu EUR
ieguldijumos $aja joma ES. Sis plans ir jaunakais liela pusvaditaju razotaja pazinojums
par investicijam, nozarei censSoties panakt pieaugoso pieprasijumu péc pusvaditajiem,
ko izmanto it visa, sakot no viedtalruniem un beidzot ar automasinam. Lai gan tas nebts
atrs risinajums, jo jaunas Vacija bazetas ripnicas darboties nesaks Iidz 2027. gadam.
Sakotngjais “Intel” ieguldijums ES ir 33 miljardu EUR apmera no ka 17 miljardus EUR
ir planots ieguldit tiesi Vacija. Uzn€mums plano buvet divas ripnicas Vacijas pilséta
Magdeburga, tadejadi, radot 7000 biivniecibas darbavietu un 3000 pastavigo darbavietu
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ripnicas, kad tas biis pabeigtas. Papildu Siem ieguldijumiem, “Intel” tuvako 10 gadu
laika plano ieguldit gan Magdeburgas raZotnes attistiba, gan projektos Italija un
Francija. Tapat, planots ieguldit 12 miljardus EUR Irija, ka ar7 vél neatklatu summu
Polija ar meérki attistit laboratoriju veiktsp&ju un veidot kopigas laboratorijas ar
Barselonas superdatoru centru. Vairak var uzzinat Seit — (Germany wins big as Intel
spreads chip investment across SiX EU countries -
https://www.reuters.com/technology/germany-wins-big-intel-spreads-chip-
investment-across-six-eu-countries-2022-03-15/).

Savukart uzn€mumi “STMicroelectronics” un “GlobalFoundries (GFS.0)” 2022. gada

nepiecie$amajiem 6,7 miljardiem EUR, lai uzbiivétu pusvaditaju riipnicu Francija. S1
ripnica tiks veidota Krollg blakus jau esosai “STM” rupnicai un planots, ka pilno jaudu
ta sasniegs 2026. gada, kad ta vars razot Iidz pat 620 000 pusvaditaju detalu 18
nanometru lieluma uz silicija pamatném. Vairak var uzzinat Seit — (STMicro,
GlobalFoundries plan new  $5.7  billion French chip factory -
https://www.reuters.com/technology/stmicroelectronics-globalfoundries-confirm-
major-new-france-investment-2022-07-11/).

“STMicroelectronics” neaprobezojas ar ieguldijumiem tikai Francija, jo 2022. gada
oktobr1 tika zinots, ka uznémums ieguldis 730 miljonu EUR Italija, lai uzbuvétu
riipnicu, kur tiks razotas silikona karbita detalas pusvaditajiem. Piecu gadu investicijas,
kas noslégsies 2026. gada, tiks atbalstitas ar 292,5 miljoniem EUR no Italijas valsts
lidzekliem valsts atveseloSanas un noturibas plana ietvaros, un dotaciju apstiprinas
Eiropas Komisija. Vairak var uzzinat Seit — (Boosting EU chip supplies,
STMicroelectronics plans new plant in Italy -
https://www.reuters.com/technology/stmicroelectronics-wins-european-commission-
backing-italy-plant-2022-10-05/).

Art Vacijas uzn€mums “Bosch” aktivi iesaistas pusvaditaju nozares attistiba Eiropas
Savieniba, konkréti, planojot ieguldit 11dz pat 3 miljardiem EUR laika posma lidz 2026.
gadam pusvaditaju nozares attistiba. Uzn€mums plano attistit divus razoSanas un
attistibas centrus Drézdené€ un Reitlingeng, tadéjadi papildinot esoso razosanas platibu
par 3000 kvadratmetriem. Tacu $ads ieguldijums neaprobezojas tikai ar telpu
paplaSinasanu, bet arl ar piedavajuma klasta paplaSinasanu, ieguldot finanses, lai
attistibu autoblives industrija nepiecieSamo pusvaditaju razoSana, attistot 40 un 20
nanometru lielu pusvaditaju razo$ana. Vairak var uzzinat Seit — (Bosch to pour $3
billion into European chip fabs and research -
https://www.theregister.com/2022/07/14/bosch_to_invest 3_billion/ ).

Papildu tam, Italija savu darbibu plano izverst jau augstakminétais “Intel”, kas
paredzgjusi ieguldit 4,5 miljardus EUR, lai uzbuvétu pusvaditaju rapnicu Italija, kas
raditu Iidz pat 6000 darbavietam tiesa un netiesa saistiba ar riipnicas darbibu. Planots,
ka riipnica savu darbu saks laika posma no 2025. gada Iidz 2027. gadam. Ir paredzéts,
ka §1 riipnica atradisies netalu no Veronas, kas atrodas tada vieta, kas ir labi savienota
ar Vacijas pilsétu Magdeburgu, kur “Intel” jau veic ieguldijumus pusvaditaju ripnicu
attistiba. Ir neapstiprinatas zinas par to, ka Italijas valdiba varétu lidzfinansét lidz pat
40% no “Intel” kopgja ieguldijumu apjoma Italija. Vairak var uzzinat Seit — (Exclusive:
Italy and Intel pick Veneto as preferred region for new chip plant -
https://www.reuters.com/technology/exclusive-italy-intel-pick-veneto-preferred-
region-new-chip-plant-sources-2022-09-25/)

2023. gada sakuma tika publiskots, ka ASV pusvaditaju razotajs “Wolfspeed” plano
uzbiivét razotni Vacija, procesa ieguldot lidz 3 miljardiem EUR. Sada riipnica un
laboratoriju komplekss tiks buvets sadarbiba ar auto industrijas parstavjiem “ZF.ULL”,
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kuri ieguldis 185 miljonus EUR, giistot gan dalu no pusvaditaju ripnicas, gan
uznemoties vadoSo lomu laboratoriju un izp&tes centra. Paredz€ts, ka riipnica atradisies
Sarlandg un tas aktivais darbs saksies 2027. gada. Vairak var uzzinat Seit — (Wolfspeed
to build $3-bln EV chip plant in Germany, subsidy approval expected in months -
https://www.reuters.com/technology/wolfspeed-announce-new-electric-vehicle-chip-
plant-germany-sources-2023-02-01/ ).

Savukart, 2023. gada februara vidi izskan&ja informacija, ka “Infineon” uzsakusi darbu
pie 5 miljardu EUR vértas pusvaditaju ripnicas izbiives. Riipnica atradisies Drézdené
un ir planots, ka pusvaditaju razoSana $aja ripnica saksies 2026. gada. Ar pilnu jaudu
ripnica, kas razos jaudas pusvaditajus un analogo/jaukto signalu komponentus, giis
ikgad@jos ien€émumus aptuveni tikpat daudz ka investicijas, kas tiek iegulditas tas
izveid€, noradija uznémums. Vairak var uzzinat Seit — (Infineon to begin work on 5 bln
euro chip plant in Germany - https://www.reuters.com/technology/infineon-begin-
work-5-bln-euro-chip-plant-germany-2023-02-16/ ).

Taja pat laika, 2023. gada junija izskan&ja informacija, ka pasaulé vadosais pusvaditaju
razotajs “TSMC” no Taivanas veic parrunas ar Vacijas valdibu par iesp&ju ieguldit
iespaidigu apméru ar finanséjumu, lai var€tu uzbiivét un attistit pusvaditaju razoSanu
Vacija un Eiropas Savieniba kopuma. Lidz §im, “TSMC” ir planojusi izbiivét riipnicu
Drézdeng, bet darbs pie tas v€l nav sakts, jo turpinas parrunas ar Vacijas valdibu.
Vairak var uzzinat Seit — (TSMC feels 'good' about possible Germany plant, in subsidy
talks - https://www.reuters.com/technology/tsme-feeling-good-about-possible-
germany-plant-talks-subsidies-2023-06-06/ ).

Paraleli “TSMC” pazinojumam par veélmi ieguldit Vacija, lai attistitu pusvaditaju
razoSanu, cits uznémums — “Intel” — pazinoja, ka plano ieguldit l1dz pat 4,6 miljardiem
EUR Polija, lai uzbtivétu un attistitu pusvaditaju razoSanu Vroclava. Planots, ka Polijas
riipnica darbavietas radits vairak ka 2000 tieSie darbinieki riipnica un vairaki tiikstosi
ar to saistitas darbavietas. Ir paredzets, ka ripnica darbibu saks 2027. Gada. Vairak var
uzzinat Seit — (Intel to invest $4.6 billion in new chip plant in Poland -
https://www.reuters.com/technology/intel-invest-46-bln-new-chip-plant-poland-2023-
06-16/).

Atgriezoties Eiropas Savienibas un Eiropas Komisijas darbibas Iimeni un konteksta,
jaatzime, ka pusvaditaju izpete un attistiba caur “Digital Europe” un “Horizon Europe”
ir paredzéti lidz pat 15 miljardiem EUR. Sada gataviba veikt ieguldfjumus tiek augsti
novertéta no Eiropa bazétiem pusvaditdju razoSanas uznémumiem, kas saskan ar
Eiropas Komisijas v&lmi izmantot mérktiecigu attistibas finanséjumu, lai raditu
progresivakas tehnologijas, kas lidzigas jau izstradatajam EUV litografijas iekartam.
Vairak var uzzinat Seit — (The European Chips Act: A Vital Step In the Right Direction
- https://www.wilsoncenter.org/article/european-chips-act-vital-step-right-direction ).
“Bosch” turpina ieguldities pusvaditaju nozares attistiba ne tikai veicot tieSas finanSu
investicijas, bet ar1 veidojot un veicinot sadarbibu ar pasaules vado$ajam augstskolam.

universitate vienojusas par to, ka tiks attistitas jaunas jaudas pusvaditaju sastavdalas,
kas pielagotas elektrisko transportlidzeklu prasibam. Partneru kopg&jais mérkis ir radit
nakamas paaudzes, vai pat paaudzi péc nakamas, jaudas tranzistoru, kam bis izSkiroSa
nozime elektrisko transportlidzeklu veiktspgja, efektivitaté un diapazona. Vairak var
uzzinat Seit — (Bosch and Cambridge develop new power semiconductors for electric
vehicles - https://www.bosch.com/research/news/cooperation-with-the-university-of-
cambridge/ ).

Viens no Skandinavijas pusvaditaju flagmaniem — Somija — atbalsta un attista
uznémumus $aja nozar€, kas rezultgjas ar panakumiem ka Somija, ta plasak Eiropas
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pieskira 2,5 miljonu EUR grantu uznémumam “SemiQon”, kas kopa ar “Qblox” ir
vadogais silikona kvantu procesu vadosais qubit kontroles mehanismu piegadatajs. Sis
projekts tiks realiz€ts divas vietas — Espo (Somija) un Delft (Niderland€). Vairak var
uzzinat Seit — (SemiQon and Qblox secure €2.5 million EIC Transition funding -
https://www.semiqon.tech/news-insights/semigon-and-gblox-secure-eur-2-5-million-
eic-transition-funding ).

3.5.3. Pusvaditaju jomas attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu
pamatoti priekSlikumi.

Balstoties uz pétijuma nodalu 3.2. "Detaliz&tas strat€gijas un ricibas plana izstrade" un
3.3. "Latvijas ekonomiskos un konkurétsp&jas ieguvumu prognozes" tika identific€tas izmaksu
pozicijas, attistibas darbibas un vajadzibas Latvijas konteksta, uz ka bazes tika izstradats
pusvaditaju jomas attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu pamatoti priekslikumi,
sakotngji balstoties uz izmaksu vajadziba analizgjot atbalsta instrumentus (ES fondi, valsts
atbalsts, citas investicijas), kas atbilst noteiktajam vajadzibam.

Tabula 3.10 Planotas projekta darbibas, iegulditd kapitala izmaksas

Projekta darbibas izmaksas Planotas izmaksa 10 gadu laika
Zinatnieku darbaspéka izmaksas 2292 070,00 €
Inzenieru darbaspéka izmaksas 5368 053,00 €
Specialistu darbaspeka izmaksas 2574 627,00 €
Atbalsta funkciju darbaspéka izmaksas 4 525 742,00 €
Iekartu uzturé$ana un remonts 2 000 000,00 €
Programmatiiras nodro§inajums 1 800 000,00 €
Telpu uzturésana 552 344,00 €
Komunalie maksajumi 138 086,00 €
Kopa 10 gadu perioda | 19 250 922,00 €
Projekta iegulditais kapitals Planotas izmaksas 10 gadu laika
Ieguldijumi telpu iegadei 200 000,00 €
Ieguldijumi tirtelpu pielagosanai 2 000 000,00 €
Ieguldijumi iekartas 17 000 000,00 €
Kopa 10 gadu perioda | 19 200 000,00 €

Tika izpétitas ES fondu programmas ka "Apvarsnis Eiropa", "Digitala Eiropa", "Life
+", Interreg un citas galvenas ES fondu programmas, kas sniedz atbalstu kada no 3.8. tabula
noraditam izmaksu pozicijam, vai atbalsta pusvaditaju t€mu kopuma. Pirmkart, raugoties uz
programmu “Apvarsnis Eiropa” kopuma, jasaka, ka nakamajos 2 gados ka dala no plasakas
septinu gadu ES pétniecibas un inovaciju programmas 95,5 mljrd. EUR apméra. Planots, ka
darba programma 2023.-2024. veicinas ES klimata mérku sasniegSanu, energijas noturibas
palielinasanu un galveno digitalo tehnologiju attistibu. Ar aptuveni 13,5 mljrd. EUR budzetu
tas laus pétniekiem un inovatoriem Eiropa mekl&t revolucionarus risindjumus nozimigajam
vides, energétikas, digitalajam un geopolitiskajam problémam, ar kuram Sodien saskaras mtisu
ekonomika un sabiedriba. Lai nodroSinatu strukttiru, kas lauj sasniegt Sos loti v@rienigos
mérkus, darba programma "Apvarsnis Eiropa 2023" ir sadalita 4 pilaros:
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1. pilars: izcilas zinatnes pilars ar aptuveni 4,8 mljrd. EUR, kas pieskirti 2023./2024.

2. pilars: globalie izaicinagjumi un Eiropas riipniecibas konkurétsp&jas pilars, kura

2023./2024. gadam ir pieskirti aptuveni EUR 7,7 mljrd. EUR (ieskaitot ES misiju

programmu).

e 3. pilars: Inovativas Eiropas pilars, kura 2023./2024. gadam ir pieskirti aptuveni EUR
1,3 mljrd. EUR

e Horizontalais pilars: lidzdalibas paplasinaSana un Eiropas P&tniecibas telpas (ERA)

stiprinaSana, kuras merkis ir palielinat atbalstu ES dalibvalstim to centienos maksimali

izmantot savu valsts p&tniecibas un inovacijas potencialu, veicinot cieSaku sadarbibu

un izplatot izcilibu.

Otrkart, INTERREG programma Baltijas juras regionam 2021-2027 PP balstas uz
cetram galvenajam prioritatém:

Inovativa sabiedriba

Udens tehnologijas gudra sabiedriba
Klimatam neitrala sabiedriba
Sadarbibas parvaldiba

Zem 1. pilars: izcilas zinatnes pilars darbojas Marijas Sklodovskas-KirT varda
nosauktas darbibas finans€ izcilu pétniecibu un inovacijas un nodrosina pétniekus visos vinu
karjeras posmos ar jaunam zinaSanam un prasmém, izmantojot parrobezu mobilitati un
saskarsmi ar dazadam nozarém un disciplinam. MSCA palidz veidot Eiropas pétniecibas un
inovacijas kapacitati, ieguldot izcilu pétnieku ilgtermina karjera. MSCA ar1 finansé izcilu
doktorantiiras un peécdoktorantiras apmacibas programmu un sadarbibas p&tniecibas projektu
izstradi visa pasaulé. Sadi rikojoties, tie panak strukturgjosu ietekmi uz augstakas izglitibas
iestadeém, petniecibas centriem un neakadémiskam organizacijam. MSCA veicina izcilibu un
nosaka standartus augstas kvalitates pé€tnieku izglitibai un apmacibai saskana ar Eiropas
P&tnieku hartu un Ricibas kodeksu par pétnieku pienemsSanu darba.

Eiropas Inovacijas padome (EIP) ((European Innovation Council (EIC)) ir
izveidota ES programmas "Apvarsnis Eiropa" ietvaros. Tas budzets ir 10,1 miljards eiro, lai
atbalstitu revolucionaras inovacijas visa tas dzives cikla, sakot no agrina posma pétnieciba lidz
koncepcijas pieradisanai, tehnologiju nodoSanai un jaunuznémumu un MVU finanséS$anai un
paplaSinasanai. Lielako dalu finans€juma pieskirs atklatos konkursos bez ieprieks noteiktam
tematiskam prioritatém (Open Funding). Atvertais finans€jums ir paredz€ts, lai sniegtu atbalstu
jebkuram tehnologijam un jauninajumiem, kas attiecas uz dazadam zinatnes, tehnologiju,
nozaru un lietojumu jomam vai parstav jaunas kombinacijas.

e EIC Transition finans€ novatoriskas darbibas, kas parsniedz principu eksperimentalo
pieradiSsanu laboratorija, lai atbalstitu abus: jaunas tehnologijas nobrieSana un
apstiprinaSana laboratorija un atbilstosas lietojumprogrammu vid&s biznesa modela un
(biznesa) modela izstrade inovacijas turpmakai komercializacijai.

e Programma Pathfinder EIC atbalsta drosmigu ideju izpéti radikali jaunam
tehnologijam. Ta atzinigi verte augsta riska / lielu pelnu un starpdisciplinaru progresivu
sadarbibu zinatng, kas ir tehnologisko sasniegumu pamata. Pathfinder parsniedz to, kas
jau ir zinams. Vizionara domaSana var pavert daudzsoloSus celus uz jaudigam jaunam
tehnologijam. Pretendenti, kas piedalas EIC Pathfinder projektos, parasti ir talredzigi
zinatnieki un uznéméji péetnieki no universitatém, pétniecibas organizacijam,
jaunizveidotiem uzn€mumiem, augsto tehnologiju MVU vai riipnieciba ieinteresétajam
personam, kuras ir ieinteres€tas tehnologiskaja pétnieciba un inovacijas.
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e EIC Accelerator ir Horizon Europe finanséSanas programma, kas piedava atbalstu
jaunuznémumiem un MVU, kas: ir inovativs, speli mainoss produkts, pakalpojums vai
uznéméjdarbibas modelis, kas varétu radit jaunus tirgus vai izjaukt esoSos Eiropa un
pat visa pasaule, ir ambicijas un apnems$ands paplaSinaties, mekl€ iev@rojamu
finans€jumu, tacu ar to saistitie riski ir parak augsti.

Eiropas Tehnologiju institiits, kura programma ir loti plasa un izteikti atbilst
virzienam, kura plano izverst darbibu Latvijas pusvaditaju nozares parstavji. Jau tagad ir
neskaitami piemeri, ka ar finans€juma shému Latvija tiek realizéti produktivi un atzinigi verteti
projekti, kas ir finanséti no Eiropas Tehnologiju institiita. Kopuma, p&tijuma autori vélas izcelt
tris darbibas virzienus, kas pusvaditaju nozares parstavjiem varétu biit saistosi:

e Deep Tech Talent Initiative — https://eit.europa.eu/our-activities/deep-tech-talent-
initiative

e Inovacijas — https://eit.europa.eu/activities/innovation-how-our-model-drives-
innovation

e EIT regionala inovaciju shéma — https://eit.europa.eu/activities/eit-regional-
innovation-scheme-ris-closing-innovation-divide-europe

LIFE programma, kas aptver Cetrus galvenos virzienus — daba un biologiska
daudzveidiba, aprites ekonomika un dzives kvalitate, klimata parmainu mazinasana un
pielagosanas un pareja uz tiru energiju. Kopg&jais LIFE programmai pieskirta finans€juma
apjoms ir 5,4 mljrd. EUR 2021.-2027.gadam. Sis programmas ietvaros ir ari daudzas
iniciativas, kas saistitas ar iepriek§ min€tajam aktualajam jomam. Dazas no §Im iniciativam ir,
pieméram, “BUILD UP Skills”, kuras mérkis ir celt bivniecibas profesionalu prasmes. Vai
“BUILD UP”, kura galvena darba kartiba ir izveidot Eiropas portalu eku energoefektivitatei.
P&tfjuma autori gan vélas noradit, ka 2024. gadam Vairak par LIFE programmu var uzzinat
Seit — (LIFE Programme - https://cinea.ec.europa.cu/programmes/life_en ).

Digitala Eiropa, kas ir jauna ES finans€juma programma, kas vérsta uz digitalo
tehnologiju ievieSanu uznémumiem, iedzivotajiem un valsts parvaldes iestadém. Programma
Digitala Eiropa nodro$inas strateégisku finans€jumu, lai risinatu $is problémas, atbalstot
projektus piecas galvenajas jaudas jomas: superskaitloSanas, maksliga intelekta, kiberdrosibas,
progresivu digitalo prasmju joma un nodro$inot plasu digitalo tehnologiju izmanto$anu visa
ekonomika un sabiedriba, tostarp izmantojot digitalo tehnologiju. Inovaciju centri. Ar 2021.—
2027. gadam planoto kop&jo budzetu 7,5 mljrd. EUR apméra, programmas mérkis ir paatrinat
ekonomikas atveseloSanos un veidot Eiropas sabiedribas un ekonomikas digitalo parveidi,
sniedzot labumu ikvienam, bet jo 1pasi maziem un vidgjiem uzpémumiem. uzpémumiem.
Vairak par Digital Europe programmu var uzzinat Seit — (The Digital Europe Programme -
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme ).

Inovacijas Fonds ir salidzino$i nestandarta finans€juma avots, raugoties uz visparigo
Eiropas Savienibas finansu atbalsta mehanismu, pétijuma autori sniedz padzilinatu kontekstu
un informaciju par So konkréto finanséSanas programmu. Raugoties uz to, ko tiesSi sagaida
Inovacijas Fonda vertetaji no projektu pieteikumiem, $T petijuma autori vélas izcelt vairakas
lietas:

e [ oti novatoriskas tehnologijas un projekti ar Eiropas pievienoto vértibu, kas nodrosina
ievérojamu emisiju samazinajumu.

e Tuvu tirgus projektiem, kuros galvena uzmaniba ir pieveérsta jaunam tehnologijam, kas
ir pirmreizgjie klienti.

e Inovativi projekti ieks€jo procesu uzlabosanai.
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¢ PlanoSanas, biznesa modela, finanSu un juridiskas struktiiras zina pietickami nobriedusi
projekti.

e Transversali projekti par inovativiem risinajumiem ar zemu oglekla emisiju Iimeni, kas
lauj samazinat emisijas vairakas nozar€s, pieméram, izmantojot ripniecisko simbiozi
vai biznesa modela jauninajumus.

Savukart, raugoties uz Inovacijas Fonds pieteikSanas nosacijumiem un finanséSanas kartiba:

e Maza méroga projekti, kuru kopgjas kapitala izmaksas ir mazakas par 7,5 miljoniem
EUR un kuriem var izmantot vienkarSotas pieteik§anas un atlases procediiras.

e Maza méroga projektam ar CAPEX lidz 7,5 miljoniem EUR ar 60% finans&juma likmi
no CAPEX.

e Transversaliem projektiem ar CAPEX > 7,5 miljoniem EUR ar 60 % finans€juma likmi
papildu kapitalam un darbibas izmaksam, kas saistitas ar inovaciju (attiecigas izmaksas
aprékina saskana ar noteikto metodiku).

Kopuma, Inovacijas Fonds 2024. gadam izdala tr1s projektu pieteikumu kategorijas —
maza méroga projekti ar atbalstu [idz 20 milj. EUR, vid&ja méroga projekti ar atbalstu no 20
milj. EUR Iidz 100 milj. Vairak par Inovacijas Fondu var uzzinat Seit — (What is the Innovation
Fund? - https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-
fund/what-innovation-fund en ) un Seit - (Innovation Fund -
https://www.egen.green/grants/innovation-fund/?utm_agid=125710205034 ).

ALTUM ir valsts kapitalsabiedriba, kas ar finanSu instrumentiem (aizdevumiem,
garantijam, ieguldijumiem riska kapitala fondos u.c.) nodroSina finanséjumu jomas, kuras
valsts ir izvirzijusi ka svarigas un atbalstamas, un kuras pietickama apjoma nav pieejams
kreditiestazu finans€jums. Programmu TstenoSanai tiek izmantots Latvijas, Eiropas Savienibas
fondu finans€jums un ALTUM piesaistitais finans€jums. Vairak par Altum programmam var
uzzinat Seit: (Altum Biznesam - https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/ ).

Informacija par katru no augstakminétajam programmam ir pieejama 3.9. tabula, kur
var iepazities gan ar katras programmas finanséSanas mérkiem un uzdevumiem, gan ar finanSu
apmeru, ka arT ar programmu atbalstamajam darbibam.
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Tabula 3.11 Programmu apkopojums

Programmas
nosaukums

Interreg Centralais
Baltijas regions

ALTUM

Apvarsnis Eiropa

Digitala Eiropa

Life+

Inovacijas fonds

Maksimalais projekta No 200 tiikst. lidz 4M No 10 tukst. lidz 20M No 500 tikst. lidz No 500 tikst. [idz 20M No 500 tiikst. lidz 20M EUR Lidz 20 M EUR

finansialais apjoms EUR EUR 20M EUR EUR

PieteikSanas termins 2024. gada sakums Katram uzsaukumam Katram uzsaukumam Katram uzsaukumam Katram uzsaukumam Reizi gada
(provizoriski individuali individuali individuali individuali (1idz 09.04.2024)
marts/aprilis)

Lidzfinanséjuma 80% Aizdevums / grants ka 70 1idz 100 % 50 1idz 100 % 50 lidz 100 % 60% vai 100%

attieciba %

kapitala atlaide 30%
apmera

Zinatnieku darbaspéka
izmaksas

InZenieru darbaspéeka
izmaksas

*Programma var
paredzgt inzenieru
darbibas, izmaksas

Projekta darbibas

izmaksas

*Programma var
paredzgt zinatniskas
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzet
zinatniskas darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzet
zinatniskas darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzet
zinatniskas darbibas, izmaksas

*Programma var
paredz&t inzenieru
darbibas, izmaksas

*Programma var
paredz@t inzenieru
darbibas, izmaksas

*Programma var paredzet
inZenieru darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzet
inZenieru darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzet
inZenieru darbibas, izmaksas

Specialistu darbaspéka
izmaksas

*Programma var
paredzet specialistu
darbibas, izmaksas

Atbalsta funkciju
darbaspéka izmaksas

Tekartu uzturé$ana un
remonts

Programma var
paredzet iekartu
uzturé$ana un remonts

*Programma var
paredzet specialistu
darbibas, izmaksas

*Programma var
paredzet atbalsta
funkciju darbaspeka
izmaksas

Programma var
paredzgt iekartu
uzturé$ana un remonts

Programmatiiras
nodro$inajums

*Programma var
paredzet
programmaturas
nodro$inajumu

*Programma var
paredzet
programmaturas
nodro$inajumu

*Programma var
paredzet specialistu
darbibas, izmaksas

*Programma var
paredzet
programmaturas
nodro$inajumu

*Programma var paredzet
specialistu darbibas,
izmaksas

*Programma var
paredzet programmatiiras
nodro$inajumu

*Programma var paredzet
specialistu darbibas,
izmaksas

*Programma var paredzet
programmaturas
nodro$inajumu

*Programma var paredzet
specialistu darbibas, izmaksas

*Programma var paredzet
atbalsta funkciju darbaspeka
izmaksas

*Programma var paredzet
iekartu uzturé$ana un remonts

*Programma var paredzet
programmatiiras nodrosinajumu
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Programmas
nosaukums

Telpu uzturésana

Komunalie maksajumi

Ieguldijumi telpu
iegadei

Ieguldijumi tirtelpu
pielagosanai

Interreg Centralais
Baltijas regions

ALTUM

Apvarsnis Eiropa

Programma var
paredzet telpu
uzturésanu

Programma var
paredzet komunalos
maksajumus

Programma var
paredzet ieguldijumus
telpu iegadei

*Programma var
paredzet ieguldijumus
tirtelpu pielagosanai

*Programma var
paredzet ieguldijumus
tirtelpu pielagosanai

Ieguldijumi iekartas

*Programma var
paredzet ieguldijumus
iekartas

*Programma var
paredzet ieguldijumus
iekartas

Projekta iegulditais kapitals

Digitala Eiropa

*Programma var paredzét
ieguldijumus tirtelpu
pielagosanai

*Programma var paredzet
ieguldijumus firtelpu
pielagosana

Inovacijas fonds

*Programma var paredzgt telpu

uzturéSanu

*Programma var paredz&t
ieguldijumus telpu iegadei

*Programma var paredzet
ieguldijumus tirtelpu
pielagosana

*Programma var paredzet
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzet
ieguldijumus iekartas

*Programma var paredzét
ieguldijumus iekartas

*Ja izmaksas, ieguldijums ir paredzets proejkta tiesa merka sasniegSanai.
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Izvertgjot pieejamas ES fondu programmas var secinat, ka nav viena atbalsta

programma, kas sniegtu nepiecieSamo atbalstu visam aktivitatém un darbibam strat€gijas
ietvaros. Noteiktas programmas var sniegt atbalstu noteiktas aktivitatés, darbibas, ka
piem&ram:

"Apvarsnis Eiropa" sniedz atbalstu zinatniskas darbibas, jaunu inovaciju izstradé lidz
komercializacijai, ieskaitot EIC programmu sniegtas iesp&jas, kas vertas uz
komercializacijas darbibam, sakot no p&tjjuma veiksanas, Iidz tehnologijas prototipa
izstradei un ievieSanai tirgii. Tapat "Apvarsnis Eiropa" sniedz atbalstu mobilitates
darbiba, sniedzot iesp&u zinatniekiem, pasniedz€jiem, pat studentiem, ieklaujot
doktorus braukt mobilitatei un giit jaunas zinaSanas, pieredzi. Tapat jauzsver
"Apvarsnis Eiropa" programmas atbalsts kapacitates stiprinasanai un izcilas zinatnes
veicinasanai, ietverot talantu piesaisti un noturéSanas mehanismu ievieSanu."
"Apvarsnis Eiropa" programmu ietvaros nevar iepirkt tehnologijas, bet programmas
ietvaros var ieklaut nepiecieSamas programmatiiras, atalgojumu zinatniekiem,
tehniskajiem darbiniekiem, specialistiem, ja izmaksas, ieguldijums ir paredzéts
projekta tieSa mérka sasniegSanai.

"Digitala Eiropa" programma sniedz iesp&jas jaunu studiju programmu izstradg, jaunu
digitalo prasmju iegtiSanai Eiropa, ieklaujot programmas, kas vérstas tieSi pusvaditaju
joma. "Digitala Eiropa" programma ir tiesi saistita ar ES mikrosheému regulu nosakot
programmas atbalstu, ka vienu no ES par pusvaditaju investiciju katalizatoru. "Digitala
Eiropa" pusvaditaju sniedz atbalstu ietverot pusvaditaju un mikrosh€mu nozimi Eiropas
kontinenta digitalas un zalas parejas istenosana. " Digitala Eiropa " programmu ietvaros
var iepirkt tehnologijas, kas tiesi saistitas ar projekta mérku isteno$anu, var ieklaut
nepiecieSamas programmatiiras, atalgojumu zinatniekiem, tehniskajiem darbiniekiem,
specialistiem, ja izmaksas, ieguldijums ir paredz&€ts projekta tiesa merka sasniegSanai.

Inovaciju fonds ir lielaka Eiropas atbalsta programma "Lielajiem uznémumiem"
sniedzot atbalstu liela apjoma investiciju projektos, ieskaitot, kas versti uz jaunu
tehnologiju iegadi, esosas infrastruktiiras pielagosanu. Inovaciju fonds ir viena no
pasauleé lielakajam finans€juma programmam inovativu zemu oglekla emisiju
tehnologiju demonstréSanai un ievieSanai tirgli. Merkis ir veicinat izaugsmi un
konkurétsp&ju, dodot Eiropas Savienibas uznémumiem iesp&jas kliit par vadosajiem
tehnologiju joma pasaul€. Programmas kopgjais grantu fonds ir 40 mljrd. EUR laika
posma no 2020. gada Iidz 2030. Gadam.

Tapat ir jauzsver, ka 2023. gada 14. decembrT ir uzsakta projektu atlase valsts atbalsta
sanemsSanai lielu investiciju projektu istenoSanai Latvija caur Altum. Aizdevums
paredzets vid€jiem un lieliem komersantiem, kuri plano veikt vismaz 10 milj. EUR
investicijas uznémuma izaugsmei. Aizdevums lidz 30% no projekta attiecinamam
izmaksam ar kapitala atlaidi lidz 100% apmera no aizdevuma pamatsummas var bt
tam nozimigs atbalsts. Aizdevums paredzets projektiem, ko planots istenot fotonikas
un viedo materialu, tehnologiju, inZeniersisttmu, viedas energétikas un mobilitates;
biomedicinas, medicinas tehnologijas, farmacijas; zinasanu ietilpigas bioekonomikas,
informacijas un komunikacijas tehnologiju joma, ka art $aja atlases karta paplasinats
potencialo atbalsta sanéméju loks — turisma vai kultiiras un radoSo industriju joma.
Programmu Tsteno Latvijas Investiciju un Attistibas agenttira un ALTUM.
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e LIFE programma aktiva pieteikumu faze ir nokavéta, jo konceptu izstrade javeic
pusgadu ieprieks (lidz 2023. gada rudenim), savukart, pilnvertigu pieteikumu izstrade
notiek tikai tajos gadijumos, kad koncepti apstiprinati talakai izstradei. LIFE
programma 2024. gada var izstradat konceptu, ko izstradat par pilnvertigu pieteikumu

2025. gada.

e '"Interreg" ir Eiropas teritorialas sadarbibas programmas, kas sniedz iesp&ju Latvijas
partneriem sadarboties pari robezam gan ar tieSajam Eiropas Savienibas kaiminvalstim,
gan partnervalstim visa Eiropa. Kopigi projekti un investicijas ir iesp&jami kopé&ju
izaicinajumu risinasanai tiirisma, kulttiras, inovaciju, uznémeéjdarbibas, vides, izglitibas,
nodarbinatibas, socialaja un citas jomas. "Interreg" programmas, lai gan investicijas
tehnika, infrastruktira ir iesp&jamas, Interreg programmas ir noteiktas tematos, un
investicijas paredzetas projekta tieSa merka sasniegSanai.

Informacija par konkrétiem programmu uzsaukumiem, "Apvarsnis Eiropa" to

pietiekSanas terminiem, no augstakminétajam programmam ir pieejams skatot tabulu 3.12.

Tabula 3.12 Apvarsnis Eiropa pieejamo programmu apkopojums

Horizon Europe iespéjas 2024. gada
Uzsaukums Saite uz uzsaukumu Darbibas veids | Atslegvardi Termins
HORIZON- Excellence Hubs Coordination Ecosystem 07.04.2024
WIDERA-2023- and Support
ACCESS-07-01 Actions
13-2023-CAP2b | Interregional Innovation Coordination Ecosystem 15.02.2024
Investments Instrument (I3) and Support 14.11.2024
Actions
HORIZON- Pilot line on advanced sub Research and Chips 29.02.2024
Chips-2023-RIA- | 2nm leading-edge system on Innovation
CPL-1 chip technology Actions
HORIZON- Pilot line on advanced Fully Research and Chips 29.02.2024
Chips-2023-RIA- | Depleted Silicon On Insulator | Innovation
CPL2 technologies targeting 7nm Actions
HORIZON- Pilot line on advanced Research and Chips 29.02.2024
Chips-2023-RIA- | Packaging and Heterogenous | Innovation
CPL-3 Integration Actions
HORIZON- Pilot line on advanced Research and Chips 29.02.2024
Chips-2023-RIA- | semiconductor devices based | Innovation
CPL-4 on Wide Bandgap materials Actions
HORIZON- Supporting the EOSC Coordination Microchip 12.03.2024
INFRA-2024- Partnership in further and Support ecosystem
EOSC-01-02 consolidating the coordination | Actions development
and sustainability of the EOSC
ecosystem
HORIZON-CL4- | Piloting emerging Smart [oT Innovation Microchips 19.03.2024
2024-DATA-01- | Platforms and decentralized Actions and photonics
03 intelligence (IA) pilot lines
HORIZON-CLA4- | Pilot line(s) for 2D materials- | Research and Semiconductor | 19.03.2024
2024-DIGITAL- | based devices (RIA) Innovation
EMERGING-01- Actions
31

129



HORIZON-CLA4- | Synergy with national and Coordination Semiconductor | 19.03.2024
2024-DIGITAL- | regional initiatives in Europe and Support
EMERGING-01- | (CSA) Actions
34
HORIZON-CL4- | Facilitate the engagement in Coordination Chip 19.03.2024
2024-HUMAN- | global ICT standardisation and Support prototyping
01-61 development (CSA) Actions
HORIZON-CL5- | Integration and testing of next | Research and Chip testing 18.04.2024
2024-D5-01-02 generation post-800V electric | Innovation

powertrains (2ZERO Actions Semiconductor

Partnership)
HORIZON-CL3- | Approaches and tools for Innovation Chip act, Chip | 20.11.2024
2024-CS-01-01 security in software and Actions design, Chip

hardware development and laboratory,

assessment Chip testing

Organic chips
Chip
prototyping

HORIZON-CL3- | Approaches and tools for Research and Chips 20.11.2024
2024-CS-01-01 security in software and Innovation

hardware development and Actions

assessment

Informacija par konkrétiem programmu uzsaukumiem, "Digitala Eiropa" to

pietiekSanas terminiem, no augstakminétajam programmam ir pieejama 3.13. tabula.

Tabula 3.13 Digitala Eiropa pieejamo programmu apkopojums

Digital Europe iespéjas 2024. ga

Darbibas .
Uzsaukums . . Termins
Saite uz uzsaukumu veids ’

DIGITAL- Support Centre for HPC- Simple Grants | 27.02.2024
EUROHPC-JU- powered Artificial Intelligence
2023-AISC-03-01 (AI) Applications
DIGITAL-Chips- Pilot line on advanced sub 2nm Simple Grants | 29.02.2024
2023-SG-CPL1 leading-edge system on chip

technology
DIGITAL-Chips- Pilot line on advanced Fully Simple Grants | 29.02.2024
2023-SG-CPL2 Depleted Silicon On Insulator

technologies targeting 7nm
DIGITAL-Chips- Pilot line on advanced Packaging | Simple Grants | 29.02.2024
2023-SG-CPL-3 and Heterogenous Integration
DIGITAL-Chips- Pilot line on advanced Simple Grants | 29.02.2024
2023-SG-CPL-4 semiconductor devices based on

Wide Bandgap materials
DIGITAL-2023- Specialised education Lump Sum 21.03.2024
SKILLS-05- programmes in key capacity Grants
SPECIALEDU areas
DIGITAL-2023- Network of European Digital Simple Grants | 10.04.2024
EDIH-04- Innovation Hubs — Associated
ASSOCIATED Countries

Informacija par konkrétiem programmu uzsaukumiem, "Interreg" to pietiekSanas
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Tabula 3.14 Interreg pieejamo programmu apkopojums

Interreg iespéjas 2024. gada

Programma Saite uz uzsaukumu Darbibas veids Termins
Interreg BSR Energy transition Tematiska 2024. gada I
prioritate ceturksnis
Interreg Europe Skills for smart specialisation, | Tematisks 2024. gada I
industrial transition & programmas ceturk$na beigas
entrepreneurship mérkis
Interreg Europe Digital connectivity Tematisks 2024. gada I
programmas ceturk$na beigas
mérkis
Interreg Europe Smart energy systems, grids Tematisks 2024. gada I
and storage programmas ceturk$na beigas
mérkis
Interreg CBR More new scaled-up growth Tematisks 31.10.2024
companies programmas
mérkis

Informacija par konkrétiem programmu uzsaukumiem, "Inovacijas Fonds" to
pietiekSanas terminiem, no augstakmin€tajam programmam ir pieejama 3.15. tabula.

Tabula 3.15 Inovdcijas fonds pieejamo programmu apkopojums

Innovation Fund iesp€jas 2024. gada

Uzsaukums Saite uz uzsaukumu Di’fi):ll;as Termins
INNOVFUND-2023- | Inovation Fund-MANUFACTURING | Lump Sum | 09.04.2024
NZT- Grant
MANUFACTURING
INNOVFUND-2023- | Innovation Fund 2023 Net Zero Lump Sum | 09.04.2024
NZT-GENERAL- Technologies — General Grant
SSP decarbonisation — Small-Scale Projects
INNOVFUND-2023- | Innovation Fund 2023 Net Zero Lump Sum | 09.04.2024
NZT-GENERAL- Technologies — General Grant
MSP decarbonisation — Medium-Scale

Projects
INNOVFUND-2023- | Innovation Fund 2023 Net Zero Lump Sum | 09.04.2024
NZT-PILOTS Technologies — Pilots Grant
INNOVFUND-2023- | Innovation Fund 2023 Net Zero Lump Sum | 09.04.2024
NZT-GENERAL- Technologies — General Grant
LSP decarbonisation — Large-Scale Projects

3.5.4. Fokusgrupas diskusija

Fokusgrupas diskusija: Lai nodroSinatu ilgtsp€jiba balstitus priekslikumus, p&tjjuma
IstenoSanas laika tika organizeta fokusgrupas diskusija, lai informé&tu pusvaditaju ekosisteémas
parstavjus, ieinteresétas puses par analizu rezultatiem, ka ar1 tiks veidota diskusija, lai iegiitu
viedoklus, priekslikumu izstradei. Uz fokusgrupu tika aicinati gan industrijas, gan akadémijas,
NVO un valdibas parstavji. Fokusgrupas laika tika apskatita izpétita informacija par darba
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uzdevuma 3.5. "Attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu priekSlikumu izstrade"
rezultatiem, ieskaitot pieejamiem ES fondu uzsaukumiem pusvaditaju joma, ka arT citu Eiropas
valstu piemé&riem, to atbalstu un tika veidota diskusija ar tas dalibniekiem. Fokusgrupa
norisingjas 13.12.2023, tieSsaisté, MS Teams vide. Pilns fokusgrupas apskats, dalibnieku
sarakstu skatit pielikuma (skat. Pielikums Nr. 9: Fokusa grupas jautajumu un komentaru
kopsavilkums). Fokusgrupas laika tika noskaidrots fokusgrupas viedoklis par veikto izpé&tes
rezultatu, Publiska finans€juma, ka ES fondi (Apvarsnis Eiropa, Digitala Eiropa, Inovaciju
fonds, un citu programmu) piesaisti Latvija, apskatot fokusgrupas viedokli par galvenie
priekSnoteikumi Publiska finans€juma piesaistei. Ka galvenie secinajumi no fokusgrupas
diskusijas par Publiska finans€juma, ka ES fondi piesaisti tika noteikti:

Apskatot pieejamo finans€jumu no ES fondiem, ka ari valstu piemerus, ir skaidri
redzams, ka nepiecieSams piesaistit gan privato gan publisko finans&jums, ko norada
ari apskatitie ES valstu piemeri. Papildus ir skaidri janodefing Latvijas valsts intereses
un strat€gija ES limeni, soli nakamiem 10 gadiem, ilgtermina investiciju ieziméSana
valsts budzeta.

Skatoties uz ES fondu finans€jumu ir jaskatas pec atbalsta intensitates un investiciju
lietderibas, ne visas programmas ir lietderigas no finansu ieguldijumu puses.

Ir nepiecieSsams izmantot sniegtas iesp€jas, ieskaitot mobilitates iesp€jas, kapacitates
stiprinaSanas iesp€jas, ko sniedz Apvarsnis Eiropa iespgjas, ieskaitot mobilitate
doktorantiem, un p&cdoktorantiiras atbalsts, prakses iesp&jas arvalstis.

Fokusgrupas laika tika noskaidrots fokusgrupas dalibnieku viedoklis par to ka veicinat

Latvijas uznémumu, izglitibas iestazu, citu organizaciju dalibu ES fondu (Apvarsnis Eiropa,
Digitala Eiropa, Inovaciju fonds, un citu programmu) iespgjas.

Ka galvenais secinajums tika noteikts, ka ir nepiecieSams veidot vienotu komunikaciju
par pieejamam atbalsta programmam, atvertiem uzsaukumiem, ka ar1 nepiecieSamibas
gadijuma apvienot spekus kvalitativu pieteikumu sagatavosanai. Ir nepiecieSams aktivi
inform@ un iesaistit ieinteres€tas puses, lai nepalaistu garam iesp€jas ieskaitot
kapacitates stiprinasanai, ka sniegs ieguldijumu tiesi ilgtermina.

Tika noradits par Izra€las uzn@muma interesi Latvija veidot Sup-fab pétniecibas
virzienu (neliels investiciju projekts, iekarta no Intel, janoklaj otra investiciju puse).

Fokusgrupas laika tika noskaidrots fokusgrupas dalibnieku viedoklis par to ka veicinat

Latvijas efektivaku iesaisti Eiropas mikroshému akta (Chips Act).

Ka galvenais secinajums tika noteikts, lai Latvija efektivak iesaistitos Eiropas
mikroshému akta. Ta sniegtas iespg&jas, ir nepiecieSams veidot aktivu komunikaciju,
iesaistito puSu inform&Sanu par iesp&jam, par uzdevumiem, kas javeic, ieskaitot par
pieejamam atbalsta programmam, partneribam. Ir nepiecieSams apvienot spekus
vienotai izpratnes sniegSanai, ka Latvijas ilgtermina strat€gijai, ar aktivu iesaistu un
dalibu Eiropas mikroshému akta.

Papildus, lai gan Latvija novéloti ir iesaistijusies Eiropas mikroshému akta, un nav
pirmo ES valstu saraksta, kas sanem Eiropas mikroshému akta finans€jumu, Latvija
2023. gada 14. decembrT ir izstradata jauna iesp€ja ko sniedz Altum atbalsts sniedzot
atbalstu tiesi pusvaditaju joma.

PriekSlikumi: P&tijuma gaita, izvert€jot gan izpétitos, datus, iegitos rezultatus,

ieklaujot fokusgrupas diskusijas rezultatus tika izstradati priekslikumi, parstavju ekosistémas
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kopgjai attistibai, Latvijas aktivitaSu veicinasanai Eiropas mikrosheému akta, pusvaditaju jomas
attistibai Latvija.

1.

Ir nepiecieSams spécinat, vai pat atjaunot pusvaditaju partneribu, asociacijas darbibu,
tiklu Latvija, kur tiek nodefinéti iesaistito puSu intereses, atbildibas un veicamie
uzdevumi, ieskaitot kop&ja informeésana par pieejamam atbalsta iesp&jam, ka ar1 darbu
veikSana saskana ar izstradato stratégiju.

Ir nepiecieSams parvaldibas modelis, kas motiveé iesaistitds puses aktivi darboties,
iesaistities un dalities kop€ju merku, problému varda, ilgterminu risinajumu varda, ka
piem&ram Privato, Publisko partneribu modelis, vai parpemot starptautisku tiklu
parvaldibas modeli, kas versts uz investiciju piesaisti, talantu attistibu, vietgjas
ekosistemas attistibu, taja pasa laika veidojot starptautiskas sadarbibas.

Ir nepiecieSams aktivak izmantot ES fondu sniegtas iespgjas, gan izglitibas jomas
stiprinaSanai, gan pé€tniecibai, gan jaunu produktu izstradei, ka ari kapacitates
stiprinasanai. Ir janodefing, jasadala savstarpgji darba uzdevumi, darbi, kas javeic starp
iesaistitam, lai aktivak startetu ES fondu iesp&jas, kopigi janodrosina koordinacija starp
daramiem darbiem, ieskaitot seminaru organiz&s$ana, iedejoSanas pasakumi, tikloSanas
pasakumi, programmu izp&tes aktivitates un pat kopigu projekta pieteikumu, investiciju
pieteikumu gatavoSana.

Ir jastiprina Latvijas kopgja kapacitate ES fondu piesaist€, gan arT individuali galveno
pusvaditaju jomas iesaistito pusSu uznémumu, organizaciju darbiba, gan kvalitativu
pieteikumu pieteikSanai, gan, lai spétu pieteikt projektus visas iesp€jas, tadejadi
palielinot iesp&jas no ES fondu piesaistes, taja pasa laika apzinoties labas prakses
piemerus, stiprinot sadarbibas iesp&jas sadarbibai ar “Lielajiem” Eiropas spélétajiem
pusvaditaju joma.

Nemot véra, to ka ES fondi nevar nodrosinat pilnigu atbalstu sniegSanu, lai sasniegtu
stratégija noteiktas darbibas, mérkus, iepirkt vajadzigas iekartas, pielagot
nepiecieSamas telpas, ir nepiecieSams lielaks Latvijas valdibas atbalsts, izstradat
atbalsta instrumentus, kas tie$i paredzeti strat€gijas talakai istenoSanai, ieskaitot
kapacitates stiprinasanas aktivitatem.

Pusvaditaju jomas atpazistamibai javeic plasi inovativie pasakumi informgjot galvenas
ieinteres€tas puses par pusvaditaju jomas attistibas planiem, Eiropas mikrosheému akta
sniegtajam iesp&jam, ka ari skaidrojot sabiedribai par ieguvumu no investicijam
pusvaditaju joma, lai mazinatu sabiedribas neizpratni par investicijam, to
nepiecieSamibu, pamatojot tiesi socialekonomisko ieguvumu sabiedribai ilgtermina.
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3.6. Secinajumi un priekslikumi (par visu pétijumu)

Identificgjot Latvijas iesp&jas un potencialu ieklauties globalaja pusvaditaju vertibu

kede, novertejot to ietekmi uz Latvijas ekonomiku, tika izstradati secinajumi un priekslikumi
pétniecibas, izglitibas un inovaciju un uznémeéjdarbibas vides attistibai. Galvenie secinajumi:

1.

Latvija ir attistita zinatniski p&tnieciska baze pusvaditaju materialu, elektronikas un
pasi fotonikas joma, kas paver daudz iesp€jas dazadu jaunu virzienu attistibai $aja
nozaré, ka butiskakos minot, ¢ipu dizains, prototipeSana un atsevisku razoSanas
darbapliismu izveide (izveidojot pilotliniju), test€Sana un iepakosana.

Universitatés un zinatniskajos instititos jau tagad ir minimali nepiecieSama
infrastrukttira vai piekluve infrastruktirai, lai paraditu konkurétsp&jigus rezultatus, ka
ar1 ir pamats pilotliniju izveidoSanai. Tom&r modernaku iekartu iegade un atvértas
piekluves pilotlinijas un testéSanas centra izveide ir kritiska, lai klttu konkurétspéjigi
un nodro$inatu talaku attistibu.

Vaja sadarbiba ar industriju, galvenokart tadel, ka ir relativi maz industrijas parstavji,
iznemot tos, kuri parstav McKinsey k&des posmu 8 un 9.

Pastav tematiska plaisa starp industriju un pé€tniecibu. P&tnieciba biezi notiek jomas,
kuras Latvija nav industrijas parstavniecibas un otradi - zinatne nenodrosina industrijai
nepiecieSamas kompetences un servisus, 1pasi tradicionalo pusvaditaju elektronikas
joma.

Pétnieciba Sobrid ir zema TRL (tehnologijas gatavibas Iiment), tas talaka
komercializacija ir saistita ar augstu risku, tapéc industrija iesaistas tikai publiski
finansé&tos projektos.

Katastrofali zems jaunuzpémumu skaits, kas liecina, ka dazadu pétijumu
rezultati ir nepietickami attistiti, tiem ir parak zems TRL Iimenis, lai tos
komercializétu. To izcel tieSi Latvijas zemas vietas inovaciju indeksa -
Lietuva un Igaunija ir ieveérojami labakas pozicijass inovaciju reitinga,
pretstata Latvijas 37. pozicija 132 wvalstu konkurencé (Avots: Global
Innovation Index 2023,
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023 &  Citu  zieme]valstu
reitingi ir priekSgala (Danija - 9. vieta, Zviedrija 2. vieta, Somija 6. vieta)

Lielaka dala uzne@mumu atzist cilvékresursu problému, nav kvalificétu specialistu
pietickama daudzuma.

3.3. attela ir apkopota analize par katru pusvaditaju vértibas posmu Latvija, veidojot

kopsavilkumu gan nemot véra industrijas sniegumus, p&tniecibas potencialu un iespé&jas, ka ar1
macibu programmu izvert§jumu. Ar zalu ir atziméti tie posmi, kur Sobrid ir lielakas
perspektivas ieklauties globalaja vértibu ke&de, pateicoties jau esoSai kompetencei,
starptautiskiem kontaktiem un sadarbibai, ka arT véra nemamiem zinatniskiem sasniegumiem
un sp&jam. Ar dzeltenu ir atziméts posms (RazoSana), kam Latvija ir sena pagatne, bet tas
attistibai nepiecieSams sakotn&ji pieveérsties ar zalu atzim&to posmu attistibai (Dizains,
materiali, test€Sana un iepakoSana, pilotlinijas un prototipéSana), lai raditu gan nepieciesamo
bazi jaunu tehnologiju komercializacijai, ka ar1 darbaspéka sagatavosanai augstas pievienotas
vertibas tehnologiju radiSanai.
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Materiali

Specializ&jusies
uzlabotu materialu
pétnieciba, papildinot
globalo pusvaditaju

ainavu ar inovacijam

Spéciga zinatniska baze,
pieméram, Rigas
Tehniskas Universitates
materialu zinatne & CFI
spéjas, veicina inovativu
materialu attistibu

Kapitala iekartas

NEWEJENNEISEVES

posms, ir 2

uznémumi baltija.

leieSanu posma
ietekme
nepiecieSamie
ieguldijumi un

talantu trakums.

*3 - Intelektualais TpaSums un elektroniska

dizaina automatizacija

IP & EDA*

Dizains

Lideribas iezimes
Igaunija, kas lautu

veidot sadarbibu, bet

Latvija trakst Sobrid
gan pétniecibas, gan
industrijas
parstavnieciba

Back-end

Gala produkts

lespi

Trakst mérogojama
kapacitate, bet pastav

nozimiga pétniecibas

Ir dal&ja parstavnieciba
ar dazam iestadém,

kas lepojas ar

"Fabless" pieeja,
sensoru un fotonikas
iericu specializacija ir
balstita uz stipram
akadémiskam un
industrialam
sadarbibam

Dizaina inovacijas ir
atbalstitas ar
specializétam
institdcijam (EDI) un
augsta limena
inZenierzinatnes
prasmém.

Pamatnu apstrades razotne

Ir senas tradicijas, jau
daudzus gadu desmitus
tiek raZotas
mikroshémas uz 3" un 4"
silicija pamatném, gan
analogas gan art
integralas shéemas

Potencials attistit nisu
pamatnu razo3ana,
izmantojot universitasu
un institatu pétjjumus,
ka arT esoSo
infrastruktdru izmantot
jauno specialistu
apmacibai

edplates

Inovativi iespiedpladu
(PCB) dizaini un

materiali, ko péta

Gala produkts

Spéciga gala produkta
attistibas un montazas
kompetence, ar

darbiba ar plasu

sadarbibas loku silicija
fotonikas testéSanas

un dizaina joma RTU,

P&tniecibas inovacijas
var tikt parnestas uz
mérogotiem un plasaka
klasta procesiem,
ienemot noteiktu nisu

6 - “Back-end”, jeb pakartotie procesi

regions, atbalsta

uzlabotam originaliekartu raZotaja
iespiedpladu (PCB) EEEIES [PIeE ey, I (OEM) sadarbibas
dizaina spé&jam sevilpieradist piemériem

uznémumi:

HansaMatrix).

Augstas kvalitates
iespiedpladu (PCB)
komponentu izstrade,
ko veic pétniecibas
iestades, pieméram,
EDI

Attéls 3.3 Latvijas pusvaditaju kédes situacijas noveértejums

Attela redzams, ka mums ir iespgja attistit esoSo bazi, bet tas prasa koordinétu visu
iesaistito pusu iesaisti, lai nezaud€tu iesp&jas. leguldijumi un attistiba $aja joma globali notiek
arkartigi strauji, un var mainities nakamo paris gadu laika, kas nerikojoties aktivi, rada risku
palaist garam iesp&ju iekarot kadu no Saja bridi iesp&jamajam nisam (dizains, testéSana,
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fotonikas tehnologiju virzienu). Svarigi ar parliecinaties, ka tiek apmaciti specializeti eksperti
un inzenieri $aja joma, ja nakotné ir vélme attistit ar1 razoSanu, jo ar §1 briza specialistu apjomu
tas nav iespgjams.

Galvenie priekslikumi:

1. NepiecieSamas ilggad€js un plass jaunuznémumu valsts atbalsts, lai spetu komercialas
idejas novest lidz produktam, kas piesaista gala patérétaja interesi, riska kapitala vai
banku finanséjumu. Ipass uzsvars ir jaliek uz atbalstu jaunu tehnologiju testé3anas,
optimiz€$anas un pakoSanas attistiSanai, lai novestu tehnologijas lidz TRL 8 un 9
Iimeniem.

2. NepiecieSams valsts atbalsts jauniem specialistiem darbam Latvijas uzn€mumos
uzsakot darba gaitas vai/un izstradajot diplomdarbus. Jaiesaista uznémumi macibu
procesa.

3. Pusvaditaju jomas attistiSanu biitu nepiecieSamas izcelt, ka vienu no valsts prioritatém,
tam pieskirot nepiecieSamo finansgjumu.

4. Jaturpina stiprinat tas jomas, kuras Latvijai ir salidzinosa priekSrociba balstoties uz jau
ieprieksgjo pieredzi un sasniegumiem.

5. Veikt pasakumus, kas veicinatu jaunieSu vélmi studét eksaktas zinatnes jau pamata un
vidgjas izglitibas posmos.

6. Motivét jaunos cilvékus studet Latvijas augstakajas macibu iestades. Tas vairak saistits
nevis ar izglitibas kvalitati, bet ar darba iesp&jam pec izglitibas iegtSanas (ref. 1.
punkts).

7. Piesaistit studentus un specialistus no arzemém, macibu programmas anglu valoda ir
nepiecieSams nosacijums.

8. Javeido Cipu dizaina un test€Sanas kompetences centrs un atveértas piekluves pilotliniju,
kas nodroSinas gan augstaka TRL limena rezultatus, gan veicinas jaunuzp@mumu
piesaisti, radiSanu un attistibu.

9. Nodrosinat zinatniskas, macibu un industrialas infrastruktiiras cieSu lidzas pastavésanu
un zinasanu apmainu.

Raugoties uz ziemelvalstu pieredzi, tuvakajos 10 gados ir javeicina apjomigi finansialie
ieguldijumi pusvaditaju pétijumos dazadiem TRL Ilimeniem, sakot no p&tniecibas iestadém
(TLR1 - TLR4), turpinot ar jaunuznémumiem, kas nodarbina jaunus specialistus un ideju
autorus (TRL4 - TLR7), lidz gatavam produktam un masveida razosanai (TLR9). Diemzgl
misu kaiminvalstu specigas pozicijas inovaciju reitingd, rada mums nelabvéligu vidi
konkurencgé par jaunam idejam un par So ideju realizacijas vietu, tapéc ir jaizstrada plass
pasakumu komplekss misu konkurétsp&jas stiprinaSanai, nemot véra Zviedrijas, Somijas,
Danijas, Niderlandes, arT Lietuvas un Igaunijas pieredzi, un nekavéjoties uzsakt ta realiz€Sanu.
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4. Petijjuma pielikumi

Pielikums Nr. 1: Akadeémisko iestaZzu aptauja
Dear respondent,

Thank you for participating in this survey aimed at refining and supplementing data regarding
the identified research institutions in the semiconductor field. Your insights will significantly
contribute to understanding the resources and collaborative potentials within and beyond Latvia.

Institution Information:

Name of Institution/Department/Institute:
Address:

Contact Information:
Name of Respondent:
Position of Respondent:

Section I: Human Resources Inventory

Please provide a list of engineers and researchers in your institution specializing in
semiconductor technology.

Engineer / Researcher | Area of | Number of years of | More info?
Name / Last Name specialization experience in the
semiconductor field

Section II: Equipment and Infrastructure

Please list the equipment and infrastructure available in your institution for semiconductor
research and development.

Equipment or infrastructure | Quantity More info?
name / description
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Section III: Patent Inventory
Please provide a list of patents in the semiconductor field owned or managed by your institution.

Patent Title

Patent Number

Date of Issuance

Section IV: National or International Collaboration (research, academia)

Please list any collaboration your institution has with foreign universities and institutions
researching semiconductor technologies or developing semiconductor chain products.

Name
Institution

of

Country Nature

Collaboration

of

Duration of Collaboration

Section V: Industry Collaboration

Please list any collaboration your institution has with companies developing products/services
that can be utilized in the semiconductor value chain.

Name of Company Nature
Collaboration

of | Duration of Collaboration

Section VI: Educational Program Information

Please list any educational program or related program focused on semiconductor technologies,
please provide the following details:

Program title

Please assess the
program's contribution to
the semiconductor value
chain

Qualification
Awarded
Completion

Upon

Number of
graduates / year
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We appreciate your time and effort in completing this survey. Please return the completed
survey by [specified return date] to [specified email/address].

If you have any questions or need further clarification, feel free to contact us at [contact
information].

Thank you.
Sincerely,

[Your Name]
[Your Title]
[Your Contact Information]

Cienijamais aptaujas dalibniek,

Paldies Jums par piedaliSanos $aja aptauja, kuras mérkis ir precizét un papildinat datus par
identific€tajam pétniecibas iestadém pusvaditaju joma. Jusu atzinas biitiski veicinas izpratni
par resursiem un sadarbibas potencialu Latvija un arpus tas robezam.

Iestades informacija:

Iestades/ nodalas/ instittita nosaukums:
Adrese:

Kontaktinformacija:
Aptaujas dalibnieka vards:
Aptaujas dalibnieka amats:

I sadala: Cilvekresursi
Papildiniet, ludzu, tabulu ar informaciju par inZenieriem un pé&tniekiem jusu iestade, kuri
specializgjas pusvaditaju tehnologijas:

InZeniera/  pé@tnieka | Specializacijas Darba pieredze | Papildus
Vards, Uzvards joma pusvaditaju  joma | informacija
(gadu skaits)

II sadala: Iekartas un infrastruktiiras
Uzskaitiet, ludzu, iekartas un infrastruktiiru, kas pieejama jiisu iestadé pusvaditaju petniecibai
un attistibai:

Iekartas vai infrastruktaras | Daudzums/ skaits Papildus informacija
nosaukums/ apraksts
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IIT sadala: Patenti

Papildiniet, ludzu, tabulu ar informaciju par iestadei piederoSajiem vai parvalditajiem
usvaditaju jomas patentiem:

Patenta nosaukums

Patenta numurs

Patenta registracijas datums

IV sadala: Nacionala vai starptautiska sadarbiba (p&tnieciba, akadeémija)
Noradiet, lidzu, kada ir jisu iestades sadarbiba ar viet§jam un arvalstu universitat€ém un
iestadém, kas péta pusvaditaju tehnologijas vai izstrada pusvaditaju kédes produktus:

Universitates/
iestades nosaukums

Valsts

Sadarbibas veids

Sadarbibas ilgums

V sadala: Sadarbiba ar nozari
Uzskaitiet, lidzu, jebkada veida sadarbibu, kas jiisu iestadei ir izveidojusies ar uznémumiem,
kuri izstrada produktus/pakalpojumus, kurus var izmantot pusvaditaju veértibu kede:

Uznémuma nosaukums

Sadarbibas veids

Sadarbibas ilgums

VI sadala: Informacija par izglitibas programmam
Uzskaitiet, ludzu, jebkadas izglitibas programmas vai ar tam saistitas programmas, kas
koncentr&jas uz pusvaditaju tehnologijam:

Programmas Ludzu, novertgjiet | leglistamais  grads/ | Absolventu skaits/
nosaukums programmas  ieguldijumu | kvalifikacija gads
pusvaditaju vertibu k&de absolvgjot
programmu
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Mgs novertejam jisu laiku un piles, kuras ieguldijat aizpildot So aptauju. Aizpildito anketu,
ltidzu, nosiitiet 11dz [datums] uz [noradito e-pasta adresi/adresi].

Ja jums ir papildus jautajumi vai nepiecieSama papildu informacija par kadu no sadalam, lidzu,
sazinieties ar mums [kontaktinformacija].

Paldies!
Ar cienu
[Vards Uzvards]

[Pilns amata nosaukums]
[Kontaktinformacija]
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Pielikums Nr. 2: Augstskolu un pétniecibas iestaZu interviju skripts

Veikt interviju ierakstus.

1:1 intervijas (klatieng):

Attalinatas (online) intervijas: izmantojot programmas "Teams", "Zoom" vai "Google meets".
Interviju uzaicinajuma/ ieliguma, ludzu ieklaujiet So tekstu: “Lidzu nemt vera, ka diskusija
tiks ierakstita dokumentesanas nolitkos. leraksti tiks drosi glabati, un tos iekseji izmantos miisu
pétnieku komanda. Tie nebiis pieejami publiski. Tresajam personam tie tiks izsniegti tikai
gadijumos, ja valsts iestade veiks reviziju. Jisu daltba saja diskusija nozimé, ka jis piekritat
Siem noteikumiem."

Pirms intervijas uzsaksSanas, giistiet apstiprindjumu no intervéjama, ka Jis varat uzsakt
intervijas ierakstu un péc tam, kad ieraksts ir manuali uzsakts, lidziet intervéjamo vélreiz
apstiprinat, ka vins zina, ka saruna tiks ierakstita un tam piekrit.

Kad intervija ir pabeigta, lidzu saglabajiet ierakstu Seit:

Lai intervijas laika pierakstitu jautajumus, izmantojiet zemak esoSo veidlapu.

Ievads:

Iepazistinasana ar intervetaju un vina parstaveto iestadi/organizaciju.

Iss paskaidrojums par intervijas mérki: iegiit padzilinatu izpratni par planotajiem pusvaditaju
nozares attistibas virzieniem nakamajiem 5 gadiem un noskaidrot viedokli par vélamo Baltijas
valstu niSu un strat€giju pusvaditaju vertibu kede turpmakajiem 5-10 gadiem.
Konfidencialitates un anonimitates nodrosinasana, apstradajot datus un sniedzot secinajumus.

Intervijas jautajumi:
Jautajumi: Atbildes:
Sadala I: lestades nakotnes virzieni

Vai jis varat aprakstit jiisu iestades stratégisko
planu attieciba uz pusvaditaju tehnologijam
nakamajiem 5 gadiem?

Kadi ir galvenie projekti vai iniciativas, ko jusu
iestade plano veikt pusvaditaju joma?

Ka jusu iestade plano sadarboties ar nozares
dalibniekiem pusvaditaju vertibu kede?

Sadala 1I: Skatijums uz Baltijas regionalo
stratégiju

Uz kadu niSu, jusuprat, Baltijas valstim biitu
jatiecas pusvaditaju vertibu kédé nakamajos 5-
10 gados?

Kada veida sadarbibas strat€gijas jus paredzat
Baltijas valstu starpa, lai panaktu progresu
pusvaditaju nozare?

Vai ir kadas esosas regionalas sadarbibas vai
partneribas, kuras jiisu iestade ir iesaistita vai
par kuram ta zina? Liidzu, aprakstiet.

Sadala __Ill: _ lestades _mijiedarbiba __ar
uznemumiem
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Vai jus varat uzskaitit un aprakstit zinamos
uznémumus, kas iesaistiti pusvaditaju vertibas
kéde Baltijas regiona un sadarbojas ar
pétniecibas vai izglitibas iestadem?

Ka, jusuprat, attistisies So uznémumu loma
pusvaditaju vertibu kédé Baltijas regiona
nakamajos desmit gados?

Sadala 1V: Papildu ieskats

Vai ir kadi izaicinajumi vai $kérsli, ko jis
paredzat, lai sasniegtu v€lamo poziciju
pusvaditaju vertibu kéde Baltijas regionam?
Vai jums ir kadi papildu komentari vai atzinas
par pusvaditaju nozares attistibu jiisu iestade vai
Baltijas regiona kopuma?

Noslégums:

Izsakiet pateicibu par dalibnieka veltito laiku un iegiildijumu.

Miniet turpmakas darbibas un to, kad dalibnieki var sagaidit petijjuma rezultatus.

Piedavajiet iesp&ju dalibniekam uzdot jautajumus vai pievienot papildu komentarus.

Atkartoti noradiet uz interviju transkriptu konfidencionalitati un aplieciniet, ka sniegta
informacija tiks atbildigi izmantota pétijuma vajadzibam.
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Instructions:

Record the interviews.

Face-to-face (offline) interviews:

Remote (online) Interviews: use Teams, Zoom or Google meets.

In the invitation to the interview, please specify the following in the e-mail text: “Please be
advised that this discussion will be recorded for documentation purposes. The records will be
securely stored and used internally by our research team. They will not be made publicly
available. They may be shared with third parties only in the case of audits by government
institutions. Your participation in this discussion signifies your consent to these terms”.
Before you start the interview, confirm with the interviewee that you can start the recording,
and once the recording has been manually started, please ask the interviewee to once again
confirm that they know that they are being recorded, and that they consent to it.

Once the interview is conducted, please store the recording here:

To note down questions during the interview, feel free to use the form below.

Introduction:

Introduction of the interviewer and the institution/organization they represent.

Brief explanation of the purpose of the interview: to gain an in-depth understanding of the
planned development directions in the semiconductor field for the next 5 years, and to gauge
opinions on the desired niche and strategy for Baltic states in the semiconductor value chain
for the next 5-10 years.

Assurance of confidentiality and anonymity in the reporting of the findings.

Interview Questions:
Question: Answer:
Section I: Institution's Future Directions

Can you describe your institution's strategic plan
concerning semiconductor technology for the next 5
years?

What are the key projects or initiatives that your
institution is planning to undertake in the semiconductor
field?

How does your institution plan to collaborate with
industry stakeholders in the semiconductor value chain?
Section II: Perspective on Baltic Regional Strategy

In your opinion, what niche should the Baltic states aim
for in the semiconductor value chain in the next 5-10
years?

What kind of collaborative strategies do you envision
among Baltic states to advance in the semiconductor
sector?

Are there any existing regional collaborations or
partnerships that your institution is a part of or aware of?
Please describe.

Section Ill: Interaction with Companies

Could you list and describe any known companies
involved in the semiconductor value chain within the
Baltic region that have collaborations with research or
educational institutions?
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How do you see the role of these companies evolving in
the semiconductor value chain in the Baltic region over
the next decade?

Section 1V: Additional Insights

Are there any challenges or barriers you foresee in
achieving the desired position in the semiconductor value
chain for the Baltic region?

Do you have any additional comments or insights
regarding the development of the semiconductor sector in
your institution or the Baltic region as a whole?

Closing:

Express gratitude for the participant’s time and insights.

Mention the follow-up process and when they can expect to see the results of the study.

Offer an opportunity for the participant to ask any questions or add any further comments.
Reiterate the confidentiality of the transcripts and assure that the shared information will be
used responsibly for research purposes.
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Pielikums Nr. 3: Uznemumu interviju skripts

Instrukcijas:

Veikt interviju ierakstus.

1:1 intervijas (klatieng):

Attalinatas (online) intervijas: izmantojot programmas "Teams", "Zoom" vai "Google meets".
Interviju uzaicinajuma/ ieliguma, ludzu ieklaujiet So tekstu: “Lidzu nemt vera, ka diskusija
tiks ierakstita dokumentesanas nolitkos. leraksti tiks drosi glabati, un tos iekseji izmantos miisu
pétnieku komanda. Tie nebiis pieejami publiski. Tresajam personam tie tiks izsniegti tikai
gadijumos, ja valsts iestade veiks reviziju. Jisu daltba saja diskusija nozimé, ka jiss piekritat
Siem noteikumiem."

Pirms intervijas uzsaksSanas, giistiet apstiprindjumu no intervéjama, ka Jis varat uzsakt
intervijas ierakstu un péc tam, kad ieraksts ir manuali uzsakts, lidziet intervéjamo vélreiz
apstiprinat, ka vins zina, ka saruna tiks ierakstita un tam piekrit.

Kad intervija ir pabeigta, ludzu saglabajiet ierakstu Seit:

Lai intervijas laika pierakstitu jautajumus, izmantojiet zemak esoSo veidlapu.

Ievads:

Iepazistinasana ar intervetaju un vina parstaveto iestadi/organizaciju.

Iss paskaidrojums par intervijas mérki: iegiit padzilinatu izpratni par planotajiem pusvaditaju
nozares attistibas virzieniem nakamajiem 5 gadiem un noskaidrot viedokli par vélamo Baltijas
valstu niSu un strat€giju pusvaditaju vertibu kede turpmakajiem 5-10 gadiem.
Konfidencialitates un anonimitates nodrosinasana, apstradajot datus un sniedzot secinajumus.

Intervijas jautajumi:
Jautajumi: Atbildes:
I sadala: Uznémuma nakotnes virzieni

Vai jiis var€tu ieskic€t sava uznémuma
stratégisko planu attieciba uz pusvaditaju
tehnologiju nakamajiem 5 gadiem?

Kadi ir lielakie projekti vai iniciativas, ko jlsu
uznémums plano istenot pusvaditaju nozare?
Ka jiisu uznémums plano sadarboties ar citam
nozares ieinteresétajam pusém pusvaditaju
vertibu kéde?

Il sadala: Baltijas regionalas stratédijas
perspektiva

Uz kadu niSu, jisuprat, Baltijas valstim jatiecas
pusvaditaju vertibu kedeé nakamajos 5-10
gados?

Kadas Baltijas valstu sadarbibas stratégijas,
jusuprat jarealizé pusvaditaju sektora?

Vai ir kada esosa regionala sadarbiba vai
partneriba, kura juisu uznémums lidzdarbojas?
Vai jiis varetu to aprakstit?

Ill sadala: Mijiedarbiba ar pétniecibas un
izglitibas iestadém

Vai jiis var€tu uzskaitit un aprakstit kadu
zindmu sadarbibu starp jlisu uznémumu un
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pétniecibas vai izglitibas iestadem Baltijas
regiona saistiba ar pusvaditaju vértibu k&di?

Ka jiis redzat So sadarbibu, kas attistisies
pusvaditaju vertibu kéde Baltijas regiona
nakamaja desmitgade?

IV sadala: Papildu ieskati

vvvvv

paredzat, lai sasniegtu vélamo poziciju
pusvaditaju vertibu kéde Baltijas regionam?

Vai jums ir kadi papildu komentari vai atzinas
par pusvaditaju nozares attistibu jisu
uznémuma vai Baltijas regiona kopuma?

Noslégums:

Izsakiet pateicibu par dalibnieka veltito laiku un iegtldijumu.

Miniet turpmakas darbibas un to, kad dalibnieki var sagaidit p&tijuma rezultatus.
Piedavajiet iesp&ju dalibniekam uzdot jautajumus vai pievienot papildu komentarus.
Atkartoti noradiet uz atbilzu konfidencialitati un aplieciniet, ka sniegta informacija tiks
atbildigi izmantota p&tijuma vajadzibam.
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Instructions:

Record the interviews.

Face-to-face (offline) interviews:

Remote (online) Interviews: use Teams, Zoom or Google meets.

In the invitation to the interview, please specify the following in the e-mail text: “Please be
advised that this discussion will be recorded for documentation purposes. The records will be
securely stored and used internally by our research team. They will not be made publicly
available. They may be shared with third parties only in the case of audits by government
institutions. Your participation in this discussion signifies your consent to these terms”.
Before you start the interview, confirm with the interviewee that you can start the recording,
and once the recording has been manually started, please ask the interviewee to once again
confirm that they know that they are being recorded, and that they consent to it.

Once the interview is conducted, please store the recording here:

To note down questions during the interview, feel free to use the form below.

Introduction:

Introduction of the interviewer and the institution/organization they represent.

Brief explanation of the purpose of the interview: to gain an in-depth understanding of the
planned development directions in the semiconductor field for the next 5 years, and to gauge
opinions on the desired niche and strategy for Baltic states in the semiconductor value chain
for the next 5-10 years.

Assurance of confidentiality and anonymity in the reporting of the findings.

Interview Questions:

Question: Answer:

Section 1. Company's Future Directions

Could you outline your company's strategic plan
concerning semiconductor technology for the upcoming
5 years?

What are the major projects or initiatives that your
company is planning to undertake in the semiconductor
sector?

How does your company plan to collaborate with other
industry stakeholders in the semiconductor value chain?

Section II: Perspective on Baltic Regional Strategy

In your opinion, what niche should the Baltic states aim
for in the semiconductor value chain in the next 5-10
years?

What kind of collaborative strategies do you envision
among Baltic states to advance in the semiconductor
sector?

Are there any existing regional collaborations or
partnerships that your company is a part of or aware of?
Could you describe them?

Section 11l Interaction with Research and Educational
Institutions

Could you list and describe any known collaborations
between your company and research or educational
institutions within the Baltic region concerning the
semiconductor value chain?
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How do you see the role of these collaborations
evolving in the semiconductor value chain in the Baltic
region over the next decade?

Section 1V: Additional Insights

Are there any challenges or barriers you foresee in
achieving the desired position in the semiconductor
value chain for the Baltic region?

Do you have any additional comments or insights
regarding the development of the semiconductor sector
in your company or the Baltic region as a whole?

Closing:

Express gratitude for the participant’s time and insights.

Mention the follow-up process and when they can expect to see the results of the study.
Offer an opportunity for the participant to ask any questions or add any further comments.
Reiterate the confidentiality of the responses and assure that the shared information will be
used responsibly for research purposes.
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Pielikums Nr. 4: Kapitala naudas plasmas aprekini

KAPI

Biivniecibas gadi Darbibas gadi

1.Naudas plasmas pozicijas

Infldcijas koeficients 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,14 1,16 1,18 1,20 1,23
Atalgojuma izmainas koeficients 1,00 1,02 1,05 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,20 1,22 1,25
1.1. Projekta ienemumi
Silicijas fotonu pusvaditaju testésanas laboratorija
1.1.1.  lenémumi nosilicija fotonu pusvaditaju testésanas EUR 0% 581041" 832167" 970069" 1174996" 1198496' 1222466" 1246915' 1271854" 1297291" 1323236| 11118531
1.1.2.  lenémumi nosilicija fotonu pusvaditaju pétniecibas projektu realizacijas ~ EUR 0% 419020F 4286577  437231"  445975"  454895"  463993"  473272"  724107"  738589" 753361 5339100
1.1.3.  lenémumi nosilicija fotonu pusvaditaju laboratorijas nomas EUR 0F 481768F 488155"' 517069" 512760" 575317' 640171 707389%  777039F 849193F 923922 6472782
Polimeéra fotonu pusvaditaju razosana
1.1.4.  Ienémumino poliméra fotonu pusvaditiju raZosanas EUR o¥ o¥ 07 10601707 15139237 1764801" 2137615' 2180368" 2223975" 2268455' 2313824| 15463130
1.1.5.  lenémumi no poliméra fotonu pusvaditaju pétniecibas projektu realizacija EUR 4 [ 0¥ 4372317 445975"  454895"  463993"  473272"  724107" 738589  753361| 4491422
1.2 Projekta atlikusi vértiba EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0714190000 14190000
1.3. Projekta darbibas izmaksas
Silicijas fotonu pusvaditdju testésanas laboratorija
1.3.1.  Zinatnieku darbaspéka izmaksas EUR 0% (159764)" (163918)" (168508)" (258070)" (263490)" (269023)" (274672)" (280440)" (286330)" (292343)| (2416559)
1.3.2.  InZenieru darbaspéka izmaksas EUR oF (127812)F (327837)F (471823)F (619368)" (632375)" (645655)" (659214)F (673057)F (687191)F (701622)] (5545954)
1.3.3.  Zinatnisko asistentu darbaspéka izmaksas EUR 0% (143788)F (295053)7 (404419)" (464526)" (474281)7 (484241)" (494410)" (504793)F (515394)" (526217)| (4307123)
1.3.4.  lekartu uzturé$ana un remonts EUR 0 0 0" (227241)" (232013)" (236885)" (241860)" (246939)" (252124)F (257419)" (262825)| (1957305)
1.3.5.  Programmatiiras nodrosinajums EUR 0% (120000)F (145000)F (145000)% (145000)" (145000)" (145000)" (145000)" (145000)" (145000)" (145000)| (1425000)
Polimeéra fotonu pusvaditaju razosana
1.3.6.  Zinatnieku darbaspéka izmaksas EUR 0¥ [ 0" (210635)F (322588)" (439149)" (448371)F (457787)"7 (467401)F (477216)" (487238)| (3310386)
1.3.7.  InZenieru darbaspéka izmaksas EUR oF 0¥ 0" (227486)"F (387105)F (553328)" (726362)" (741615)" (757189)F (773090)F (789325)| (4955501)
1.3.8.  Zinamisko asistentu darbaspéka izmaksas EUR [ [ 0" (168508)" (258070)% (351319)" (403534)" (412009)" (420661)" (429495)" (438514)| (2882110)
1.39.  lekartu uzturé$ana un remonts EUR 0 0 0 0 07 (109308)7 (111494)" (113724)" (218615)" (222988)" (227447)] (1003575)
1.3.10. Programmatiiras nodrosinajums EUR 0 0 0" (2500007 (25000)F (25000)F (25000)F (25000)F (25000)F (25000)F (25000) (200 000)
1.3.11. RaZo$anas materialu izdevumi EUR oF [ 0" (106017)F (151392)F (176480)" (213762)F (218037)"F (222398)F (226845)F (231382)| (1546313)
Kopéjasizmaksas
1.3.12.  Atbalsta funkdiju darbaspéka izmaksas EUR 0 (396488) (406796)  (672280)  (686398)  (700812)  (715529)  (730555)  (745897) _ (761561)  (777554)| (6593 869)
1.3.13. Paligmaterialu izdevumi EUR 0¥ (25141)" (25719)F (131169)" (133793)F (136468)" (139198)" (141982)F (144821)" (147718)" (150672)| (1176682)
1.3.14. Telpu uzturésana EUR 0" (25141)F (25719)F (131169)F (133793)" (136468)" (139198)F (141982)F (144821)F (147718)F (150672)| (1176682)
1.3.15. Komunalie maksajumi EUR 0F  (45469)F (63656)" (363749)"F (431951)" (431951)" (431951)" (431951)" (431951)F (431951)" (431951)] (3496533)
14. Projekta iegulditais kapitals
1.4.1. EsoSo telpu pielago$anas izmaksas tirtelpam EUR (2400000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2400000)
1.4.2.  leKartu iegades izmaksas EUR [ (8500000) 0 0%(7000000) 0 0 0 0 0 0 0] (15500 000)
1.4.3.  leguldijumsjaunaja éka EUR (825000) ¥ (3300000) ¥ (9900 000) ¥ (2475 000) 0 0 0 0 0 0 0| (16 500 000)
1.4.4.  Tirtelpu izbiive jaunaja &ka EUR 0 07 (5000000) " (5000000) 0 0 0 0 0 0 0] (10000 000)
1.5. Neto naudas plii EUR | (11725000) (2861773) (14604720) (14506235 (155438) (363913) (211941) (153 660) 286 912 357200 14619 941] (29318 627)
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Pielikums Nr. 5: Diskonteéta kapitala naudas plasma

2.Diskontésana

Reala finansiala diskonta likme

Projekta dzives cikls gadi

Diskonta faktors faktors

Nediskontéta neto das plisma (bez finansé$anas) EUR (11725000) (2791164) (14515344) (14011317) 410306 204507 359209 420273 863 684 936869 15202 564| (24 645 412)
2.1. Diskontétie projekta ienémumi EUR 0 1424836 1617030 3041940 3499251 3656263 3894857 3861307 4180338 4139722 4099123 33414668
2.2. Projekta atlikusi vértiba EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9586256 9586 256
2.3. Diskontétas projekta darbibas izmaksas EUR 0 (1003464) (1344027) (3069708) (3632120) (3955373) (4062357) (3978076) (3970695) (3888758) (3808670)| (32713249)
2.4. Diskontétais iegulditais kapitals EUR (11725000) (3173077) (9153 107) (8423240)"% oF 0oF oF oF 0oF oF 0] (32474 424)
2.5. Diskontéta neto naudas pliisma (bez finanséganas pamatsummas) EUR [ (117250000 (2751705) (8880103) (8451008) (132869) (299110) (167500) (116 769) 209 644 250964  9876708| (22186 749)

3. Pienéemumu definé$ana finan$u analizes veik$anai

3.1. Projekta ienémumi EUR 42 884 965 33414 668
3.2. Diskontétas projekta darbibas izmaksas EUR 14190 000 9586 256
3.3. Projekta darbibas izmaksas EUR (41993 592) (32713 249)
3.4. legulditais kapitals EUR (44 400 000) (32474 424)
3.5. Neto naudas plisma EUR (29318627) (22 186 749)

4. Raditaju aprékinasana

(22 186 749)
10,32%

4.1. Finansialais kapitala neto tagadnes ienesigums (FNPVK)
4.2. Finansu iek$éja kapitala pelnas norma (FRRK)
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Pielikums Nr. 6: Socialekonomiska analize

Bivniecibas gadi Darbibas gadi

1
2025

Projekta socialekonomiskie ieguvumi

lenémumi no ieturéta IIN un VSAIO jaunu darba vietu izveides rezultata EUR 0 1316193 1902831 3708329 4796662 5477073 5930387 6060872 6194098 6330121 6469001 48185566
PVN, IIN un VSAOI ienémumi no ekonomiskas izaugsmes izpétes un attistibas ieguldijumu un biivniecibas rezultz  EUR 0 32486951 12369923 23830771 50938096 23654306 15992496 15053748 12535223 9624419 8430821| 204916755
PVN, IIN un VSAOInodokla ienémumi no apmacito inZenieru nodarbinatibas sektora EUR 0 84933 187 410 449809 776100 1197099 1636580 2164555 2715246 3289361 3887628 16388722
1.2. Projektaienémumi
Silicijas fotonu pusvaditdju testéSanas laboratorija
1.2.1. Ienémumi no silicija fotonu pusvaditaju testésanas EUR 0 581041 832167 970069 1174996 1198496 1222466 1246915 1271854 1297291 1323236 11118531
1.2.2. Ienémumi no silicija fotonu pusvaditaju pétniecibas projektu realizacijas EUR 0 419020 428657 437231 445975 454895 463993 473272 724107 738589 753361 5339100
1.2.3. Ienémumi no silicija fotonu pusvaditaju laboratorijas nomas EUR 0 481768 488155 517069 512760 575317 640171 707389 777039 849193 923922 6472782
Poliméra fotonu pusvaditaju razosana
Ienémumi no poliméra fotonu pusvaditaju raZosanas EUR 0 0 0 1060170 1513923 1764801 2137615 2180368 2223975 2268455 2313824 15463 130
lenémumi no poliméra fotonu pusvaditaju pétniecibas projektu realizacijas EUR 0 0 0 437231 445975 454 895 463993 473272 724107 738589 753361 4491422
1.3. Projekta atlikusi vértiba EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 014190000 14190 000

Projekta darbibas izmaksas

Silicijas fotonu pusvaditdju testésanas laboratorija

14.1. Zinatnieku darbaspéka izmaksas EUR 0 (159.764) (163918) (168508) (258070) (263 490) (269023) (274 672), (280 440) (286.330) (292343)| (2416559)
1.4.2. InZenieru darbaspéka izmaksas EUR 0 (127812) (327837) (471823) (619 368) (632375) (645 655) (659 214) (673057) (687 191) (701622)] (5545954)
14.3.  Zinatisko asistentu darbaspeka izmaksas EUR 0 (143788)  (295053)  (404419)  (464526)  (474281)  (484241)  (494410)  (504793)  (515394) (526 217)| (4307 123)
144.  lekartu uzturéana un remonts EUR 0 0 0 (227241)  (232013) _ (236885) _ (241860) _ (246939) __ (252124) _ (257419) __ (262825)| (1957 305)
1.4.5. Programmatiiras nodro$inajums EUR 0 (120000) (145000) (145000) (145000) (145000) (145000) (145000) (145000) (145000) (145000)] (1425000)
Poliméra fotonu pusvaditaju razosana
14.6.  Zinatieku darbaspéka izmaksas EUR 0 0 0 (210635)  (322588)  (439149)  (448371)  (457787)  (467401)  (477216) (487 238)| (3310386)
147.  InZenieru darbaspéka izmaksas EUR 0 0 0 (227486) _ (387105) _ (553328) _ (726362) _ (741615) _ (757.189) _ (773090) (789 325)| (4955 501)
148. Zinatnisko asistentu darbaspéka izmaksas EUR 0 0 0 (168 508) (258070) (351319) (403 534) (412009) (420 661) (429 495) (438514)| (2882110)
14.9. lekartu uzturésana un remonts EUR 0 0 0 0 0 (109 308) (111 494) (113724) (218 615) (222 988) (227 447)| (1003 575)
1.4.10. Programmatiras nodroginajums EUR 0 0 0 (25 000) (25 000) (25 000) (25 000) (25000) (25 000) (25 000) (25000)| (200 000)
14.11. Razofanas materialu izdevumi EUR 0 0 0 (106017)  (151392)  (176480) _ (213762) _ (218037) _ (222398) (226 845) __ (231382)| (1546 313)
Kopéjasizmaksas

1.4.12.  Atbalsta funkciju darbaspéka izmaksas EUR 0 (396 488) (406 796) (672 280) (686 398) (700812) (715529) (730555) (745897) (761561) (777554)| (6593 869)]
1.4.13. Paligmaterialu izdevumi EUR 0 (25 141) (25719) _(131169)  (133793) _ (136468) _ (139198) _ (141982) _ (144821)  (147718)  (150672)| (1176 682)
14.14. Telpu uzturéiana EUR 0 (25 141) (25719)__ (131169) _ (133793) _ (136468) _ (139198) _ (141982) _ (144821)  (147718)  (150672)| (1176682)
1.4.15. Komunilie maksajumi EUR 0 (45 469) (63656)  (363749)  (431951)  (431951)  (431951)  (431951)  (431951)  (431951)  (431951)] (3 496533)
1.5. Projekta iegulditais kapitals

15.1. Esos3o telpu pielagosanas izmaksas tirtelpam EUR (2.400000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] (2400000)
152.  lekartu iegades izmaksas EUR | (8500000) 0 0_(7000000) 0 0 0 0 0 0 0| (15500 000)
1.5.3. leguldijums jaunaja éka EUR (825000) (3300000) (9900000) (2475000) 0 0 0 0 0 0 0] (16500 000)
1.54. Tirtelpu izbive jaunaja éka EUR 0 0__(5000000) (5000000) 0 0 0 0 0 0 0/ (10.000000)
1.6. Neto naudas plisma EUR (11725000) 31026 304 (144556) 13482675 56355419 29964565 23347523 23125514 21731478 19601101 33407391 240172415
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Reala sociala diskonta likme

Projekta dzives cikls
Diskonta faktors

Pielikums Nr. 7: Diskonteta analize socialekonomiskajiem ieguvumiem

Nediskontéta neto naudas plisma

Diskontétie socialekonomiskie ieguvumi
Diskontétie projekta ienémumi

Projekta atlikusi vértiba

Diskontétas projekta darbibas izmaksas
Diskontétais iegulditais kapitals

2.6. Diskontéta neto naudas plisma (bez finansésanas)

gadi
faktors

EUR (11725000) 31026304 (144556) 13482675 56355419 29964565 23347523 23125514 21731478 19601101 33407391| 240172415
EUR 0 32274360 13115795 24177872 46491622 23763156 17580434 16544075 14514527 12404790 11533865| 212400496
EUR 01411266 1586376 2955853 3367839 3485440 3677526 3611126 3872253 3798110 _ 3725044| 31490833
EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8711429 8711429
EUR 0 (993907) (1318548) (2982834) (3495718) (3770576) (3835680) (3720329) (3678060) (3567856) (3461097)| (30824 606)
EUR (11725000) (3142857) (13514739) (12504 049) 0 0 0 0 0 0 0| (40886 646)
EUR (11725000) 29548861 (131116) 11646841 46363743 23478021 17422281 16434871 14708720 12635045 20509240( 180891507

Projekta socialekonomiskie ieguvumi EUR
Projekta ienémumi EUR
Projekta atlikusi vértiba EUR
Projekta darbibas izmaksas EUR
legulditais kapitals EUR
Neto naudas plasma EUR

Nediskontéti

269491 042
16 457 630
14190 000

(41993592)

(44 400 000)
213745 081

Diskontéti

212 400 496
31490 833
8711429
(30 824 606)
(40 886 646)
180 891 507

4. Raditaju apreékinasana

4.1.
4.2.
4.3.

Ekonomiska neto pasreizéja vértiba (ENPV)
Ekonomiska ienesiguma norma (ERR)
leguvumu un izmaksu attieciba (B/C)

180891 507
199,36%
3,52

153




Pielikums Nr. 8: ES fondu apskats

Petjuma tika apskatits AtveseloSanas un noturibas mehanismu (ANM) zinojumi,
apskatot finanSu apmeru katrai valstij atvélets pieSkirt mehanisma ietvaros, balstoties uz 2021.
gada 12. februara Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas Regulu Nr. 2021/241. Katrai no
valstim, ANM ietvaros, bija iesp€ja sanemt finansialu atbalstu $adam jomam:

1. Zala pareja (Green transition);

2. Gudra, ilgtspgjiga un ieklaujosa izaugsme (Smart, sustainable and inclusive
growth);

3. Sabiedribas un teritoriala kohé&zija (Social and territorial cohesion),

4. Veselibas un ekonomikas, sabiedribas un institucionala noturiba (Health and
economic, social and institutional resilience);

5. Digitala transformacija (Digital transformation);

6. Nakamas paaudzes politikas veidoSana (Policies for the next generation).

Ta, pieméram, Zviedrija veiks ieguldijumus 1., 3., 4. un 6. prioritateé, Somija veiks
ieguldijumus 1., 4. un 5. prioritate, Danija veiks ieguldijumus 1. un 5. prioritaté, Niderlande
veiks ieguldijumus 1., 5. un 6. prioritaté, Belgija veiks ieguldijumus 1., 2., 3., 5. un 6. prioritaté
un, visbeidzot, Latvija veiks ieguldijumus 1., 4. un 5. prioritateé. Katra Eiropas Savienibas
dalibvalsts bija tiesiga noteikt ANM ieguldijumu prioritates un iesniegt tas izvertéSanai un
apstiprinaSanai Eiropas Komisija, lai giitu atbalstu tajas nozarés, kas, pirmkart, Covid-19
pandémijas laika tika paklautas lielakajam riskam un, otrkart, var veicinat nakotnes krizu
parvarésanu.

Vairak par ANM finans€juma sadalijumu var uzzinat Seit — (Regulation (EU) 2021/241
of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery

and Resilience Facility - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 ), savukart vairak par Eiropas Savienibas
dalibvalstu  izv€l€tajam  prioritattm var uzzinat Seit — (Country pages -

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/economic-recovery/recovery-and-
resilience-facility/country-pages_en )

Turpinajuma, tika apskatiti Eiropas Savienibas Kohézijas politikas raditaji NUTS2
Iimenu dalijuma, lai giitu ieskatu gan petijuma apskatamo valstu vispar€ja attistibas [imeni, gan
petijuma apskatamo valstu Kohézijas politikas finanséjuma apméru 2021.-2027. gada
planosanas perioda. Kohézijas politika NUTS2 regioni tiek iedaliti tris kategorijas:

e 1. kategorijas regioni — IKP uz personu parsniedz 100% no Eiropas Savienibas vid&ja
raditaja;

e 2. kategorijas regioni — IKP uz personu ir starp 75% un 100% no Eiropas Savienibas
vidgja raditaja;

e 3. kategorijas regioni — IKP uz personu ir zem 75% no Eiropas Savienibas vid&ja
raditaja.

Balstoties uz Eiropas Komisijas publiskoto informaciju, pétijuma autori var noradit, ka:
e Zviedrija 7/8 regioniem ir 1. kategorijas regioni un 1/8 regioniem ir 2. kategorijas
regions;
e Somija 2/5 regioniem ir 1. kategorijas regioni un 3/5 regioniem ir 2. kategorijas regioni,
e Danija 4/5 regioniem ir 1. kategorijas regioni un 1/5 regioniem ir 2. kategorijas regions;
e Niderlandg 9/12 regioniem ir 1. kategorijas regioni un 3/12 regioniem ir 2. kategorijas
regioni;
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e Belgija 6/11 regioniem ir 1. kategorijas regioni, 4/11 regioniem ir 2. kategroijas regioni
un 1/11 regioniem ir 3. kategorijas regions;
e Latvija 1/1 regiona ir 3. kategorijas regions.

Savukart, raugoties uz kop&jo 2021.-2027. gada planosanas perioda pieskirto Koh&zijas

politikas finans€jumu $aja petijjuma apskatamajam valstim, jaizcel, ka:

e Zviedrija kopsumma sanems 1,72 mljrd. EUR;

e Somija— 1,95 mljrd. EUR;

e Danija — 349 milj. EUR;

e Niderlande — 1,54 mljrd. EUR;

e Belgija—2,5 mljrd. EUR;

e Latvija—4,43 mljrd. EUR.

2021-2027 - Goal: Investment in Jobs and Growth - Initial EU allocation by MS for programming (EUR current prices)

) 500M 8 1.58 28 2.58 38 3.58 48 [ J—

3203950243

465,677,790 459,951,852

Attéls 3.4 Petijuma apskatito valstu Kohézijas politikas finanséjuma sadalijums

Vairak par pétijuma apskatito valstu NUTS2 regionu attistibas limeni var uzzinat Seit —
(2021-2027 Cohesion policy legislative framework -
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/2021-2027-EU-allocations-available-for-
programming/2w8s-ci3y/ ), savukart vairak par Kohézijas politikas finanséjuma sadalijumu var
uzzinat Seit — (Investment in Growth and Jobs goal - https://cohesiondata.ec.europa.eu/2021-
2027-Finances/Copy-of-Copy-0f-2021-2027-Investment-in-Growth-and/h9ie-t5j7 )

Turpinajuma, tika apskatiti dati par katras valsts % ieguldijumu terciaraja izglitiba pret
valsts IKP 2020. gada. Ar sada raditaja ieklauSanu pétijuma, tika uzskatdmi demonstréts —
ieguldijumi izglitibas programmas un resursos, kas saistiti ar iedzivotaju izglitibas iegiiSanu
péc vidgjas izglitibas iegliSanas, ir ciesi saistiti ar vispargjo valsts attistibas limeni, inovaciju
reitinga poziciju, ka ar1 vispargjo valsts un tas iedzivotaju labklajibu. Talak, tika izgiiti dati par
katras petijuma apskatamas valsts IKP absoliito summu, lai varétu iegtt cik daudz katra valsts,
balstoties uz % raditaju pret IKP, iegulda terciaras izglitibas sektora. legtita informacija sniedz
ieskatu taja, kada ir valstu terciaras izglitibas finanséSana un tas apjoms, kas ciesa veida korele
ar valsts inovaciju potencialu, iedzivotaju izglitibas Itmeni un vispar€jiem ekonomiskajiem
raditajiem.

Vairak  var uzzinat Seit —  (Public spending on  education -
https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm#indicator-chart )un Seit
(Gross domestic product — https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-

gdp.htm#indicator-chart )
Papildu augstakmin&tajam, tika apskatits katras valsts FDI (Foreign Direct Investment)
jeb arvalstu tieSie ieguldijumi, kas ir paSumtiesibu dala arvalstu uznémuma vai projekta, ko
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veic citas valsts iegulditajs, uznemums vai valdiba. ST ipasumtiesibu dala tiek izteikta valata
un, caur tas apskatiSanu un analiz€Sanu, ir iesp&jams izdarit secinajumus par to cik pievilciga
uznéméjdarbibas un ieguldijumu vide ir katra konkrétaja valsti. Jauzsver, ka FDI, ka raditajs,
sevi ieklauj gan privatos ieguldijumus, gan fondu kapitalu ieguldijumus, ka ar1 parnacionalus
un starpvaldibu ieguldijumus dazadas pasaules valstis. T bula apkopotie dati ir par 2021. gadu
un tie nav skatami ka neapgazams fakts tam, ka viena vai otra pétijuma apskatita valsts ir vairak
attistita par citam. Svarigi nospraust robezas apkopotajiem datiem un vispargjai valsts attistibai
—nemot vera, ka informacija apkopota par 2021. gadu un to, ka FDI tiek mérits peéc ieguldijumu
apmeéra valst1 pret ieguldijumu apméru, ko konkrétas valsts aktori veic arpus valsts, petijuma
autori velas uzsvert, ka FDI ir skatams ka raditajs vispar€jai investiciju pievilcibai konkréta
valsti, bet tas nav viennozimigs raditajs tam, ka konkréta valsts ir vairak ekonomiski attistita
par kadu citu valsti. Talak, tika veikts detalizets apkopojums par katru no augstakesoSaja tabula
minétajam valstim un to pusvaditaju nozares apskatu ka no tehnologiska, ta ekonomikas
ietekmes un tirgus dalas skatupunkta.

Visbeidzot, lai aptvertu iesp&jami plasu skatijumu par katru no pétijuma apskatitajam
Eiropas Savienibas dalibvalstim un giitu ieskatu ne tikai katras valsts inovaciju potenciala, bet
arT merketi apskatitu valstu pusvaditaju nozares un to panakumus un aktualitates, tika veikts
interneta resursu apskatu un sniedz Tsu aprakstu par katras pétijuma apskatamas valsts
pusvaditaju nozari, tas kapacitati, petijumiem un tirgus dalu pasaulg.

Belgija

Pirms tiek veikts padzilinats Belgijas pusvaditaju nozares apskats, nepiecieSams
atzimé&t valsts kop€jo inovaciju potencialu un valsts vietu starp Eiropas Savienibas valstim
inovaciju reitinga. 2022. gada Belgijas inovaciju potencials tika novertéts ar 128,8 punktiem,
kas to ierindo inovaciju lideru vidi Eiropas Savieniba, tad€jadi valstij ienemot 5. vietu no 27
dalibvalstim. Par stiprajam pusém tiek uzskatita informaciju tehnologiju nozare, augstais
arvalstu doktorantiiras studentu skaits, ka arT inovativu uznémumu savstarp&ja sadarbiba.

Raugoties uz kop€jo Belgijas pusvaditaju un Cipu tirgu, janorada, ka 2023. gada
prognozets, ka tiks sasniegts 1,93 mljrd. USD apjoms, kur domin&josu poziciju ienem
integrétas shémas ar 1,55 mljrd. USD apjomu no kopgja. Papildu, ir sagaidams, ka Iidz 2027.
gadam $im tirgus segmentam vid€ja ikgad&ja izaugsme bis tuvu 7% un 2027. gada pusvaditaju
tirgus vertiba parsniegs 2,5 mljrd. USD robezu. Jauzsver, ka Belgija klst par vienu no
vadosSajiem pusvaditaju centriem Eiropas Savieniba, ja runa ir par petniecibu un attistibu, ka
ar1 globala méroga aktoru piesaisti pusvaditaju nozarei valsti.

Vairak var  uzzinat Seit  — (Semiconductors — Belgium -
https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/belgium )

Belgija bazetais klasteris “IMEC” norada, ka tas ciesi sadarbojas ar plasu tiklu partneru
—uznemgjiem, valdibu un augstskolam, tadéjadi nodrosinot zinatnes un p&tniecibas attistibu ka
Belgija, ta plasak. Uzne€mums norada, ka ta Tpasuma ir infrastruktiira pusvaditaju razoSanai
vairak ka 2,5 mljrd. EUR vértiba, vairak ka 5 500 vadoSo zinatnieku no 96 valstim, ka art
ekosistéma ar vairak ka 600 dalibniekiem visa pasaulé. Par galvenajiem virzieniem, ko “IMEC”
attista var uzskatit Sos:

o fotolitografijas talaka attistiba

o jaunu materialu un tranzistoru arhitektiiras izp€te

J dizaina un tehnologiju kopoptimizacija (desing technology co-
optimising — DTCO)

o inovacijas linijas aizmuguréja dala (back-end operational line — BEOL)

Vairak var uzzinat Seit — (About IMEC- https://www.imec-int.com/en/about-us )
BelGaN ir uznémums, kas Belgija vesturiski izversis plasu darbibu autoindustrija,
medicinas iekartu un risinajumu attistiba, ka ar1 visparigi industriala nozaré. Sobrid uzn€mums
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aktivi darbojas augstakminétajas nozar€s, uzmanibu un resursus veltot GaN pusvaditaju
attistiSanai un raZzoSanai sev piederoSaja pusvaditaju pamatnu razotn€. Uznémums veic aktivu
darbu pie ta, lai veicinatu savstarpgjos kontaktus un sadarbibu ar citiem uzn€mumiem, regionu
tehniskajiem centriem, ka art augstskolam, lai var€tu sniegt aizvien plasaku atbalstu “GaN
ielejas” ekosisteémas ietvaros. Janorada, ka BelGaN sadarbojas ar1 ar valsts un pasvaldibu
institlicijam, tad€jadi veicinot gan ekonomisko attistibu, gan ari nodrosinot inovaciju celakartes
ievieSanu Belgija un tas regionos.

Vairak var uzzinat Seit — (About BelGaN -
https://www.belgan.com/index.php/en/home-page/ )

Par vienu no lielakajiem izravieniem pusvaditaju nozar€ Belgija var uzskatit 2023. gada

ir kopigs Belgijas valdibas un Eiropas Savienibas ieguldijums. Ka norada Belgijas valdibas
vaditajs, tad Sis ieguldijums nesis dividendes ne tikai finansiala zina, bet ar1 caur sabiedribas
guvumu.

Vairak var uzzinat Seit — (EU and Belgium invest $1.6 billion in chip technology firm
Imec - https://www.reuters.com/technology/eu-belgium-invest-16-bln-chip-technology-firm-
imec-2023-07-07/)

Savukart, raugoties no pusvaditaju pé&tniecibas un attistibas skatupunkta, par loti
svarigu pagrieziena punktu var uzskatit 2022. gada nogalé noslégto vienoSanos starp Japanas
un Belgijas valdibam un uzné€mgjiem, kuri vienojusies ieguldit finanses, lai veicinatu
pusvaditaju izp&ti un attistibu, ar mérki razot pusvaditajus Japana. Saja sadarbibas konsorcija
ietilpst Japanas uzpémums “Rapidus”, ko veido Japanas vadoSie autoindustrijas,
elektrotehnikas un pusvaditaju razotaji un “IMEC”, kas ir vadoSie eksperti pusvaditaju joma
Belgija. Nemot véra Japanas valdibas vélmi nodrosinat iesp&jami neatkarigu pusvaditaju izp&ti
un razoSanu, valdiba $Tm aktivitatém paredz&jusi aptuveni 510 milj. USD, kas tiks izmantoti
ciesa sadarbiba ar valsts strateégisko attistibas partneri — ASV.

Vairak var uzzinat Seit — (Japan, Belgium to cooperate in semiconductor production,
development - https://www.pbs.org/newshour/world/japan-belgium-to-cooperate-in-
semiconductor-production-development )

Apskatot informaciju par Belgijas FDI, janorada, ka 2021. gada FDI apmérs bija 11,5
mljrd. USD jeb 10,5 mljrd. EUR. Par galvenajam Belgijas prieksrocibam arvalstu ieguldijumu
piesaisté var uzskatit valsts geografisko novietojumu — krustcela starp Eiropas vadosajiem
tirgiem —, ka arT jauzsver tas, ka darbaspéks ir augsti kvalificets, labi izglitots, fleksibls un
daudzvalodigs. Papildu tam, ir sp&ciga un attistita uznémégjdarbibas un transporta logistika, ka
ar1 vesturiski Belgija ir bijusi atverta starptautiskajai tirdzniecibai. Raugoties uz Belgijas
vajajam pusém, janorada, ka darbaspéka izmaksas ir augstas, ka arT uznémgéjiem jamaksa
salidzinosi augsti nodokli. Papildu, Belgijas ekonomikas pievilciba ir ciesi saistita ar Eirozonas
stabilitati, ka arT ar valsts iek$€jo politisko saskeltibu starp Valoniju un Flandriju.

Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in Belgium -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/belgium/investment )
Zviedrija

Apskatot Eiropas Savienibas inovaciju reitingu, Zviedrija 2022. gada sanéma 135,7
punktus, kas to ierindo inovaciju lideru ranga, ko pastiprina fakts, ka Zviedrija ienem 1. vietu
no 27 dalibvalstim. Par Zviedrijas stiprajam pusém, raugoties no inovaciju skatupunkta, tiek
uzskatits augstais informacijas tehnologiju nozaré nodarbinato skaits, augstais arvalstu
doktorantiiras studentu skaits, ka art muizizglitibas prevalence sabiedriba.

Zviedrijas inovaciju un zinatnes nozare tiek ilggadgji atbalstita gan no valsts valdibas
puses, gan caur SIDA (Zviedrijas starptautiskas attistibas sadarbibas agentiiru). Par
galvenajiem virzieniem, kas noteikti Zviedrijas inovaciju un zinatnes nozarei tiek definéti:

- Atbalstit zinatnes sist€mu attistibu partnervalstis;
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- Atbalstit vertigu zinatnes panakumu un rezultatu attistibu;

- Uzlabot pe@tniecibas un zinatnes saites starp Zviedriju un tas
partnervalstim;

- Veidot dinamisku zinatnes un pétniecibas tiklu;

- Nodrosinat SIDA un Zviedrijas Arlietu ministriju ar informaciju un
zinasanam cina pret nabadzibu.

SIDA atbalsta programma paredz, ka finans&jums tiek pieskirts uz 4-5 gadiem un ta
apjoms svarstas no 17 milj. EUR Iidz 23 milj. EUR katram pieteicgjam. Tiesa, lai pretendétu
uz SIDA finans€jumu, institiicijai ir jaiesniedz 10 gadu pé&tniecibas plans, noradot kur tiesi
nepiecieSami magistra grada turétaji un zinatnu doktori, ka arT sniedzot skaidrojumu kapec §1
nozare ir svariga. Jauzsver, ka SIDA atbalsta programma zinatnei un invoacijam ir paredz€ta
kopigu pieteikumu iesniegSanai, kur Zviedrija bazeta zinatniska institiicija vai augstskola
iesniedz kopigu pieteikumu ar kadu no Zviedrijas valdibas noteiktajam partnervalstim.

Vairak var uzzinat Seit — (Funding instruments and modalities in Swedish Development
Assistance to research - https://web-archive.oecd.org/2013-11-26/257461-
Funding%?20instruments%20Sweden.pdf

Papildu SIDA atbalsta programmam, ir ar1 SSF (Zviedrijas strat€giskas zinatnes fonds),
kas 2023. gada pieskira finans€jumu 5,2 milj. EUR apmera pétijumam “Chalmers-Lund Center
for Advanced Semiconductor System Design, ClassIC”. ST pétijuma mérkis ir veicinat un
stiprinat Zviedrijas pozicijas pusvaditaju dizainéSanas joma, ka ar1 veicinat Zviedrijas
zinatnieku un pusvaditaju industrijas parstavju kompetences. SSF pieskirtais finans&jums tiek
pozicionéts ka Eiropas Cipu Akta iesaistidanos veicino§s pasakums. Papildu tam, SSF norada,
ka Zviedrija Sobrid nav liela méroga pusvaditaju industrijas ka tadas, bet ir pusvaditaju sistemu
industrija, kur §1 tehnologija tiek plasi pielietota.

Vairak var uzzinat Seit — (Swedish Foundation for Strategic Research -
https://strategiska.se/en/a-new-start-for-swedish-semiconductor-design )

Kopuma, veicot Zviedrijas elektrotehnologiju un pusvaditaju tehnologiju apskatu, var
secinat, ka Zviedrija ir vairak ka 3 600 uzpémumu, ka galvenais darbibas virziens ir
elektrotehnologiju pakalpojumu sniegsana, pre¢u razosana vai iekartu apkalposana. Kopuma,
Sajos uznémumos strada vairak ka 50 000 cilvéku un ikgadgjais So uznémumu pardosanas
apjoms parsniedz 13 mljrd. EUR. Savukart, ja uz elektrotehnologiju nozari raugas plasak,
ieklaujot uznémumus, kas lielaka vai mazaka kapacitate ir saistiti ar konkréto tehnologiju
nozari un, attiecigi, ar pusvaditaju pieejamibu un apriti, kop&jais nodarbinato skaits $aja nozare
ir aptuveni 300 000 cilvéku ar kop€jo ikgad&ju apgrozijumu 87,4 mljrd. EUR. Janorada, ka
Zviedrijas pusvaditaju nozari var dalit divas kategorijas — pusvaditaju pardosana un pusvaditaju
pirkSana. Pie pusvaditaju pirkSanas, lielakie uznémumi ir Ericsson, ABB, Volvo, Scania un
Saab. Lielakais Zviedrijas izaicindjums ar pusvaditaju pirc€jiem ir tas, ka pusvaditaji tiek
iegadati no razotajiem arpus Zviedrijas un Eiropas Savienibas, tadgjadi, vajinot Zviedrijas
pozicijas Saja nozar€. Savukart, raugoties uz pusvaditdju pardoSanas uznémumiem, tadi ir
aptuveni 60 uznémumi, kur strada aptuveni 2 300 darbinieki un aptuvenais ikgad&jais finansu
guvums ir 437 milj. EUR. Janorada, ka lielaka dala uzpémumu, kas tiesa veida strada
pusvaditaju nozar€ ir vairak tend@ti un pusvaditaju dizain&Sanu un izpéti.

Vairak var uzzinat Seit — (Sweden in the semiconductor world — analysis and proposals
for strategy - https:/www.ri.se/sites/default/files/2022-04/RISE-semiconductor-analysis-
2022.pdf)

Raugoties uz Zviedrijas pusvaditaju nozari no zinatnes kapacitates skatupunkta,
janorada, ka vadosie regioni NUTS2 klasifikatora ir Augseja Norlande (Upper Norland) ar 26%
no kopgja finans€juma apméra un Vidus Norlande (Middle Norland) ar 21% no kopgja
finanséjuma apméra. Sads finanséjuma sadalfjums saistits ar $ajos divos NUTS2 regionos
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esoSo augstskolu — Lulea Tehniskas universitates un Umea universitates atraSanas vietu un
izveleto specializaciju pusvaditaju joma un, plasak, augsto tehnologiju nozaré. Papildu,
finans€jums Sajos divos regionos tiek pieskirts Umea Biotehnologiju inkubatoram un Pitea
Zinatnes parkam. Tapat, Vidusszviedrijas universitate sanem ievéroju finans€jumu no Eiropas
Savienibas fondiem augsto tehnologiju un pusvaditaju nozares p&tniecibai.

Vairak var uzzinat Seit — (Cohesion Policy in Northernmost Regions of the EU -
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699657/TPOL_STU(2022)6996
57 _EN.pdf (48., 49. Ipp.))

Apskatot informaciju par Zviedrijas FDI, janorada to, ka kopgja ienakosa FDI summa
2021. gada sasniedza 27 mljrd. USD jeb 24,6 mljrd. EUR. Par galvenajam Zviedrijas
priekSrocibam, raugoties no argjo ieguldijumu skatupunkta, var uzskatit to, ka valsts politiska
un ekonomiska situacija ir stabila un ir radita pievilciga uznémeéjdarbibas vide. Tapat, uznémé;ji
maksa vienus no zemakajaiem nodokliem visa Eiropas Savieniba. Papildu, darbaspeks
Zviedrija ir augsti kvalificéts un darba tirgus ir brivi pieejams, dazads un loti konkurgtspgjigs.
Raugoties uz Zviedrijas trikumiem, jaizcel augstas darbasp€ka izmaksas, ka ar1 Zviedrijas
likumi, kas izteikti nostajas darba némé&ju pus€, nosakot par obligatu prasibu veidot

arodorganizacijas.
Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in Sweden -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/sweden/investment )

Danija

Danija Eiropas Savienibas inovaciju reitinga 2022. gada sanéma 134,8 punktus, kas to
ierindo starp inovaciju lideriem, nodrosinot 3. vietu no 27 Eiropas Savienibas dalibvalstim. Par
valsts inovaciju potenciala stiprajam pusém tiek uzskatits augstais arvalstu doktorantiiras
studentu skaits, mizizglitibas pieejamiba plasai sabiedribai ka art videi draudzigu tehnologiju
attististiSana augsta liment.

Raugoties uz kop€jo Danijas pusvaditaju un Cipu tirgu, janorada, ka tas, salidzinajuma
ar citam pétjjuma apskatitajam valstim nav tik liels — 428 milj. USD 2023. gada. Lidzigi ka
Belgija, arm Danija §1 tirgus lielako dalu sastada integrétas shémas, ka tirgus dala 1€8ana
aptuveni 287 milj. USD apmera. Taja pat laika, arm Danijas pusvaditaju un Cipu tirgus
segmentam tiek paredz€ta pakapeniska attistiba lidz 2027. gadam, kad paredzets, ka kopgja
tirgus veértiba sasniegs teju 560 milj. USD. Iemesls kap&c Danijas pusvaditaju tirgus strauji
attistas saistits ar valsts noteikto ekonomikas un energétikas uzsvaru — aizvien vairak un vairak
virzities uz atjaunojamas energijas tehnologiju apgtisanu un visparigu zalo tehnologiju attistibu.

Vairak var uzzinat Seit — (Semiconductors — Denmark -
https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/denmark )

Danija bazetais tikls “Capgemini” sadarbojas ar uzneéméjiem, kuri vélas savos
uzn€mumos ieviest jaunus tehnologiskos risinagjumus un sekot Iidzi laikam. Tiklam ir pieredze
sniegt $adu atbalstu vairak ka 50 gadu garuma un misdienas, ta galvenais fokuss ir vérsts uz
lielo datu apgtisanu, maksliga intelekta risinagjumiem, to savietojamibu ar konkrétiem
uzneémumiem, ka art darbs ar digitalo inzenieriju un digitalo platformu attistibu. “Capgemini”
piedava plasu pakalpojumu klastu interesentiem, pieméram, “Industry 4.0” ietvaros Sis tikls
liek uzsvaru uz datu, interneta tehnologiju u.c. aspektu nozimibu, noradot, ka dati nodro§ina
iepriek$ nepieredz€tus lietoSanas gadijumus, sakot no simulacijam, attalinatam darbibam un
produktu un procesu digitalizacijas, Iidz autonomiem transportlidzekliem, savienotiem
produktiem, pardomatu klientu pieredzi un jauniem ka pakalpojuma modeliem.

Vairak  var uzzinat Seit — (SEMICONDUCTOR  CAPGEMINI -
https://www.capgemini.com/dk-en/industries/manufacturing/semiconductor/ ) un Seit -
(INTELLIGENT  INDUSTRY  CAPGEMINI -  https://www.capgemini.com/dk-

en/services/intelligent-industry/ )
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Raugoties detalizeti uz pusvaditaju un to sastavdalu razoSanu un eksportu 2022. gada
Danija, petijuma autori vélas izcelt faktu, ka kopgjais pusvaditaju, LED diozu, tranzistoru u.c.
detalu eksporta apjoms sasniedz 99 milj. USD, kas, salidzinajuma ar 2021. gadu ir kritums par
2 milj. USD. Kopuma, tieSo pusvaditaju un to sastavdalu eksports sastadija 0,08% no kopgja
Danijas eksporta apjoma 2022. gada. Ka lielakos eksporta tirgus $aja nozaré Danija jaizcel
ASV ar 18% no kopgja apjoma, Vacija ar 15,6%, Polija ar 10,7% un Zviedrija ar 9,5% no
pusvaditaju eksporta apjoma. Savukart, raugoties uz §is paSas nozares importa raditajiem par
2022. gadu, kopgjais apjoms sasniedza 638 milj. USD, kas, salidzinot ar 2021. gadu ir
palielinajums par 132%. Par lielakajiem importa partneriem uzskatami Kina ar 53% no kopgja
importa apjoma, Vacija ar 15,2% un Niderlande ar 12,6% no kop€ja pusvaditaju importa
apjoma 2022. gada.

Vairak var uzzinat Seit — (Denmark | Imports and Exports -
https://trendeconomy.com/data/h2/Denmark/8541 )

Apskatot informaciju par Danijas FDI, jaizcel, ka kopgja ienakosa FDI summa 2021.
gada sasniedza 4,6 mljrd. USD jeb 4,2 mljrd. EUR. Par galvenajam Danijas stiprajam pusém
arvalstu ieguldijumu piesaiste jasauc darbaspéka augsta kvalifikacija, politiska stabilitate valsti,
augsti attistita valsts un uznémgéjdarbibas infrastruktiira ka arl banku sektora stabilitate.
Savukart, par Danijas vajajam pusém var uzskatit salidzino§i mazo viet€jo tirgu, augstos
uzneméjdarbibas veikSanas nodoklus un lielu proporciju no darbaspéka, kas atkarigs no valsts
parvaldes nodarbinatibas iesp&jam.

Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in Denmark -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/denmark/investment )
Niderlande

Niderlande 2022. gada Eiropas Savienibas inovaciju reitinga sanéma 129,3 punktus,
kas to ierindo starp inovaciju Iideriem un nodroSina 4. vietu no 27 Eiropas Savienibas
dalibvalstim. Raugoties uz valsts stiprajam pusém, reitinga noradits augstais iedzivotaju
prasmju ltmenis digitalo tehnologiju joma, muzizglitibas pieejamiba sabiedribai, ka art
informaciju tehnologiju nozarg€ nodarbinato skaits.

Viens no Eiropas Savienibas vadoSajiem pusvaditaju iekartu razotajiem — “ASML” —
atrodas Niderlandé un Sis uznémums piedava pilnu pusvaditaju razoSanas ciklu, iekartas,
programmatiiru un iekartu un programmatiiras apkalpoSanu, ka arT ar pusvaditajiem saistitus
pakalpojumus. “ASML” uzskatams par Eiropas Savienibas flagmani silikona litografijas
tehnologijas izmantoSana. Balstoties uz uzn€émuma publicéto informaciju, 2021. gada pasaulé
esoSie pusvaditaju razotaji tirgl realiz€ja 1,15 trilj. pusvaditaju, savukart, 2022. gada
pusvaditaju tirgus vertiba parsniedza 570 mljrd. USD.

Vairak  var  uzzinat Seit — (ASML  About the company @ -
https://www.asml.com/en/company ) un Seit - (ASML The basics of microchips -
https://www.asml.com/en/technology/all-about-microchips/microchip-basics )

Niderland@ izveidots pusvaditaju un ¢ipu kontaktpunkts Sai nozarei “High Tech NL
Semiconductors”, kas ir dala no “Silicon European Alliance”. ST kontaktpunkta mérkis ir
veicinat sadarbibu starp pusvaditaju razotdjiem, augstskolam, ka ari starptautiskajam
organizacijam, vestniecibam un dazadu Eiropas Savienibas regionu attistibas agentiiram. Par
centralo kontaktpunkta atrasanas vietu var uzskatit “Noviotech” kampusu, kas atrodas
Nijmegena.

Vairak var uzzinat Seit — (High Tech NL — Semiconductors -
https://www.hightechnl.nl/semiconductors/ )

Kopuma raugoties uz Niderlandes pusvaditaju nozari, jaatzime, ka Niderlande, ka
valsts, ir viena no retajam pasaul€, kas var nodroSinat pilnas aprites pusvaditaju un Cipu
virziSanu tirgli — pétnieciba, Cipu dizains, Cipu arhitektira, raZzoSana un iekartas, kas
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nepiecieSamas pusvaditaju un Cipu razoSanai ir pieejamas valsti. Tikai dazas valstis — ASV,
Kina un Japana var nodrosinat §ada I[imena un apmeéra pusvaditaju razoSanu un virziSanu tirgt.

Vairak var uzzinat Seit — (Semiconductors in the Netherlands -
https://www.statista.com/topics/7279/semiconductor-companies-in-the-
netherlands/#topicOverview )

Nemot vera faktu, kas pusvaditaju razoSana ir ne tikai ienesigs uznéméjdarbibas
virziens, bet arT augsta meroga starptautiskas politikas un starptautiskas drosSibas jautajums,
2023. gada vasara Niderlandes valdiba pien€ma l€mumu ierobezot pusvaditaju razoSanai
nepiecieSamo iekartu importu no Kinas, ka galveno iemeslu noradot valsts drosibas aspektus.
Sads solis veikts, lai stiprinatu Niderlandes pusvaditaju nozares partneru — ASV un Japanas —
pozicijas pusvaditaju izstrad€, petnieciba un razosana, vienlaikus mazinot atkaribu no Kinas
resursiem, zinasanam un produktiem.

Vairak var uzzinat Seit — (Dutch curb chip equipment exports, drawing Chinese ire -
https://www.reuters.com/technology/amid-us-pressure-dutch-announce-new-chip-equipment-
export-rules-2023-06-30/ ) un Seit — (Exclusive: US, Dutch set to hit China's chipmakers with
one-two punch - https://www.reuters.com/technology/us-dutch-set-hit-chinas-chipmakers-
with-one-two-punch-2023-06-29/ )

Iepazistoties ar Jaunzélandes Arlietu un tirdzniecibas palatas zinojumu par Niderlandes
pusvaditaju nozari, jasecina, ka Niderlande ir viens no pasaules flagmaniem. Par lielako valsts
uznémumu pusvaditaju nozaré tiek atzits augstakminétais “ASML”, bet kopuma valsts tirgus
dala ir aptuveni 9% no globala apmera, sastadot aptuveni 276 mljrd. EUR. Balstoties uz

EUR pusvaditaju nozares attistibai, kas biis dala no “Tehnologiju un inovaciju stratégijas”.
Vairak var uzzinat Seit — (The Netherlands’ Semiconductor Industry - June 2023
MFAT  Alerts -  https://www.mfat.govt.nz/en/trade/mfat-market-reports/the-

netherlands-semiconductor-industry-june-2023/ )

Apskatot informaciju par Niderlandes FDI, jaizcel, ka uz 2021. gada beigam un 2022.
gada sakumu piesaistitais finans€jums sasniedza 40,8 mljrd. USD jeb 37,2 mljrd. EUR.
Niderlandes stipras puses arvalstu ieguldijumu piesaiste ir valsts politiska stabilitate, augsti
attistits finanSu sektors, ka ar spécigs, izglitots un augsti kvalificéts darbaspeks. Papildu,
Niderlandes publiska un uznemgjdarbibas infrastruktiira ir augsti attistita. Raugoties uz
vajajam pusém, jaizcel salidzinos$i augstais nodoklu slogs uznéméjiem, ka ar1 mazs viet€jais
tirgus.

Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in the Netherlands -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/netherlands/investment )

Somija

Somija 2022. gada Eiropas Savienibas inovaciju reitinga ieguva 135,5 punktus, kas to
ierindo starp pieciem inovaciju Iideriem un nodroSina valstij 2. vietu starp 27 Eiropas
Savienibas dalibvalstim. Ka valsts stipras puses ir noradits augstais informacijas tehnologiju
nozar€ nodarbinato skaits, uznémumu skaits informacijas tehnologiju nozar€, ka ar1 inovaciju
uznémumu savstarp&ja sadarbiba.

Somijas pusvaditaju eksporta un importa raditaji, laika posma no 2021. gada lidz 2026.
gadam pakapeniski samazinas. Paredzets, ka pret 2021. gada eksporta raditaju 464 tikst. EUR
apmera, 11dz 2026. gadam pusvaditaju eksports bils samazinajies l1dz 320 tukst. EUR. Savukart,
raugoties uz importa raditajiem, 2021. gada apmérs bija 3,7 milj. EUR, bet 2026. gada
paredzets, ka imports bus krities 11dz 345 tiikst. EUR. Taja pat laika, pusvaditaju tirgus dala,
kas 2021. gada bija 2,8 milj. EUR turpinas pieaugt 11dz 2026. gada ta sasniedz gandriz 3,4 mil;.
EUR. Kop¢gjais tirgus apmers pusvaditaju laika no 2010. gada lidz 2022. gadam ir pieaudzis no
58 milj. EUR lidz 79 milj. EUR.
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Vairak var uzzinat Seit — (Finland Semiconductor Industry Outlook 2022 — 2026 -
https://www.reportlinker.com/clp/country/11148/726394 ) un Seit - (Semiconductors Market
Size Value in Finland -
https://www.reportlinker.com/dataset/6¢ce8bd554fb8a38al1426dfc8dal4a3dd12ale7eb )

Vienlaikus, pusvaditaju tirgus apmérs un tas ka tas tiek rekinats atSkiras, nemot véra
kas tiek uzskatits par konkréta tirgus dalu. Balstoties uz pieejamo informaciju plaSsazinas
lidzeklos un interneta, ir noskaidrots,ka 2023. gada kop€jais Somijas pusvaditaju tirgus apmeérs
sasniegs 454 milj. USD, kur lielako dalu (390 milj. USD) sastada integréto sheému razosana un
realiz€Sana tirgl. Balstoties uz prognozém, 2027. gada Somijas pusvaditaju tirgus dala sasniegs
gandriz 600 milj. EUR.

Vairak var uzzinat Seit — (Semiconductors — Finland -
https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/finland )

Raugoties uz Somijas situaciju pusvaditaju razoSana, janorada, ka 2023. gada $aja
nozarg, plasaka meroga ar augstajam tehnologijam elektrotehnikas joma, strada aptuveni 5 000
darbinieku un kop@ja nozares kapitalizacija ir aptuveni 2 mljrd. EUR apméra. Somija ir spéciga
pozicija, salidzinajuma ar citam ES dalibvalstim, jo tas pusvaditaju joma un augsto tehnologiju
nozare plasaka zina. Sadi panakumi saistiti ar to, ka virkne Somijas augstskolu — Aalto
universitate, Oulu universitate un Tamperes universitate — ir vadoSie zinaSanu un pé&tniecibas
centri Somija, kas aktivi iesaistas pusvaditdju nozares stiprinaSana un talaku panakumu
veicinasana. Papildu tam, gan augstskolas, gan regionu vadosas iestades un Somijas valdiba ir
uzsakusi darbu pie iniciativas “Chips for Finland” realiz€Sanas, ka mérkis ir veidot pusvaditaju
un mikrocipu ekosistému Somija, kas ciesi saistita ar Eiropas Savienibu un tas pusvaditaju un
mikro€ipu ekosistemu.

Vairak var uzzinat Seit — (“Chips Made in Europe” — Where Finland Can Increase
Europe’s Competitive Advantage - https://www.semiconductor-digest.com/chips-made-in-
europe-where-finland-can-increase-europes-competitive-advantage/ ) un Seit — (’Chips from
Finland’ Initiative: The World is Fighting for Microchips — Finland Can Become Top in Europe
- https://www.tampere.fi/en/current/2023/03/17/chips-finland-initiative-world-fighting-
microchips-finland-can-become )

Apskatot Somijas pusvaditaju nozari caur NUTS2 klasifikatoru prizmu, janorada, ka
vadosais regions ir Ziemelsomija, kur bazéti NUTS3 regioni — Kainu, Centrala Ostrobotnija,
Ziemelu Ostrobotnija un Ziemelu Savo un Lapzeme. Saja NUTS2 regiona atrodas tadi
pusvaditaju nozares flagmani Somija ka Oulu universitate, Austrumsomijas universitate,
Diemaustrumu Somijas universitate u.c. augstskolas. Kopuma, 44% no kopg€ja zinatnes atbalsta
finans€juma, kas paredz€ts Somijai augsto tehnologiju, digitalizacijas un zala kursa ietvaros
tiek virziti tieSi Sim NUTS2 regionam. Atbalsts augsto tehnologiju nozarei, taja skaita
pusvaditajiem, tiek realizeéts caur “Uznéméjdarbibas inovaciju veicinasanas” programmu, kas
ieklauj tadas jomas ka advancétie plastmasas produkti, pusvaditaji un robotika. Lielakoties,
pusvaditaju atbalsta mehanismi tiek realizeéti Ziemelu Ostrobotnija. Taja pat laika, Ziemelu
Savo sanem ERAF atbalstu, lai realizétu un uzturétu “Digicentru”, ka uzdevums ir palidzet
uznéméjiem ar tehnologiju un zinasanu parnesi, ka ari atbalstu un tikloSanos starp
uzn€émumiem citos regionos, lai vecinatu izaugsmi.

Vairak var uzzinat Seit — (Cohesion Policy in Northernmost Regions of the EU -
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699657/TPOL_STU(2022)6996
57 _EN.pdf (49., 50. un 51. 1Ipp.))

Apskatot informaciju par Somijas FDI, jaizcel, ka kop€ja ienakosa FDI summa 2021.
gada sasniedza 9,4 mljrd. USD jeb 8,6 mljrd. EUR. Pie stiprajam pusém, kas Somijai
raksturigas arvalstu finans€juma piesaisté, jamin valsts vispargja politiska stabilitate,
strateégiskais novietojums Skandinavija uz robezas ar Baltijas valstim, ka arT zemais korupcijas
Itmenis. Papildu, Somijas valdiba veic lielus ieguldijumus zinatn€, p&tnieciba un inovacijas, ka
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ar1 Somija ir viena no vadosajam Eiropas Savienibas valstim zalo tehnologiju nozaré. Savukart,
raugoties uz vajajam pusém, jaizcel vispargja tendence darbaspékam novecojot, ka ari
salidzinos$i mazs ieksgjais tirgus.

Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in Finland -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/finland/investment )
Latvija

Apskatot Latvijas pusvaditaju nozari, viennozimigi jaizcel 2022. gada nogal@ noslegtais
memorands starp 12 partneriem, ka mérkis ir veicinat pusvaditaju attistibu un razoSanas
kapacitati Latvija, vienlaikus veicinot Eiropas Savienibas pusvaditaju nozares neatkaribu no
arpus-ES pusvaditaju razotajiem. Memoranda pamata ir tr1s sadalas — pusvaditaju ekosistémas
attistiba, p@tniecibas kapacitates veicinaSana un pusvaditdju razoSanas apméru celSana,
nodrosinot pilnu piegades ciklu.

Vairak var uzzinat Seit — (Latvia hopes to develop semiconductor capability -
https://eng.lsm.lv/article/economy/business/latvia-hopes-to-develop-semiconductor-
capability.a484828/ )

Savukart, iepazistot Latvijas pusvaditaju razoSanas nozari, par flagmani jaatzist
“ALFA”, kas ar pusvaditaju un to sastavdalu razosanu nodarbojas jau 60 gadus. Augsto
tehnologiju elektronikas un mikroleketronikas nozaré $is uznémums uzskatams par lielako
Latvija un ta piedavajuma ir virkne pusvaditaju produktu — voltazas meriSanas iekartas,
pastiprinataji, analogie un digitali parveidotaji, tranzistori utt. Pats uzn€émums norada, ka tas ir
pievilcigs investoriem, jo nodroSina augsti kvalificétu darbaspeku, augstu kvalitati, vienlaikus
noradot zemas darbasp&ka izmaksas.

Vairak var uzzinat Seit — (About ALFA -
https://www.alfarzpp.lv/eng/comm/about.php )

Visbeidzot, lai sniegtu kop&jo kontekstu ar petijuma apskatitajam Eiropas Savienibas
valstim, tika apskatits ar1 Latvijas FDI raditajus. Janorada, ka 2021. gads bija viens no
veiksmigakajiem gadiem ar&jo investiciju piesaist€ Latvijas vesturg, ieguldijjumu apméram
sasniedzot 5,3 mljrd. USD jeb 4,8 mljrd. EUR. Par stiprajam Latvijas pusém arvalstu
investiciju piesaiste jaizcel] valsts politiska stabilitate un darbaspéks, kas ir kvalificéts, bet ka
piesaiste nav tik darga ka citur Eiropas Savieniba. Tapat, jaizcel valdibas vélme un centieni
radit iesp&jami pievilcigu ieguldijumu vidi jaunuznémumu sektora. Raugoties uz vajajam
pusém, jaizcel fakts, ka Latvijas tirgus ir mazs un taja domin€ Skandinavijas uzn€mumi. Tapat,
izteikti vaja puse ir fakts, ka Latvija ir loti zems procentualais raditajs pret IKP ieguldijumiem
zinatn€ un inovacijas. Balstoties uz Oficiala statistika portala datiem, Latvijas kopg&jais IKP
2021. gada bija 33,3 mljrd. EUR un no tiem tikai 249,9 milj. EUR jeb 0,75% no kopg&ja IKP
apjoma tika iegulditi p&tniecibas un attistibas darbiem.

Vairak var uzzinat Seit — (Foreign direct investment (FDI) in Latvia -
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/latvia/investment) , IKP kopgjie raditaji
pieejami Seit —
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START _VEK IK IKP/IKP010/, Izdevumi
pétniecibas un attistibas (P&A) darbiem pieejami Seit —
https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_1ZG__ZP__ZPR/ZPR030/

Savukart, apskatot Latviju caur NUTS2 regionala dalfjuma prizmu, janorada, ka
Eiropas Savienibas inovaciju reitinga Latvija 2022. gada ienéma 25. vietu no 27 dalibvalstim,
ierindojoties attistibas inovatoru kategorija. Kaut arT iepemama vieta ir tuvak beigam, tas
nemaina faktu, ka Latvijas inovaciju attistiba turpina augt. Taja pat laika, salidzinot ar paréjam
Baltijas valstim, Latvija manami iepaliek no Lietuvas, kas ir 19. vieta un no Igaunijas, kas ir
12. vieta. Sada pozicija skaidri norada uz to, ka nepieciesams veikt mérktiecigus solus un
ieguldit gan finanSu, gan zinasanu, gan laika resursus, lai veicinatu Latvijas inovaciju
potencialu un, caur to, kapinatu valsts attistibas tempu.
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Pielikums Nr. 9: Fokusa grupas jautajumu un komentaru kopsavilkums

Fokusa Grupa: "PUSVADITAJU TEHNOLOGIJU UN LIETOJUMU JOMAS
ATTISTIBA"

2023.gada 13.decembris, 14:00-16:30 (TEAMS)

Piezimes diskusiju laika

Alfs Raudis, LU CFI

Dalibnieki:

GK  Gundars Kokins, RTU, Inovaciju ekosistému attistibas nodalas vaditajs
LB  Liene Briede, RTU, Zinatnes un inovaciju centra vaditaja, Inovaciju prorektore
RB Reinis Budrikis, RTU, ZIC virziena vaditajs

AN  Agris Nikitenko, RTU, Vadosais pétnieks

MP  Mareks Parfjonovs, RTU

EK  Elvis Krastin$, FinanSu eksperts

AA  Andris Anspoks, LU CFI direktors

AV  Aivars Vembris, LU CFI, Organisko materialu laboratorijas vaditajs

AR  Alfs Raudis, LU CFI, Vecakais eksperts

NK  Nikita Kazakevi¢s, LIAA, Inovaciju un tehnologiju departamenta direktors
SG  Sofija Grinvalde, LIAA, Inovaciju parvaldibas nodalas vaditaja

SL Svetlana Lampiga, LIAA, Vadosa eksperte

1P Ingmars Pukis, LMT, Viceprezidents, Valdes loceklis

EL Elina Lidere, LMT, Inovaciju ekosisteémas vaditaja

AZ  Aleksandrs Zaslavskis, AS ALFA RPAR, Marketinga Direktors

LL  Lev Lapkis, RD Alfa

Péc materiala par I un II dalas rezultatiem

NK  Vai pareizi saprasts - kamér Latvija nav kvalitativa darba piedavajuma, vai ir lietderigi
veikt pieredzes parneses, apmacibas pasakumus (piemé&ram, imec)?

GK Pasreiz nevar atlauties neveidot §is apmainas programmas, misu specialistiem ir
jaiegiist zinasanas. Bet ilgtermina, lai samazinatu risku, ka Sie specialisti, kas tiek siititi macities
(varétu aizplust..), ir svarigi, ka tiek veidotas darba vietas, lai atgrieZoties varétu turpinat stradat
taja pat [imenT un kapacitaté art Latvija. Esam redz&jusi, cik griiti ir atgriezt specialistus, kuri
ir aizbraukusi projam (Nokia, Dell, Intel), atpakal Latvija. Ja Latvija nav iesp&jams stradat tani
pat IimenT pétnieciba dizains, iepakoSana.

RB  V&los papildinat, par to vairak bis vélak, kad biis runa par fondiem. ST kapacitates
celSana noteikti ir vajadziga, tas ir sakums lai atrastu un piesaistitu Sos talantus. Cits jautajums
ir par atalgojumu Universitates. Ka veikt maksajumus 10, varbiit pat tiiksto$ cilvékiem. Bet no
fondu (finans&juma) skatijuma kapacitates celSana ir tiesi tas, ar ko ir jasak. To vajadz€ja darit
jau paris gadus ieprieks (toreiz bija tadas iesp&jas). Bet par to bis vel.

LL  Izaicinajumi no industrijas puses, jau tika pieminé&ti kadri; miisu gadijuma lielaka dala
darbinieku ir no vecas skolas, liela pieredze, bet — gados, tur neko nevar darit. Talak, piegazu
keédes, kristalu razotn€s ir probléma ar maziem apjomiem tikt pie viniem, pieméram, Eiropa
stradajam ar X-Fab —ilgi jagaida I1dz vini saraZos pasitito, ir rinda uz prototip&Sanu, ari korpusi,
pasreiz ruti dabut, piem&ram no NTK, gaidiSanas laiks sakot ar pusgadu. Nav problému ar
piegadataju Vacija. Ar So problému saskaras visi, piegazu laiku izjiit gan tie, kas izmanto un
arT tie kas razo komponentes. Un v&l, mikroshémas izstrades laiks ir loti liels, vismaz 2 gadi.
Ja sak kadu mikroshému planot, jabut droSiem, ka to kadam vajadzes, ka ir riski. Ir daudzi
verifikacijas posmi cela, pieméram, uzsak partijas razoSanu, bet tikai péc pusgada saprot, vai
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ir vai nav kliida. Ja ir, tad vel pusgads nak klat. Un risks, ka klients pateiks, piem&ram, atradam
razotaju ASV, pasiitijam lielu partiju, pietiks uz 5 gadiem.. Ko Latvija varétu darit, jau tika
pieminéts dizains, iepakoSana, testéSana, kvalifikacija. Diez vai biivésim Foundry. Pieméram,
ka Somija, Cietvielu fizikas institiita analogs, kuriem ir prototip&Sanas laboratorija, ka ari
testétu, ko esam izdomajusi.

AZ  Saja prezentacija triikst fokusa uz gala rezultatu, tas var biit objekts, varbit kvalificéts
specialists (ka produkts joma). Specialistus vajadz€tu finans€t privatam sektoram (ka
uznémuma pasitijums, kuru apmaksa), vai ari apmaksa studenti. Izglitibas Iimenis nav
pietiekams. Ja fokuss ir uz realu produktu, tad jasaprot sektors un vajadziga vizija uz 5-10
gadiem. Par to nav prezentacija.

Ja runa par fotoniku, tad jabut droSiem par terminologiju (jo nav runa par pusvaditajiem),
jasaprot, ka to savienot (integrét) ar pargjo shemu.

AA  Vajag skatities pari organizacijam, uz vienotu centru un tas ir paveicams soli pa solim.
Mes esam nopietni fotonika, RTU ir nopietni testéSanas vides veidoSana, kopa ar industriju
mums jadoma par pakoSanas risindjumiem. Manuprat poliméru fotonikas virziens ir
papildinams materialu raksturo$anu un jaunu materialu izstradi, to skaita — pusvaditaji,
radiacijas ietekme uz Siem materialiem ir t€ma ar ko m&s LU CFI nodarbojamies. Atbilde ir
pasa Chip akta, kas attiecas gan uz elektroniku, gan fotoniku.

NK  Vaicitas Baltijas valstis jis saskatijat Baltijas sadarbibas iesp€jas, projekta ietvaros, vai
sektora?

GK Ja. Vairak ir Zinojuma. Atradam gan Lietuva, gan Igaunija veiktus pétijumus, lidzigi
Sim, kas apskata dazadus virzienus. Lietuva veidojas, sadarbiba ar kolégiem Taivana — plano
veidot Cipu razotni. Ja Latvija veidotos dizains, test€Sana un iepakoSana, tas biitu pamats
sadarbibai ar Lietuvu. Teltonika kopa ar uzn€mumu Taivana ar valsts atbalstu, kopa ar Vilnas
universitati tad veidotu So razotni. Bet Seit ir vieta majas darbam, Baltijas strat€gijai 5-10
gadiem. PaSreiz katra valsts skatas individuali. Par Igauniju bus jauna informacija, kuru mes
analizetu lidz Peétijjuma nodoSanai. Igaunu parstavji gan atzist, ka vini ir stipri aiz Lietuvas
aptverosas strat€gijas izveidei valsti, kur ir daudz individualu iniciativu, kur ir sadarbibas starp
industriju un augstskolam, bet nav aptverosa valsts strat€gija, péc vinu vardiem. Jaskata
konteksta EDA procesiem, tur varétu biit sadarbibas iespgjas.

NK  Par Lietuvas iesp&ju sadarbiba ar Taivanu biivét pusvaditaju riipnicu, kada attistibas
stadija tas ir? Sarunas un informacijas apmainas faze, vai ar1 viniem jau kas konkréts notiek?
No Lietuvas Inovaciju agentiiras ir dzirdéts, ka vini ir loti agrina stadija..

GK To, vai tieSam kas notiek saskanosana, Teltonika runa ka par planiem. Specifikacija,
parvaldibas mehanismi — tas vél nav, nav ar1 pétijuma, ko atradam. V&l nav spécigi nodefinéts.
Ir atrasts finans€jums, apstiprinati plani, bet nav vel parakstits viss nepiecieSamais. Ir plani 2-
3 gadiem riipnicu pabeigt, ja sak bez aizkavéSanas.

1P No manas puses vienkarSs komentars, sintezets no 2 gadu kopigam sarunam. Mérkis ir
izdarit darbibas un investicijas, fiziskas biives un iekartas, lai 5-6 gadu laika specialistu
populacija biitiski pieaugtu un Seit paliktu. Lai specifiskas kompetences, kuras mums ir,
kombingjot tas ar valsts un industrijas koncentrétu finans€tu atbalstu. Pasreiz ir nosacijumi, lai
So finans€juma koncentraciju dabutu.

GK  Tas ir loti precizi. ArT Somija savu nozari §adi attistija un 10 gadu laika jau veidojas
jaunuznémumi, kopigi industrijas un p&tniecibas, valsts kopprojekti kas veido laboratorijas un
prototipéSanas centrus, kas ir par pamatu pirms 10 gadiem veiktam investicijam. Ar1 jaunu
talantu apmacibu, ko finans€tu papildus no projektiem, gan no industrijas, jaunu spelétaju
ienakSanu.
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Péc I1I dalas par Latvijas un globalas vertibu kédes salidzinasanu

AZ  Industrija ir specializéti uznémumi, kas veic tikai mérjjumus. Dargas mérierices un
standarti, kurus sanem no pasiititaja. Tas ir vienkarSs process (zal$/sarkans) — labs vai slikts.
Straight-forward process, ar savu zinatni, protams. Un 59% me&rjjumu ir izdariti uzreiz péc
montéSanas. Més to daram Taivana, D-Koreja, Filipinas. Svarigi uzreiz péc mont€Sanas.
Pasreiz es neredzu biznesa perspektivu Sodien.

RB  Mzs to noteikti ietversim gala secinajumos. Sie vél nav gala secinajumi. Sis ir
apkopojums, lai parbauditu I un II dala rakstito.

AZ  Labak domat par jaunam lietam. Virzienos, kur Sodien vél nav liela konkurence. Varbut
fotonika, vai mikrofluidika, tur kur Sobrid ir tuksa vieta.

GK Fotonika ir jauna nozare, kur arzemju partneri, ka imec mekleé ari Saja regiona
sadarbibas partnerus. Ja runa par testéSanu, silicija vai poliméru fotonikas Cipiem, tad tur So
problému nav. Neméginat attistities jomas, kuras jau ir attistitas ar n-tiem spélétajiem un
multimiljardu investicijam.

LL  Jaizvelas jomas, kur ir mikrosh&€mas ar lielu pievienoto veértibu. Kur test€Sana nav tik
viegls process. Jaizvelas nozare, kur nav lielu apjomu, bet ir augsta pievienota vertiba.

AN  Piekritu t€z€m, ka nav jéga iet piesatinatas jomas. Jomas, kur mazo apjomu dél lielie
speletaji nebus ieintereséti ienakt. Lai viegli uzsakt, un paplasinat, caur sadarbibas tikliem.
Neiet tur, kur visi jau kaut ko dara.

LL  Kur So niSu atrast? Ir jédziens — non-dependency, pieméram, razo ASV un Eiropas
kosmosa industrija var dabut ar lielam grutibam. Viens razotajs, kuram vajag diversifikaciju.
Varbitt ir kads Eiropas ¢ips, kur§ ir ASV, bet Eiropa neviens vél nerazo. Un ir uznémumi,
kuriem svarigi, ka ir Eiropas Cips..

NK  Kadi pieméri, bet LL atbildg€ja. Vai ir citi pieméri?

LL  Loti tehniski, katrai jomai specifiski. Liela specializacija uznémumiem, nevar razot
visu.

RB  Tad skatfjums, ka jaunie virzieni, bet tad — Eiropas prizma? lenakt caur esoSu
uzpémumu.

LL Ta arT més razojam, skatamies, ko pieméram TI razo, bet nav interesanti mazi apjomi.
Industrialas mikrosh&mas. Saprast vértibu, konkurentus, kapéc biisim labaki.

AZ  Jaskatas, nevis Baltijas, bet Pasaules tirgu. Tikai tad biis rezultati. ArT Eiropas tirgus
nav pietiekami liels. Jabiit finansiali pamatotam (ir bizness).

3.2. Par stratégiju un ricibas planu

AZ  Trukst LMT vai MikroTik ka pasiititajs specialistu sagatavoSanai. Kur bus darba vietas?
EL  LMT un MikroTik ir iesaistiti attistiba. Ir sadarbiba ar RTU, garaka perioda. Orientacija
uz Eiropas tirgu.

GK LMT un MikroTik bus ar1 gala Zinojuma, ka ar1 citi pasutitaji. Gan lokali, gan ari
plasaka sadarbiba. Arf skatities, kadi uzn@mumi te var atvert filiales. Piem&ram, fotonika Bosh
SensorTech arT mekl€ iesp&ju sadarbibai, art saistiba ar dizainu. Akadémiska joma ar1 Siemens,
programmatiiras izstradatajiem, kuri tad arT ir plans celt kapacitati, pirmos gadus apmacitos
talantus nodarbinat $ada laboratorija, kamér sartipé iekartas sadarbiba ar pasutitajiem,
piem&ram, imec, un citiem, kas aktiviz€jas Chips Act iespaida. Ja veidojas specialistu
“parpalikumi”, tad bis iesp&ja nodarbinat $ajos uznémumos.

LL  Obligati jaapamaca vienkarSam lietam, pieméram cadence mikroshému projektesanai.
SL. Precizg€josi — vai pareizi saprasts, ka sadarbiba ar RTU. Vai LMT nevarétu garantet
produktu iepirkSanu?

AZ  LMT ka lielam spélétajam ir budzets izaugsmei. MikroTik nav valsts ka akcionars.
Vajadzigs (jarada) tirgus.
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RB  Ir doma, ka garant€ pasttijumu?! Biznesa planam svarigi, ka pasiitijumam ir garantija.
EL  Jaskata ilgaka laika. Pievienota vértiba sadarbiba ar RTU ir zinaSanu aprob&Sana
Latvija (iegiitas no Eiropas, pasaules).

3.3.,3.4 Par socioekonomiskiem guvumiem

3.5 Attistibai nepiecieSamo atbalsta instrumentu izmaksu priekslikumu izstrade

NK  Vertigs sadalijums par programmam. 12 miljardu Seit nav, bet ja kads plano stradat ar
investiciju piesaisti, tad Sogad sak stradat Investiciju aizdevumi un kapitala atlaide
konkur@tspé&jas veicinaSanai lieliem investiciju projektiem. Lidz 10 miljoniem bet ne vairak ka
30% no kop€jam projekta izmaksam. lesp&ja sanemt ka grantu (ALTUM). Kopuma RIS3.
Vel par Izraglas uznémuma interesi Latvija veidot Sub-fab pétniecibas virzienu (neliels
investiciju projekts, iekarta no Intel, janoklaj otra investiciju puse). Jagaida attistiba. Ka
razoSanas procesa apstradat vielas u.c. kas nepiecieSamas razoSanas procesam, lielie uznémumi
testet vielu savaksanu atpakal, pirms ievieSanas razotné.

GK Tad Latvija biitu Intel u.c. klatbttne.

RB  AriRTU veicis sagatavoSanas darbus, ieviests atbalstu projektu pieteikumu rakstisanai.
Kas tiesi interes€ uznémumus dalibai lielos projektos?

EL  Industriju interesé zinaSanu kapacitates veidoSana Latvija (ir runats ar MikroTik).
Skatita daliba IPCEI, bet finanséjums nebija pievilcigs (nebija Latvijai izdevigi noteikumi).
Jaskatas individuali. Svarigi audzget zinaSanas.

RB Ja biitu pieejamas programmas, tad biitu interese? DaliSanas ar informaciju par
programmam. P&tnieku (ekspertu) daliba. Ka kopigi pieteikties.

NK  Pétijjuma ietvaros darba grupai ieteikt LIAA lietas, ko vajadzetu ieteikt. Koordinacija
Sados projektos.

AN  Kurs§ varétu spélét informacijas hub lomu? Lai nelaistu garam iespéjas. Izpétit, tikties.
NK  LIAA no nakama gada biis misijas koordinatori (pusvaditajos), cilvéks, kuram biis jatur
roka uz pulsa. Ari meklét finans€jumu.

AN  Uznp@mumiem bis interese piesaistit finansgéjumu.

RB  To dara ar1 RTU. DaliSanas ar informaciju. Kopigo projektu attistiSana. Ka to veicinat?
Ieliksim ka secinajumu, ka jabut koordin&tais informacijas apritei. Efektivak koordinéti.
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